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Index

Inaex 2N 681
2N 2905
Type Page Book (1) Type Page Book (1) Type Page Book (1)
Type Page Catalogue Type Page Catalogue Type Page Catalogue
2N 681 DRT 76 2N 1596 DRT 76 »2N 2195, A 163
2N 682 DRT 76 2N 1597 DRT 76 2N 2196 TPu 75
2N 683 DRT 76 2N 1598 DRT 76 2N 2197 TPu 75
2N 684 DRT 76 2N 1599 DRT 76 =2N 2218, A 171
2N 685 DRT 76 =2N 1613 137 =2N 2219, A 171
2N 686 DRT 76 2N 1616 TPu 75 =2N 2221, A 177
2N 687 DRT 76 2N 1617 TPu 75 »2N 2222, A 177
2N 688 DRT 76 2N 1618 TPu 75 =2N 2243, A 183
2N 689 DRT 76 =2N 1711 137 2N 2322 DRT 76
2N 690 DRT 76 2N 1724 TPu 75 2N 2323 DRT 76
2N 691 DRT 76 2N 1724 A TPu 75 2N 2324 DRT 76
2N 692 DRT 76 2N 1725 TPu 75 2N 2325 DRT 76
»2N 696 61 2N 1770, A DRT 76 2N 2326 DRT 76
»2N 697 61 2N 1771, A DRT 76 2N 2327 DRT 76
»2N 698 67 2N 1772, A DRT 76 2N 2328 DRT 76
»2N 699 7 2N 1773, A DRT 76 2N 2329 DRT 76
»2N 706 75 2N 1774, A DRT 76 »2N 2368 187
»2N 706 A 81 2N 1775, A DRT 76 »2N 2369 187
»2N 708 87 2N 1776, A DRT 76 =2N 2369 A 195
»2N 735, A 95 2N 1777, A DRT 76 »2N 2483 201
»2N 736, B 95 2N 1778 DRT 76 »2N 2484 201
=2N 743 103 2N 1842 DRT 76 2N 2619 DRT 76
»2N 744 103 2N 1843 DRT 76 2N 2815 TPu 75
»2N 753 81 2N 1844 DRT 76 2N 2816 TPu 75
2N 877 DRT 76 2N 1845 DRT 76 2N 2817 TPu 75
2N 878 DRT 76 2N 1846 DRT 76 2N 2818 TPu 75
2N 879 DRT 76 2N 1847 DRT 76 2N 2819 TPu 75
2N 880 DRT 76 2N 1848 DRT 76 2N 2820 TPu 75
2N 881 DRT 76 2N 1849 DRT 76 2N 2821 TPu75
=2N 914 115 2N 1850 DRT 76 2N 2822 TPu 75
=2N 917 119 »2N 1889 143 2N 2823 TPu 75
»2N 918 119 »2N 1890 143 2N 2824 TPu 75
»2N 929 125 =2N 1893 147 2N 2825 TPu 75
»2N 930 125 2N 1936 TPu75 »2N 2865 209
»2N 1131 131 2N 1937 TPu 75 »2N 2868 213
»2N 1132 131 »2N 1986 151 »2N 2890 219
2N 1208 TPu 75 »2N 1990 155 »2N 2891 219
2N 1209 TPu 75 »2N 2192, A 157 =2N 2894 225
=2N 1420 135 »2N 2193, A 157 =2N 2904, A 229
2N 1595 DRT 76 =2N 2194, A 163 »2N 2905, A 229
»-Data sheets in this book {1) Other devices - see page 2
Notices dans ce catalogue Autres dispositifs - voir page 2
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2N 2906

182 T2
Type Page Book (1} Type Page  Book (1) Type Page Book (1)
Type Page Catalogue Type Page Catalogue Type Page Catalogue

»2N 2906, A 235 »2N 3822 771 =2N 5198 835

»2N 2907, A 235 »2N 3823 77 =2N 5199 835

»2N 3053 24 =2N 3824 775 2N 5204 DRT 76
2N 3054 TPu 75 »2N 3866 259 2N 5205 DRT 76
2N 3055 TPu 75 »2N 3966 779 2N 5206 DRT 76
2N 3055 S TPu 75 »2N 4091, A 785 2N 5207 DRT 76

=2N 3137 247 »2N 4092, A 785 2N 5294 TPu 75

=2N 3309 251 »2N 4093, A 785 2N 5296 TPu 75

»2N 3414 255 »2N 4117, A 793 2N 5298 TPu75

»2N 3415 255 »2N 4118, A 793 =2N 5365 289

»2N 3416 255 »2N 4119, A 793 =2N 5366 289

»2N 3417 255 »2N 4220, A 799 =2N 5432 841
2N 3439 TPu 75 »2N 4221, A 799 =2N 5433 841
2N 3440 TPu 75 »2N 4222, A 799 =2N 5434 841
2N 3441 TPu 75 2N 4240 TPu 75 »2N 5447 293
2N 3442 TPu 75 2N 4347 TPu 75 »2N 5448 293

»2N 3570 257 2N 4348 TPu75 =2N 5449 295

=2N 3571 257 »2N 4391 803 »2N 5450 295

=2N 3572 257 »2N 4392 803 2N 5490 TPu 75
2N 3583 TPu 75 »2N 4393 803 2N 5492 TPu 75
2N 3584 TPu 75 »2N 4416, A 811 2N 5494 TPu 75
2N 3585 TPu 75 »2N 4446 819 2N 5496 TPu 75
2N 3649 DRT 76 »2N 4448 819 2N 5671 TPu 75
2N 3650 DRT 76 2N 4901 TPu 75 2N 5672 TPu 75
2N 3651 DRT 76 2N 4902 TPu 75 2N 6032 TPu 75
2N 3652 DRT 76 2N 4903 TPu75 2N 6033 TPu 75
2N 3653 DRT 76 2N 4904 TPu75 2N 6099 TPu 75
2N 3654 DRT 76 2N 4905 TPu 75 2N 6101 TPu 75
2N 3655 DRT 76 2N 4906 TPu 75 2N 6107 TPu75
2N 3656 DRT 76 »2N 4957 263 2N 6109 TPu 75
2N 3657 DRT 76 »2N 4958 263 2N 6111 TPu 75
2N 3658 DRT 76 »2N 4959 263 71 T2 TPu 75
2N 3738 TPu 75 »2N 4977 827 7272 TPu 75
2N 3740 TPu 75 =2N 4978 827 73 T2 TPu75
2N 3741 TPu 75 »2N 4979 827 74 T2 TPu 75
2N 377 TPu 75 2N 5038 TPu 75 108 T2 TPu 7%
2N 3772 TPu 75 2N 5039 TPu 75 109 T2 TPu 75
2N 3773 TPu 75 =2N 5090 273 180 T2 TPu 75

»2N 3819 767 =2N 5109 277 181 T2 TPu 75

»2N 3821 7 »2N 6179 281 182 T2 TPu 75

»Data sheets in this book
Notices dans ce catalogue

(1) Other devices - see page 2
Autres dispositifs - voir page 2




183 T2

BD 679
Type Page Book (1) Type Page Book (1) Type Page Book (1)
Type Page Catalogue Type Page Catalogue Type Page Catalogue
183 T2 TPu 75 »BC 546 399 =BCY 78 465
184 T2 TPu 75 »BC 547 399 =BCY 79 465
185 T2 TPu 75 =BC 548 399 BD 130 TPu 75
=BC 107 297 »BC 549 399 BD 135 TPu 75
=BC 108 297 »BC 550 399 BD 136 TPu 75
=B8C 109 297 »BC 556 409 BD 138 TPu 75
=8C 140 307 »BC 557 409 BD 142 TPu 75
=BC 141 307 »BC 558 409 BD 157 TPu 75
»B8C 160 313 »BC 559 409 BD 158 TPu 75
=BC 161 313 »BC 560 409 BD 159 TPu75
»BC 177 319 »BC 635 419 BD 165 TPu 75
»BC 178 319 »BC 636 423 BD 166 TPu75
»8C 179 319 »BC 637 419 BD 167 TPu 75
»BC 182 327 »BC 638 423 BD 168 TPu 75
»BC 183 327 =BC 639 419 BD 169 TPu 75
»BC 184 327 =BC 640 423 BD 170 TPu 75
»BC190A,B 333 »BCW 29 904 BD 181 TPu 75
=-BC 211 341 »BCW 30 904 BD 182 TPu 75
»BC211 A 34 »=BCW 31 903 BD 183 TPu75
=BC 212 347 »BCW 32 903 BD 233 TPu 75
»BC 213 347 =BCW 33 903 BD 234 TPu 75
»BC 214 347 »BCW 69 904 BD 235 TPu 75
=-BC 2158 353 »BCW 70 904 BD 236 TPu 75
=BC 237 357 »BCW 71 903 BD 237 TPu 75
=BC 238 357 »BCW 72 903 BD 238 TPu 75
=BC 239 357 =BCWO0 A, B, C 427 BD 241,A,8,C TPu 75
=BC 264, A 849 =BCW91 A B 427 BD 242,A,8,C TPu 75
=BC 307 367 =BCWO92 A, B 433 BD 301, A, B TPu 75
=BC 308 367 »BCWO93 A, B 433 BD 302, A,B TPu 75
=BC 309 367 »BCW94 A, B,C 439 BD 303, A,B TPu 75
»BC 313 373 »BCW35 A, B 439 BD 304,A,8B TPu 75
=BC313 A 373 »BCW 96 A, B 445 8D 433 TPu 75
=BC 327 379 =BCW97 A, B 445 BD 434 TPu 75
=BC 328 379 »BCX 17 904 BD 435 TPu 75
»BC 337 385 =BCX 18 904 BD 436 TPu75
=38C 338 385 »BCX 19 903 BD 675, A TPu 75
=BC 413 391 =BCX 20 903 BD 676, A TPu 75
=BC 414 391 =BCY 58 451 BD 677, A TPu 75
»BC 415 395 =BCY 59 451 BD 678, A TPu 75
»BC 416 395 »BCY 69 459 BD 679, A TPu 75
» Data sheets in this book (1) Other devices - see page 2
Notices dans ce catalogue Autres dispositifs - voir page 2
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BD 680

BSY 79
Type Page Book (1} Type Page Book (1) Type Page Book (1)
Type Page Catalogue Type Page Catalogue Type Page Catalogue
BD 680, A TPu 75 =BF 241 551 *BFR 53 905
BDX 14 TPu 75 »BF 245,A,8,C 855 =BFR 92 905
BDX 16 TPu 75 »BF 247,A,B,C 861 »BFR 93 905
BDX 18, N TPu 75 =BF 253 557 »BFR 99 641
BDX 20 TPu 75 »BF 254 557 »BFS 17 905
BDY 23 TPu 75 »BF 255 557 »BFS 18 905
BDY 24 TPu 75 »BF 256 867 =BFS 19 905
BDY 25 TPu 75 »BF 257 565 »BFS 20 905
BDY 26 TPu 78 »BF 258 565 »BFT 47 645
BDY 27 TPu 75 »BF 259 565 »BFT 48 645
BDY 28 TPu 75 »BF 272 A 569 =BFT 49 645
BDY 53 TPu 75 »BF 297 573 =BFT 72 649
BDY 54 TPu 75 »BF 298 573 »BFT 73 649
BDY 55 TPu 75 =BF 299 573 =BFT 74 649
BDY 56 TPu 75 »BF 316 A 577 »BFW 16 A 655
BDY 57 TPu 75 »BF 337 581 =BFW 17 A 661
BDY 58 TPu 75 »BF 362 587 =BFW 30 667
BDY 71 TPu 75 »BF 363 587 =BFW 92 671
BDY 72 TPu 75 »BF 391 589 =BFW 93 677
BDY 73 TPu 75 »BF 392 589 =BFX 62 683
BDY 74 TPu 75 »B8F 393 589 »BFX 89 685
BDY 76 TPu 75 »BF 415 593 »BFY 56 A 693
BDY 78 TPu 75 »BF 416 597 =8FY 90 699
BDY 79 TPu 75 »~BF 417 593 =BSV 15 703
BDY 80 TPu 75 =BF 418 597 =BSV 16 703
BDY 81 TPu 75 »BF 422 601 =BSV 52 903
BDY 82 TPu 75 =BF 423 605 =BSW 21, A 709
BDY 83 TPu 75 »BF 457 609 =BSW 22, A 709
»BF 115 473 »BF 458 609 =BSX 24 711
=BF 167 481 »BF 459 609 =BSX 45 713
»BF 173 489 =BF 469 615 =BSX 46 713
=B8F 179C 497 =BF 470 619 =BSX 51,A,B 719
=BF 180 503 =BF 480 623 »BSX 52, A, B 719
=BF 181 513 »BF 506 625 =BSY 51 727
=BF 182 521 »BF 509 629 »BSY 52 727
=BF 183 527 »BF 679 633 =B8SY 53 733
=BF 198 5633 »BF 680 633 =BSY 54 733
»BF 199 539 »BFR 30 906 =BSY 55 739
»BF 200 645 »BFR 31 906 »BSY 56 739
»BF 240 551 =BFR 38 637 »BSY 79 745

» Data sheets in this book
Notices dans ce catalogue

(1) Other devices - see page 2
Autres dispositifs - voir page 2




BU 103 A

SO 4091
Type Page Book (1) Type Page Book (1) Type Page Book (1)
Type Page Catalogue Type Page Catalogue Type Page Catalogue
BU 103 A TPu 75 BUX 43 TPu 75 ESM 261 TPu 75
BU 104 TPu 75 BUX 44 TPu 75 ESM 262 TPu 75
BU 104 P TPu 75 BUX 45 TPu 75 »ESM 269 749
BU 109 TPu 75 BUX 46 TPu 75 »ESM 282 751
BU 109 P TPu 75 BUX 47 TPu 75 »ESM 379 755
BU 112 TPu 75 BUX 48 TPu 75 »ESM 400 TPu 75
BU 113 TPu 75 BUX 49 TPu75 »ESM 400 A TPu 75
BU 126 TPu 75 BUX 50 TPu 75 =ESM 642 757
BU 129 TPu 75 BUX 51 TPu 75 »ESM 643 757
BU 134 TPu 75 BUX 51N TPu 75 »ESM 692 761
BU 138 TPu 75 BUX 52 TPu 75 »ESM 693 761
BU 139 TPu 75 BUX 53 TPu 75 »ESM 4091 877
BU 140 TPu 75 BUX 54 TPu 75 »ESM 4092 877
BU 141 TPu 75 BUX 55 TPu 75 »ESM 4093 877
BU 142 TPu 75 BUY69A,B,C TPu 75 »ESM 4302 885
BU 143 TPu 75 ESM 16, A, B TPu 75 =ESM 4303 885
BU 144 TPu 75 ESM 18 TPu 75 =ESM 4304 885
BU 207 TPu 75 =ESM 25 871 =ESM 4446 889
BU 208 TPu 75 ~ESM 25 A 871 »ESM 4448 889
BU 209 TPu 75 ESM 132 TPu 75 =S50 269 905
BUX 10 TPu 75 ESM 133 TPu 75 »S0 679 905
BUX 11 TPu 75 ESM 134 TPu 75 »50 680 905
BUX 11 N TPu 75 ESM 135 TPu 75 »S0 918 905
BUX 12 TPu 75 ESM 136 TPu 75 »S0 930 903
BUX 13 TPu 75 ESM 137 TPu 75 »50 2221 903
BUX 14 TPu 75 ESM 138 TPu 75 »S0 2221 A 903
BUX 15 TPu 75 ESM 139 TPu 75 »S0 2222 903
BUX 20 TPu 75 ESM 140 TPu 75 »50 2222 A 903
BUX 21 TPu 75 ESM 141 TPu 75 =50 2369 903
BUX 22 TPu 75 ESM 142 TPu 75 »50 2484 903
BUX 23 TPu 75 ESM 159 TPu 75 =S50 2894 904
BUX 24 TPu 75 ESM 160 TPu 75 =S50 2906 904
BUX 25 TPu 75 ESM 161 TPu 75 »S0 2906 A 904
BUX 37 TPu 75 ESM 162 TPu 75 =50 2907 904
BUX 38 TPu 75 ESM 213 TPu 75 =50 2907 A 904
BUX 39 TPu 75 ESM 214 TPu 75 »50 3570 905
BUX 40 TPu 75 ESM 217 TPu 75 »50 35671 905
BUX 41 TPu 75 ESM 218 TPu 75 »80 3572 905
BUX 41N TPu 75 ESM 259 TPu 75 »50 3966 906
BUX 42 TPu 75 ESM 260 TPu 75 =50 4091 906
Data sheets in this book (1) Other devices - see page 2
Notices dans ce catalogue Autres dispositifs - voir page 2
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SO 4391

TE 4392
Type Page Book (1) Type Page Book (1) Type Page Book (1)
Type Page  Catalogue Type Pege  Catalogue Type Page  Catalogue

»SO 4391 906 »TE 2221 A 907 »TE 2907 A 907

=50 4392 906 »TE 2222 907 »TE 3570 908

»SO 4393 906 »TE 2222 A 907 »TE 3571 908

»5F.T 7001 897 »TE 2369 907 »TE 3572 908

»SF.T 7002 897 =~TE 2483 907 »TE 4091 908

»SF.T 7003 897 »TE 2484 907 »TE 4391 908

=SF.T 7004 897 »TE 2894 907 »TE 4392 908

»TE 918 908 »TE 2906 907 »TE 4393 908

»TE 930 907 »TE 2906 A 907

»TE 2221 907 »TE 2907 907

» Data sheets in this book

Notices dans ce catalogue

(1) Other devices - see page 2
Autres dispositifs - voir page 2
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SILICON SIGNAL TRANSISTORS

TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM

TO-18 TO-39
(CB-6) (CB-7)
Silicon NPN transistors, general purpose T =25°C
Transistors NPN silicium, usage général amb
VCeo
Type | Case | Ptot v) h21E / Ic | VCEsat Ic/lg fr (r::) See page
Type Bottier | (mW) | VCER*®| h21e* (mA) | (V) (mA) | (MHz) | | Voirpege
VCEX? °
min-max max min max
2N 696 TO-39 600 40" 20-60 150 15 150/15 40 61
2N 697 TO-39 600 40* 40-120 150 15 150/15 50 61
2N 698 T0-39 800 60* 20-60 150 6 150/15 40 67
2N 699 TO-39 600 80* 40-120 150 5 150/15 50 7
2N 735 TO-18 500 60 40"-100* 5 1 10/2 60 95
2N 735 A TO-18 500 60 40*-100* 5 0,5 10/2 60 95
2N 736 TO-18 500 60 80*-200* 5 1 10/2 100 95
2N 736 B TO-18 500 60 80*-200* 5 0,5 10/2 100 95
2N 1420 TO-39 600 30" 100-300 150 1,5 150/15 50 135
*2N 1613 TO-39 800 50" 40-120 150 15 150/15 60 137
*2N 1711 T0O-39 800 50" 100-300 150 15 160/15 70 137
2N 1889 T0O-39 800 60 40- 120 150 5 150/15 50 143
2N 1890 T0O-39 800 604 100-300 150 5 150/15 60 143
*n 1893 TO-39 800 80 40-120 150 5 150/15 50 147
2N 1986 TO-39 600 25 60 150 0,6 30/3 40 151
2N 1990 TO-39 600 75° 20 30 05 2/0,2 155
2N 2192 TO-39 800 40 100-300 150 0,35 150/15 50 150 167
2N 2192 A TO-39 800 40 100-300 150 0,25 150/15 50 150 157
2N 2193 TO-39 800 50 40 - 120 150 0,35 150/15 50 150 157
2N 2193 A TO-39 800 50 40- 120 150 0,25 150/15 50 150 157
2N 2194 TO-39 800 40 20-60 150 0,35 150/15 50 163
2N 2194 A TO-39 800 40 20-60 150 0,25 150/15 50 163

§ Typical value

* Preferred device
Pieoeipi

Valeur

10




SILICON SIGNAL TRANSISTORS
TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM

TO-39 TO-18 TO-92 © F139B°
(CB-7) (CB-6) (CB-97) (CB-76)

Silicon NPN transistors, general purpose (continued)

. b f Tamb =25°C
Transistors NPN silicium, usage général (suite)
VCcEo
Type | Case |[Prot [ (V) h21e / Ic [VcEsat / lc/lB | T | s | Seepage
Type Boftier | {mW) zcsn' h21e*/ (mA)| (V) (mA) | (MHz) toff* Voir page
CEX" min-max max min max

2N 2195 TO-39 800 25 20 150 0,35 150/15 50 163

2N 2195 A TO-39 800 25 20 150 0,25 150/15 50 163
*2N 2218 TO-39 800 30 50 - 120 150 1,6 500/50 250 1407y 171
*IN 2218 A TO-39 800 40 40- 120 150 1 500/50 250 225 m
*2N 2219 TO-39 800 30 100-300 150 1,6 500/50 250 180" § 17
*2N 2219 A  TO-39 800 40 100-300 150 1 500/50 300 225 m
*2N 2221 T0-18 500 30 40- 120 150 1.6 500/50 250 140™ 177
*2N 2221 A TO-18 500 40 40 - 120 150 1 500/50 250 225 177
*2N 2222 TO-18 500 30 100-300 150 1,6 500/50 250 180" § 177
*2N 2222 A TO-18 500 40 100-300 150 1 500/50 300 225 177

2N 2243 TO-39 800 80 40-120 150 0,35 150/15 50 183

2N 2243 A TO-39 800 80 40-120 150 0,25 150/15 50 183

2N 2868 T0O-39 800 40 40-120 150 0,25 150/15 50 213
2N 2890 TO-39  5000(1) 80 30-90 1000 0,75 2000/200 30 1500" 219
2N 2891 TO-39  5000(1) 80 50 - 150 1000 0,75 2000/200 30 1500" 219

2N 3053 TO-39 1000 40 50 - 250 150 1,4 150/15 100 241

2N 3414 T0-92 200 25 75-225 2 03 50/3 160§ 255

2N 3415 T0-92 200 25 180-540 2 0,3 50/3 160 § 255

2N 3416 TO-92 200 50 75 - 225 2 0,3 50/3 160 § 255

2N 3417 TO-92 200 50 180-540 2 0.3 50/3 1603 255
*2N 5449 F139B 360 30 100-300 100 0,6 100/5 100 295

2N 5450 F139B 360 30 50-150 100 0,8 100/5 100 295
*8C 107 A TO-18 300 45 125-260 2 0,95 100/5 300 § 297
*3C 107 B TO-18 300 45 240-500 2 0,95 100/5 300 § 297
5 Typical value OPplastic case (1) 7 = 26°C * Preferred device

Valeur typique Boitier plastique case Dispositif recommandé




SILICON SIGNAL TRANSISTORS
TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM

S P/

TO-18 TO-39 F139B©C
{CB-6) (CB-7) (CB-76)
Silicon NPN transistors, general purpose {continued) Tamb = 25°C
Transistors NPN silicium, usage général (suite}
VCEO .
Type Case | Prot [ (V) | hyrg Ic |VCEsat / Ic/lB fr S |See page
Type Boitier |(mW) | VCER*| bh21e* / (mA) v) (mA) (MHz) t(::f)- Voir';:gs
VCEX‘: min-max max min max
*BC 108 A TO-18 300 20 125-260 2 0,95 100/5 300 § 297
*BC 108 8 TO-18 300 20 240-500 2 0,95 100/5 300 § 297
*BC 108 C TO-18 300 20 450-900 2 0,95 100/5 300 § 297
BC 109 B TO-18 300 20 240-500 2 0,95 100/5 300 § 297
BC109C TO-18 300 20 450-900 2 0,95 100/5 300 § 297
BC 140cl.6 TO-39 750 40 40 -100 100 1 1000/100 50 307
BC 140¢l.10 TO-39 750 40 60-160 100 1 1000/100 50 307
BC 140 ¢l.16 TO-39 750 40 100-250 100 1 1000/100 50 307
BC 141¢l.6 TO-39 750 60 40-100 100 1 1000/100 50 307
BC 141 ¢l.10 TO-39 750 60 60-160 100 1 1000/100 50 307
BC 141¢l.16 TO-39 750 60 100-250 100 1 1000/100 50 307
*BC 182 F139B 300 50 100-480 2 0,6 100/5 280§ 327
BC 183 F139B 300 30 100-850 2 0,6 100/5 280§ 327
BC 184 F139B8 300 30 250- 2 0,6 100/5 280§ 327
BC 190 A 70-18 300 64 125-260 2 0,6 00/5 150 333
BC 1908 TO-18 300 64 240-500 2 0,6 100/5 150 333
§ Typical value O Plastic case * Preferred device
Valeur typique Bofitier plastique Dispositif recommandé




SILICON SIGNAL TRANSISTORS
TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM

/,

y.

T0-39 F139B8° T0-92°
(CB-7) (CB-76) (CB-97)
Silicon NPN transistors, general purpose (continued) Tamb =25°C
Transistors NPN silicium, usage général (suite}
VCEO
Type Case | Prot V) h21E / Ic | VCEsat Ic/B fr (,::) See page
Type Boitier |{mW) | VCER* h21e* (mA) (V) (mA) l (MHz) toff" Voir page
VCEX®| )
mln-max max min max
*BC 211 TO-39 800 40  40-250 150 1 1000/100 300 § 341
BC211A TO-39 800 60  40-250 150 1 1000/100 300 § 341
¥BC237A F1398 300 45  110-240 2 06 100/5 250 357
*3C237B  F139B 300 45 200480 2 0,6 100/5 250 357
BC238A F139B 300 20  110-240 2 0,6 100/5 250 357
BC238B F139B 300 20  200-480 2 0,6 100/5 250 357
Bc238C F139B 300 20  400-850 2 0,6 100/5 250 357
Bc2398 F139B 300 20 200480 2 0,6 100/5 250 357
Bc239c F139B 300 20 400-850 2 0,6 100/5 250 357
*gc 337cl16 F139B 625 45  100-250 100 07 500/50 200 § 385
Bc338ci25 F 1398 625 25 160400 100 07 500/50 200 § 385
*Bc 413 F138B 240 30  200-800 2 0,25 10/05 250 § 391
BC 414 F139B 240 45 200-800 2 0,26 10/0,5 250 § 391
BC546A TO-92 500 65 110220 2 0,25 10/05 300 § 399
BC5468 T0-92 500 65 200-450 2 0,25 10/0,5 300 § 399
*8cs547A TO92 500 45 110220 2 0,25 10/0,5 300 § 399
*gC5478 T0-92 500 45 200-450 2 0,25 10/05 300 § 399
*BC547C TO92 500 45 420-800 2 0,25 10705 300 § 399
*8C548A TO92 500 30 110220 2 0,25 10/0,5 300§ 399
*BC548B 7092 500 30 200-450 2 0,25 10/05 300 § 399
*gC548C TO-92 500 30 420800 2 0,25 10/05 300 § 399
*gcsa9B  TO92 500 30 200-450 2 0,25 10/0,5 300§ 399
*BC549C TO-92 500 30 420800 2 0,25 10/0,5 300§ 399
*Preferred device § Typical value OPlastic case
Dispositif recommandé Valeur typique Boitier plastique
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SILICON SIGNAL TRANSISTORS
TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM

I A A .

70-92° F 139 8C TO-18 TO-39
(CB-97) (CB-76) (CB-6) (CB-7)
Silicon NPN transistors, general purpose (continued) Tamb = 25°C
Transistors NPN silicium, usage général (suite)
Vceo
Type Case [Prot | (V) | hogg / Ic |VCEsat / Ic/iB 1| 5 |Seepage
Type Boitier | (mW) | VCER* h21e* (mA) {V) (mA) (MHz) toff* Voir page
VCEXD' min-max max min max
BC 550 B T0O-92 500 45 200-450 2 0,25 10/0,5 300 § 399
BC 550 C T0-92 500 45 420-800 2 0,25 10/0,5 300 § 399
BC 635 "F139B 1000 45 40 -250 150 0,5 500/50 130 § 419
BC 637 F139B 1000 60 40 -250 150 0,5 500/50 130 § 419
BC 639 F139B 1000 80 40 -250 150 05 500/50 130 § 419
BCWO90A F139B 610 40 100-200 150 0,25 150/15 100 § 427
BCW90B F139B 610 40 150-300 150 0,25 150/15 120 § 427
BCWOOC F139B 610 40 200-400 150 0,25 150/15 135 § 427
BCWO91A F139B 610 60 100-200 150 0,25 150/15 100 § 427
BCW918B F139B 610 60 150-300 150 0,25 150/15 120 § 427
BCW94A F139B 540 40 100-260 50 0,25 50/5 70 § 439
BCW 94 B F139B 540 40 150-300 50 0,25 50/5 80 § 439
BCW 94 C F139B 540 40 200-400 50 0,25 50/5 90 § 439
BCW95 A F 1398 540 60 100-200 50 0,25 50/5 70 § 439
BCW 95 B F139B 540 60 150-300 50 0,25 50/5 80 § 439
BCY 68 T0-18 330 32 80 -1000 10 0,7 100/25 150 800" 451
*BCY 59 TO-18 330 45 80 -1000 10 0,7 100/2,5 150 800" 451
BFY 56 A TO-39 800 55 40-120 150 1 1000/100 60 800" 693
* preferred device § Typical value Opastic case
Dispositif recommandé Valeur typique Boitier plastique
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TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM

A 4

TO-18 TO-39 T0-92°
(CB-6) (CB-7} (CB-97)
Silicon NPN transistors, general purpose (continued) T b= 25°C
Transistors NPN silicium, usage général (suite) am
Vceo % s
Type ‘ Case | Ptot (V) h21E Ic | VCEsat Ic/lg fT ee page
Type | Bortier |(mW) VCER®| hgte* / o | V55 mA) | (MHz) tg‘f’f’. Voir page
VCEX e min-max max min max
*gsX 24 TO-18 300 32 35 50 0,35 100/10 200 § 711
BSX 45 TO-39  5000(1) 40  40-250 100 1 1000/100 50 850" 713
BSX 46 TO-39 5000(2) 60 40 - 250 100 1 1000/100 50 850" 713
BSX 51 TO-18 300 25 75 - 225 2 0,3 50/3 150 130 719
BSX 51 A TO-18 300 50 75-225 2 0,3 50/3 150 130 719
BSX518 TO-18 300 60 75-226 2 03 50/3 150 130 719
BSX 62 TO-18 300 25 180-540 2 0,3 50/3 150 130 719
BSX 52 A TO-18 300 50 180-540 2 0,3 50/3 150 130 719
BSX 528B TO-18 300 60 180-540 2 0,3 50/3 150 130 719
BSY 51 TO39 800 25  40-120 150 08 150/15 100 727
BSY 52 TO-39 800 25 100300 150 08 150/15 130 727
BSY 53 TO-39 800 30 40-120 150 0,6 150/15 100 733
BSY 54 TO39 800 30 100300 150 06 150/15 145 733
BSY 55 TO-39 800 80 40-120 150 0,6 150/15 100 739
BSY 56 TO-39 800 80 100-300 150 0,6 150/15 145 739
BSY 79 TO-18 300 120(3) 30 1 0,5 2/0,2 100 745
*ESM 642 T0-92 625 300 40 30 0,5 20/2 50 757
¥ESMB43 TO92 625 200 50 30 0,4 20/2 50 757
*preferred device § Typical value O Plastic case (1) Toase=25°C VEg <6V 3 Veso
Dispositif recommandé Valeur typique Bottier plastique (2) Tcase = 25°C VCE <7V
—
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TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM

TO-39 TO-18 T0-92 © F 139 BC
(CB-7) (CB-6) (CB-97) (CB-76)
Silicon PNP transistors, general purpose Tamb = 25°C
Transistors PNP silicium, usage général am
VCEo
Type Case Ptot (V) h21E Ic  VCEsat Ic/lg fT See page
Type Bortier | (mW) VCER*] h2te* / (mA) (V) / (mA) (MHz} t(ns)' Voir page
VCEX® . off
min-max max min max

2N 1131 TO-39 600 35 20-45 -150 -1,5 150/15 50 131

2N 1132 TO-39 600 35 30-90 -150 -1,5 150/15 50 131
*2N2904 TO-39 600 —-40 40-120 —150 —15 500/50 200 175* 229
*2N2904A TO-39 600 —60 40-120 -150 —15 500/50 200 175* 229
*2N 2905 TO-39 600 -—-40 100-300 -150 -15 500/50 200 200" 229
*¥2N2905A TO-33 600 -60 100-300 -150 -15 500/50 200 200" 229
*2N 2906 TO-18 400 -40 40-120 -150 -16 500/50 200 175" 235
*2N 2906 A TO-18 400 —60 40- 120 -150 -16 500/50 200 175* 235
*2N 2907 TO-18 400 -40 100-300 -160 -1,6 500/50 200 200" 235
*2N 2007 A TO-18 400 —60 100-300 —-150 —-1,6 500/50 200 200" 235

2N 5365 TO-92 360 —40 40-120 -50 -1 300/30 250 § 289

2N 5366 TO-92 360 -—40 100-300 -50 -1 300/30 250 § 289
*2N 5447 F139B 360 —25 60-300 50 __ —0,25 50/5 100 293
*JNG5448  F139B 360 30 30150 -50 _ ~0,25 50/5 100 293

BC 160 TO-39 650 —40 40-250 -100 -1 1000/100 50 313

BC 161 TO-39 650 —60 40-250 —-100 -1 1000/100 50 313
*BC 177Vl TO-18 300 —45 75*.150* -2 —0,95 100/5 200 § 319
*BC 177 A TO-18 300 -45 125*-260% —2 —0,95 100/5 200 § 319
*8C 178 VI TO-18 300 -25 75%-150" -2 -0,95 100/5 200 § 319
*BC 178 A TO-18 300 -25 125*.260" -2 —0,95 100/5 200 § 319
*3C 1788 T0-18 300 -25 240*-500" -2 -0,95 100/5 200 § 319
*preferred device § Typical value Opiastic case

Dispositif recommandé Valeur typique BoTtier plastique
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SILICON SIGNAL TRANSISTORS
TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM

TO-18 F139B° TO-72
(CB-6) (CB-76) (CB-4)
Silicon PNP transistors, general purpose (continued) Tamb= 25°C
Transistors PNP silicium, usage général (suite) am
VCEO .
Type Case |Ptot (V) h21E Ic  VCEsat Ic/l fr S See page
Twe  Bomier |(mW) VCER®| hate® / o VS {MHz) t‘":f’, Vorr page
VCEXD min-max max mi .
. in max

BC179A TO-18 300 -20  125%-260" -2 0,95 100/5 200 § 319

BC179B  TO-18 300 -—20  240"-500" -2 —0,95 100/5 200 § 319
*BC 212 F139B 300 —50 60-300 -2 —0,6 100/5 200 347

BC 213 F139B 300 -30 80-400 -2 -0,6 100/5 200 347

BC 214 F139B 300 -30 140400 -2 -0,6 100/5 200 347

BC 215 TO-72 400 -30 40-300 —150 150 353
*BC307VI F139B 300 -45  75%-150" -2 —0,95 100/5 200 § 367
*BC 307 A F139B 300 -45 125*-260" -2 —0,95 100/5 200 § 367

BC308VvI F139B 300 -25  75*-150* -2 —0,95 100/5 200 § 367

BC308A F139B 300 -25  125*-260" -2 —0,95 100/5 200 § 367

BC3088B F139B 300 -25  240*-500" -2 —-0,95 100/5 200 § 367

BC309A F139B 300 —-20  125*-260* -2 -0,95 100/5 200 § 367

BC309B F139B 300 -20  240"-500" -2 —0,95 100/5 200 § 367
*Preferred device § Typical value Opastic case

Dispositif recommandé Valeur typique Boitier plastique




SILICON SIGNAL TRANSISTORS
TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM

A 4

TO-39 F139BO TO-92°
(CB-7) (CB-76) (CB-97)
Silicon PNP transistors, general purpose {continued) T =250C
Transistors PNP silicium, usage général (suite) amb
VCEO
Type Case | Prot | (V) | hoge Ic |VcEsat / Ic/lB T See page
Type Bortier | (mW) | VCER*| h21e* (mA) \%) {mA) {MHz) Voir page
VCEXD min-max max min
*8C 313 TO-39 800 -40 40-250 —150 -1 1000/100 300 § 373
BC 313 A TO-39 800 —60 40-250 -150 -1 1000/100 300 § 373
*BC327¢116 F139B 625 —45 100-250 -100 -0,7 500/50 200 379
BC 328¢cl25 F139B 625 —25 160-400 —-100 -0,7 500/50 200 379
*BC 415 F139B 240 -30 200-800 -2 —0,25 10/0,5 250 § 395
BC 416 F139B 240 -45 200-800 -2 -0,25 10/0,5 250 § 395
BC 556 TO92 500 —65 75-250 -2 —0,65 100/5 150 § 409
BC556 A TO-92 500 —65 126-250 -2 —0,65 100/5 150 § 409
*gC 557 TO-92 500 —45 75-250 -2 —0,65 100/5 150 § 409
*BC557A T092 500 —45 125-250 -2 —0,65 100/5 150 § 409
*BCE58A  TO-92 500 —30 125-250 -2 —0,65 100/5 150 § 409
*3C 558 B TO-92 500 -30 220-475 -2 —0,65 100/5 150 § 409
*8C 559 A TO-92 500 —30 125-250 -2 —0,65 100/5 150 § 409
*BC 569 B TO-92 500 -30 220-475 -2 —0,65 100/5 150 § 409
BC 560 A TO-92 500 -—45 125-260 -2 —0,65 100/5 150 § 409
BC 560 B TO-92 500 —45 220-485 -2 —0,65 100/5 150 § 409
BC 636 F139B 1000 —45 40-250 -150 -0,5 500/50 50 § 423
BC 638 F139B 1000 —60 40-160 —150 05 500/50 50 § 423
BC 640 F139B 1000 -80 40-160 150 —0,5 500/50 50 § 423
BCW92A F139B 10 —40 100-200 -150 —0,25 150/15 135 433
BCwg92B F139B 610 —40 150-300 —150 —0,25 150/15 135 433
BCW93A F133B 610 —60 100-200 —150 —0,25 150/15 135 433
BCW93B F139B 610 -60 150-300 —-150 -0,25 150/15 135 433
*preferred device § Typical value Opiastic case
Dispositif recommandé Valeur typique - BoTtier plastique
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SILICON SIGNAL TRANSISTORS
TRANSISTORS SIGNAL SILICIUM

F139BO TO-18 TO-39 T0-920
(CB-76) (CB-6) (CB-7) (CB-97)
Silicon PNP transistors, general purpose (continued) T = 25°C
Transistors PNP silicium, usage général (suite) amb
VCEO
Type Case Ptot (V) h21E Ic VCEsat / Ic/lg fr (r::) See page
Type Boftier | (mW) \\;gg Q o hater mA) | (V) (mA) | (MHz) | " Voir page
min-max max min max
BCW96A F139B 540 -40 100-200 -50 -0,25 50/5 135 44_5—
BCW96B F139B 540 —-40 150-300 -50 -0,25 50/5 135 445
BCWO97A F139B 540 -—60 100-200 -50 —0,25 50/5 135 445
BCWO978 F139B 540 -—-60 150-300 -50 —0,25 50/5 135 445
BCY78VII TO-18 390 32 120220 -2 0,25 10/0,25 465
BCY 78 VIII TO-18 390 =32 180-310 =2 —0,25 10/0,25 465
BCY 781X TO-18 390 -32 250-460 -2 —0,25 10/0,25 465
BCY78X TO-18 390 32 380-630 -2 —0,25 10/0,25 465
BCY 78 Vil TO-18 390 —45 120-220 -2 -0,8 100/2,5 465
BCY 79 VIII TO-i18 390 -—45 180-310 -2 -0,8 100/2,5 465
BCY 791X TO-18 390 —45 250-460 -2 -0,8 100/2,5 465
BCY79X TO-18 390 -—45 380-630 -2 -0,8 100/2,5 465
BSV 15 TO-39 3200(1) —40 40-250 100 -1 500/25 50 500 703
BSV 16 TO-39 3200(2) =60 40-250 —100 —1 500/25 50 500 703
BSW 21 TO-18 300 -25 75-225 -2 —0,5 50/3 150 200 § 709
BSW 21 A TO-18 300 -50 75-225 -2 -0,5 50/3 150 200 § 709
BSW 22 TO-18 300 —25 180-540 -2 -0,5 50/3 150 200 § 709
BSW22A TO-18 300 —50 180-540 -2 -0,5 50/3 150 200 § 709
*ESM 692 TO-92 —300 25 -3¢ 05 20/2 50 761
*ESM 693 TO-92 —200 30 -30 —-0,4 20/2 50 761
*Preferred device § Typical value OPlastic case (1) Tcase = 60°C Vees6V
Dispositif recommandé Valeur typique Boitier plastique (2) TEL" = 60°C Vee<s7V




SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS
TRANSISTORS COMMUTATION ET AMPLIFICATION SILICIUM

(©)

TO-18 TO-39 F 13980 TO-92° TO-126
(CB-6) (CB-7) (CB-76) (CB-97) (CB-16)
Silicon NPN transistors, low noise, low level amplification T.. ,-25¢°C
Transistors NPN silicium, amplification faible bruit, faible niveau amb
Type l Case | Ptot [ VCEO | h21E / | VCEsat / Ic/IB fr F See page
Type Boitier | (mW)| (V) h21e* (mA)] (V) (mA) (MHz) | (dB) Voir page
min-max max min max
2N 929 TO-18 300 45 40-120 0,01 1 10/0,5 30 4 125
*2N 930 TO-18 300 45 100-500 0,01 1 10/0,5 30 3 125
2N 2483 TO-18 360 60 40-120 0,01 0,35 1/0,1 60 4 201
*2N 2484 TO-18 360 60 100-500 0,01 0,35 1/0,1 60 3 201
BCY 69 TO-18 300 20 600*-900" 2 0,25 10/0,5 150 5 459
Silicon NPN transistors, video high voltage -26°C
Transistors NPN silicium, haute tension vidéo amb
Type Case Ptot V((i/E)O h21E / VCEsat / Ic/iB l fr See page
Type Boitier (W) (mA)| (V) (mA) {(MHz) Voir page
VCER*
min max min
BF 179 C TO-39 0,6 250" 20 20 120 § 497
BF 257 TO-39 5 (1) 160 25 30 1 30/6 110 § 565
BF 258 TO-39 5 (1) 250 25 30 1 30/6 110 § 565
*BF 259 70-39 5 (1) 300 25 30 1 30/6 110 § 565
BF 297 F 1398 0,625 160 30 30 1 30/3 95 573
BF 298 F139B 0,625 250 30 30 1 30/3 95 573
*BF 209 F139B 0,625 300 30 30 1 30/3 95 573
BF 337 TO-39 3 200 20 30 1,2 (2 30 80 581
*BF 391 T0-92 06 200 40 10 2 20/2 50 589
*BF 392 T0-92 06 250 40 10 2 20/2 50 589
*BF 393 T0-92 0,6 300 40 10 2 20/2 50 589
BF 415 TO-126 6 (1) 250 30 25 0,5 5/1 70 § 593
*BF 417 TO-126 6 (1) 300 30 25 0,5 5/1 70 § 593
*BF 422 F1398 0,6 250 50 25 60 601
* . . .
e et | ot O oasaae (V) Tease=25°C (2 Vggllc - Vg =10V
—-——
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SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS
TRANSISTORS COMMUTATION ET AMPLIFICATION SILICIUM

70-126° TO-39 F 139 BC
(CB-16) (CB-7) (CB-76)
Silicon NPN transistors, video high voltage (continued) Tamb = 25°C
Transistors NPN silicium, haute tension video (suite) am
Vceo
Type ’ Case | Prot | (v) | h2tE / Ic VC\E/s)at Ic/ig MfT See Page
. I Pay
Type oftier w) VCER® {mA) ( {mA) (MHz) ge
min max min
*BF 457 TO-126 10(2 160 25 30 1 30/6 90 § 609
*BF 458 TO-126 10(2) 250 25 30 1 30/6 90 § 609
*BF 459 T0O-126 10(2 300 25 30 1 30/6 90 § 609
*BF 469 TO-126 1,8 (3) 250 50 25 60 615
BFT 72 TO-126 10(2 160 25 30 1 30/6 90 § 649
BFT 73 TO-126 10(2) 250 25 30 1 30/6 90 § 649
BFT 74 TO-126 10(2 300 25 30 1 30/6 90 § 649
BFT 47 TO-38 5 (1) 160 25 30 1 30/6 110 § 645
BFT 48 TO-38 5 (1) 250 25 30 1 30/6 110 § 645
BFT 49 TO-39 5 (1 300 25 30 1 30/6 110 § 645
Silicon PNP transistors, video high voltage T - 25°C
Transistors PNP silicium, haute tension vidéo amb
V
Type Case | Ptot (CVE,O h21E Ic | VCEsat / ic/lg T See page
Type Boitier | () VCER® (mA) V) {mA) (MHz) Voir page
min max min
BF 416 TO-126 6 (1) —250 30 ~25 —05 -5/-1 70 § 597
*BF418  TO-126 6 (1) —300 30 -256 -05 —5/-1 70 § 597
BF 423 F1398B 0,6 —250 50 -25 60 605
*BF 470 TO-126 1,8(3) —250 50 -25 60 619
*Preferred device § Typical value  OPlastic case DT =280 — 450 = 1140
Dispositif recommandé Valeur typique Boitier p,:mque a case 25°C (Z)TCSSe 45°C (3) Tcase 114°C
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SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS
TRANSISTORS COMMUTATION ET AMPLIFICATION SILICIUM

TO-18
(CB-6)

Siticon NPN transistors, fast switching
Transistors NPN silicium, commutation rapide

Tamb= 25°C

Y
'1'_'Ype | garse‘ Ptot g,E)O h21E / (ICA) I V(;.\Eﬁat IC/AB T (r::) See page
ype oftier | (mW) VCER® m {mA) (MHz) toff" Voir page
min-max max min max
2N 706 TO-18 300 20" 20- 10 0,6 10/1 1 200 60 75
2N 706 A TO-18 300 15 20 - 60 10 0,6 10/1 200 75 81
2N 708 TO-18 360 15 30-120 10 0,4 10/1 300 25 87
2N 743 TO-18 300 12 20- 60 10 033§ 100/10 280 24* 103
2N 744 TO-18 300 12 40-120 10 0,28 § 100/10 280 24* 103
2N 753 TO-18 300 15 40-120 10 0,6 10/1 200 75" 113
*2N 914 TO-18 360 15 30-120 10 0,7 200/20 300 40" 115
*2N 2368 TO-18 360 15 20- 60 10 0,25 10/1 400 15* 187
*2N 2369 TO-18 360 15 40-120 10 0,25 10/1 500 18* 187
2N 2369 A TO-18 360 15 40-120 10 0,5 100/10 500 18* 195
Silicon PNP transistors, fast switching T - 25°C
Transistors PNP silicium, commutation rapide amb
\"
Type Case | Prot (CVE)O h21e  /Ic | VCEsat /Ic/IB 1| See page
Type Bortier | (mW) {mA) (V) (mA) (MHz) - Voir page
VCER* toff
min-max max min max
2N 2894 TO-18 360 —12 40-150 -36 0,2 30/3 400 90" 225

* preferred device § Typical value
Dispositif recommandé Valeur typique
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SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS
TRANSISTORS COMMUTATION ET AMPLIFICATION SILICIUM

‘-
¥
L § ‘
TO-72 TO-39 TO-60 cB-146 ©
(CB-4) {CB-7) (CB-27)
Silicon NPN transistors, VHF - UHF amplification and oscillation Tamb = 25°C
Transistors NPN silicium, amplification et oscillation UHF et VHF a
Type Case Ptot | VCEO | h21E / Ic Gp / f fT See page
Type Bortier [(mW) | (V) (mA) |(dB) / (MHz) (MHz) Voir page
min-max min min
2N 917 TO-72 200 15 20-200 3 9 200 500 119
*2N 918 TO-72 200 15 20 - 3 15 250 600 119
2N 2865 TO-72 200 13 20- 200 4 10 200 600 209
2N 3137 TO-39 600 20 20-120 50 6 . 250 500 247
2N3309  TO-39 3500 50 (1) 5 75 - 300 251
2N 3570 TO-72 200 15 20- 150 5 1500 257
2N 3571 TO-72 200 15 20-200 5 1200 257
2N 3572 TO-72 200 15 20 - 300 5 1000 257
2N 5090 TO-60 5000 30 10-200 50 500 273
2N 5109 TO-39 600 20 40 - 120 50 11 200 960 277
2N 5179 TO-72 200 12 25 - 250 3 900 281
BFW 30 TO-72 250 20 25 50 19 200 1600 § 667
*BFW 92 CB-146 190 (2) 15 20 - 150 2 23§ 200 1000 s 671
BFW 93 CB-146 190 (2) 10 25 50 22 8 200 1700 § 677
BFX 62 TO-72 130 20 20 2 9 800 675 § 683
*BFY 90 TO-72 200 15 20 - 150 2 1300 699
ESM 269 TO-72 360 20 50 5 2000 749
*preferred device O Plastic case § Typical value — 730
Dispositif recommandé Boitier plastique Valeur typique m VCES (2 Tamb =73C
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SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS
TRANSISTORS COMMUTATION ET AMPLIFICATION SILICIUM

TO-72 T092 O
(CB-4) (CB-97)
Silicon PNP transistors, VHF - UHF amplification and oscillation Tamb = 25°C
Transistors PNP silicium, amplification et oscillation UHF - VHF am
Type Case. Pot | Vceo | Maie e | v €12 F f See page
Type Boitier | (mw)| (V) {mA) | (MH2) (pF) (dB) /' (MHz2) Voir page
max. max. typ. typ.
2N4957 TO-72 200 -30 20min -2 1600 04 (1) 3 450 263
2N4958 TO-72 200 -30 20min -2 1500 04 (1) 33 450 263
2N4959 TO-72 200 30 20 min -2 1500 04 (1) 38 450 263
*BF 506 TO-92 250 -35 40 § -3 400 0,45 4 200 625
*BF 509 TO92 250 -35 70 § -3 700 045 3 200 629
BFR38 TO-72 200 35 25 min -3 850 005255 800 637
BFR 99 TO-72 225 —25 25min —-10 2300 04 3§ 200 641
*Preferred device Oplastic case (1) Cogp, . (20 Cygp
Dispositif recommandé Boitier plastique
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SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS
TRANSISTORS COMMUTATION ET AMPLIFICATION SILICIUM

ryr ) -

TO-39 TO-72 F139B © CB-146©
(CB-7) (CB-4) (CB-76)
NPN silicon transistors, HF amplification _ opo
sto mplit Tamb= 25°C
Transistors NPN au silicium, amplification HF
Type Case P Veeo note i fr Cya F t F / f Seg page
Type Boitior | (my | (V) mA)| MHz) | (oF) | (@8) /aHz) | (aB)/ (mmz) | VOIr Page
max. max. min-max typ. typ.
2N 3866 TO-39 5000 30 10-200 50 500 3 (1) 259
BF 115 TO-72 300 30 40-165 1 150 0,6 12 02 35 100 473
BF 167 TO-72 150 30 25 4 400 0,15 3 35 481
BF 173 T0-72 250 30 40 7 600 0,23 489
*BF 180 T0-72 200 20 15 2 700 0,25 5 800 503
*BF 181 TO-72 200 20 20 2 600 0,25 5 800 513
BF 182 TO-72 200 20 10 2 600 03 25 200 521
BF 183 TO-72 200 20 10 3 800 03 25 200 527
*BF 198 F139B 300 30 30 4 400 0,23 533
*BF 199 F139B 300 25 40 7 550 0,33 539
*BF 200 T0-72 200 20 15 2 500 0,3 25 200 545
BF 240 F139B 255 40 65-220 1 430 0,27 15 02 16 100 561
BF 241 F139B 285 40 35-126 1 400 0,27 15 02 16 100 551
BF 253 F139B 300 30 40-350 1 150 1 4 0,2 557
BF 254 F139B 300 30 90-330 1 250 0,85 4 100 557
BF 255 F139B 300 30 40-165 1 250 0,85 4 100 557
BF 362 CB-146 120 20 20 3 800 4 800 587
BF 363 CB-146 120 20 20 3 600 5 800 587
BF 480 CB-146 140 15 10 10 1500 4 800 623
* Preferred device 1) Cyppy (2)  Converter noise figure O Plastic case
Dispositif recommandé max Facteur de bruit en convertisseur Boitier plastique
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SILICON SWITCHING AND AMPLIFICATION TRANSISTORS
TRANSISTORS COMMUTATION ET AMPLIFICATION SILICIUM

) I B

TO-39 TO-72 F 139 B° CB-146 °
(CB-7) (CB-4} (CB-76)
NPN silicon transistors, HF amplification (continued) Tamb = 25°C
Transistors NPN au silicium, amplification HF (suite) am
Type Case Pot | Vceo | P21 Ic €12 F f F / f  |See page
Type Boltier | (mw)| (V) (mA)| (MHz) | (pF} | (@B) / (MH2)| (aB)/ (MH2) | Voir page
max. max. min-max typ. typ.
BFWI16A T0-39 1500 25 25 50 1200 1,7 6 200 655
BFW17A TO-39 1500 25 25 50 1100 1,7 661
*BFX89  TO72 200 15  20-125 25 1000 06 4 200 65 800 685
ESM282 F139B 200 20 10 2 600 03 25 200 751
PNP silicon transistors, HF amplification Tomb = 25°C
Transistors PNP au silicium, amplification HF am
VCEO
Type Case |[Prot | V) | hoqg / lc |Vcesat / lc/lg T ) See page
Type Bottier | {mW) | VCER*| h21e* (mA) V) (mA) {MHz) toff® Voir page
VCEXD min max min max
*BF 272A TO-72 170 —40 20 - 850 569
*BF316 A TO72 170 —40 20 - 600 577
*BF 679 CB-146 170 —40 20 -3 850 633
*BF 680 CB-146 170 —40 20 -3 650 633
*ESM 379 cB-146 170 —13 20 -8 1200 755
* Preferred device OPlastic case
Dispositif recommandé Bortier plastique
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FIELD EFFECT TRANSISTORS
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP

TO-72 TO-18
(CB-4) (CB-6)
N channel field effect transistors (metal case) T - 25°C
Transistors & effet de champ, canal N (boitier métallique) amb
Viericss| 'ass | 'bss Y15 Vasoft | C11ss|C12ss|"Dson| T/ f
Type Case ) (nA) | (mA) (mS) ) (F) | (oF} | @ | (dB)  (Hz),|See page
Type Boitier {pA)* (MHz) | Voir page
min max |min max {min  max | min max | max | max | max | max

2N 3821 TO-72 —50 01 05 25 15 45 -4 6 3 5 10 771

2N 3822 TO-72 -50 0,1 2 10 3 6,56 —6 6 3 5 10 71

2N 3823 TO-72 -30 05 4 20 35 65 -8 6 2 25 100 771

2N 3824 TO-72 -50 0,1 -8 6 3 250 775
*2N 3966 TO-72 -30 01 2 —4 —6 3 1,5 220 779
*2N 4091 T0-18 —40 0,2 30 -5 -10 16 5 30 785
*2N 4091 A TO-18 —50 25* 30 —5 -10 16 5 30 785
*2N 4092 TO-18 —-40 02 15 -2 -7 16 5 50 785
*2N 4092 A TO-18 -50 25* 15 -2 -7 16 5 50 785
*2N 4093 TO-18 —-40 02 8 -1 -5 16 5 80 785
*2N 4093 A TO-18 —50 25* 8 —1 -5 16 5 80 785
*2N 4117 T0-72 -40 10* 0,03 0,09 007021 06 —-18 3 15 793
*IN 4117 A TO-72 -40 1" 0,03 0,09 0,070,21 06 -18 3 1,5 793
*2N 4118 TO-72 —-40 10* 0,08 0,24 0,08 0,25 —1 -3 3 15 793
*N 4118 A TO-72 —-40 1* 0,08 0,24 0,080,25 —1 -3 3 15 793
N 4119 T0O-72 —-40 10" 0,2 06 0,1 033 -2 —6 3 1,5 793
*N4119 A TO-72 -40 1 02 06 0,1 033-2 —6 3 15 793
*N4220 TO-72 =30 01 05 3 1 4 -4 6 2 799
*IN 4220 A TO-72 —-30 01 05 3 1 4 —4 6 2 25 100 799
*2N 4221 TO-72 -30 01 2 6 2 5 —6 6 2 799
*2N 4221 A TO-72 —-30 01 2 6 2 5 -6 6 2 25 100 799
*2N 4222 TO-72 -30 01 b 15 25 6 -8 6 2 799
*2N 4222 A TO-72 -30 01 5 15 25 6 -8 6 2 25 100 799

* Preferred device
Dispositif recommandé
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FICLU EFFELE TRANOIOTUROS
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP

TO-18 TO-72
(CB-6) (CB-4)
N channel field effect transistors (metal case) — continued
Transistors & effet de champ, canal N (boitier métallique)— suite Tamb = 25°C
Vigricss| 'ass | 'oss Yars Vasoft | C11ss|Cr2ss| 0s0n| F /
Type Case v) (nA) | (mA) (mS} %) (®BF) | (pF}| 0 | (dB) (Hz).]See page
Type Boitier . (PA)*| . [MHz) | Voir page
min max min  max [ min  max | min max max max max max
*2N 4391 T0-18 40 01 50 150 -4 10 14 4 30 803
*IN4392 TO18 -40 01 25 75 -2 -5 14 4 60 803
*N 4393 TO-18 —40 01 5 30 -05 =3 14 4 100 803
*2N4416 TO72 -30 01 5 15 45 75 —6 4 09 4 400" 81
*2)N4416 A TO72 -35 01 5 15 45 75 —-25 —6 4 08 4  400* 811
2N4446 TO-18 256 3 100 -2 10 50 25 10 819
ESM 4446 TO-18 —25 02 100 -3 -10 5 25 8 889
2N 4448 TO18 -20 3 100 -2 10 50 25 12 819
ESM 4448 TO-18 -25 02 50 -1 -5 50 25 12 889
2N4977 TO18 -30 05 50 -4 10 35 8 15 827
2N 4978 TO-18 —30 05 15 -2 -8 35 8 20 827
2N 4979 T0-18 —30 05 75 —05 -5 3% 8 40 827
*NS5432 TO18 25 02 150 -4 —-10 30 15 5 841
*2N5433 TO18 25 0,2 100 -3 -9 30 15 7 841
#¥NB5434 TO18 25 02 30 -1 -4 30 15 10 841

* preferred device

Dispositif recommandé
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FIELD EFFECT TRANOIODIVURYS
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP

T0-92° F 139 B©
(CB-97) (CB-76)
N channel field effect transistors (plastic case) T = 25°C
Transistors & effet de champ canal N (boitier plastique) amb
Visricss| 'ass | 'oss' Ya1s Vasoft | €115s]C12ss| os0n| F / f
Type Case v) (nA) | (mA) (mS) v (BF) | (pF) | 0 | (aB) (kHz),[See page
Type Boitier . . . ) N . {MHz) | Voir page
min max min. max | min  max | min max max max max max
*2N 3819  T0-92 -25 2 2 20 2 65 -8 8* 4* 767
BC 264 F139B -30 10 2 12 25 -05 -8 4 1,2 2 1 849
BC264A F139B -30 10 2 45 25 -05 -8 4 1,2 2 1 849
BC2648B F139B —30 10 35 65 3 -05 -8 4 1,2 2 1 849
BC264C F139B -30 0 5 8 3,5 —-05 -8 4 1,2 2 1 849
BC264D F139B -30 0 7 12 4 -05 -8 4 1,2 2 1 849
BF 245 F1398 30 5 2 25 3 65 -05 -8 4 1,1 855
BF245A F139B -30 5 2 65 3 65 -05 -8 4 1,1 855
BF245B F139B —30 5 6 15 3 65 -05 -8 4 1,1 855
BF245C F 139B -30 5 12 25 3 65 -05 -8 4 11 855
BF 247 F1398B -25 5 10 300 8 —-06 -—-14515 35 861
BF 247 A F1398B -25 5 30 80 8 —-0,6 -14515 35 861
BF 247B F139B -25 5 60 140 8 -06 -14515 35 861
BF247C F139B —25 5 110 250 8 —06 —-14515 35 861
BF 256 F139B —30 5 3 18 -05 -7545 12 867
BF256 A F139B -30 5 3 7 —-05 -7545 12 867
BF256B F139B —30 5 6 13 -05 -7545 1.2 867
BF266C F139B —-30 5 11 18 —-05 -7545 1,2 867
*ESM 4091 F1398B -30 1 30 -5 —10 28 5 30 877
*¥ESM4092 F 1398 —30 115 -2 -7 28 5 50 877
*ESM 4093 F 139B  —30 1 8 -1 -5 28 5 80 877
ESM 4302 F139B -30 1 05 5 1 -4 6 3 2 1 885
ESM 4303 F1398B -30 1 4 10 2 -6 6 3 2 1 885
ESM 4304 F139B 30 1 0515 1 —-10 6 3 3 1 885

* Preferred device O Plastic case
Dispositif recommandé Boitier plastique
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PORTES ANALOGIQUES A EFFET DE CHAMP

[To-71]
.(CB-124}

F 100
(CB-49)

FET dual transistors, N channel
Transistors doubles & effet de champ, canal N

Vigrigss|'ass| 'Dss | Y21s | VGsoft] C11ss[C12ss Matching - Appariement
Type |Case (V) {(nA}| (mA) | (mS)| (V) [(pF) |(pF) See page
Tvee | Boitier (pA) Y215)'Dss| VGs1~V652| AV GS/AT| voir page
min  max min-max|min-max min-max max max | (%)} (%) (mV) (uV/eC)
*ESM25 TO-71  -30 0,1 0510 1-5—0,745 6 2 20 2 25 80 871
*ESM 25A TO-71 -30 0,1 0510 1-5—0,745 6 2 20 20 20 50 871
*N5198 TO-71 -50 25* 0,7-7 1- —0,7-4 6 2 5 5 10 20 835
*IN5199 TO-71  -50 25* 0,7-7 1- —0,7-4 6 2 5 5 15 40 835
Analogic gates field effect transistors T _2BoC
Portes analogiques a transistors FET amb =
Type Case - | Py | Vass | Veeo hate / e "DSon ton tot See page
Type Boftier | (mwy | (V) v) mA) | (@) (us) (us? Voir page
min-max max max max.
SF.T7001 F 100 800 30 —40 40 min —10 100 0,7 0,7 897
SF.T7002 F100 800 30 —40 40 min —10 100 0,7 0,7 897
SF.T7003 F100 800 30 —40 40 min ~—10 50 0,7 0,7 897
SF.T 7004 F 100 800 30 —-40 40 min —10 50 0,7 0,7 897

* Preferred device
Dispositif recommandé
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Qualified devices
Disposititfs homologués
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AND DEVICES UNDER CENTRALIZED CONTROL OF QUALITY

DISPOSITIFS HOMOLOGUES CCT/NF C/UTE
ET DISPOSITIFS SOUMIS AU CONTROLE CENTRALISE DE QUALITE

15 Juillet 1976

TRANSISTORS
TRANSISTORS

A2N 706 A A2N 2221
A2N 708 A2N 2221 A
A2N 914 A2N 2222
A2N 918 A2N 2222 A
A2N 1613 A2N 2368
2N 1618 A2N 2369
A2N1711 A2N 2904
A2N 1724 A2N 2904 A
2N 1724 A A2N 2905
A2N 1893 A2N 2905 A
A2N 2218 A 2N 2906
A2N 2218 A A2N 2906 A
A2N 2219 A 2N 2907
A2N 2219 A A2N 2907 A

ADevices under CCQ
Dispositifs soumis au Contrble Centralisé de Qualité

A2N 3055 S
2N 4091
2N 4091 A
2N 4092
2N 4092 A
2N 4093
2N 4093 A
2N 4391
2N 4392
2N 4393
2N 4416
2N 4416 A
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Quality

Qualité
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SYNTHESIS OF TEST RESULTS

The tables which follow give the cumulative results, over the period, 1973-1974-1975 (1/2), of the test
results carried out by SESCOSEM on its standard product lines.

— ORIGIN OF THE RESULTS

These cumulative results are synthetized from the CCQ results for lines submitted to CCQ according to
the existing applicable detail specifications, from results of routine tests carried out according to the
same principles and under the same conditions as the CCQ for SESCOSEM standard products, and
finally, when it has been judged to be possible and relevant, some specific test results following the
contractual device specifications.

— TEST REFERENCES, ORIGIN OF AQL, LTPD, LAMBDA

The tests are subdivided into sub-groups (s.g.) with reference to the applicable French standards. In the
case of environmental, which is to say mechanical and climatic tests, the corresponding IEC 68-2
references are given. The AQL (Acceptable Quality Levels) values used, rounded off to nearest standard
value are extracted from the recent |EC 410 publication, which is identical with MIL. STD 105 D.

Certain AQL values for quantities exceeding the conventional limits have been computed from the
basis formulas. They are shown in parenthesis in the tables.

The LTPD (Lot Tolerance Percent Defective) values used, rounded off to the nearest standard value,
are taken from the MIL-S-19 500 E specification and correspond to a 90 % confidence level.

The A (failure rates) used, are extracted from the CCTU 0109 or MIL STD 690 specifications.
Following normal use, they are defined for catastrophic failures with a 60 % confidence level.

Finally, in addition to the AQL, LTPD and A which are defined by statistical laws and are sometimes
difficult to interpret, the simple percentage of observed failed devices is also shown (Observed Quality
Level : OQL).

— THE FAILURE CRITERIA

For life tests, the failures are counted in :

- on one hand, number of devices (K) presenting a catastrophic failure, which is to say both sudden
and complete, e.g short-circuit, open circuit, but also leakage current greater than 10 or 20 times the
limit specified at time = 0, gain less than 10 or 5

- and on the other hand, a number (K + D), being the sum of the catastrophic failures as defined
above and those presenting a degradation failure, which is to say both gradual and partial, following
the failure criteria defined in the standards e.g., leakage current greater than 2 times limit specified at
time = 0, gain less than 0,8 times the limit specified at time = 0.

36



SYNTHESE DES RESULTATS D’'ESSAIS

Les tableaux qui suivent, donnent les cumuls, sur la période 1973-1974-1975 (1/2), des résultats
d’essais effectués par SESCOSEM sur ses produits de fabrication standard de série.

— ORIGINE DES RESULTATS

Ces cumuls font la synthése des résultats d’essais CCQ pour les lignes soumises au CCQ suivant les
feuilles particuliéres applicables existantes, des résultats d’essais routiniers exécutés suivant les mémes
principes et dans les mémes conditions normalisées que le CCQ pour les lignes standard SESCOSEM, et
enfin, quand cela a été jugé possible et intéressant, des résultats de quelques essais spécifiques suivant
cahiers des charges.

— REFERENCE DES ESSAIS, ORIGINE DES NQA, NQT, A

Les essais sont répartis en sous-groupes (s.g.) avec référence & la norme frangaise applicable. Pour les
essais d’environnement, c’est-a-dire mécaniques et climatiques, les références de la publication CE/l 68-
2 sont données en correspondance. Les NQA (Niveaux de Qualité Acceptables) utilisés, arrondis aux
valeurs normalisées les plus proches, sont extraits de la récente publication CEl 410 qui est identique
& la spécification MIL STD 105 D.

Certaines valeurs de NQA pour les quantités de piéces dépassant les limites conventionnelles, ont été
obtenues par application des formules de base. Elles figurent seulement entre parenthéses dans les
tableaux.

Les NQT (Niveaux de Qualité Tolérés) utilisés, arrondis aux valeurs normalisées les plus proches, sont
extraites de la spécification MIL-S-19 500 E et correspondent a un niveau de confiance de 90 %.

Les N (taux de défaillance) utilisés, sont extraits de la spécification CCTU 0109 ou MIL STD 690.
Selon I'usage, ils sont définis pour les défauts catastrophiques, avec un niveau de confiance de 60 %.

Enfin, en plus des NQA, NQT et N dont les définitions sont basées sur les lojs statistiques parfois
difficiles & interpréter, on a fait figurer également les simples pourcentages de piéces défectueuses
observées (Niveau de Qualité Observée : NQO).

— LES CRITERES DE DEFAUTS

Pour les essais de vieillissement, les défauts sont comptabilisés :

- d'une part, en nombre (K) de piéces présentant des défaillances cataleptiques ou catastrophiques,
c’est-3-dire, & la fois soudaines et complétes : court-circuit, circuit-ouvert, mais également, courant de
blocage supérieur 8 10 ou 20 fois la limite spécifiée au temps 0, gain inférieur & 10 ou 5

- etd’autrepart, en nombre (K + D), somme des piéces a défaillances cataleptiques comme définies
ci-dessus, et de celles présentant des défaillances par dégradation, c’est-a-dire & la fois progressives et
partielles, suivant les critéres de défaillance définis dans les normes : courant de blocage supérieur a
2 fois la limite spécifiée au temps 0, gain inférieur a 0,8 fois la limite minimale spécifiée au temps 0.
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— THE ACCELERATION COEFFICIENTS AND THEIR ORIGIN

It is fitting to note that the standardized life tests are as general rule carried out under maximum
temperature or power dissipation stresses which are rarely met up with in pratice. Thas is why the
tables also supply some complementary values of A under reduced stress levels. Thus we chose to
indicate the A value with a dissipation reduced to 1/10 of the limiting value. The acceleration factors
used for that are extracted from the RADC (ROME AiIR DEVELOPMENT CENTER) curves or from
the RECUEIL DE DONNEES DE FIABILITE edited by the CENTRE DE FIABILITE (CNET).

— THE OVERALL FIGURES

Finally, in spite of the heterogeneity of the stresses, and with an aim of providing a single synthetized
result, overall figures of merit have been given for the set of environmental tests as well as for the life
tests. These figures are indicated between square brackets in the tables.
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- COEFFICIENTS D’ACCELERATION, ET LEUR ORIGINE

' convient de noter que les essais normalisés de vieillissement sont en régle générale effectués dans les
ronditions de contraintes maximales de température ou de dissipation de puissance, rarement rencon-
'rées dans les applications pratiques. C’est pourquoi les tableaux fournissent également quelques
raleurs complémentaires de N dans les conditions de contraintes réduites. Ainsi, il a été choisi

Yindiquer le N\ avec une dissipation réduite au 1/10 de la valeur limite. Pour cela, les cefficients
Y’accélération utilisés sont extraits des courbes de RADC (ROME AIR DEVELOPMENT CENTER)
yu de RECUEIL DE DONNEES DE FIABILITE édité par le CENTRE DE FIABILITE (CNET).

— LES FIGURES GLOBALES

Enfin, en dépit de I'hétérogénéité des contraintes, mais dans un unique but de synthése, il a été
sttribué des figures globales de mérite pour I'ensemble des essais d’environnement ainsi que pour
ensemble des essais de vieillissement. Ces figures sont indiquées entre les crochets rectangulaires
Jans les tableaux.
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TESTS RESULTS
RESULTATS D’ESSAIS

TRANSISTORS BIPOLAIRES AU SILICIUM NPN ET PNP LOW POWER SILICON NPN AND PNP
DE FAIBLE PUISSANCE BIPOLAR TRANSISTORS
bottier métaitique metal case
période de fabrication : 1973 - 1974 manufacture period : 1973 - 1974
bottiers : TO-18, TO-39, TO-72 metal cases : TO-18, TO-39, T0-72 metal
Essais d’anvironnement Environmental tests
- -
Meth Nb Nb AQL oaL nar
$.g. Essais Tests NF.C IEC68.2 p. tested defect NQA NQO LTPD
96.811 CEl 68.2 P.on essais approx. approx.
% % %
l ility M 605 2 T
Soudure Soldering heat M 606 20ATb
C1 | Var.rapidesde T Rap. change of T C 503 14 Na 2500 34 0,65 1.4 15
Chocs thermiques Thermal shock M 607 14 Nc
E. combiné climat Comb. clim. test C 502 -
Chocs Shock M 601 27 Ea
C2 | Vibrations Vibration M 603 6 Fc 3800 15 0,25 0,40 0.5
Secousses B8ump M 602 29 Eb
c3 | Rob.de sorties Rob.of terminals M 604 21 Ua 3040 s 0,065 0.16 03
(traction, pliage) (tensile, bending} 21 Ub
Ca | Brovillard salin ~ Sait mist €505 11 Ka - - - - -
(96 h) note 1 (96 h) note 1
C5 | Chaleur humide 56 j Damp heat 56 d €501 3 Ca 1040 5 0,15 0,48 1.0
Totat €1 —e C5 10.380 59 [0.4) fo.57] {0.7]
Ageing/Operating life test
h x comp. Nb AaL oaL A (60 %)
s9- Essais Tests defect. NQA NQO
% %
10° /1000 h /1000h 10%/m
K K +D K+D K K
C6 | Stockage Storage 6.830 43 55 0,40 0,63 6.6
21000 h 2000 C
C7|F i Lo ing life 6.470 23 44 0,15 0,35 38
2>1000h >1000h
Pror = Pror Max
F Op ing life Coeff. h x comp.
>1000h >1000h x 10? equiv.
Prot =01 Pxot max 10 64.700 23 0,39
note 1 — Si requis, essai appliqué aux pidces traitées . When req test applic to treated pieces only.
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TESTS RESULTS
RESULTATS D’ESSAIS

TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP FIELD EFFECT TRANSISTORS
CANAL N, AU SILICIUM P. CHANNEL, SILICON
boitier métallique metal case
période de fabrication : 1974-1975 (1/2) manufacture period : 1974-1975 (1/2)
boitiers : TO-18, TO-72 metal cases : TO-18, TO-72 metal
Essais d’environnement Environmental_tests
AaL oar Nar
NF.C Moth. Ne N | NaA NGO | Ltpo
s.g. Essais Tests ) 1EC 68.2 p. tested
96.711 on B defect approx. approx.
CEl 68.2 P-en essais % % %
ilité ility M 2605 2 T
Clal soudure Soldering heat M 2606 20A Tb 400 5 04 125 |2
Var. rapidesde T Rap. changs of T C 2503 14 Na
C1b| €, combiné clim.  Comb. clim. test € 2502 - 140 0 01 0 18
Chocs Shock M 2601 27 Ea
c2 Vibrations Vibration M 2603 6 Fc 140 0 0.1 ° 15
Secousses Bump M 2602 29 Eb
Accélérat. const.  Const. acceleration M 2609 7 Ga
Cc3 | Rob. de sorties Rob. of terminals M 2604 21 Us 400 1 1
(traction, pliage)  (tensile, bending) 21 Ub 0.15 025 0
c4 Brouillard Salin C 2505 " Ka - - - -
(96 h) note 1 (96 h) note 1
C5 Chaleur humide Damp heat C 2501 3 Ca 140 0 0,1 o 15
6 | 56 d
Total C1 * C5 1220 6

Essais de lissement Ageing/Operating life test
AaL oaL
h x comp. Nb NOA NQO | A(60%)
6
[x's Essais Tests Coeff. defect % % 107 /h
/1000 h /1000 h
10°
K K+D K +D K K
C6 | Stockage Storage 1060 1 3 0,1 0.1 20
2 1000 h 200°C
c? Blocage 1420 1 4 01 0,07 1.4
2 1000 h 150°C
VGS = 0,7 VGs max
Blocage equiv. 7100 1 0.3
40°C 40°C X5

Note 1 — Si requis, essai appliqué aux piéces traitées seulement. When required test applicated to treated pieces only.
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SESCOSEM SELECTION PROGRAMS

In response to the increasing demand for components necessary for certain high reliability equipments,
principally in the areas of space, aeronautical, military and even industrial applications, SESCOSEM
has designed and established selection programs applicable to its major product lines. These programs
define 3 selection classes going in decreasing severity from A to B to C, allowing the appropriate
requirements to be satisfied.

Essentially, the devices submitted to these programs are put through a series of inspections and tests
divided into several phases :

— a manufacturing phase, including a 100 % special visual inspection prior to encapsulation, a high
temperature ageing, and a 100 % electrical selection.

— an initial acceptance testing by sampling.

— a 100 % preselection by means of a group of ageing tests (operation, reverse bias, storage), during
the course of which the fundamental parameters are subjected to special monitoring.

— lastly a final inspection.

The complete definition of these programs is described in a separate publication entitled :
""SESCOSEM Selection Programs for semiconductors and integrated circuits’”” 1975 Bilingual edition.

LES PROGRAMMES DE SELECTION SESCOSEM

Répondant aux demandes croissantes de composants nécessaires a certains équipements spéciaux 8
haut niveau de fiabilité, principalement dans le domaine des applications spatiales, aéronautiques,
militaires et méme industrielles, SESCOSEM a congu et mis au point des programmes de sélection
applicables & ses principales lignes de produits. Ces programmes définissent 3 classes de sélection A, B,
C de sévérité décroissante permettant de satisfaire les exigences approprides.

Pour l'essentiel, les produits faisant I'objet de ces programmes subissent des séquences de contréles et
d‘épreuves réparties en plusieurs phases :

— une phase de fabrication, comprenant un contrble visuel unitaire spécial avant encapsulation, d’un
vieillissement & haute température, et d’un tri électrique unitaire.

— une recette initiale par échantillonnage.

— une présélection unitaire constituée par un groupe d/épreuves de vieillissement (fonctionnement,
blocage ou stockage) au cours de laquelle les paramétres fondamentaux subissent une surveillance

spéciale.

— enfin une recette finale.

La définition compléte de ces programmes est décrite dans une publication séparée intitulée :
“Programmes de sélection SESCOSEM pour semiconducteurs et circuits intégrés” édition bilingue
1975.
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\))/I HINJVIO QYIriuIco
Semiconductors Semiconducteurs
*
Susceptance b Susceptance
Small signal capacitance (o] Capacité différentielle
Load capacitance CL Capacité de charge,
Collector depletion layer capacitance cTc Capacité (de la zone) de transition du collecteur
Emitter depletion layer capacitance CTe Capacité (de la zone) de transition de I'émetteur
Short-circuit input capacitance c Capacité d’entrée, sortie en court-circuit
b = common base C1 1b b = en base commune
e = common emitter 11e e = en émetteur commun
Short-circuit input capacitance, common Capacité d’entrée, sortie en court-circuit en
source (of a field effect transistor) c1 1ss source commune (d’un transistor a effet de
champ)
Open-circuit reverse transfer capacitance Capacité de transfert inverse (capacité de réaction),
b = common base c12b entrée en circuit ouvert
e = common emitter c12e b = en base commune
e = en émetteur commun
Short-circuit reverse transfer capacitance, Capacité de transfert inverse, entrée en court-
common source (of a field effect transistor) c12$s circuit, en source commune (d’un transistor &
effet de champ)
Open-circuit output capacita'nce c 2 Capacité de sortie, entrée en circuit ouvert
b = common base Cz b b = en base commune
e = common emitter 22e e = en émetteur commun
Short-circuit output capacitance, common c Capacité de sortie,entrée en courtcircuit,en source
source (of a field effect transistor) 22ss commune (d’un transistor & effet de champ)
Critical rate of rise of on-state current di/dt Vitesse critique de croissance du courant a I'état
(of a thyristor or a triac) passant (d‘un thyristor ou d’un triac)
Critical rate of rise of off-state voltage dv/dt Vitesse critique de croissance de la tension a |'état
{of a thyristor or a triac) bloqué (d’un thyristor ou d’un triac)
Critical rate of rise of commutating off-state dv/dt Vitesse critique de croissance de la tension 8 la
voltage (of a triac) (c) commutation (d‘un triac}
Second breakdown energie ES/ B Energie de second claquage
Noise figure F Facteur de bruit
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S.C.

Frequency f Fréquence
Cut-off frequency f Fréquence de coupure
b = common base fh21b b = en base commune
e = common emitter h21e e = en émetteur commun
Maximum frequency of oscillation fmax Fréquence maximale d’oscillation
Transition frequency f-r Fréquence de transition
Conductance g* Conductance
Power gain G Gain en puissance
P for large signals GP P pour grands signaux
p for small signals [ P pour petits signaux
Short-circuit input impedance h1 1b Impédance d’entrée, sortie en court-circuit
b = common base h b = en base commune
e = common emitter e e = en émetteur commun
Open-circuit reverse voltage transfer ratio h Rapport de transfert inverse de la tension, entrée
b = common base 12b en circuit ouvert
e = common emitter h129 b = en base commune
e = en émetteur commun
Short-circuit forward current transfer ratio Rapport de transfert direct du courant, sortie en
b = common base h21b court-circuit
e = common emitter h21e b = en base commune
e = en émetteur commun
Static value of the forward current transfer h Valeur statique du rapport de transfert direct du
ratio {common emitter) 21E courant (en émetteur commun)
Open-circuit output admittance h22b Admittance de sortie, entrée en circuit ouvert
b = common base h b = en base commune
e = common emitter 22e e = en émetteur commun
Current | Courant
Base {D.C) current i B Courant (continu} de base
Base current during saturation |B1 Courant de base en saturation
Base current during desaturation 'BZ Courant de base en désaturation
*y. e =0, +jb.....




S.C.

Base-emitter cut-off current with Vgg = X
{reverse biased) and VCE specified

(Continuous) breakover current
Collector (D.C) current
Average collector current

Collector-base cut-off current with Ig = 0
and VB specified

Collector-emitter cut-off current with Ig = 0
and VCE specified

Collector- emitter cut-off current with Rgg =R
and VCE specified

Collector-emitter cut-off current with Vgg =0
and Veg specified

Collector-emitter cut-off current with VBg =y
(direct bias) and VcE specified

Collector-emitter cut-off current with VBg = x
(reverse biased) and VCE specified

Peak collector current

Drain (D.C) current (of a field effect transistor)

Off-state current (of a thyristor or a triac)

Drain current for V5o =0 and Vpg specified
(of a FET)

Drain cut-off current, with blocking VGS and
Vpg specified (of a FET)

Emitter (D.C) current

Emitter-base cut-off current with 'C =0and
VEB specified

IBEX

lBO)

fciav)

lceo

Iceo

IcER

Ices

Icey

Ipss
Ipsx
e

leBO

Courant résiduel base-€émetteur avec Vg = X
{blocage) Vg spécifiés

Courant (continu) de retournement
Courant {continu) de collecteur
Courant collecteur moyen

Courant résiduel collecteur-base avec I = 0
et Vg spécifié

Courant résiduel collecteur-émetteur avec Ig = 0
et VCE spécifié

Courant résiduel collecteurémetteur avec Rgg = R
et VCE specifiés

Courant résiduel collecteur-émetteur avec VBg =0
et Vcr spécifié

Courant résiduel collecteur-émetteur avec VBE =y
(polarisation directe) et VCE spécifiés

Courant résiduel collecteur-émetteur avec VBE = x
(blocage) et VcE spécifids

Courant de créte de collecteur

Courant (continu) de drain (d’un transistor & effet
de champ

Courant & I'état bloqué (d’un thyristor ou d’un
triac)

Courant de drain pour VG S =0et Vps
spécifié (d’un FET)

Courant résiduel de drain avec Vs de blocage
et Vg spécifiés (d'un FET)

Courantfcontinu) d'émetteur

Courant résiduel émetteur-base avec | =0 et
Vg spécifié
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s.C.

Peak emitter current
Forward (continuous) current (of a diode)
Mean forward current (of a diode)

Forward gate (continuous) current {of a thyristor
or a triac)

Peak forward gate current (of a thyristor or a
triac)

Peak forward current (of a diode)

Repetitive peak forward current (of a rectifier
diode)

Surge non repetitive forward current (of a diode)
Gate {continuous) current {of a thyristor or a
triac)

Gate (D.C) current (of a field effect transistor)
Gate non-trigger (continuous) current (of a
thyristor)

Gate current with Ig =0 and V5 specified
(of a FET)

Gate non trigger {continuous) current (of a triac)
according to the quadrant

Gate current with Ip =0 and VGS specified (of
a FET)

Total gate leakage current (of a FET) with
Vpg =0and Vg specified

Gate trigger (continuous) current (of a thyristor)

lem
IF

Ir(av)=lo

Do

lab()
I6D(2)
lGD(3)
1GD(4)

lsso

Courant créte d’émetteur
Courant direct (continu){d‘une diode)
Courant direct moyen (d‘une diode)

Courant direct (continu} de géchette (d’un
thyristor ou d’un triac)

Courant direct de pointe de gachette (d’un
thyristor ou d’un triac)

Courant direct de créte (d‘une diode)

Courant direct de pointe répétitif (d’une diode de
redressement)

Courant direct de pointe de surcharge
(d‘une diode)

Courant (continu) de géchette (d’un thyristor
ou d‘un triac)

Courant (continu) de grille (d’un transistor
3 effet de champ ou d'un FET)

Courant (continu) de géchette de non-amorgage
(d‘un thyristor)

Courant de grille avec /S =0et VG p Spécifid
(d'un FET)

Courant de géchette de non amorgage (d‘un triac)
suivant le quadrant

Courant de grille avec Iy =0 et V¢ spécifié (dur
FET)

Courant de fuite total de grille (d'un FET) avec
Vps =0et Vg spécifié

Courant {continu) de géchette d’amorgage (d’un
thyristor)
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S.C.

Gate trigger (continuous) current (of a triac)
according to the quadrant

{Continuous) holding current (of a thyristor or
a triac)

Photocurrent (of a photosensitive device)

(Continuous) latching current (of a thyristor)

(Continuous) latching current (of a triac} accor-
ding to the quadrant
Mean forward current (of a diode)

Overload forward current (of a rectifier diode)

Overload on-state current (of a thyristor or a
triac)

{Continuous) reverse current (of a diode or a
thyristor)

Mean reverse current (of a diode)

Reverse gate {continuous) current (of a thyristor
or a triac)

Peak reverse current (of a diode or a thyristor)

Reverse recovery current (of a diode)
Source (D.C) current (of a FET}

Second breakdown collector-current

{Continuous) on-state current {of a thyristor or
a triac)

IgT(1)
IgT(2)
IeT(3)
laT(4)

ILqn
IL2)
IL(3)
i)

Courant (continu) de gichette d’amorgage (d’un
triac) suivant le quadrant

Courant (continu) hypostatique (d’un thyristor ou
d‘un triac)

Photocourant (d’un dispositif photosensible)

Courant (continu) d’accrochage (d‘un thyristor)

Courant (continu) d’accrochage (d‘un triac) suivant
le quadrant

Courant direct moyen (d’une diode)

Courant direct de surcharge prévisible (d’une diode
de redressement)

Courant de surcharge prévisible 4 I'état passant
(d’un thyristor ou d’un triac)

Courant inverse {continu) (d‘une diode ou d’un
thyristor)

Courant inverse moyen (d’une diode)

Courant inverse {continu) de géchette (d’un thyris-
tor ou d‘un triac)

Courant inverse de créte (d’une diode ou dun thy-
ristor)

Courant inverse de recouvrement (d’une diode)

Courant (continu) de source (d’un FET)

Courant collecteur de second claquage

Courant {continu) & I’état passant (d’un thyristor
ou d’un triac)
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S.C.

Mean on-state current (of a thyristor or a triac)

Peak on-state current (of a thyristor or a triac)

Repetitive peak on-state current (of a thyristor
or a triac)

RMS on-state current (of a thyristor or a triac)

Surge non repetitive on-state current (of a
thyristor or a triac)

Regulation current (of a voltage regulator diode)

Regulation current in the breakdown knee region
{of a voltage regulator diode)

Surge {non repetitive) regulation current {of a
voltage regulator diode)

Regulation voltage test current {of a voltage
regulator diode)

Collector power dissipation with t,, ort
specified

case

Mean gate power dissipation (of a thyristor or a
triac)

Peak gate power dissipation (of a thyristor or a
triac)

Surga {non repetitive) reverse power dissipation
(of a eentrolled avalanche rectifier diode)

Total power dissipation

Total input power {D.C or average) to all electro-

des, with tamb ©" tease specified

IT(Av)

ITRM

|T(rms)

Irsm

Prsm

Piot

Ptot

Courant moyen & I'état passant (d’un thyristor ou
d’un triac)

Courant de créte 8 I’état passant (d‘un thyristor ou
d‘un triac)

Courant direct de pointe répétitif & I'état passant
(d’un thyristor ou d’un triac)

Courant efficace 3 I'état passant {d’un thyristor
ou d‘un triac)

Courant de surcharge (de pointe) accidentelle 3
1’état passant (d‘un thyristor ou d‘un triac)

Courant de régulation (d‘une diode régulatrice de
tension)

Courant de régulation dans la région du coude de
claquage (d’une diode régulatrice de tension)

Courant de pointe de surcharge accidentelle
{non répétitif) de régulation (d‘une diode
régulatrice de tension)

Courant de contrble de la tension de régulation
(d’une diode régulatrice de tension)

Pui .". jpée au cc avect, ., ou
t,ase SPECITié
Dissipation de pui: y de gachette

(d’un thyristor ou d’un triac)

Dissipation de puissance de pointe de géchette
(d’un thyristor ou d‘un triac)

Dissipation de puissance inverse de pointe de sur-
charge accidentelle (non répétitive) (d’une diode
de redressement & avalanche contrélée)

Dissipation totale de pui

Puissance totale d’entrée (continue ou moyenne)
o
de toutes les électrodes, avec tamb Y toase spécifié




S.C.

Power dissipation (in the breakdown region) (of
a voltage reguiator diode)

Non repetitive peak power dissipation (in the
breakdown region) {of a voltage regulator diode)

Recovered charge (of a diode)
Stored charge

Depletion layer charge
c =of collector
e =of emitter

External resistance

Differential resistance

External base resistance

Base intrinsic resistance

External resistance connecting base to emitter
External collector resistance

Damping resistance

On-state drain source resistance (of a FET)
s = (D.C)
ds = (A.C)

External emitter resistance
Generator resistance

External gate resistance (of a thyristor or a triac)

External resistance connecting gate to cathode
{of a thyristor or a triac)

Load resistance

Td

'DS on
'ds on

Dissipation de puissance (dans la région de claqua-
ge) (d’une diode régulatrice de tension)

Dissipation de puissance de pointe accidentelle
(non répétitive) (dans la région de claquage)
{d’une diode régulatrice de tension)

Charge recouvrée (d’une diode)
Charge stackée

Charge (de la zone) de transition
¢ =du collecteur
e =de l'émetteur

Résistance externe

Résistance différentielle

Résistance externe en série avec la base
Résistance intrinséque de base

Résistance externe reliant la base et 'émetteur
Résistance externe en série avec collecteur
Résistance d‘amortissement

Résistance drain source a I'état passant (d’un FET)
ps = {en continu}
rqgs = len alternatif)

Résistance externe en série avec émetteur
Résistance de générateur

Résistance externe en série avec la géchette
(d‘un thyristor ou d‘un triac)

Résistance externe reliant la gichette et la cathode
(d‘un thyristor ou d’un triac)

Résistance de charge
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S.C.

Series resistance

Thermal resistance between two specified points

Junction-ambient thermal resistance

Junction-case thermal resistance

Small signal resistance (in the breakdown
knee region) (of a voltage regulator diode)

Small signal resistance (for the test reverse current
in the breakdown region) (of a voltage regulator
diode)

Input reflection coefficient

Reverse transmission coefficient

Forward transmission coefficient

Output reflection coefficient

Ambient temperature

Case temperature

Gate controlled delay time {(of a thyristor or
a triac)

Retard 2 la croissance

Turn-off delay time (field-effect transistor)

Turn-on delay time (field-effect transistor)

Turn-on time

Fall time

Forward recovery time (of the voltage)
(of a diode)

Ren
Rth(j-a)
Rih(j-c)

fzk

rzt

S11e

$12¢

S22¢

tamb

ty
t4
td(off)

td(on)

tg+t

Yr

Résistance série

Résistance thermique entre deux points spécifiés

Résistance thermique (jonction-ambiante)

Résistance thermique (jonction-boftier)

Résistance différentielle (dans la région du coude
de claquage) (d‘une diode régulatrice de tension)

Résistance différentielle (pour le courant inverse
de mesure dans la région de claquage) (d‘une diode
régulatrice de tension)

Coefficient de reflexion & I'entrée

Coefficient de transmission inverse

Coefficient de transmission directe

Coefficient de reflexion en sortie

Température ambiante

Température de boitier

Retard 3 la croissance commandée par la géchette
{d'un thyristor ou d’un triac)

Delay time

Retard & la décroissance (d’un transistor 4 effet de
champ

Retard a la croi: 4 effet de
champ)

(d’un tr

Temps total d’établissement

Temps de décroissance

Temps de recouvrement direct (de la tension)
{d’une diode)
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S.C.

Gate controlled turn-on time {of a thyristor or
a triac

Junction-temperature

Turn-off time
Turn-on time

Operating temperature (at zero dissipation)

Pulse time

Circuit commutated recovery time (of a
thyristor or a triac)

Rise time

Gate controlled rise time (of a thyristor or
a triac)

Reverse recovery time (of a diode)
Carrier storage time

Turn-off time

Storage temperature

Virtual junction temperature
Voltage

Anode cathode (test) voltage {(of a thyristor)

Base (D.C) voltage supply
Base-emitter {D.C) voltage

Base-emitter saturation voltage, with IB and IC
specified

* Voru
Vouu

gt

-

Loff

on

oper

Temps d‘amorgage par la gdchette (d’un thyristor
ou d’un triac)

Température de jonction

Temps total de décroissance
Temps total de croissance

Température de fonctionnement (3 dissipation
nulle)

Durée d’une impulsion

Temps de désamorgage par commutation du
circuit (d’un thyristor ou d‘un triac)

Temps de croissance

Temps de croissance commandée par la gachette
(d’un thyristor ou d’un triac)

Temps de recouvrement inverse (d‘une diode)
Retard & la décroissance

Temps total de coupure

Température de stockage

Température virtuelle de jonction

Tension

Tension (de mesure) anode cathode (d’un
thyristor)

Tension (continue) d‘alimentation de la base
Tension (continue) base-6metteur

Tension de saturation base-émetteur, avec | g et / c
spécifiés
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S.C.

(Continuous) breakover voltage (of a thyristor V(BO)
or a triac)

Breakdown voltage (of a diode) V(BR)
Breakdown voltage (open circuit) V(BR)..O

Collector-base breakdown voltage, with I =0 V(BR)CBO
and lc specified

Collector-emitter breakdown voltage, with V(BR)CEO
Ig =0and 'C specified

Collector-emitter breakdown voltage, with V(BR)CER
Rgg =R and I specified

Collector-emitter breakdown voltage, with V(BR)CES
Vgg =0and Ig specified

Collector-emitter breakdown voltage, with V‘BR)CEX
VBE =X (reverse biased) and 'C specified

Collector-emitter breakdown voltage, with V(BR)CEY
Vgg =Y (direct bias) and 'C specified

Drain-source breakdown voltage, with Vgs =0 V(BR)DSS
and 'D specified (of a FET)

Drain-source breakdown voltage, with blocking V(BR)DSX
Vgg and Iy specified (of a FET)

Emitter-base breakdown voltage, with |~ =0 V(BR JEBO
and 'E specified

Gate-source breakdown voltage, with VDS =0 V( BR)GSS
and I specified (of a FET)

Collector-base {D.C) voltage Ve
Collector-base (D.C) voltage, with Ig =0 Veso
and | specified
* VoruU
Vou U

Tension (continue) de retournement (d’un
thyristor ou d’un triac)

Tension de claquage (d'une diode)
Tension de claquage (circuit ouvert)

Tension de claquage collecteur-base, avec | £= ]
et | ¢ spécifié

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec
Ig =0et |- spécifié

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec
R BE = Retl c spécifiés

Tension de claquage collecteur-€émetteur, avec
VBE =0et IC spécifié

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec
Vgg =X [blocage) et | spécifiés

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec
Vg =Y (polarisation directe) et /o spécifiés

Tension de claquage drain-source, avec Vgs =0
et I spécifié (d’un FET)

Tension de claquage drain-source, avec Ve S de
blocage et | D spécifié (d'un FET}

Tension de claquage émetteur-base, avec | c= ]
et / ¢ specifi¢

Tension de claquage grille-source, avec VD s =0
et | spécifié {d’un FET)

Tension (continue) collecteur-base

Tension (continue) collecteur-base, avec | £ =0
et o spécifié
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S.C.

Collector (D.C} voltage supply

Collector-emitter (D.C) voltage

Collector-emitter knee voltage

Collector-emitter (D.C) voltage, with g =0
and | specified

Collector-emitter breakdown voltage with Ig
specified

Collector-emitter (D.C} voltage, with Rgg =R
and IC specified

Collector-emitter breakdown voltage with Ig
specified

Collector-emitter {D.C) voltage, with Vg =0
and 'C specified

Coltector-emitter saturation voltage, with |B
and Ic specified

Collector-emitter (D.C) voltage, with VBE =
{reverse biased) and 'C specified

Collector-emitter breakdown voltage with 'B
specified

Collector-emitter (D.C) voltage, with Vg =Y
Vee =Y (direct bias) and 1 specified

Continuous off-state voltage (of a thyristor or
a triac)

Peak off-state voltage (of a thyristor or a triac)

*Voru
VouU

Vee

Vce
Vecek

Vceo

vCEO(sus)

VCER

VCER(sus)

Vces

VCE sat

Vecex

VCEX(sus)

Vcey

Vp

Tension (continue} d’alimentation du collecteur

Tension (continue) collecteur-émetteur

Tension collecteur<€metteur de coude

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec
IB =0et IC spécifié

Tension de cl coll
Ig sécifi

-émetteur avec

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec
RBE =R et IC spécifiés

Tension de claquage collecteur-émetteur avec
g spécifié

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec
Vg =0et I spécifié

Tension de saturation collecteur-€émetteur, avec
Iget o spécifiés

Tension (continue) collecteur-émetteur avec
Vgg =X (blocage) et | -~ spécifiés

Tension de claquage collecteur-émetteur avec
Ig spécifié

Tension (continue) collecteur€metteur avec
Vgg =Y (polarisation directe) et | - spécifiés

Tension (continue) a |’état bloqué(d’un thyristor
ou d’un triac)

Tension de pointe a |'état bloqué (d’un thyristor
ou d’un triac)




S.C.

Repetitive peak off-state voitage (of a thyristor
or a triac)

Drain-source {D.C)voltage (of a FET)

Non repetitive peak off-state voltage (of a
thyristor or a triac)

Drain-source saturation voltage (of a FET)

Crest {peak) working off-state voltage (of a
thyristor or a triac)

Emitter-base (D.C) voltage

Emitter-base (D.C) voltage, with I =0 and
| g specified

Emitter (D.C) voltage supply

(Continuous) forward voltage {of a diode)

Mean forward voltage (of a diode)

Gate (continuous) forward voltage (of a
thyristor or a triac)

Peak forward gate voltage (of a thyristor
or a triac)

Forward transient voltage (of a diode)

Gate-drain (D.C) voltage (of a FET)

Gate non-trigger (continuous) voltage
{of a thyristor)

* VorU
VouU

VDRM

Vosm

VDS sat

Vbwm

Tension de pointe répétitive 3 I'état bloqué
(d"un thyristor ou d’un triac)

Tension (continue) drain-source (d’un FET)

Tension de pointe non répétitive & I’état bloqué
{d’un thyristor ou d’un triac)

Tension de saturation drain-source (d’un FET)

Tension de créte a I’état bloqué (d’un thyristor
ou d‘un triac)

Tension (continue) émetteur-base

Tension (continue) émetteur-base, avec lc =0
et I ¢ spécifié

Tension (continue) de I'alimentation de I’'émetteur

Tension directe (continue) (d‘une diode)

Tension directe moyenne {d‘une diode)

Tension directe (continue) de gachette (d‘un
thyristor ou d‘un triac)

Tension directe de pointe de géchette (d‘un
thyristor ou d‘un triac)

Tension directe transitoire (d’une diode)

Tension (continue) grille-drain (d'un FET)

Tension (continue) de non amorgage par la
géchette (d’un thyristor)




S.C.

Gate non trigger (continuous) voltage
(of a triac) according to the quadrant

Gate-source {D.C)voltage (ofa FET)

Gate-source cut-off voltage (of a FET)

Gate-source threshold voltage (of a FET)

Gate trigger {continuous) voltage (of a
thyristor)

Gate trigger (continuous) volitage (of a triac)
according to the quadrant

Equivalent noise voltage

Punch-through voltage

Continuous reverse voltage {of a diode)

Gate (continuous) reverse voltage (of a
thyristor or a triac)

Peak reverse gate voltage (of a thyristor
or a triac)

Peak reverse voltage (of a diode or a
thyristor)

*VorU
VouU

VaD (1)
VGD (2)
VaD (3)
VeD (4)

Vas

V@S off
VGs (T0)

Var

VGt (1)
VGT (2)
VGT (3)
VGrT (4)

Tension (continue) de non amorgage par la
gachette (d‘un triac) suivant le quadrant

Tension (continue) grille-source (d‘un FET)

Tension grille-source de blocage (d'un FET)

Tension grille-source de seuil (d’un FET)

Tension (continue) d’amorgage par la g&-
chette (d’un thyristor)

Tension {continue) d’amorgage par la g&-
chette (d’un triac) suivant le quadrant

Tension équivalente de bruit

Tension de pénétration (ou tension de pergage)

Tension inverse continue (d‘une diode)

Tension inverse (continue) de géchette (d'un
thyristor ou d’un triac)

Tension inverse de pointe de géchette (d’un
thyristor ou d’un triac)

Tension inverse de créte (d’une diode ou d’un
thyristor)
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S.C.

Repetitive peak reverse voltage (or a
rectifier diode or a thyristor)

Non repetitive peak reverse voltage
(of a rectifier diode or a thyristor)

Crest working reverse voltage (of a rectifier
diode or a thyristor)

(Continuous) on-state voltage(of a thyristor

or a triac)

Peak on-state voltage (of a thyristor or a triac)

(Continuous) reverse voltage (in the break-
down region) (of a voltage regulator diode)

{Continuous) reverse voltage {in the break-
down knee region) (of a voltage regulator diode}

Test {continuous) reverse voltage (in the break-
down region) (of a voltage regulator diode)

Transient reverse energy (of a diode)

Short-circuit input admittance
b =common base
e =common emitter

Short-circuit input admittance common .
source (field-effect transistor)

Short-circuit reverse transfer admittance
b =common base
e =common emitter

Short-circuit input admittance common
source (field-effect transistor)

VRRM

VRsm

VRwmM

VT

Vrm

vz

Vzk

Vzr

WRRM

Vb
Y11te

*
Yi1s

*
Y12b
Y12e

*
Y125

Tension inverse de pointe répétitive (d’une
diode de redressement ou d‘un thyristor)

Tension inverse de pointe non répétitive
{d‘une diode de redressement ou d’un thyristor)

Tension inverse de créte (d’une diode de redres-
sement ou d’un thyristor)

Tension (continue) & ’état passant (d'un thyristor
ou d’un triac

Tension de créte a I'état passant (d’un thyristor
ou d'un triac)

Tension inverse (continue)(dans la région de
claquage} (d’une diode régulatrice de tension)

Tension inverse (continue) (dans la région du
coude de claquage) (d’une diode régulatrice de
tension)

Tension inverse (continue) de mesure (dans la
région de claquage) (d’une diode régulatrice de
tension)

Energie transitoire inverse (dans une diode)

Admittance d‘entrée, sortie en court-circuit
b =en base commune
e =en émetteur commun

Admittance d’entrée, sortie en court-circuit en
source commune (d’un transistor & effet de champ)

Admittance de transfert inverse, entrée en court-
circuit

b =en base commune

e =en émetteur commun

Admittance de transfert inverse, entrée en
court-circuit, en source commune (d’un
transistor 4 effet de champ)
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Short-circuit forward transfer admittance
b =common base
e =common emitter

Short-circuit forward transfer admittance
common source (field-effect transistor)

Short-circuit output admittance
b =common base
e =common emitter

Short-circuit output transfer admittance,
common source {field -effect transistor)

Thermal impedance

Transient thermal impedance

Temperature coefficient of working voltage
{of a voltage regulator diode)

Duty cycle (of a pulse)

Detector (voltage) efficiency (of a diode)

Collector efficiency

Wave length (of a light beam)

Phase angle of input admittance with
output short-circuit

b =common base

e =common emitter

Phase angle of reverse transfer admittance
with input short-circuit

b =common base

e =common emitter

*
Y 21b
Y 21e

Y21s
*
Y221

Y 22¢

*
Y225

Z(th)t

e

¢Y11p
*Y11e

Y12b
Y12

Admittance de transfert direct, sortie en court-
circuit

b =en base commune

e =en émetteur commun

Admittance de transfert direct, sortie en court-
circuit, en source commune (d‘un transistor &
effet de champ)

Admittance de sortie, entrée en court-circuit
b =en base commune
e =en émetteur commun

Admittance de sortie, entrée en court-circuit en
source commune (d’un transistor a effet de champ)

Impédance thermigue

Impédance thermique transitoire

Coefficient de température de la tension de fonc-
tionnement (d’une diode régulatrice de tension)

Facteur d'utilisation (d’une impulsion)

Rendement de détection (en tension) (d’une diode)

Efficacité du collecteur

Longueur d’onde (d’un rayonnement lumineux)

Angle de phase de I'admittance d‘entrée, sortie
en court-circuit

b =en base commune

e =en émetteur commun

Angle de phase de I'admittance de transfert inverse
entrée en court-circuit

b =en base commune

e =en émetteur commun
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Phase angle of forward transfer admittance
with output short-circuit

b =common base

e =common emitter

Phase angle of output admittance with
input short-circuit

b =common base

e =common emitter

Angular frequency

$Y21b
$Y21e

¢Y22h
$Y22e

Angle de phase de I'admittance de transfert direct,
entrée en court-circuit

b =en base commune

e =en émetteur commun

Angle de phase de I'admittance de sortie, entrée
en court-circuit

b =en base commune

e =en émetteur commun

Pulsation
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Signal transistors
Iransistors de signal
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TRANSISTORS NPN SILICIUM, PL;ﬁ\NAR EPITAXIAUX

- LF amplification
Amplification BF VCER a0V
- Switching
Commutation
20-60 2N 696
hy1g (150 mA {
21E { "40-120 2N 697
P {40 MHz min. 2N 696
T 50 MHz min. 2N 697
Maximum power dissipation Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
PtOt
w [
ns I\
i
) | N2 cs
| \ 8
Lod
el Rt M T, c)
| b
| S~ @ Toee) . )
[|] 1 case Weight : 0,9 g. Collector is connected to case
[¢] 50 100 150 200 Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb =+25 °C (Unless otherwise stated)

(Sauf indications contraires)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CBO 60 \

Collector-emitter voltage 1
Tension collecteur-émetteur Rge <100 Vcer 40 \

Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 5 v

Power dissipation Tamb™ 25°C P 0.6 w

Dissipation de puissance T = 25°C tot - 2 w
case

Junction temperature .

Température de jonction max. T| 200 °C

Storage temperature min. T — 65 °C

Température de stockage max. stg 4200 oC

76-11 /5
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =30V 1 A
Ig =0
Collector-base cut-off current IcBo
Courant résiduel collecteur-base cB
Veg =30V
lg =0 100 uA
Tamb= 150°C
Collector-base breakdown voltage lc =100pA
Tension de claquage collecteur-base g = 0 V(B R)CBd: 60 \
Rgg =100
Collector-emitter breakdown voltage BE \Y] 4
Tension de claquage collecteurémetteur IC =100 mA (BR)CER 0 v
. | =0,1mA
Emitter-base breakdown voltage E 4
Tension de claquage émetteur-base Ic =0 V( BR)EBO 5 v
Static forward current transfer ratio [y _ =10V 2N 696 | 20 60
Valeur statique du rapport de transfert CE — 150 mA hy1E
direct du courant Ic = m 2N 697 40 120
. . | = 1560 mA
Collector-emitter saturation volta C *
Tension de 7 I - lg =15mA VCEsat 1.5 v
. . | =150 mA
Base-emitter saturation voitage C *
Tension de saturation base-émetteur g = 15 mA VBEsat 13 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
. Ve =10V 2N696 | 40 160 MHz
Transition frequency | =50mA P
Fréquence de transition C T
f =20 MHz 2N 697 | 650 160 MHz
o itanc Veg =10V
utput capacitance _
Capacité de sortie lg =0 Ca2p 12 35 pF
f =1 MHz
* pylsed t, =300us & < 2%
Impulsions
2/5
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

c
A 0,7 mA |
(mA) Tamp=25¢| | A | 2N 696
0,6 mA
80 ,/ /// | 4|
/ / /OSmA
o ~ _04mA
60 7
/
/ 0,3 mA
™
ol ) 0,2mA
40 L7
— | ]
/'/u oimA
=01 m,
/ B l
20 4
0
0 10 20 30 40 Vv
e .
80 mA «
(mA) S ma 7 o 1
70 mA 7 Sl
| / P
400 .. <« P~_
S
o>
N / o
300 ///)/ A2
I /. //4////
(/484
200 74 /
/| / amb = 25°C
4 // 2N 696
100 4
0 ? H
o 12 3 4 Ve

(mA) 7 0.7mA
// Tamp =25°C
7 0,6 mAT—7" 2N 697 ]
w0 | 1
L~ [~ 05mA
o !
7 0,4 mA
60 - T
L _03mA
|~
40 = ,ﬂ,il mA
||
/‘-—-——/ 'B =0, mA
20 A
//
0
0 10 20 30 40 VeV
IC) 90 mA
A m,
m 80 mA ﬁbg‘o?;
70 mA—— V7, 606\}
| /| ©F -
400 A0 —
/PN
o
/4 7 O
// o ]
/171
300 a7
4y
200 [~ / /‘/
.4 Tamb = 25°C
// 2N 697
100
Y
0
0 1 2 3 4 Vv

3/
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

T
[y kv !
2N 69€ I
40 ' T
T omb = 25°C I
. /

20 /

h\\

o
0 04 O 1218 Vg
hate l l
2N 696
AT
160 100°¢
//P‘"\
/ \
120 250 N
L~
AN AT
80 /| 1
11 A
P T pmp = —55°C
40 P
Lt
- gl
0 2 5 2 5 2 65
102 10" 10° 10" 107 1g(mA)

(mA) [
VCE=§V I
2N 697 I
40 | % -
Ty =250 |
30
20 /
10
/
0
0 04 08 12 16 Vg
.
h,
2E T 150°C
V?‘
2N 697 /!
300 /,
250 100°C
LA N
200 /
25°C
/ ™~
150 y /, ‘\
100 // Tamb = —55°C
AT
A UATTN
A
04/-”/
2 5 5 2 5 2 5
102 10" 10% 107 107 ig(ma)
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

V{*Fun VaEsat
) | | I v ’ !
. i
o L
1,6 8 ! A
Ig = 150 mA N
" NS
1,2 0,9 ™ =
2 d N ~
\ NG
N
N | 1. = 150mA N
c
08 G 08 \‘\
> ™
4 Ic = 50mA Ic = 50mA \\
0,4 - 0,7 Y
_———-\-—'— \\
—
0 06
—60 —20 20 60 100 140 T, (°C] 60 -20 20 60 100 140 T, (°C)
. c
CcBO 22b
{nA) LI T (pF) [ ]
) Vego =60V lg=0
f = 1MHz
102 77 20 N
s / \
2 A
10° =
5 /1 7 Vepo =30V__ 16 N
. . \
10° 7 12 N
2 .4
1 d
105 7 8
4
2 /|
102 4
sy
2
1073 0 2 4 68 2 4 68
—-60 -20 20 60 100 T °C! 10° 10" VegtV)
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NIV DiiWwiJiY FTIAITVIVT VI, T TTAATMAE T RAVTEFIL -_—iIv VvV

TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

- LF amplification
Amplification BF
- Switching Vceo 60V

Commutation

hg1g (150 mA) 20 - 60

fr 40 MHz min.

Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 dernidres pages
PtD!

(w)

3

|
']
- NG 8
! 2 B
1 / N
""\, (1) (1) T, pt°0)
o ! (2) Teaee°C) Weight : 0,9 g. Collector is connected to case
[} 50 100 150 200 Masse Le collecteur est relié au boftier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage

Tension collecteur-base Veso 120 v
Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur Rgp <108 Veer 80 \4
Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur Veeo 60 Vv
Emitter-base voltage

Tension émetteur-base Veso 7 \"
Power dissipation Tamb= 26°C (1) P 08 w
Dissipation de puissance Tcase = 25°C (2) tot 3 w
Junction temperature

Température de jonction max. Tj 200 °C
Storage temperature min, T — 65 °C
Température de stockage max. stg +200 °C

76-11 1/4
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vep =75V
cB
lg =0 5 nA
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base cBO
VCB =75V
IE =0 15 HA
Tamb= 180°C
Emitter-base cut-off current Veg =5V | 10 A
Courant résiduel émetteur-base Ic = 0 EBO n
1 =0
Collector-base breakdown voltage E Vv
Tension de claquage collecteur-base e = 100 uA (BRICBO 120 v
Rgp =100
BE *
lc =100mA V(BRICER 80 v
Collector-emitter breakdown voltage
Tension de claquage collecteurémetteur
| =
B
Ic =30mA Visriceo* 60 v
Emitter-base breakdown voltage lc =
Tension de claquage émetteur-base lg =100pA V(8rIEBO 7 v
Static forward current transfert ratio Veg =10V h x
Valeur statique du rapport de transfert _ 20 60
direct du courant |C = 150 mA 2E
Ilc =50mA
lg =5mA 1.2 v
Collector-emitter saturation voltage VCE *
Tension de saturation collecteurémetteur sat
Ic =150mA
lg =15mA 5 v
Ilc =50mA
lg =5mA 09 v
Base-emitter saturation voltage V, *
Tension de saturation base-émetteur BEsat
lc =150mA 3
g =15mA K v
* Pyised t,=300us §<2%
Impulsions
2/4

68



&N VI

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) T = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) amb {Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg=5V
lc =1mA 15
. f =1kHz
Forward current transfer ratio h
Rapport de transfert direct du 21e
Veg =10V
lc =5mA 25
f = 1 kHz
Veg =5V
Il =1mA 20 35 2
. f =1kHz
Input impedance h
Impédance d‘entrée 11b
Veg=10V
Ilc =5mA 10 Q
f =1 kHz
Veg =5V
Ic =1mA 25 104
f =1kHz
Reverse voltage transfer ratio hy2
Rapport de transfert inverse de la tension b
Veg =10V
lc =5mA 5 104
f =1kHz
Veg =5V
lc =1mA 0,5 us
f =1kHz
Output admittance h
Admittance de sortie 22b
Veg =10V
Ic = 5 mA 1 us
f = 1kHz
Vap =10V
Transition frequency CE
Fréquence de transition Ic =50mA fr 40 MHz
f =20 MHz
Veg =10V
Output capacitance cB c
Capacité de sortie IE =0 22b 15 pF
f = 1MHz
Input capacitance Veg =05V
u i
Capacité d'entrée Ic =0 C11b 85 pF
f =1MHz
3/4
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

c .
(mA) 0,09 ml? I
0,08 mA
— || i
8 l T
007 mA
1 '
. L. 0,06¥ mA
0,056 mA
| ~ | s !
s 0,04 ma |
‘ ” Jocd ma
,03 mA —
4 /
i | 0,02 mA
: 0,01 mA
4 § |
2 : / !
| [
T g =0 mA
0 | | |
0 20 40 60 B0 VW
I
(mA) [ mA
}5 m‘A
10 mA;
160 ‘ —
'E =5mA

120 I
80 /

* i
|
oL L
01 03 05 07 09 vgv)

1
T TS
ol | A N
AN
20— /f ////// f
/ e |
8 l /1; ; C 0 1;:A
f | l06mA
40 / :’ 04 mA ]
] +— 0,2 r;\A .
o i lg=0mA

)
N
F-
-
®
<

Q

m‘\
<

h
A | l
' L
nnC
Dg \
120 A \
LV
]
C 1
\Dﬁ’/
80 -4 » ey
1
Pa
| 4
40
'L"oo 4”’ \\
//
,6600 LA
0 25 5

103 102 107 10° 10" 107 1gima)
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TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

- LF amplification
Amplification BF
I V, v
- Switching CER 80
Commutation
h21E (150 mA) 40-120
fr 50 MHz min.

Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 dernidres pages
Ptm
W) !
s N

! \ c E

1
) E \(2) B

\\ |

08 E 1) (1) Tamb("‘c)

! (2) T,_e!°C)
o L Weight : 0,9¢g. Collector is connected to case

[} 50 100 150 200 Masse Le collecteur est relié au boTtier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b=+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION am| (Sauf indications contraires)

Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 120 \

Collector-emitter voitage _
Tension collecteur-émetteur Rge =109 Veer 80 \

Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Vego 5 v

Power dissipation Tamb= 25°C (1) P 0,6 w
Dissipation de puissance T....=25°C (2) tot 2 w
case

Junction temperature

Température de jonction max. Ti 175 °C

Storage temperature min. T — 65 oc

Température de stockage max. stg +200 oC
76-13 1/4
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STATIC CHARACTERISTICS T =250C {Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions . .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Collector-base cut-off current Veg =60V

Courant résiduel collecteur-base g =0 lceo 2 HA
\" 2V

Emitter-base cut-off current EB |

Courant résiduel émetteur-base |c =0 EBO 100 HA
I~ =100 A

Collector-base breakdown voltage c Y

Tension de claquage collecteur-base lg = (BRICBO 120 v

Collector-emitter breakdo Itage RBE =108 *

ector-emitter breakdown volta

Tension de claquage collectsurémetteur lc = 100 mA V(B R)CER 80 v

Static forward current transfert ratio | v cE= nov h *

Valeur statique du rapport de transfert _

direct du courant |C =150 mA 21€ 40 120

. . ] = 150 mA

Collector-emitter saturation volta c *

Tension de i - lg =15mA VeEsat 5 v

Base-emitter saturation voltage lc =150mA Voo

Tension de saturation base-émetteur lg =15mA BEsat 13 v

* Pulsed t,=300pus § < 2%

Impulsions P

2/4
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) T = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) amb {Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCE =5V
.C =1mA 35 100
f =1kHz
Forward current transfer ratio h
Rapport de transfert direct du courant 21e
VCE =10V
IC =5mA 45
f =1kHz
Veg =5V
e =1 mA 20 30 Q
f =1kHz
input impedance h
Impédance d’entrée 11b
Veg =10V
lc =5mA 10 Q
f =1 kHz
VCB =5V
o =1mA 25 10
f =1 kHz
Reverse voltage transfer ratio h
Rapport de transfert inverse de le tension 12b
VCB =10V
lc =5mA 3 104
f =1 kHz
VCB =5V
lc =1mA 0,1 0,5 us
f =1kHz
Output admittance h
Admittance de sortie 22b
Veg =10V
Ilc =5mA 1 us
f =1 kHz
VCE =10V
Transition frequency -
Fréquence de transition :C _ 23 z:z fT 50 MHz
\ =10V
Output capacitance cB
Capacité de sortie lg =0 C22b 20 pF
f =1 MHz
3/4
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2N 699

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

T
A b ma | i

- amb = 25°C
008 T2

~N

N
<

0 20 40 60 B0 VgV

c T
{mA) Tzo mA
!
15 mA
160 10 mA ——t
1g= 5 mA ’
120
80 [

\\.\'\

01 03 05 07 09 VgV

(mA) | sHHZS ’
JOZ8 &:«* |
5mA
160 /// / v 3 i
/// p. _-2ma
/
120 /,//,/// //
/// / // T omp = 25°C
Ny 77/4nme
/‘/ OJ,BmA
C;,BmIA
40 0,4 mA
0.2mA
i, =
0 B
0 2 4 6 8 Ve
l"21E T T
150°C
Py
120 100°C \
padfiEl\
'4
_,/’ 25°C
80 =
//
" V] T b: ~66°C -
/M /”/
L1
Nanil
103" 102 10" 0% "10" 107 T ma)
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NFIN ITLIVUVIN TIRANIIOTUR, TLAINAR el VYV
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR

- Small signal amplification
Amplification petits signaux
- Low current fast switching
Commutation rapide faible courant VCBO 25V
h21E (10 mA) 15 min.
fr 200 MHz min.

Maximum power dissipation Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages
P(O‘
w) 1

|
0,75 I N C@ E

| 8
0.50 }

| @ Bottom view

L Vue de dessous
0.25 I (1)
T, ,(°C) (1)

1 \ amb

0 Tease!°C! (2 Weight : 0,32g. Collector is connected to case
o 50 100 150 200 Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = +26 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)

Collector-base voltage

Tension collecteur-base VCBO 25 \%
Collector-emitter voltage \;
Tension collecteur-émetteur R BE <108 CER 20 v
Emitter-base voltage \%
Tension émetteur-base EBO 3 v
S Tamp=25°C (1) 03
Power dissipation Peot W
Dissipation de puissance _
Tcase =25°C (2) 1
Junction temperature max T, 175 °C
Température de jonction J
Storage temperature min T —65 °C
Température de stockage max stg +175 °C
THOMSON-CSF 76-03 1/5
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb = 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =18V 0003 05
IE =0
Collector-base cut-off current
Courant résiduel collecteur-bsse Voo =15V lcap HA
CB
'E =0 2 30
Tamb = 150°C
Collector-base breakdown voltage Ic =100pA v
Tension de claquage collecteur-base .E =0 (BRICBO 25 v
. Rpp <10Q
Coilector-emitter breakdown voltage BE \ *
Tension de claquage collecteurémetteur lc =10mA (BRICER 20 v
Emitter-base breakdown voltage lego =100 1A V(8R)EBO 3 v
Tension de claquage émetteur-base lc =0
Static forward current transfer ratio VCE =1V —
Valeur statique du rapport de transfert | — 10mA 21E 20 60
direct du courant C
Collector-emitter saturation voltage fc =10mA v
Tension de ? e |B =1mA CEsat 0,15 06 v
N . 1 =10 mA
Base-emitter saturation voltage c VBEsat
Tension de saturation bese-émetteur lg =1mA s 075 09 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Transition f Veg =15V
ransition frequency _
Fréquence de transition Ilc =10mA fr 200 450 MHz
f = 100 MHz
Output it VCB =10V c
utput capacitance _
Capacité de sortie t = 22b 35 6 pF
f =1MHz

*Pulsed

Impulsions P

t =300us "5 <2%

2/6
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SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
! ~ 10 mA
Carrier storage time (Fig. 1) IC ~ 10 mA 1 60 ns
Retard & la décroissance g B1 s
lgg ~ —10mA

SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

Figure 1
A
0,1 uF V2
Al
Generator 500 2|
Générateur
High impedance oscilloscol
Z =508 ng' péhwm' donce.
56 Q2
t <1ns

(3

Signal from generator

0
Signal du générateur |

Vi

-0V

Signal at point “A” +6 V———L—: 10%
Signal au point “A”

0 \

-4V
[
Lo ts--q [

Output signal v2
Signal de sortie — A 10% \
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

e ' c
(mA) o3 ok / (mA) %&«\P‘
2mA P
KW - T
] 4/ / .
15 = 1,6 mA
02 oA / / /_.. ) —
| _— / 60 / 1,2mA
018mA /
10 =" / /
0,8 mA
0,1 mA 40 /
5 / 0,4 mA
1g =005 mA 20 —+
/ 1g=02mA
0 Tamb =25°C Tamb =25°C
5 10 15 VCE(V) 0 1 2 3 4 VCE(Vl
h1E— ,, Veess
150°C— )
‘/— \
N 0,4
i
80 I
03 4/
60 25°C // ]
- T ™~ B /'
/‘/ | N\ 0,2 I 50%., /j
40 [ ™~ /
A N 100°C
amb =—55°C 01 N
20 ‘ T ,=-65°C
L1 ~ amb’
1 ! e
Veg=1V o= 10
3 T 268 ;
1 0 1 2 4 68 2 4 68 2 4 68
10 10 10 IgimA) 107! 10 10 1c(ma)
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2N 706

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

VBEsa

V) “ | =gl
— -56°C
T "“\l; d
)
08 = f
25°C 1]
. b1 '\0{3;('/’ -
—— ]
06 e
-ﬁr
04
0,2
I
=10
B
1 2 4 68 9 2 4 68 2 468
10 10 10! Ig(mA)
€2
{pF)
6
4
2
g =
0 Tamb =26°C
0 5 10 15 vegv)
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL LN fUU A
TRANSISTORS NPN SILICIUM, EPITAXIAUX 2 N 753

- Small signal amplification
Amplification petits signaux

V 15V

- Low current fast switching CEO
Commutation rapide faible courant

20 - 60 2N 706 A
hy1e({10 mA) {
21E 40-120 2N 753
fr 200 MHz  min
Maximum power dissipation Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages
Prot
(W) |
0,8 T
C( ‘, E

|
0,6 t \ B

| (2)
04 + N\

b Bottom view

0.2 1\\“) \ Vue de dessous
. 1 ~NO Y

I ™ Tomp°C) (1) _ .
[} L T (o) (2) Weight : 0,329 Collector is connected to case

o 50 100 150 200 case Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)

2N 706 A 2N 753

Collector-base voltage V,
Tension collecteur-base CBO 25 25 Vv

Collector-emitter voltage _ \
Tension collecteur<metteur R BE — 080 CER 20 20 v
Collector-emitter voltage \/
Tension collecteur-émetteur CEO 15 15 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 5 5 v
Collector current |
Courant collecteur c 50 mA
= 960

Power dissipation Tamp =25°C (1) Prot 03 0,3 W
Dissipation de pui: =

issipation puissance Tcase = 250(: (2) 1 1
Junction temperature max T, 175 175 °C
Température de jonction 1
Storage temperature min T —65 —65 °C
Température de stockage max g +175 +175 °C

76-01 1/8
THOMSON-CSF
OMSION SEMCONDUCTEURS 81



2N 706 A, 2N 753

STATIC CHARACTERISTICS T -25¢C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vep =15V 0,003 05 s
g =0 ! -
Collector-base cut-off current Vep =25V lcBo 10 uA
Courant résiduel collecteur-base lg =0
Vv =15WT,
cB amb
g =0 |150°C % HA
Collector-emitter cut-off current Veg =20V 1
Courant résiduel collecteur-émetteur R BE = 100 k2 CER 10 HA
Emitter-base cut-off current Veg =5V !
Courant résiduel émetteur-base 'C =0 EBO 10 uA
Collector-emitter breakdown voltage Rgg =108 V{BRICE R 20 v
Tension de claquage collecteurémetteur IC =10 mA
Collector-emitter breakdown voltage lc =10mA % ¥
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0 (BRICEO 15 v
Static forward current transfer ratio Veg=1V h 2N 706 A| 20 60
Valeur statique du rapport de transfert _ 21E
direct du courant lc =10mA 2N 753 40 120
Collector-emitter saturation voltage lg =1mA \
Tension de i é lc =10mA CEsat 0,15 0,6 v
Base-emitter saturation voltage lg =1mA v
Tension de saturation base-émetteur Ic =10mA BEsat 07 09 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vag =10V
ios CE 2N 706 A| 200 420
Transition frequency - f.
Fréquence de transition IC 10 mA T MHz
f =100 MHz 2N 753 200 450
VCB =5V
Output capacitance | =0 C22p 35 §
ité de sortie E 5 pF
Capaci fe sortit ¢ =1 MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
. | ~ 10 mA
Turn-on time N C
Temps total d’établissement (fig. 1) IB‘I ~3 mA att 125 40 ns
'C ~ 10 mA
Turn-off time . ~
Temps total de coupure {fig. 1) IB1 3mA ts * tf 30 75 ns
I82 ~—1mA
. ) lc ~10mA 2N 706 A 10 25
Sarrn:;slt'o;:cge time (fig. 2) ig] =~10mA t ns
etar roissance '32 ~—10mA 2N 753 15 35

* pulsed 1o =300ps &< 2%

Impulsions




2N 706 A, 2N 753

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

High impedance oscilloscope

Figure 1 Oscilloscope & haute impédance
Va
Generator
Générateur
Z =508
tr < 1ns
N
le—— ty + t, — l— 1t + t—a]
Vgp = +17V
0 e BB
" 10 % Vy = -20v
Vgg = —4V v, Vy ;
\ =+21V 10%
1 P L
—90 %
\% A
Turn-on time 0% "2 A 2 Turn-off time
Temps total d’établissement N— Temps total de coupure
Fi High impedance oscilloscope
igure 2 w Oscilloscope 3 haute impédance
Generator Vv
Générateur 1
Z =508
t, < 1ns 56 Q
Signal at point ‘A” | g V;Lﬂ
Signal au point A" 10 %
0 Vi
0 X
Signal from generator v, -4V A
Signal du générateur ' 1 t s
—10v »
. Vy
Output signal
Signal de sortie - 10 %
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2N 706 A, 2N 753

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

2N 706 A

amp = 25°C
0 5 10 15 Veetv)
| c .
(mA)l 2N 706 A 35 mA ]
T omb = 25°C \/'::A"
80 i Al
/ 2,5 mA
i
2mA
60 / ]
// 1,5 mA
40 // 1mA
0,5mA
20 |
=0,2mA
0 1 2 3 4 Veelv)

c
(mA) 2N 763
1 d
1 e
_Em/A‘-/
0,06 mA
1, =002 mA /
0 5 10 15 VCE(V)
'c
ma) [ 2N 753 emAl
Tamb=25C |t
1amA L
80
1,2mA
/ 1mA
/
60 L~ 0,8 mA
/ 0.6 mA
40
0,4 mA
20 1g=02mA

4 VCEW)




<N /JUO A, £N 703

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

hos 21
2N 706 A [ 1] 2N 753
150°C
1509C 150 T 150
80 80 ]
\\
\\
60 NT1%° 100 100
250C
40 40 25°C
T e
,// ™~ /Jr”’ \\\
7 504~ bt 50
— oeo
/ Tamb= —55°C A 20 Tamb“ ~55°C
20 L N~
1T ™
L~
12 46802 46812 68 _12 46302 46812 4 68
10° 10 10 IgimA) 10 10 10 tc(mA)
VBEsat Veesa
v) 2N 706 A V) 2N 706 A
2N 753 2N 753
2
1 1 0.4 0,4
g 557 -~ % l
2
08 -"’/rr d 08 03 / / 03
: 2 v dh - e
Pt
B
/"‘ /
06 \@? 08 0.2 bz gy rniie
1 T
L 25°C ,//
11 C
—T 04 1 A L 0,1
04 . 0 Tamb = —55°C '
0,2 0,2 0
Y 2 4 68 0 2 4 68 1 2 4 68 z 4 68 2 4 68 2 468
10 10 10 IotmA) 107 10° 10 IimA)
5/6
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2N 706 A, 2N 753

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

€220
oF) 2N 706 A
2N 753
le=0
6
4
2
0 5 10 15 Ve
Loty LA
sl A 2N 706 A nsly 2N 706 A
W 2N 753 2N 753
6 >R v =-—2v 6 2
WRANY BEblocage N 81~ 's2
P NENERENAAN | . N
N T 207 N
N N N fw‘k LA \ \\ 20,
2\ PN (N 21—\ ~8
N e R R N N N o, T
Np B | _iA \ ‘\e _F e
1 \\ SR h N 10’ ™S ’C§5/ [
'108 ANIANANA s 8T,
- N pa et S
[} 1.=51 \: ] —f—
Cc 8 AN N\ < 20 ;'
. NP . 's_| 42
\\ N (_?O‘FB--’"
)\\ :'—'33‘3
2 ‘o
bl gy
t = =
o — -ty T""I” l'zsjc ol T Tam‘b I25"‘c
q 2 4 6 8 1 2 4 68 0 2 4 6 8 1 2 4 6 8
10 10 lc(mA) 10 10 Ic(mA)




NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL
TRANSISTOR NPN SILICIUM, EPITAXIAL

LN U0

- Small signal amplification
Amplification petits signaux

- Low current fast switching
Commutation rapide faible courant

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

VecEo 1BV
haqg(10 mA) 30-120
fr 300 MHz min

Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages

Prot
w)
1,2 CO E

| B
08 } \\

| 2 Bottom view

] Vue de dessous
04 =

1\\ (1)

| - Ty 0 (1) . )

[} amb Weight : 0,32¢g Collector is connected to case
Y 50 100 150 200 T o, (°C) (2) Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 1 _.25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage V
Tension collecteur-base CBO 40 v
Collector-emitter voltage Vv
Tension collecteur-émetteur I:‘BE <108 CER 20 v
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 15 v
Emitter-base voltage \
Tension émetteur-base EBO 5 v
Power dissipation Tamp = 25°C (1) Prox 0,36 w
Dissipation de puissance _
Tease = 25°C (2) 12

Junction temperature
Température de jonction max T] 200 °C
Storage temperature max T —65 oc
Température de stockage min stg 1200 o

THOMSON-CSF
SEMCONDUCTELRS
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2N 708

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
:’CB fgo v 25 3 nA
Collector-base cut-off current E lcso
Courant résiduel collecteur-base \Y cB = 2V
lg =0 2 15 MA
Tamp = 150°C
Veg =20V
Collector-emitter cut-off current Vgg =-025V Icex 10 uA
Courant résiduel collecteur-émetteur
Tamb = 125°C
5 Vegg =4V
Emitter-base cut-off current EB |
Courant résiduel émetteur-base [ c = 0 EBO 0.1 HA
1 =0
Collector-base breakdown voltage E Vv
Tension de claquage collecteur-base 'C =1uA {BR)CBO 40 v
Rgg <10Q
BE Vv
Ic =30mA (BRICER* 20 v
Collector-emitter breakdown voltage
Tension de claquage collecteurémetteur 1 —
le =30mA Vigriceo* 15 v
Emitter-base breakdown voltage lc = V(BR)EBO 5 Y,
Tension de claquage émetteur-base 'E =10 uA
Vap =1V
CE
lc =05mA 15 50
Static forward current transfer ratio Vee =1 v [— 30 120
Valeur statique du rapport de transfert Il =10mA 21E
direct du courant
Vee =1V
Il =10mA 15
Tamb = —55°C
lc Z10mA 0,15 0,4 v
IB =1mA ., E
Collector-emitter saturation volta _ Y
Tension de i 7 - Ic =7mA CEsat
lg =0,7mA 0,4 \
—55°C<T, ,p<125°C
lc =10mA , v
g =1mA 0,72 08
Base-emitter saturation volitage Ilc =7mA VBEsat
Tension de saturation base-émetteur _
lg =07mA 0.9 v
Tamb = —55°C

* puised
Impulsions

tp=300us 5§ <2%




eiI% fVeY

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Transition f Vgg =10V

ransition frequency =

Fréquence de transition IC =10mA fr 300 480 MHz
f =100 Mhz
Vap =10V

Output capacitance c8 -

Capacité de sortie IE =0 CZZb 35 6 pF
f =1MHz
Vap =10V

Real part of input impedance CE _

Partie réelle de I'impédance d'entrée Ilc =10mA Re (hq1¢) 50 Q
f = 300 MHz

SWITCHING CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

Turn-on time . ! ~ 10 mA

Temps total d'établissernent  (119- 1) |§ ] ~3mA TR 12,5 ns
'C =~ 10 mA

Turn-off time . ~

Temps total de coupure (fig.1) lgy ~3mA t+ b 30 ns
| ~—1mA
B2

c IC ~ 10 mA

arrier storage time . ~

Retard & la décroissance (fig. 2) It 10 mA 1 13 25 ns

IBZ ~ —10 mA
3/8
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2N 708

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

High impedance oscilloscope

Figure 1 Oscilloscope & haute fréquence
Va
Generator
Générateur 001 uF 270 Q
Z2 =500
t, < 1ns l._q_.l I._o
0,1 uF J.;.
A
-
f——ty t t — ja—t, + t—af
— vV = +17V
] ST —10% ve® Z ov
Vgg = -4V v, v, -\_ 1
vy =21y oy A-10% |
[ 90 %
: V. vV, "
Turn-on time tg+t, 90 %| 2 Turn-off time
Temps total d’établissement N Temps total de coupure
ts + 4
High impedance oscilloscope
Figure 2 n Oscilloscope & haute impédance
A 890 Q
Generator v,
Générateur,
Z =508
t, <1ns 68 Q
Signal at point “A” 4g v, 1
Signal au point “a* 10%
v N\
0 ] v AN
Input signal Vq - A
Signal d’entrée ' p—a
10V >t e A
Output signal V2
ignal
Signal de sortie g 10% A




2N 708

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

] |
c c
mA) [T =250¢ (mA) [T =250¢ A
0'25 oA ____{_-——
"] // 80 /// 1,6 mA
15 !
o2mA // ‘
//y/ / ) / N
15 my
10 : a /
’ 0,8 mA
0.4 my 40
=
" / 0,4 mA
5
1, =005 "‘_A// 20 / Tg=0,2mA
0 5 10 15 VetV 0 1 2 3 4 Ve
h -
21E[ly _ =1V
CE
1 150°C \
100 \
" \
250C
60 ~
L1
//
40 T
T amb = —55°C
ki
20 —
L1
0
107’ 100 10' IoimA)
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2N 708

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

VB)E VcEsa
v Veg =1V V) lQ=1o
's
1 vk 0,4 foa
L -85°C_L~ J
T o0
L1 L9 /V/ /
0,8 - 08 0,3 03
|1 /
//’FF‘/ ‘ C d /
0,6 0,2 0,2
0,6 ‘\:-‘#’ - 150°C| L]
1 250(‘ ,/
|t ) = 1
0,4 —= 0,4 0,1 T ymp=—55°C 0,1
0,2 L 0,2 0 L 0
2 4 68 2 4 68 2 468 _12‘ 46802 46812 4 68
107! 10° 10' IgimAl 10 10 10 1oimA)
VBE)sa
W) [
£=10
B
1
1 1
_ ’5500 /
Tomd »
,——/f/
0,8 25°C1" 0,8
’FT pd
//” l [ /
06 S 06
LA
AT
0,4 0,4
0,2 0,2
1 4 68 0 2 4 68 1 2 468
10 10 1 Ic(mA)
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2N 708

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

pF —

1g =0
6
4 - T

\woc
——
2
0
0 5 10 15 Veol(V)

c8
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2N 708

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

r
(ns) Tamb =259C (ns)s

Vge =-2V
= 8E .

NN .
\b\\ ™~ 201 A/
7 N

Tamb = 25°C
6 Vgg =-2V

/

Z
a4
$

O\é‘

oN /
S8
7
8
Z
4
)

Vi

\\\\ 4
N
N
2 2
10° 10°
2 4 6 8 2 6 B 2 4 6 8 2 4 6 8
10° 10’ IglmA) 10° 10’ IgmA)
‘s . 4%
(ns) Tamb = 25°C (ns)y Tamb = 255C
. ta1=—lga] s S 1g1="lgy
. RN l
N
‘\\
N
2 PN — 2015_
P% \\\\\
L] N [~ 101,
101 ] 101 .,
8 Z 8 | s,
6 1 20 lB /] 6 8
] /
4 }10 8] a
IC=5IB
2 2
10° 10°
2 4 6 8 2 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8
10° 10’ I1o(mA) 10° 10! Io(mA)

8/8
94



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 2 N 735, 2N 735 A

TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 2 N 736 2 N 736 B
’

- LF small signal amplification
Amplification BF petits signaux
- Switching
Commutation VCEO 60 V
h {40 - 100 2N 735, A
21E R
(5 mA) 80 - 200 2N 736, B
Maximum power dissipation Case TO-18 — Seeoutlinedrawing CB-6 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages
P
tot
(W}
#N
I \ c(Je
0,3 T N ;]
[ \ _
0.2 | Bottom view
\ Vue de dessous
on || AN
|
o 1 T ) Weight :  0,32g Collector is connected to case
o 50 100 150 200 amb Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+250C (Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
2N 735 2N 735 A 2N 736 2N 736 B

Fenion colbereursors” Veso 80 80 80 80 v
Sl e w | @ w @ w ’
Emite b votae Veso | s ° : 7 v
Solctorsurene I
Pover Smiater Pt | s 05 o5 o w
e U T R R o I
Storage temperature min T —65 —65 —65 —65 °c
Température de stockage max stg +200 +200 +200 +200 °C

76-03 1/7
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2N 735,2N 735 A, 2N 736, 2N 736 B

STATIC CHARACTERISTICS T . _250C

{Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
:/CB = go \ 2N 735 : A
E ~ 2N 736
Collector-base cut-off current Veg =50V IeBO 2N 735 A
Courant résiduel collecteur-base | =0 5 nA
E 2N 7368
:’CB = :0 v 2N 735 A
E 7 5 MA
Tamb= 150°C 2N 7368
2N 735
10 MA
Emitter-base cut-off current Vgg =5V | 2N 736
Courant résiduel émetteur-base ] c =0 EBO 2N 735 A
5 nA
2N 7368
Collector-base breakdown voltage lg =0 \
Tension de claquage collecteur-base | c = 10 uA (BRICBO 80 v
Collector-emitter breakdown voltage 'B = Vv *
Tension de claquage collecteur-émetteur Ilc =10mA (BRICEO 60 v
2N 735
| 5
Emitter-base breakdown voltage = 2N 736
Tension de claquage émetteur-base IE =10 pA V(BR)EBO IN7IBA| 6 v
2N736B| 7
2N 735
735 A %0 100
Static forward current transfer ratio Vee = 5v h N
Valeur statique du rapport de transfert IC =5mA 21E N
direct du courant 2N 736 60 200
2N 736 B
2N 735
1
= 2N 736
Collector-emitter saturation voltage lc =10mA VeEsat v
Tension de 7 e -émetteur lB =2mA IN 735 A
0.5
2N 736 B
2N 735
A 2N 736 0,35 18
Base-emitter saturation voltage lc =10m VBEsat v
Tension de saturation bass-émetteur lB =2mA 2N735 A
0,7 0,95
2N 736 8B
* pylsed 1, =300us 6 <2%
Impulsions
2/7
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2N 735,2N 735 A, 2N 736,2N 736 B

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) (Uniess otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vee =5V 2N735A] 40 100
'E =—-5mA
f =1 kHz 2N 736B| 80 200
Vee =58V 2N 735 A| 30 100
. lg =-1mA h
Forward current transfer ratio f =1 kHz 21e 2N 736 B| 60 150
Rapport de transfert direct du
VCE=5V 2N735A| 20
IE = -5 mA
f =1 kHz
Tymb= —55°C 2N7368| 40
nout imbeda Veg =5V 2N 735 A 15
nput impedance _ h
Impédance d'entrée lg =-5mA e kS
f =1khz 2N 736 B 18
VCE =5V 2N 735 A| 60
Transition frequency - f
Fréquence de transition 'e 5mA T MHz
f = 30 MHz 2N 736 B} 100
2N 735
10
Output capacitance Ve =5V 2N 736
utput capacitanc =
Capacité de sortie :E —1MH Cazp pF
=Nz 2N735A
6
2N 7368B
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2N 735, 2N 735 A, 2N 736, 2N 736 B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

(mA) =
Tamp — 25°C |2N 735, A [ 18 uA (mA) T:m 732'2%‘% e“‘P o<b
R, amb o O
| At
16 A V
20 > N
0.6 / 02"
14 uA / /(
— 15 A 7
12 pA /
0,4 10 uA / 0.2mA
M 10 /
8pA
0,2
= 5 1, =0,1mA
= m
4 uA 8
Ig =2uA
] 10 20 30 40 VegV) 0 0,5 1 1,5 VegiV!
i
mANT = 26°C T~
amb ¥
2N 736,B / >
/// 3'&
' A
// o ”A
04
. /
L1 5 pA
/ /
/‘/ 4 pA
0,2
. 3uA
" e
p— 2uA
1g=1sA
0 10 20 30 40 Ve 0 0,5 1 1,5 VeeV)
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2N 735, 2N 735 A, 2N 736, 2N 736 B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

21E
| 2N 735, A
Veg =5V
1
1 L
o ol
T
) 25°C|
5 // o
- e 8P
o f/Tl‘“b’
=
L1
1 2 468 0 2 4 68 T 2 4 6
10 10 10 IgtmA)

VBe
(v) 2N 735, A
Vee =5V
=-955°C L
08 mEL N
1 .1500 -
-
__//1
0.6
)
04 ]
——T"T]
0.2
0
2 4 68 2 4 68 2 4 68
10" 10° 10! IoimA)

21E
' 2N 736,
150°C Vee =5V
150 =N
N\
//‘/ 25°C
o
100 A /
// / J;L’C" —
4 v 27
< o
1/
50
yal
0
2 4 68 2 4 68 2 4 68
107! 100 10! cimAl
Vee
V) 2N 736, B
Vg =5V |
< =-5C o
0,8 2000
|
I
°C_1
0,6 2
! LT
L
0,4 \fﬂoc
T
-
0,2
0
12 46802 46812 4 68
10 10 10 IclmA)
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2N 735,2N 735 A, 2N 736, 2N 736 B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

haig Pll:
N735,A | \60°C L 2N 736,8_] 150°C
Vag =6V | LVeg =5V ]
£ °F =1 kHz A L =1kHz e
1 >
v 1
]
// 151 7
S 26°C 1~ ]/ 28°C
// L~ A L -
L~ P
T g = 55°C T 5
// 1
2
2 4 0
2 4 5 8 2 4 6 8 2 4 6 8
107 10° IgimA) 107 100 IimA
"Mi1eroN I8 AT h”‘, 7N 736, B v =5V
k o T (kQ ! =
k[ =gy fCE=|kHz
£ =1kMHz
\
10’ \\ 10
N N\
\ D \‘ y
o N RN 0
10 R 10
M
> [a)
% S
%\ ) \J
N
107 N 10"
1d’ 10° 1mA) 10" 10° 1gmA)
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2N 735, 2N 735 A, 2N 736, 2N 736 B

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

N12e, "12e
(X 10 F— 2N 735, A (X 10°%) — 2N 738, B
Voag = 6V Vop = 5V
£
fc = 1 kHz cE = 1kHz
N \\
1 \ \
10! i \\ 10 ~ h
N \\
N ™ \\ BN ™ 7.
Ton. 0o
> S \ %cck B
100 Soc 100 -
r T
Sy S g
Soc
107! 107
10" 10° 1e(mAl 10! 100 IimA)
ELENTY) e
N2 ha2e
° 2N 735, A o 2N 736, 8
Vo =5V -
Ve =5V
6 — £ 8 _ 1 khz s £ O =1 knz
a r 4
\\""’b SO
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NOTES



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL 2N 743
TRANSISTORS NPN SILICIUM, EPITAXIAUX 2N 744

- HF small signal amplification
Amplification HF petits signaux

- Low current high speed switching
Commutation trés rapide faible courant VcEo 12V

20- 60 2N 743

ho1e(10 mA {
21e10mA) Y00 120 an7as

fr 280 MHz  min
Maximum power dissipation Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages
Prot
W) R
8

o, T \
0.6 | /

M\ ¢ Je

1\
0,4 t B

. Bottom view

0,2 -!\ﬂ’ \ Vue de dessous

T \

! & T !°C) (1) ,
o T C) @ Weight : 0,32g Collector is connected to case

o 50 100 150 200 case Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) ¢ = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base €8O 20 v
Coltector-emitter voltage \
Tension collecteur-émetteur CEO 12 v
Emitter-base voltage \
Tension émetteur-base EBO 5 v
Collector current i
Courant collecteur c 200 mA
Power dissipation Tamb =26°C (1) Prot 03 W
Dissipation de pui: = 2§°
issipation de puissance Tcase 25°C (2) 1

Junction temperature max Tj 175 °Q

Température de jonction

Storage temperature "
Température ce stockage max stg +200 . oC

75-43 1/9
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2N 743, 2N 744

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current Veg= 20V |
Courant résiduel collecteur-base lg =0 c8o ! HA
Vge = 10V
Vge =035V | lcex 30 A
Tamb™= 100°C
. Vap =20V
Collector-emitter cut-off current CE
Courant résiduel collecteur-ématteur Vgg =0 0005 1 HA
|
Veg =20V CES
Vgg =0 100 uA
Tamp = 170°C
Emitter-base cut-off current Veg =5V |
Courant résiduel émetteur-bass lc =0 EBO 10 A
Collector-base breakdown voitage lg =0 v
Tension de claquage collecteur-base | c = 10 mA {BRICBO 12 v
Cotlector-emitter breakdown voltage g = V(BRJCEO* 12 v
Tension de claquage collecteur-émetteur IC =10 mA
Vg =025V horE 2N743 | 10
lc =1mA 2N744 | 20
Vg =035V - 2N743 | 20 60
Ic =10mA 2N 744 | 40 120
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert Vae =1V 2N743 | 10 25
direct du courant | CE — 100 mA
c =100m 2N744 | 20 40
h
Vge =035V 21€ 2N 743 | 10
‘C =10 mA
T, =—55C
amb 2N 744 | 20
Ic =10 mA 0.15 v
IB =1mA '
Collector-emitter saturation voltage V, *
Tension de it CEsat
IC =100 mA 2N 743 0,30
lg =10mA v
B m 2N 744 0,28

* pylsed 1 =300us &6 <2%

Impulsions

2/9
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2N 743, 2N 744

STATIC CHARACTERISTICS T mb =25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES a (Sauf indications contraires)
Test conditions "
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Ic =10mA
g =1mA VeEsat 0,22 0,35 v
Tamb =170°C
Collector-emitter saturation voltage
Tension de it Ik
lc =100 mA 2N 743 0,35 1
lg =10mA VeEsat™® v
Tamp = 170°C 2N 744 033 1
| =10mA
C V
lg =1mA BEsat 0,65 0,85 v
i = 100 mA
C
g =10mA vos v
Base-emitter un_;ration voltage Ic =10 mA
Tensien de saturation bese-émettevr 'B = 1mA vBEsut* 11 v
Tamb = —55°C
IC = 100 mA
lg =10 mA 16 v
Tamp = —55°C
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES {pour petits signaux)
Transition frequency VCE =lov 2N743 | 280 600
Fréquence de transition lc =10mA fr MHz
f  =100MH:z 2N 744 | 280 700
Veg =5V
Output capacitance c8
&p.cirl:pwrtil g = Ca2b 25 6 oF
f =1MHz

#* pyised tp =300us & <2%
Impulsions

3/8
105



2N 743, 2N 744

SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

Test circuits Test conditions Switching times
Circuits de mesure Conditions de mesure Temps de commutation
- a, ¥ =
Ri=Ry|R3 | Ry R | Vg | V4 | Ic”| g1 | g2 [VBE(otf Vec| P typ. |max.
(kQ) 1 (Q) |(k}KS) (V) | (V) {(mA)(mA)|(mA)] (V) | (V) |(kQ)
-181102 -09 g+t 26
6,8 50 | 1 0 3 1 |-05 34 1 ns
8,7 |-10,2 L+ 30
oK S || e el
33 50 |10,22| O 10 3 |-15 3 |0,25 n7a3 Ti5 12 ns
12 |15 et 4
2N 744 | 17 | 24
-35| 15,3 18 g+t 7
068 |50 p,01g 1 50 | 15 |-7,5 4 (0,068 T ns
1,7|-153 toe 15
2N 744 | 18
—a5| 20 -24 Y+t 6 12
0,33 56 | 0 1 100 | 40 |-20 6 |0,05 an743 |18 | 20 ns
15,3 | —20 tg+
2N 744 | 23 | 45
* Approximate values
Valeurs approchées
SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION
Figure 1
la——t, + t —pd
d T Ry 0,1 uF Rg Vy
"/ "
0 N —A—10% 50 Q
Generator
Générateur
\Z 0,0023 uF
0%y Z=58 il
o t, < 1ns X
0— s Y t. > 300ns Ozchllosoope
10 % ope
v b <2% zZ=509
[ 1 t, < 1ins
+
— _VCC
0% T
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2N 743, 2N 744

SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
) ) 'C ~ 10 mA 2N 743 7 14
Samer storage time {(fig. 2) |B1 ~ 10 mA t ns
otard & la décroissance
|B2 ~ 10 mA 2N 744 9 18

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

Figure 2
Storage time 1t
Retard a la décroissance Q“A” 0.1 uF 1 vQ
0,1 uF Vv,
Generator V1
Générateur
z =s0Q 500 2 910 Oscilloscope
gy = 10 mA Oscilloscope
t, <1ns
tp =300 ns Z =590
t. < 1ns
? <2% 56 Q .
_I 1MV T v
0 \
Signal from generator v
Signal du générateur 1
-0V
+6V 0%
Signal at point ¢A» lV
Signal au point ¢A» 0 A
_av AN
>t 3
Output sortie V2
Signal de sortie — 10 % \

5/9
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2N 743,2N 744

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

(mA) L 2N 743 {mA} [2n 743
&P
02 200 gmA
1o
/ 6 mA
150 5 mA—]
"1
100 / 3 mA
p——
l/j 2mA
"]
=1mA
]
0
0 5 10 15 vV 0 1 2 3 4 v
hote__ Vae .
NT43 | Vi aN7a3 |
Ve =5V | Veg =5V
L a
80 K 1 7
\ L _ge°C o /
» T e
60 0,8 e //
O
/’16 ’/
oC 4~ v ]
% e 08 c/
\ AR
/V
20 et 04 =
AT | ]
//‘
0 —z 5 2 6 2 5 2 s 0.2
2 - 2 5 2 s 2 s
102 10! 10° 10" igtma) 10 107! 10° 107 igma)
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2N 743, 2N 744

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

VcEsa N
v 2N 743 fm [ 2n744
Ic=101g] 02t Tamb =25°C
0,5 15
(S
«
or®
0,4
10 o o
0,3 /‘/
2005 /
N 5 — \B’f'//
0,2 =25°C |
] Ty
002 ™A
0.1
2 4 68 2 4 68 2 4 68
107" 10° 10' ig(mA) ° 5 10 B Ve
I R
{mA) 21E
TzN 744 L o 2N 744 |
amb vV, CE =5V
c
\wo b‘\
200 o ]
1
ST T
/ b |
150 7 /}l/mp;_
// 100
/4 208 L] LT \
100 Ry d
/ 1 mA ﬁ/ N
"1 50 7
50 =1 I, =0,6 mA ,,5%"0
B et
T 5 ™
-
(4] 0 1 +
() 1 2 3 4 vev) ) 42 k
CE 102 10" 10° 10’ Ieima)
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2N 743, 2N 744

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

B
W aN 744 | y
| Ve =5V
! c
0
| mb,,s‘-»// /
ot
L4+
08 600
b
4
|t
0.6 =—1"
) <
&
fl
//
0,4
——/V
0.2 5 2 5 2
5 5
w2z 0! 100 10" 1gma)
VCEsa —
v) [2N'744
Ie=1015!]
0,5
0,4
0,3
/|
0,2 T
! 3mp = 2500
’\~ﬁ_ 250g /
0,1 ‘
2 4 68 2 4 68 1 2 4 68
10’ 10° 10 1g(mA)
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2N 743, 2N 744

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

t,t
d'r s f
— T -
(ng) 4[' 2N 743 ] ng b Tamb = 25°C ﬁ[ 2N 7434
6 N\ Vge =-15V 6 lg1 =—'go
~
4 s N1 201y Tamb =25°C 4 %
TN
~ J\ -t
NS \\ k\
2 > 2
\\ IN § T\
N\ \ \> 10 IB W
1 SN o 1 N2
10 10 AN
N ) |
8 \ N N 8 70/ 1 et
6 N \\ \‘v\ 6 ~& o ;
-
R NS 3\ v < ~ . /C‘Qs, h\ Pid
—_ ——
1c=51g \q \# & ,K
N N ’ /<\\
2
-t N F"”Z’Zﬁ\a
=Tt N v
100 100 [ %) I
2 4 6 8 2 6 8 2 4 6 8 2 4 68
10 10! Ic(mAl 10° 10' Ig(mA)
tyt, — 5t T
g 1 {on7as 3L Tamp =25°C —}2n'748
s Vgg =—1,5V] 6 g1 ==1go1
N T ymb=25°C %
AN 4 t, ]
NI .
NN
2 N Y 2
~ 201
4 N N 2
\J 4 N N I/
10! AN A 10 M i -
. N N3 N s 7o,
. N —h 1A oLt & pg
3 101, > N\ N [«
\\hi MO S 6/6 pad
a 1= R a
Ic =51y \‘L N -1 F r
N - \
2 e 2f— e
_._lr s\ VAT
——tty l \e i
100 100 L
2 4 6 8 2 8 2 4 68 2 4 6
10° 10! Io(mA) 100 10! IimA)
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NOTES



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL 2N 753
TRANSISTOR NPN SILICIUM, EPITAXIAL

SEE DATA SHEET 2N 706 page : 81
VOIR NOTICE 2N 706 page :

THOMSON-CSF
OMSON SEACTNOUCTELRS 13



NOTES



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL
TRANSISTOR NPN SILICIUM, EPITAXIAL

*2N 914

- Low current fast switching
Commutation rapide faible courant

Maximum power dissipation

K Preferred device
Dispositif recommandé

Vceo 15V
h21 E(10 mA) 30-120
fr 300 MHz min.

Case TO-18 .- See outline drawing CB-16 on last pages

Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-16 derniéres pages
Prot
(W)
N
09 : AN c O E
1 \ (2) B
0,6 1
i
03 (1) \
™ T e (1) .
o amb ° C Weight : 0,32 g. Collector is connected to case
0 50 100 150 Tcase C (@ Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 40 v
Collector-emitter voltage <
Tension collecteur-émetteur Rgg <10 2 VCER 20 \
Collector-emitter voitage Veeo 15 v
Tension collecteur-émetteur
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VeBo 5 v
Power dissipation Tamb= 25°C (1) Piot 0,36 w
Dissipation de puissance Tcase= 25°C (2) 1.2 w
Junction temperature max T 200 °C
Température de jonction J
Storage temperature min T —65 °C
Température de stockage max stg +200 o
75-48 1/3
THOMSON-CSF
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*2N914

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Veg =20V
| cs = 25 nA
E
Collector-base cut-off current ‘ |
Courant résiduel collecteur-bass VCB =20V CBO
e = 15 HA
Tamb = 150°C
VCE =20V
Collector-emitter cut-off current =_025V
Courant résiduel collecteur-émetteur VB E 0. ! CEX 10 MA
Tamb = 125°C
Vpe =0
BE \
o =1uA (BR)CEX 40 v
Collector-emitter breakdown voltage Ic =30mA v *
Tension de claquage collecteur-émetteur Rgp <10 Q (BRICER 20 v
| =0
B *
lg =30mA Visriced 15 v
Emitter-base breakdown voltage IC =0 \Y
Tension de claquage émetteur-base lg =10pA (BR)EBO 5 \
Veg =1V
) CE  omA 30 120
Static forward current transfer ratio lc =10m
Valeur statique du rapport de transfert h21 E*
direct du courant VCE =5V 10
| c = 500 mA
Collector-emitter saturation voltage le =200mA
Tension de i I -dmetteur lg =20mA VeEsat 04 0.7 \
Base-emitter saturation voltage Ilc =1mA v
Tension de saturation base-émetteur lg =10mA BEsat 07 08 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smalil signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vep =10V
Transition frequency CE _ f
Fréquence de transition lc = 20 mA T 300 MHz
f = 100 MHz
VCB =10V
Output capacitance \ - c
Capacité de sortie fE - 1 MHz 22b 6 pF
Input capacitance Veg =05V [
Capacité d'entrée lc = 11b 9 oF
f = 1MHz
* pulsed t =200us 6 <1%
Impulsions
2/3
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*In 914

SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Turn-on time . it
Temps total d’établissement Fig. 1 lc = 200 mA Wy 40 ns
lgy =40mA
Turn-off time Fig. 1 lgg =—20mA to+ 1 40 ns
Temps total de coupure
e = 20 mA
Carrier storage time ig.2| | =20 mA t
Retard & la décroissance Fig |B1 — _20mA s 20 ns
B2

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

Figure 1

0

V1 0,1 ul 200 Q
Generator
Géndrateur
Z =50Q
t <1ns
56 Q 2

F
00 Q 23
~ +
4v 5V

0,1 uF 1 kQ V2

Q

Oscilloscope
Oscilloscope

Z =500

t, <1ns

o

~™

0,1 uF1xQ v2

0Q

\

I —) Oscilloscope
Oscilloscope

\Al 0,1 215Q
Generator
Génératour
Z =50Q
t, <1ns
200 Al
5

ufF
100 Q 2
+ +
I7V T

Z =500
t, <1ns

Figure 2

A\
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NOTES



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 2 N 917
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX *2 N 9" 8

K Preferred device
Dispositif recommandé

- VHF amplification small signal
Amplification VHF petits signaux

- Mixerand oscillator applications
Applications en mélangeur et oscillateur VCEO 5V
Ic 50 mA
Ptot 02w

9dB min 2N 917

G, (200 MHz) { .
P 15dB min 2N 918

Maximum power dissipation Case TO-72 — Seeoutlinedrawing CB-4 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-4 derniéres pages
Prot
(mW)
M
300 —I\ C@E
| \ B
200 7
TN N (2 7 Bottom view
| \ Vue de dessous
100 } -
T ~
| PN T (6 (1
0 1 Tease °C) (2} Weight : 0,799  Connection M is connected to case
50 100 150 200 Masse La connexion M est reliée au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)

Collector-base voltage Y,

Tension collecteur-base €8O 30 v
Collector-emitter voltage Vv

Tension collecteur-émetteur CEO 5 v
Emitter-base voltage A
Tension émetteur-base €80 3 v
Collector current e 50 mA
Courant collecteur

T = 256°C (1

Power dissipation amb m P 200 mw
Dissipation de puissance Tcase = 25°C (2) tot 300

Junction temperature max T. 200 °C
Température de jonction J

Storage temperature min T —65 °C
Température de stockage max stg +200 oc

.CSF 75-43 1/6

OMISON SEMICONDUCTELRS 119

SESE@SEM



2N 917,2N 918

STATIC CHARACTERISTICS T =250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =15V 2N 917 1
| - nA
E
Collsctor-base cut-off current 2N 918 10
Courant résiduel collecteur-base Icso
VCB =15V 2N 917 0,1
g = uA
Tamp= 150°C 2N 918 1
I =
Collector-base breakdown voltage E \'
Tension de claquage collecteur-base 'C =1pA {(BR)CBO 30 v
Coliector-emitter breakdown voltage g = Y,
Tension de claquage collecteur-émetteur 'C =3 mA (BR'CE& 15 v
Emitter-base breskdown volitage lc =0 v
Tension de claquage émetreur-base 'E =10 uA (BRIEBO 3 v
Static forward current transfert ratio VCE =1V 2N 917 20 200
Valour scatique du repport de transfert i =3mA h2‘l E
direct du coursnt [ 2N 918 | 20
I =3mA
Cc
lg =015mA 2N 917 05
Colector-smitter saturation voltage VeEsat v
Tension de { 'C =10 mA
lg =1mA 2N 918 0.4
| =3mA
e —015mA 2N 017 087
Base-emitter saturation voltage B ! v
Tension de b “omA BEsat v
lc —1om 2N 918 1
IB =1mA
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vap =10V
L CE 2N 917 500
Transition frequency _
Fréquence de transition Ic =4mA fr MHz
f =100 MHz 2N918 | 600
VCB =10V 2N 917
'E =0 17
f =1MH
Qutput capacitance 2 C No18
Capacité de sortis 22b pF
Veg =0
lg =0 2N 918 3
f =1MHz
* pylsed t =300us & <2%
Impulsions
2/6
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2N 917,2N 918

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

(following)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (suite)

= 25° Uni therwise stated)
Tamb_zs ¢ (Unless otherwise state

{Sauf indications contraires)

Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Ven =06V 2N 917 16
Input capacitance EB — C11p oF
Capacité d'entrée lc =0
f =1MHz 2N 918 2
Veg =10V
Feedback time constant c8 h INO17
Constante de temps de réaction 'C = 4mA I 12b| 7% ps
f = 40 MHz w
Veg =6V
Noise figure Ic =1mA
Facteur de bruit Rg =400 F 6 a8
f = 60 MHz
VCE =10V
lc =5mA 2N917 | 9
f = 200 MHz
Power gain (neutralized) .
Gain en puissance (neutrodyné) (Fig.2) Veg =12V Gp dB
| =6 mA
fC =200 MHz 2N918 | 15
Rg=R_ =50Q
Coll Hici Vee =15V
ector efficiency _
Efficacité collecteur ;C - gO'BTMH Mc 2N918 | 25 %
= z
Vg =16V
Oscillator output power {Fig.)) | CE —8mA P 2N 917 10 w
Puij: de sortie en i C 0sc m
f = 500 MHz 2N 918 30
3/6
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2N 917,2N 918

500 MHg oscillator test circuit
Schéma de mesure de la puissance de sortie en oscillateur 8 500 MHz
Figure 1

(1) Coax plumbing consists of the following
G R air-lines :
(Note 3) 2 type 874 TEE
1 type 874 - D 20 adjustable stub
1 type 874 - LA adjustable line
1 type 874 WN3 short-circuit termination

(2) 2turns¢ N° 16 AWG wire, 3/8 inch OD,
75 pF 1 1/4 inch long

- (3) 9turns ¢ N°22 AWG wire, 3/16 inch OD,
(Note 1) Output 1/2 inch long
Sortie

{Note 2}
RFC & Choke '

Bobine d’arrét

1000 pF (1) Les lignes coaxiales sont des lignes GENERAL
RADIO :
2types 874 Té

1 type 874 - D 20 «Stub» ajustable
Choke 1 type 874 - LA ligne ajustable
Bobine d‘arrét 1 type 874 WN3 court-circuit

22 k2

(2} 2tours de fil ¢ 1,3 mm ; bobine ¢ 10 mm ;
I
VE £ VCC long. 32 mm
(3) 9 tours de fil $ 0,65 mm ; bobine $ 5 mm ;
long. 13 mm
Neutralized 200 MHz power gain test circuit
Schéma de mesure gain neutrodyné 200 MHz

Figure 2

*VCC

Choke

Bobine d'arrét RFC 0,01 uF L1 - 3,5turns N° 16 tinned copper wire ; 5/16 dia :

7/16 long.
,.___—.I I; Turns ratio ~ 4 to 2

» L2 - 8turns N° 16 tinned copper wire ; 1/8 dia :
L2 0,001 uF 7/8 long.
Turns ratio ~8to 1

L3 Adjustable coil (4 - 65 uH).

4
L3 o

L

1,5-7,5 pF OQutput
o/, 7 impédance
1000 pF Impédance
de sortie
Z2=508Q

{nput
impédance
Impédance
d’entrée
z=509 L1

L1 - 35toursde filde cuiviede ¢ 1,3mm P 8 mm
longueur 11 mm - rapport du nombre de tours
100 ; ded4a2

0,05 uF L2 - 8toursde fil de cuivrede ® 1,3mm ;¢ 3,2 mm;
000 © 05 ul longueur 23 mm - rapport du nimbre de tours
1000 ; 881

~Vee L3 - Inductance réglage (0,4 4 0,65 UuH).

4/6
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2N 917,2N 918

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

hatE VCEsat
T l | 2nots VETie=101g 2N 918
-+ Vap=1V |
oc | CF ~550C
o 100°C 05
0,4
60 & J
’ & \ 03
40 /&
0,2 —
/ 100°V
20 P o0 —1 _A/ 25°c
&
- 4/16// o1 T, =-55°
T < o« amb = —55°C
o L] o LI |
2 5 2 5 2 5 2 5
102 10! 10° 10" 1ima) 10! 10° 10 16(mA)
s — — fowe
N RSN 2N 918 e 2N 918
Veg =18V
1
1 /559(, — Pz 80 P
APy P ’ e r ~
6‘06 % / N
- 4 ¥ N
0,8 = 7 60 ¢ S
—/ ‘\Qi) 4 c ’/ / N L
L~ "
0,6 > 40 /
//
0.4 20
P /
osc
0,2 L - 0
2 4 68 2 4 68 2 4 6
107 00 o' b ima) 0 4 8 12 16 igma)
5/6
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2N 917,2N 918

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

P
(aB)
y / \
12
8
4
2N 918
VCE =12V
[¢] I
0 4 8 12 16 Ig(mA)
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 2N 929
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX *ZN 930

K Preferred device
Dispositif recommandé

- LF small signal amplification (low noise)
Amplification BF petits signaux (faible bruit)

100 - 300 2N 930

F 4 dB max 2N 929
3 dB max 2N 930

hpqg (10 4A) ¥ 40-120 2N 929

Maximum power dissipation Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages
P

tot
W)
06

i e
0.4 ! \ a
= J\ " (2
0.2 : \\ Bottom view
| \\ Tamb(°) ) Vue de dessous
<} ! \ Tease e @ Weight : 0,32 g. Collector is connected to case
(] 50 100 150 200 Masse Le collectsur est relié au boltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb =4+25 °C (Unlqss pthgrwise sta?ed)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (Sauf indications contraires)
Coliector-base voltage V,
Tension collecteur-base C8O 45 v
Collector-emitter voltage V,
Tension collecteur<metteur CEO 45 v
Emitter-base voltage VEBO 5 v
Tension émetteur-base
Collector current |
Courant collecteur [ 30 mA
T =25°C (1 0,3

Power dissipation amb n Piot w
Dissipation de puissance Tcase =25°C (2) 0,6
Junction temperature max T. 175 og
Température de jonction ]
Storage temperature min T —65 °C
Tompérature de stockage max stg “+200 °c
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2N 929, 2N 930

STATIC CHARACTERISTICS T ~250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current Veg =4V ]
Courant résiduel collecteur-base |E =0 cso 10 nA
VCE =45V
Vge =0 0,25 10 nA
Collector-emitter cut-off current Tamb = 25°C |
Courant résiduel collecteur-émetteur Vo — a5V CES
CE ~
Vv =0
BE 0,25 10 uA
Tease = 170°C
. Ve =56V
Collector-emitter cut-off current CE |
Courant résiduel collecteur-émetteur lg =0 CEO 01 2 nA
Emitter-base cut-off current VEB =5V |
Courant résiduel émetteur-base g =0 EBO 01 10 nA
) I, =0
Collector-emitter breakdown voltage B \ ¥*
Tension de claquage collecteur-émetteur Ic =10mA (BRICEO 45 v
VA =5V
CE
\ c = 10pA 40 120
h21E
Vap =5V
CE
IC = 500 uA 2N929 | 60 150
Vee =5V hore* 200 350
'C =10mA
Static forward current transfer ratio Vap =5V
Valeur statique du rapport de transfert ) CE = 104A 100 300
direct du courant c - h21 E
Vee=5V
g =500 uA 2N 930 | 150 300
Vop =5V *
CE h
o =10mA 21E 300 600
Veg =5V 2N929 | 10
Ilc =10uA h21E
Tomp = —55°C 2N930 | 20
Collector-emitter saturation voltage ¢ =10mA [V 2
Tension de je |B =0,5mA CEsat 0,25 1 v
p : | =10mA
Base-emitter saturation voitage C V, *
Tension de saturation base-émetteur IB =0,5mA BEsat 0,6 1 \"
* pulsed 1 =300us & < 2%
Impulsions
2/5
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2N 929, 2N 930

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg=5V 2N 929 | 60 350
Forward current transfer ratio | =1mA ho1e
Rapport de transfert direct du courant Cc
f =1kHz 2N 930 | 150 600
Veg =5V
Input impedance = _ h
Impédance d‘entrée IE 1 mA 11b 25 32 e
f =1kHz
Veg =5V
Reverse voltage transfer ratio | =1mA h12p 6 104
Rapport de transfert inverse de la tension E
f = 1kHz
o i Veg =5V
utput admittance - h.
Admittance de sortie le T mA 22b 1 uS
f =1kHz
Veg =5V
Transition frequency CE
Fréquence de transition Ic =05mA fr 30 180 MHz
f = 30 MHz
. Veg =5V
gutpgt capacitance | cB _ Coop 3 8 pF
pacité de sortie I3
Vee =5V 2N 929 35
lec =10 HA
r Zeom
= z
0 2
Af = 20Hz 2N 93 5
Noise figure
Facteur de bruit F dB
Veg =5V 2N 929 19 4
| c = 10 pA
Rg =10 kQ
10 Hz<f<15,7 kHz 2N 930 18 3
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2N 929, 2N 930

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

h.

21
8 2N 929
-
‘ N
L
\'lbac //
: |
‘4 ,15°° A41
102 [
8 100
6 4/;6 A
4 < s“fl
2
10°

2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
103 107 10t 100 10" igma)

ha1e —_—
8 2N 930
6
a \7-5°(‘4/
]
]
- '169(; |t b
2
1
v
10? ; P N
8 /g,‘.)do A
z
[ oy
4
2
10'
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
10 107 et e 10" igma)
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2N 929, 2N 930

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

21e
T 1 T
] [ 1 2N 929
6 oG
429
I~
a /ld/
bt 25°C
2 /"{r
+
e
z
—
102 "a“‘“/
8
6
4
2
Vee = BV
1 f = 1kHz
10 ! 1|

h21e
T T
8 2N 930 4
6
N \:;6°° LA
ey
2 /;‘C[/" N
//‘ //'—\
102 &C b4
Py
8l =
6% o3
4
2
\% =5V
CE
1 f = 1 kHz
10 I |
5 § .2 6 _2 5

22 5 12 2
102 10 100 10" 10?7 igtmal
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NOTES



PNP SILICON TRANSISTORS, PLANAR 2N ”3]
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR 2 N 1 1 32

- General use
Usage général

- Small signal LF amplification VeEO 35 V
Amplification BF petits signaux

20 - 45 2N 1131

h21e (150 '“A)33o .90 2N 1132

Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
Prot
w | !

1
15 N\

I
1 ]

'

| B
0,5 + T o

! \ (1) me( C)

' 2y T (°C)
o l case Weight : 0,9 g. Collector is connected to case

] 50 100 150 200 Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T, - .25 °C {Unfess otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
2N 1131
2N 1132

Cotlector-base voltage —
Tension collecteur-base Veso 50 \
Collector-emitter voltage v .
Tension collecteur-émetteur RBE <108 CER 50 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émettsur Vceo —-35 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEso -5 v
Collector current
Courant collecteur I'c —600 mA
Power dissipation Tamp=25°C (1) P 0,6 w
Dissipation de puissance Tcase= 25°C {2) tot 2 w
Junction temperature
Température de jonction max. Tj 175 °C
Storage temperature min. T — 65 °C
Température de stockage max. stg +200 oC
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2N1131, 2N 1132

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vop =—30V
cB
g =0 -t HA
Collector-base cut-off current leBo
Courant résiduel collecteur-base v —-30V
cB =
lg =0 -100 HA
Tamp= 150°C
B Ve =—2V
Emitter-base cut-off current EB | _
Courant résiduel émetteur-base IC = EBO 100 HA
Collector-base breakdown voltage Ic =-100uA
Tension de claquage collecteur-base lge =0 V(BR)CBO —50 v
Rge =10Q *
BE " —
Ilc =-100mA (BR)CER 50 v
Collector-emitter breakdown voltage
Tension de claquage collecteur-émetteur
lc = ~100 mA v * 35
g = (BR)CEO he Vv
Emitter-base breakdown voltage lg =-100pA v
Tension de claquage émettaur-base Ilc =0 (BR)EBO -5 Y
2N 1132 15
Veg =-10V
| = -5 mA
C
. . 2N 1132 25
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert ho1E
direct du courant IN 1131 20 a5
Veg =-10V
t = —-150 mA
Cc
2N 1131 30 90
. . | = —150 mA
Collector-emitter saturation voltage Cc
Tension de 7 1 lg =-15mA VCE”‘ -15 \
Base-emitter saturation voltage Ic =-150mA v
Tension de seturation base-émetteur |B = —15mA BEsat -13 \Y
* Pylsed t, =300us & <2%
Impulsions
2/3
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2N 1131, 2N 1132

DYNAMIC CHARACTERISTICS T b =25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES @M (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =-5V 2N 1131 15 50
lg =-1 mA
fo=1kHz 2N 1132 | 25 100
Forward current transfer ratio h2 1
Rapport de transfert direct du courant e
Veg =—10V 2N 1131 20
g = -5 mA
f =1kHz 2N 1132 30
Veg =-5V
lc =-1mA 25 35 Q
f =1 kHz
input impedance h
Impédance d’entrée 11b
VCB =-10V
IC = -5mA 10 Q
f = 1 kHz
VCB =-5V
e =-1mA 8 10
f =1 kHz
Reverse voltage transfer ratio h
Rapport de transfert inverse de la tension 12b
Veg=-10V
g =-5mA 8 104
f =1 kHz
Veg =8V
lC = —1 mA 1 us
f =1kHz
Output admittance h
Admittance de sortie 22b
Veg = —10V
IC = -5 mA 5 us
f 1 kHz
- 2N 1131 50 MHz
Transition frequency Vee oV ¢
Fréquence de transition 'c = —50 mA T
f  =10MHz 2N 1132 | 60 MHz
Output capacitance Veg =10V c
Capacité de sortie lg =0 22b 45 pF
f =1MHz
\nput capacitance Vegg =05V
Capacité d'entrée lg =0 C11p 80 pF
f =1 MHz
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 2N 1420
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

- LF amplification
Amplification LF
- Switching VCER 30V
Commutation
hy1g (150 mA) 100 - 300
fr 50 MHz min.
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
Prot
(W) !
s N
! 2)
! (
'
1}
~ (1 B
L N () Tympl°C)
E \m @) TgeloC)
o 1 Weight : 0,9 g. Collector is connected to case
[} 50 100 150 200 Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T . _.,25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 60 v
Collector-emitter voitage
Tension collecteur-émetteur RBE <10Q VCE R 30 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 5 v
Power dissipation Tamp=25°C (1) P 0,6 w
Dissipati is = tot
issipation de puissance Tcase_ 25°C (2} 2 w
Junction temperature .
Température de jonction max. Tl 175 °c
Storage temperature min. T — 65 °C
Température de stockage max. stg +200 o
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2N 1420

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb_= 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =30V
cB
g = HA
Collector-base cut-off current Ica
Courant résiduel collecteur-bese CBO
Veg = 30V
g = 100 MA
Tamb™ 150°C
Collector-base breakdown voltage | =0 v
Tension de claquage collecteur-base i =100pA (BR)CBO 60 \Y
Collector-emitter breakdown voltage RBE =10Q *
Tension de claquage collecteur-émetteur IC = 100 mA V(B RICER 30 \
Emitter-base breakdown voltage lc =0
Tension de claquage émetteur-base IE = 100 pA V(B R)EBO 5 v
Static forward current transfer ratio Vg =10V «
Valeur statique du rapport de transfert h.
direct du courant Ic =150 mA 21E 100 300
. . | =150 mA
Collector-emitter saturation voltage [ *
Tension de ? I g = 15 mA VCEsat 1,5 \2
B . | = 150 mA
Base-emitter saturation voltage C *
Tension de saturation base-émetteur lg =16mA VBEsat 1.3 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vee =10V
Transition frequency -
Fréquence de transition IC 50 mA fr 50 MHz
f = 20 MHz
o Ve = v
utput capacitance =
Capacité de sortie ‘e 0 C22b 35 pF
f =1MHz
* pylsed t. =300us & <2%
Impulsions
2/2
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR *ZN 16]3
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX ¥ 2 N 1 71 -l

3K Preferred device

Dispositif recommandé
- LF amplification
Amplification BF
- Switching
Commutation VCER 50 v
40 - 120 2N 1613
h 150 mA
21€ | ) {100-300 2N 171
f 60 MHz min. 2N 1613
T 70 MHz min. 2N 1711
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on fast pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
P
tot
(W}
3
N o
2 I \ 8
[ N2 8 .
| ottom view
Vue de de
’ L (” Y ue de dessous
l I Tamb(°C) (1) - .
o L Ta"‘ o Weight : 1,19. Collector is connected to case
o 50 100 150 case( C) (2) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
Collector-base voitage v
Tension collecteur-base cBo 75 v
Collector-emitter voltage Roc <100 VCER 50 Vv
Tension collecteur-émetteur BE
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 7 v
Tamb = 25°C (1) 0,8
Power dissipation Piot w
Dissipation de pui
issipation de puissance Tcase =25°C (2) 3
Junction temperature T:
Température de jonction max | 200 °c
Storage temperature min " —65 °C
Température de stockage max 519 +200 °C
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2N 1613,2N 1711

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Ves =60V 10 nA
'E =0
Collector-base cut-off current lcao
Courant résidue/ collecteur-base Vv cB = 60V
g =0 10 uA
Tampb = 150°C
Emitter-base cut-off current Veg =5V leBo N 1613 10 nA
Courant résiduel émetteur-base 1 c =0 N 1711 5
Collector-base breakdown voltage IC =100 A Vv
Tension de claquage collecteur-base |E =0 (BR)CBO 7% v
Collector-emitter breakdown voltage lc =100mA v
Tension de claquage collecteur-émetteur RBE =108 (BR)CER 50 v
Emitter-base breakdown voltage IC =0 V(BR)EBO 7 v
Tension de claquage émetteur-base lE = 100 A
Vap = v
ce=10 2N1711| 20 45
Il =10uA
Ve =10V h 2N 1613| 20 45
— 21E
lc =1004A 2N1711| 38 70
VCE=10V 2N 1613| 35 75
lc =10mA 2N1711] 75 130
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert VCE =10V 2N 1613 | 40 120
direct du courant | — 150 mA
c =om . [ 2N1711] 100 300
h21E
Veg =10V 2N 1613} 20 40
Ilc = 500mA 2N 1711 40 100
Veg =10V 2N 1613] 20
Ilc =10mA ha1e
- (-1
Tamb = —55°C 2N 1711 35
= 2N 1613 03 15
Collector-emitter saturation voltage lC 150 mA VCEsat* v
Tension de saturati 's =TomA 2N 1711 02 15
Base-emitter saturation volt Ic =150mA V *
Tension de saturation ban-élmratgsr IB =156 mA BEsat 09 13 v

* Pylsed
Impulsions

tp=300us §<2%
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2N 1613,2N 1711

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vee =5V 2N 1613 | 30 100
lc = 1mA
. f =1kHz h 2N 171 50 200
Forward current transfer ratio 21e
Rapport de transfert direct du courant VCE =10V 2N 1613 35 150
lc =5mA
f =1kHz 2N 1711 70 300
Veg =5V
Ic =1mA 24 34
f f = 1kHz
Input mpe?ance h11b Q
Impédance d’entrée v
cg =10V
Ilc =5mA 4 8
f = 1kHz
Veg =5V 2N 1613 3
'C =1mA
Reverse voltage transfer ratio f =1kHz hip N 5 a4
Rapport de transfert inverse de la tension Veg = 10V 2N 1613 3 10
IC =5mA
¢ =1kHz 2N 1711 5
Veop =5V
CB
IC =1mA 0,1 0,5
= H
Output admittance f 1kHz h22b us
Admittance de sortie VCB =10V
lc =5mA 0,1 1
f =1kHz
Veg =10V 2N 1613 60 180
Transition frequency e = 50 mA fr MHz
Fréquence de transition £ =20MHz N1711| 70 200
VCB =10V
Output capacitance g =0 Ca2p 25 oF
Capacité de sorf:e ¢ =1 MHz
VEB =05V
Input capacitance = c
Capacité d'entrée Ic 0 116 80 pF
f =1MHz
Ve =10V
CE
Noise figure Ilc =03mA e 12
Facteur de bruit Rg =510Q F dB
foo=TkHz 2N 1711 8
Af =1Hz

3/6
139



2N 1613, 2N 1711

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

c
(mA) 0,7 [mA (mA) |~ 07maA
_/
90 / 06mA 90 0,6 mA
80 / < 0B 80 0,5mA
,6'm,
70 i 70 pd I,
/V 0,4 mA o A mA
% - ~ &0 /J ;
O,J mA / 0,3 mA
50 I 50 /
. ,/ 02ma 20 02mA
30 30
/ Ig=0,1mA /——-/1/ | lg=01mA
20 7amm / 20 f
10 10 —
I o -
2N 1613 2N 1711
1 1
0 10 20 30 40 50 veeiv) 0 10 20 30 40 50 v (v
! )
c c
(mA) 90 mA 578 '“: (mA) 90 mA % mA
80 mA m
450 - é 50 mA 450 7/ 30 mA.
40 mA 0 mA
400 0 ama 400 7 Z L
550 "/ 20 mA 350 N/, 20ma
////// |B=1OmA // |B=1OmA
300 ’ // 300 AV
250 // A 250 //
200 /7 / 200 % /
150 / 150 //
100 100 Vi
50 50
20 1613 an 1711
2
0 1 2 3 4 5 Vepv) 0 1 2 3 4 5 Vegiv)
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2N 1613, 2N 1711

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

21E 2N 1613
200 +150°C
L1
160 L1 ™
1 \
120 +250C
M—
80 // ‘ Bn
//’ l
'M/ Tamb = —55°C
gromar=d
4
0 B .
-4__-—""_—_
Y 4 6 2 4 6 2 4 6 8 2 4 6 2 4 6 8
102 10" 100 10! 102 IimA)
ho1ef T —T
+150°C 2N 1711
1
300
250 N
// \
200 va
+25°C \
150 / e
P4 / ‘\\
100 > Tamb = —55°C
L1 //P‘ ‘\\
50 ] ] ]
—— -
L1 -
2 4 4 2 4 8 4 4
102 10" 100 10" 102 IlmA)
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2N 1613, 2N 1711

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

22b
{pF)

24

2 4 68 2 4 6 8
v)
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 2N 1889
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 2 N ]890

- LF amplification
Amplficiation LF
Vceo 80V

- Switching
Commutation

40 - 120 2N 1889
100 - 300 2N 1890
¢ { 50 MHz min 2N 1889
T 60 MHz min 2N 1890
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
Ptot
(w)
3
NG c E
2 H
R 8
1 \
BT
T Tambec) (1)
ol Tease r0) @ Weight : 1,1g Collector is connected to case
(4] 50 100 150 200 Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =4+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Coliector-base voltage Vego 100 v
Tension collecteur-base
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur ReE <108 VCER 80 v
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 60 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO v
Power dissipation Tamb= 25°C Piot 0,8 w
Dissipation de puissance T....=25°C 3 W
case
Junction temperature max T.
Température de jonction i 200 °C
min —65 °C
Storage temperature Tst
Température de stockage 9
max +200 °C
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2N 1889, 2N 1890

(Unless otherwise stated)

STATIC CHARACTERISTICS T =260C
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =75V
cB
= 10 nA
'E =0
Collector-base cut-off current lcao
Courant résiduel collecteur-base VCB =75V c
g =0 15 uA
Tamb™ 150°C
Emitter-base cut-off current Vgg =5V 1
Courant résiduel émetteur-base | c = 0 EBO 10 nA
Collector-base breakdown voltage lg =0 v
Tension de claquage collecteur-base IC =100 pA (BR)CBO 100 v
Rgg =108 *
BE Y]
Ic =100mA {BR)CER 80 v
Collector-emitter breakdown voltage
Tension de claquage collecteur<émetteur \ . *
g =
I =30mA V(BRICEO 60 v
Emitter-base breakdown voltage Ic =0 v
Tension de claquage émetteur-base g =100pA (BRIEBO 7 Vv
Vep =10V
CE
e = 100 LA 2N 1889 | 20
h21e
Veap =10V
CE
) Ic =10mA 2N 1889 | 35
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert _
direct du courant Veg =10V h21€ 2N 1889 | 40 120
lc =150mA 2N 1890 | 100 300
Veg =10V
ic i'%;g ha1E 2N 1889 | 20
Tamb~ ~
l =50 mA
C
Coll i ion vo! 's =5mA Ve, ¥ "
ollector-emitter saturation voltage
Tension de i 'C =150 mA CEsat v
lg =15mA 5
| = 50 mA
c
lg =5mA 0.9
Base-emitter saturation voltage VgEsat v
Tension de saturation base-émetteur IC = 150 mA
g =15mA 13
* pylsed t =200us 6 <1%
Impulsions P
2/3

144



2N 1889, 2N 1890

STATIC CHARACTERISTICS T -250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCE =5V 2N 1889 | 30 100
Ilc =1mA
f = 1kHz 2N 1890 50 200
Forward current transfer ratio hoq
Rapport de transfert direct du courant €
Veg =10V 2N 1889 | 45 150
'C =5mA
f  =1kHz 2N 1890 | 70 300
Veg =5V
lc =1mA 20 30 Q
f =1 kHz
Input impedance h1 1
Impédance d'entrée
VCB =10V
lc =5mA 4 8 Q
f =1 kHz
Veg =5V 2N 1889 1,25
Ilc =1mA 10
. f  =1kHz 2N 1890 15
Reverse voltage transfer ratio hq 2
Rapport de transfert inverse de la tension
\% =10V
cB
Ilc =5mA 16 10
f =1 kHz
= 2N 1889 0,5
Veg =5V
'C =1mA us
£ =1kHz 2N 1890 03
QOutput admittance hoop
Admittance de sortie
Veg =10V 2N 1889 0,5
Ic =5mA us
f =1 kHz 2N 1890 03
S Veg =10V 2N 1889 | 50
ransition frequency - f
Fréquence de transition |C =50 mA T MHz
f = 20 MHz 2N 1890 60
Ve =10V
. CB
Output capacitance _
Capacité de sortie lg =0 Ca2p 15 pF
f =1MHz
tnout N Vgg =05V
nput capacitance =
Capacité d'entrée ! =0 C1 1b 85 pF
f =1MHz

* pylised t,=200us 6 <1%
Impulsions
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1 .
NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR *ZN 1893
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL o

K Preferred device
Dispositif recommandé

- LF amplification (high voltage)
Amplification BF (haute tension)
- Switching
Commutation Veeo 80V
h21 E(150 mA) 40 - 120
fr 50 MHz min

Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
Prot
w)

1
, LN B

1 N Bottom view

] Y Vue de dessous

1
1 N

B '1\ [l
[ 1 Tamb ¢ m Weight : 1,19 Collector is connected to case
0 50 100 150 200 T . °C) (2) Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voitage Veso 120 / v
Tension collecteur-base T
Collector-emitter voltage Ror < 100 VeERr 100 v
Tension collecteur-émetteur BE.
Collector-emitter voltage V,
Tension collecteur-émetteur CEO 80 " v
Emitter-base voltage Vego 7 o v
Tension émetteur-base e

o Tamp = 25°C (1) P 0.8
Zower dlss;patlon tot w

issipation de puissance =
Toase = 25°C (2) 3

Junction temperature max T. 200 °C
Température de jonction J
Storage temperature min Tstg —65 Y
Température de stockage max +200 °C

76-01 1/4
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2N 1893

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamp =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCB =090V 10 nA
lg =0
Collector-base cut-off current IeBo <
Courant résiduel collecteur-base vV cB = ao Vv
lg =0 15 MA
Tamb = 150°C
Emitter-base cut-off current Vgg =5V !
Courant résiduel émetteur-base | c = 0 EBO 10 nA
Collector-base breakdown voltage g =0 \
Tension de claquage collécteur-base 'C = 100 pA {BRICBO 120 M
Rpg =102
BE v 3
lc =100mA (BR)CER 100
Collector-emitter breakdown voltage \Y
Tension de claquage collecteur-émetteur 'B =0 v x
I ~30mA (BR)CEO 80
., ' = 0
Emitter-base breakdown voltage C \
Tension de claquage émetteur-base lg =100pA (BRIEBO 7 v
Vap =10V
CE h
ic =100pA 21E 0
Vop =10V
CE
Ic = 10 mA 3%
Static forward current transfer ratio hoy E*
Valeur statique du rapport de transfert Vv =10V
direct du courant CE 40 120
le =150mA
Veg = v
g =10mA h21e 20
Tamb= -55°C
{ =50 mA
[
g = 5 mA 1.2
Collector-emitter saturation voltage VeEsat* \
Tension de 7 1 lc =150 mA
= 5
g 15 mA
f =50 mA
Cc 9
lg ~85mA o
Base-emitter saturation voitage Vg X v
Tension de saturation base-émetteur _ Esat
lc T 150mA 13
lg ~15mA !
* pylsed t =300us &6 <2%
Impulsions
2/4
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2N 1893

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) (Uniess otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires)
Test conditions B
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =5V
|CCE =1mA 30 100
Forward current transfer ratio f =1 kHz h
Rapport de transfert direct du 21e
VCE =10V
Ic =5mA 45
f =1kHz
VCB =5V
le =1mA 20 30
. f =1 kHz
Input impedance h
Impédance d'entrée 11b Q
Veg =10V
IC =5mA 4 8
f =1 kHz
VCB =5V
lc =1 mA 1,25
. f =1 kHz
Reverse voltage transfer ratio h12b 10
Rapport de transfert inverse de la tension
Veg =10V
IC =5mA 1,5
f =1kHz
Veg =5V
'C =1mA 0,5
f =1 kHz
Output admittance hoap uS
Admittance de sortie
Veg =10V
Ilc =5mA 0,5
f =1kHz
T ] Veg =10V
ransition frequency - 1. MH
Fréquence de transition IC 50 mA T 50 z
f = 20 MHz
VCB =10V
Output capacitance - (o
Capacité de sortie ;E _ ? MHz 22b 15 pF
. N Vgg =05V
nput capacitance -
Capacité d'entrée Ilc =0 Ci1b 85 pF
f =1 MHz
3/4
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2N 1893

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

{mA) (mA)
¥ v
o o gk
oge st A o
8 ] 160 <5
T o %
4 006 ™A / ///
6 == 120—FAf ,//
o /
-y
. 0T / 1mA
N 80|
0,03“‘“ ’ 0,8 mA
5
cp’l 0,6 mA
) 4'\/“ wlf— 04 mA
W 0,2 mA|
. l 1g=0mA o g =0mA
0 20 40 60 80 100 v (V) 0 2 4 6 B 10 vV
hate TT
150°C
P
P e
120 |
0T
a1 -
80 6 - N
4
il
40 P B
// ‘am"/’r N
1 T ]
1]
o [
2
10% 102 107 10 10" 107 i ma)
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 2N 1986
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

- LF amplification
Amplification BF
- Switching Veeo 50 V
Commutation
h2-|E(150 mA) 60 - 240
Vce
sat 06V max.
(30 mA/3 mA) { ’
Maximum power dissipation Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
Prot
w) Bottom view
0,8 Vue de dessous

N

o8 \ B

0,2 N

o Weight : 0,9g. Collector is connected to case
o 50 100 150 200 Tamb(DC) Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b= +25 °C (Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)

Collector-base voltage v

Tension collecteur-base cBO 50 v

Collector-emitter voltage V,

Tension collecteur-émetteur Rge < 100 CER 40 \

Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur Vceo 25 \VJ

Emitter-base voltage v

Tension émetteur-base EBO 5 \

Power dissipation P

Dissipation de puissance tot 600 mwW

Junction temperature T.

Température de jonction max. j 150 °C

Storage temperature min, TStg — 65 °C

Température de stockage max. +150 oc

72-26  1/3
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2N 1986

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25° c

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
i | =100 mA *
Collector-emitter breakdown voltage [ \'
Tension de claquage collecteurémetteur IB =0 (BRICEO 25 A
Collector-emitter breakdown voltage Ilc =100mA VigRriced 20 v
Tension de claquage collecteur-émetteur RBE <1082
Collector-base breakdown voitage lc =100 pA v
Tension de claquage collecteur-base g = (BR)CBO 40 Y
Emitter-base breakdown voltage e =1mA v
Tension de claquage émetteur-base e = {BR)EBO 5 v
Veag =30V
cB
g = 5 HA
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base cBO
VCB =30V
g = 200 kA
Tamb= 150°C
Ve =10V
CE
o =30mA 60
Static forward current transfer ratio h *
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant
VCE =10V 60
lc =150 mA 240
! =30 mA
c 06 v
lg =3mA !
Collector-emitter saturation voltage VCEsat
Tension de L e
e = 150 mA
IB =15 mA 15 \
* Pulsed t, =300us & < 2%
Impulsions P
2/3
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2N 1986

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

T

amb =26°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Ic =30mA
g =3mA 09 v
Base-emitter saturation voltage VBEsat
Tension de saturation base-émetteur
IC = 1560 mA
g =15mA 1.3 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
. 4 " VCE =10V h
orward current transfer ratio _
Rapport de transfert direct du courant lc =50mA 21e 2
f = 20 MHz
Output capacitance Veg =10V
Capacité de sortie |ECB -0 c22b 35 pF
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
:lun'ction-ainbie:\t tl':_ermz!I resist;nt:e’ Rth(j-a) 210 oW

3/3
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NPN SILICON TRANSISTOR, PLANAR 2N 1990
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR

- Low current switching
Commutation faible courant
- Nixie driver
Commande des tubes “nixies”
Veso 100V
hyqg(2 mA) 25 min
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté (CB-7 derniéres pages
Prot
(w)

15 \(2) CE

1 \ B
°® (u\
\‘ Tamb!GC] M

|
_-—-,.__

0 Tease °C) @ Weight : 1,1g Collector is connected to case
[¢] 50 100 150 200 Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b = +25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D*UTILISATION am (Sauf indications contraires)

Collector-base voitage vV
Tension collecteur-base cso 100 v

Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 3 v

Tamb = 25°C (D) 06
Power dissipation P
Dissipation de puissance tot w
Tcase = 25°C (2) 2
Junction temperature T
Température de jonction max i 150 °C
Storage temperature min T —65 °C
Température de stockage max stg +150 oc
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2N 1990

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb= 25-C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap =75V
CE

g =-10uA 10 HA
Collector-emitter cut-off current IcEx
Courant résiduel collecteur-émetteur V, CE= 75V

l|g  =-250uA 250 HA

Tamb = 150°C
Static forward current transfert ratio Ve =10V *
Valeur statique du rapport de transfert CE h21 E 20
direct du courant IC =30 mA
Collector-emitter saturation voltage Ic =2mA V,
Tension de j I lg =02mA CEsat 0,5 v
Base-emitter saturation voltage lc =2mA v
Tension de saturation base-émetteur g =02mA BEsat 1 Y]
* Pyised t =200us & <1%

Impulsions p

2/2
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL 2N 21 92, A
TRANSISTORS NPN SILICIUM, EPITAXIAUX 2N 2193 A
’

- LF large signal amplification

Amplification BF grands signaux v {40 \% 2N 2192,A
- Medium current switching CEO 50 V 2N 2193,A
Commutation 8 moyen courant |C 1A

ho1g {100-300 2N 2192,A
(150 mA) 1 40-120 2N2193A

VGEsat {0,35 V2N 21922193

(150 mA) 10,25 v 2N 2192 A-2N 2193 A
imum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
yf?s’gg;/on dg puissance nr)’:x/ma/e Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
Prot T
(w) |
i
3
-\ c E
2 N2 ‘
I N B
1 ! \ Bottom view
24 N Vue de dessous
=T~ (1)
| \\\kTamb‘oc’ o ) )
o L T o Weight : 1,1g Collector is connected to case
25 50 100 150 case_( Ch (1) (2) Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES} Tamb = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION am (Sauf indications contraires)

2N 2192 2N 2193
2N 2192 A 2N 2193 A

Collector-base voltage V,
Tension collecteur-base cso 60 80 v
Collector-emitter voltage Veeo 40 50 Vv
Tension collecteur-émetteur
Emitter-base voltage Veso 5 7 Vv
Tension émetteur-base
Collector current Ic 1 1 A
Courant collecteur
— 9o

Power dissipation Tamp = 25°C (1) Piot 08 0.8 w
Dissipation de puissance -

Tease 25°C (2) 2,8 2,8
Junction temperature T. °
Température de jonction max J 200 200 c
Storage temperature min Te —65 —65 °c
Température de stockage max 9 +200 +200 °C

76-04 1/6
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2N 2192, 2N 2192 A, 2N 2193, 2N 2193 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =30V 2N 2192,A 10
lg =0
nA
Vpag =60V
.8 _ 2N 2193 A 10
E = 0
Collector-base cut-off current Vap =30V
i - cB ICBO
Courant résiduel collecteur-base IE =0 2N 2192.A 15
T = 150°C
b
am A
Veg =60V
g = 2N 2193 A| 25
Tamb = 150°C
Veg =3V
58 o 2N 2192,A 50
Emitter-base cut-off current c ~ leBo nA
Courant résiduel émetteur-base V) =5V
EB 2N 2193 A 50
| c =
lg =0 2N 2192,A| 60
Collector-base breakdown voltage E Vv s
Tension de claquage collecteur-base IC = 100 uA (BRICBO 2N 2193,A| 80 v
Collector-emitter breakdown voltage lg = VigRicec® 2N 2192,A| 40 v
Tension de claquage collecteur-émetteur lC =25mA 2N 2193,A| 50
i Ic = 2N 2192,A] 5
Emitter-base breakdown voltage Cc \ ,
Tension de claquage émetteur-base lg  =100pA (BRIEBO 2N 2193,A] 7 v
VCE =10V 2N 2192,A| 15
IC =0,1 mA h 2N 2193,A| 15
21E
VCE =10V 2N 2192,A] 75
lc =10mA 2N 2193,A] 30
Ve =10V 2N 2192,A| 100 300
Ilc =150mA 2N 2193,A| 40 120
Static forward current transfert ratio —
Valeur statique du rapport de transfert VCE =10V ho o 2N 2192,A1 35
direct du courant 'C =500 mA 21E 2N 2193,A] 20
VCE =10V 2N 2192,A) 15
IC =1A 2N 2193,Af 15
Vee =10V DN 2192,Al 35
IC =10 mA h21 e
Tamb: —565°C 2N 2193,A] 20
IC =150 mA 2N 2192 0,35
Coll . X | Ilg =15mA v 2N 2193 0,35 v
- t t t:
Collector-emitier saturation voltage lc =150mA CEsat  1on 2192 Al 0,16 0,25
lg =15mA 2N 2193 A 0,16 0,26
Base-emitter saturation voltage Ic =150mA VBEsat 13 v
Tension de saturation base-émetteur |B =15mA
* Pulsed o =300us & <2%
Impulsions
2/6
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2N 2192, 2N 2192 A, 2N 2193, 2N 2193 A

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) T = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) amb (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition f Veg =10V
ransition frequency — f
Fréquence de transition e = 50 mA T 50 MHz
f =20 MHz
o Veg =10V
utput capacitance _ [
Capacité de sortie |E =0 22 20 pF
f =1MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
Vpg =75V
BB — sV 2N 2192,A 70
Rise time ) Vi =1, t
Temps de croissance Figure 1 Voo — 15V r ns
BB T
v, =15V 2N 2193,A) 70
Vgg =-75V
V. =78V 2N 2192,A| 150
Carrier storage time Figure 1 L . ns
Retard a la décroissance 9 VBB =_15V S
v, =15V 2N 2193,A 150
Vgg = -75V
V. =75V 2N 2192,A] 50
Fall time Fi 1 1 . t ns
Temps de décroissance igure vBB =—16V
vV, =15V 2N 2193,A 50
SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION
Figure 1
Oscilloscope
Oscilloscope
Vy =175V 2N 2192,A
Vy =15V 2N2193A t,<6ns Z = 10MQ
v ) I C < 11,6pF
40 Q
Vv
1 1uF 1kQ
Vi
+ 7V
10 —
l4_"s,| 51Q 1k 33°| pF
t, = 20ns -
t; = 200s + I Vgg = —7.5V 2N 2192, A
Z =580 h ! VBB=—15V 2N 2193, A
3/6
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2N 2192, 2N 2192 A, 2N 2193, 2N 2193 A

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

(mA) 2N 2192 (mA) 2N 2193
~ 2N 2192 A N 2193 A
0%‘“ «\P‘ Tamb =26°C S Tamb =26°C
100 '7 0:\ 100 0‘9.)“\/
e P
of =
/ / / «b
80 Y - Tgwh 80 // o=
AT V//og o2
/ I
oot 8 o asmn
] e T Toam
/ °" L1
40 P—— 40 0,3 mA
- 02mA L e—
20 I 2 | 0,2 mA
| 0 l
0 10 20 30 40 50 VeetV) (4] 10 20 30 40 50 Vg
e . Ic
{mA) 2N 2192 {mA} 2N 2193
2N 2192 A 2N 2193 A
Tamb=25°c S Tamb =25°¢C
% la W=
/ = et L A
400 ~ = 400 — 10m
//_'_— // 8 mA
A/ 4 mA / /L
300 — — 300 Tl
T
el /
s 4mA
200 A 200H—=——
- ’
t, =2mA
=1mA B
100 B T 100
0 1 2 3 4 5 VCE(V) 0 1 2 3 4 5 VCE(V)
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2N 2192, 2N 2192 A, 2N 2193, 2N 2193 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

h h —
21Ef~TT"T NMETT T T =TT
Vg =10V 2N 2192 V..=10V | |+1s00 2N 2193
Ce N 2N 2192 A CE 1500_\” 2193 A

N

240 } 150
/’1 +100°C
[ e A AN\

+150°C

200
/AN 7LD
160 / A 100 / \
/ +25°C \ / /! / N \
120 / ’/m 75 N
9y /AT T
80 ﬁ,/ T omp = ~55°C \\ 50 ,/ T?’ = :s%
e
40 d ‘/ // \\\\ 25 \\\
A N 1z
0 = 5 5 5 0 5 5 ]
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2N 2192, 2N 2192 A, 2N 2193, 2N 2193 A

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

7w Yoo —_——
[\" [}
8l € =10 2N 2192 A 8 _. 2N 2193 A
6.8 0 6 "IB
4 // /
: y 2 /
107! 101
8 8 L
s / . /
V -
P ! ~
4 a
2 2
10.2 5 2 5 2 5 2 5 5 10—2 5 5 2 5 2 5
2
107 10 10" 102 103 igtma) 107 1090 10t 1020 10% igtma)
VBEsat ———
Mgl e 2N 2192, A
—=10 2N 2193, A
-] SLPY
T, b = 25°C
4
: [
10! /
; /
° /
/
a /,
V]
2
LA
LA
1027
2 5 2 2 5 22 5 32 5
' 100 10" 102 100 ima)
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 2N 2194 , A
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 2 N 2‘]95 A
r

- LF large signal amplification
Amplification BF grands signaux v a0v 2N 2194, A
. . CEO 25V 2N 2195, A
- Medium current switching
Commutation & moyen courant I c 1A
h21 E 20 - 60 2N 2194, A
! (150 mA) |20 min. 2N 2195, A
VCEsat 035V max.2N 2194-2195
(150 mA) {0,25V  max.2N 2194 A-2195 A
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 dernidres pages
Ptot
(W)
28 -

»

N2 ¢ ‘
\\ B
08 [-I(1 N
o6 Fi L2N 2154 4 ) T,p©C)
1) 2N 2795 (2) T__(°C)
N , A case Weight : 0,9 g. Collector is connected to case

o 50 100 150 200 Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T - +25 °C {Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
2N 2194, A 2N 2195, A

Collector-base voltage v

Tension collecteur-base CBO 60 45 v

Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur VCEO 40 25 \Y

Emitter-base voltage

Tension émeneur-bnsgs VEBO 5 5 \

Collector current

Courant collecteur 'c 1 1 A

Power dissipation Tamp = 25°C (1) P 08 06 w

Dissipation de puissance Tease = 25°C (2) tot 28 28 w

Junction temperature :

Température de jonction max. Tl 200 200 °C

Storage temperature min. T — 65 — 65 °C

Température de stockage max. stg 4200 +200 o
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2N 2194, 2N 2194 A, 2N 2195, 2N 2195 A

{Unless otherwise stated)}

STATIC CHARACTERISTICS 1 _25.C 55 othe ‘
CARACTERISTIQUES STATIQUES am (Sauf indications contraires)
Test conditions B
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
2N 2194 Al 0,01 A
VCB =30V H
1 =0
E 2N 2195,A 0,1 uA
Collector-base cut-off current 'CBO
Courant résiduel collecteur-base
Veg = 3V 2N 2194 A 25 uA
g =
Tamp™ 150°C DN 2195,A 50 uA
—3v 2N 2194 A 0,05 uA
Emitter-base cut-off current Veg = |
Courant résiduel! émetteur-base | c = EBO
2N 2195,A 0,1 HA
\ 2N 2195,Af 60 \
Collector-base breakdown voltage E =
Tension de claquage collecteur-base | =100 uA V(BR)CBO
¢ 2N 219540 45 v
_ 2N 2194,A1 40 \
Collector-emitter breakdown voltage Ilc =25mA v *
Tension de claquage collecteur-émetteur g = (BR)CEO -
2N 2195, A \
_ 2N 2194Al 5 \%
Emitter-base breakdown voltage g =1004A V(BRIEBO
Tension de claquage émetteur-base 'C = (BR)EB N 21954 5 v
Vap =10V
CE h
'C —10mA 2ME 2N 2194,Af 15
Vap =10V
CE
I =150mA 2N 2194,A) 20 60
Static forward current transfert ratio
Valeur statique du rapport de transfert
direct du courant
Vap =10V *
CE h 2N 2194,A] 12
tc =8500mA 21E ‘
Vap =10V
CE
'C ~ 150 mA 2N 2195,A] 20
* pylsed tp=300us & < 2%
Impulsions
2/7
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2N 2194, 2N 2194 A, 2N 2195, 2N 2195 A

STATIC CHARACTERISTICS (following) T — 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES (suite) amb = (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
2N 2194 0,35 \%
2N 2195 0,35
Collector-emitter saturation voltage lc =150mA v v
Tension de saturation collecteur-émetteur |B =15 mA CEsat ON 2194 Al 016 0,25 v
2N 2195 A 0,16 0,25 \%
Base-emitter saturation voltage Il =150mA v
Tension de saturation basg-émetteur lg =15mA BEsat 1,3 Vv
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smali signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Transition f Veg =10V
ransition frequency _
Fréquence de transition lc =50mA fr 50 MHz
f =20 MHz
. Vep =10V
Output capacitance CcB -
Capacité da sortie g = C226 20 pF
f =1 MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
Rise time . Vi =18V
Temps de croissance (fig. 1) Vgg =-15V Y 2N 2194,A 70 ns
. . V, =15V
Carrier storage time . 1
Retard & la décroissance ffig. 1) Vgg =-15V % 2N 2‘94-‘\4 150 ns
Fall time ) vy =18V
Temps de décroissance (fig. 1) Vgg =15V K 2N 2194 A) 50 ns
3/7
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2N 2194, 2N 2194 A, 2N 2195, 2N 2195 A

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

1 ufF

Generator Vi 1
Z =50 Q '
t, = 20ns

t; = 20ns 519

t, = 10 us

P

Oscilloscope
© Osciloscope

2N 2194, A
trr<6ns
-1 Vo_-’l_.___
40Q
1kQ I/—t_—_}—
—{}
N =7V
1k II
330 pF
VBB =-15V
A\ m
Figure 1

R = 10 MQ
Cc < 115pF
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2N 2194, 2N 2194 A, 2N 2195, 2N 2195 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

C T
(mA) o LomA T T (mA) « 7 0.9 mA I
/;‘1/9// 2 A 2N 2194, A /C | Ia_| 2N2195. 4
2 T, =25°C] P 08 ™ =1 _250c
/" } ! amb > t amb™ 2
80 ",/ e 80 —S o1 mA |
T Asma - O{GIA B
n m.
[ /'\1':;\A l //' //’ { f ‘
60 ! ‘1[ o 60 - 05mA ‘
L~ - 1,2m /
2 — 1 ?A ‘ ] o4mA
i =1 m
40 ("—_——P_—v——‘—_ : t 40 / M 03mA
: ! 08 mA ‘ ™ : O‘ZmA
: - ‘l [ ‘OGLA T_TL—% I ] %/'? B
P — | | ' i | I, =0,1mA
0 [ — - 04m\ 0 ‘J—J/j o
. i .! =0,2mA ] == | i L]
! ; B i ‘ I
0 ’ 1 0 I\ [ ( ‘
0 10 20 30 40 Vv 0 10 20 30 40 Vg
1 1
4 - c
2N2194, A | I
|
(mA) | 2N A “‘V 22 mA (mA} >~ =12 mA
_Tamb=25°c 2 I \Aﬁ/ | : | !
\)/% 20mA = T _1oma
! /{18 m‘AA 714:14 L | |
e T e
— ™ — i
'///‘ I 14"“Aa /-’r "%'_
N /c /"——r_ﬁz mA " i | " ‘A
T . m,
00 VMV/ Tvoa 300 ="
P s S | ! | C
g } | PN ! — |
T | ‘ o
200 — — i 200H = I 1 i
T r i L
il i 4mA’| ‘f‘ ‘l l2rr11A—
T B I | 8
100 [T ‘( : ip=2mA 100 —
= t ? 2N 2195, A
/]T L P ! ! Tamp = 25°C
0 L 0 |
0 1 2 3 4 Ve 0 1 2 3 4 Vvl
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2N 2194, 2N 2194 A, 2N 2195, 2N 2195 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

T
V, FLAY
150 -5
125
100
150°C
75 /’ 100°C {w
50 V 25°C q
// A/ 1 N
2 1 amb —55°C
] —
T
0 2 5 12 5 2 5 2 5 2
102 107 100 10! 102 igma)

"2 Vee =10V 2N 2185, A | |
50 150°C
1 A
A | l\\
125 / /ﬁ&
100 / 26°C \\
AT
75 // ‘ N
50 4 Tamb:—55°c
AN 1T N
25
2%
0
2 5 5 5 5 2
102 10" 10% 107 102 ig(may
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2N 2194, 2N 2194 A, 2N 2195, 2N 2195 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

v, v
Ol ey o T T
s |- = 10‘1?" 2194, A R lo 10 2N 2195, A
[ ~=28°C P =
s B amb a8 Tamb 25°C
2 2
100 10°
/ /
6 6
4 — / 4
2 2
~1 -1 [N
107} — 107
6 6
4 4
2 2
1072 102
2 5 2 5 2 5 2 5 2 13 2 5 2 5 2 5
107" 100 10 1027 iglma) w1l 10 1027 igmA)
Vn:.-
V) ]
Ie 2N 2194, A
g = 10 N2195 A
Tamb=25°C /
! /
/
A
/V
0,5

2 5 2 5 2 5 2 5
10! 100 10' 102 IclmA)

"7
169



NOTES



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR *ZN 2218,A
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX * 2 N 2 21 9 A
14

Compl. of 2N 2904, A - 2905, A

3K Preferred device
Dispositif recommandé

- LF or HF small or large signal amplification
Amplification BF ou HF petits ou grands signaux v { 30V 2N 2218 - 2219
- Medium current switching . CEo 40V 2N 2218A-2219A
Commutation & moyen courant lC 0,8 A
hy1g { 40-120 2N 2218, A
{150 mA) t 100-300 2N 2219, A
£ { 250 MHz min
T 300 MHz min 2N 2219 A
VCEsat { 1V max 2N 2218A-2219A
(500 mA) t 1,6V max 2N 2218 - 2219
Maximum power dissipation Cag TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
tot
w) Top view

Vue de dessus

s |
1

1
1
2 f—
1
N
B
:‘l \

0,8 "\I \ (1)\§

! T (o )

I — amp!°C! (1) Weight : 1,1g Collector is connected to case

25 50 100 150 175 Tease!°C) (2 Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)

2N 2218 2N 2218 A
2N 2219 2N 2219 A

Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 60 75 \Y;
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 30 40 Y]
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Vego 5 6 \Y%
Collector current \
Courant collecteur c 08 0,8 A
Power dissipation Tamb = 25°C (1) P 0,38 0,8
Dissipation de puissance T = 25°C (2) tot 3 3 w
case
Junction temperature T.
Température de jonction i j 17% 175 °C
min 65 65 oC
Storage temperature T
Température de stockage stg
max +200 +200 °C
75-50 1/6
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2N 2218, 2N 2218 A, 2N 2219, 2N 2219 A

STATIC CHARACTERISTICS T =250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Seuf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCB=50V 2N 2218 10 nA
IE =0 2N 2219
Vg =60V 2N 2218 A
ce
lg =0 2N 2219 A 10 nA
Collector-base cut-off current YCB - go v lcgo | 2N 2218 0 A
Courant résiduel collectsur-base 13 c 2N 2219 M
Tamb= 150°C
Ve =60V
|ECB =0 2N 2218 A 0 "
= 2N 2219 A
Tamp™ 150°C
Collector-emitter cut-off current Vgg =3V lcex 2N 2218 A 10 A
Courant résiduel collecteur-émetteur V, CE= 60V bN 2219 A
Base cut-off current Vgg =-3V IgEX 2N 2218 A| 20 A
Courant résiduel de /a base VCE =60V 2N 2219 A
Emitter-base cut-off current Vgg =3V | A
Courant résiduel émetteur-base lc =0 EBO 10 n
2N 2218
_ 2219 | & v
Collector-base breakdown voltage g = V(BRICBO
Tension de claquage collecteur-base | c = 10 A
2N2218 A 75 v
2N2219 A
2N 2218
30
2N 2219 v
Collector-emitter breakdown voltage g = Vv *
Tension de claquage collecteur-émetteur | c =10 mA (BRJCEO
: 2N2218 A 20
2N2219 A v
2N 2218 5 v
2N 2219
Emitter-base breakdown voltage | = v
Tension de claquage émetteur-base IE =10 mA (BR)EBO
2N 2218 A
2N 22194A| 6 v
* pylsed 1, =200us & < 1%
Impulsions
2/6
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2N 2218, 2N 2218 A, 2N 2219, 2N 2219 A

STATIC CHARACTERISTICS T -25C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ.: Max.
VCE =10V 2N 2218,A] 20
'C =0,1 mA 2N 2219,A| 35
Ve =10V b 2N 2218,A 25
Il =1mA 21E bn2219.A| 50
Veg =10V 2N 2218,A] 35
lc =10mA 2N 2219,A/ 75
VCE =1V 2N 2218,A| 20
Ic =150mA 2N 2219,Al 50
Static forward current transfer ratio Vee = 10V 2N 2218,Al 40 120
Valeur statique du rapport de transfert _
direct du courant Ilc =150mA «  [2N2219A5 100 300
h21€
2N 2218 | 20
- 2N 2219 | 30
VCE =10V R
lc =s500m 2N 2218 A 25
2N 2219 A| 40
VCE =10V
Ic =10mA ho1e 2N 2218 A 15
= N 2219 A| 35
T,mb= —55°C 2N 2219
2N 2218 04 v
Ic =150mA 2N 2219
lg =15mA
B 2N 2218A 03 v
Collector-emitter saturation voltage v * 2N 2219 A
Tension de saturation collecteur-émetteur CEsat
2N 2218 16 v
o =500 mA 2N 2219 ’
| = 60 mA
B m 2N 2218A , v
2N 2219A
2N 2218 13 v
Ic =150mA 2N 2219
lg =15mA 2N 2218 A
on 22194 08 12 v
Base-emitter saturation voltage V, *
Tension de saturation base-émetteur BEsat
2N 2218 26 v
lc =500mA 2N 2219 ’
lg =50mA §N 2218A v
N 2219 A 2
#* pulsed t, =200pus & <1%
Impulsions
3/6
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2N 2218, 2N 2218 A, 2N 2219, 2N 2219 A

STATIC CHARACTERISTICS Tamb =25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES am (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Ve =10V
,CCE —1mA 2N 2218A| 30 150
£ = 1KHz 2N 2219A| 50 300
Forward current transfer ratio hote
Rapport de transfert direct du courant
Ve =10V
IccE =10 mA 2N 2218A| 50 300
f =1 kHz 2N 2219A| 75 375
Veg =10V
CE
£ =1kHz N2
Input impedance h"
Impédance d’entrée e
|V°E - 13 :}A 2N 2218A] 0,2 1 -
c 19 A 1,
$ ke 2N 22194/ 0,25 25
Veg =10V 2N 2218A 5 -
Il =1mA 2N 2219A 8
f =1kHz
Reverse voltage transfer ratio h1
Rapport de transfert inverse de la tension 2b
V =10V
CE 2N 2218A 25 »
lc =tomA 2N 22194 4 10
f =1 kHz
Vap =10V
LCE A 2N 2218A 3 15 s
c =
& o1 kHe 2N 2219A| 6 35
Output admittance h
Admittance de sortie 22b
Vee = :gVA 2N 2218A| 10 100 s
lc =1om 2N 2219A| 25 200 b
f =1kHz
VCE =20V 2N 2218,A[ 250
Transition frequency _ f
Fréquence de transition Ilc =20mA T 2N 2219 MHz
f = 100 MHz 2N 2219 Al 300

4/6
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2N 2218, 2N 2218 A, 2N 2219, 2N 2219 A

STATIC CHARACTERISTICS T —250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
V, =1
Output capacitance cg =10V c 2N 2218,A] 8 .
Capacité de sortie IE = 22b 2N 2219,A] P
f =1MHz
Vep =05V
Input capacitance | - Ci1p 2N 2218 A 25 pF
Capacité d’entrée 2N 2219
£ =1MHz ﬁ
Real part of input impedance Ve =20V Reths - )
Partie réelle de I'impédance d’entrée lc =20mA elhye 60 Q
f = 300 MHz
) Veg =20V
Fardack e corsant ¢ -2omA | g w0 |
onstante dé temps f  =31,8MHz w
Vgg =10V
Ilc =100uA
Noise figure ) Rg =1kQ F 2N 2219 A 4 dB
Facteur de bruit
f =1kHz
Af =1Hz
SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
Figure 1
Gate controlled defay time 1y 2N 2218A 10 n
Retard 2 la croissance commandée par la v ~ — S
géchetts B ¥ 05V 2N 2219 A
Vee =30V
g =15mA
Rise time Figure 1| 'c ~150mA t, 2N 2218A - s
Temps de croissance 2N 2219A
. . . 2N 2218A
Carrier storage time Figure 2 t
Retard & la décroissance 9 Ve =30V s 2N 2219A 225 ns
IC ~ 150 mA
Igy ~15mA
Fall time Figure2| 'g2 ~—15mA t 2N 2218A] 60 ns
Temps de décroissance f 2N 2219A
5/6
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2N 2218, 2N 2218 A, 2N 2219, 2N 2219 A

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA

TION

Figure 1
0,1 uF 619 Q
Generator
Générateur
Z2=5082 |ls00 1kQ 200 Q
t, < 2ns
tp < 200 ns
- +
05V T 30V
+10,4‘V/——\_ +
0
A\
Figure 2
1k2
Generator
Générateur
Z =500
~100 s 1N 916 200 20 k2
<5ns
+16,2v -Oscilloscope
50 Oscilloscope
E 3v 30V » 0 Z > 100 kQ
C < 12pF
0 t. <6ns
-138V
— ~500 us

—@ Oscilloscope

Oscilloscope

Z > 100k
C < 12pF

1, Sns
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR *2 N 2221 ,A
TRANSISTORS NPN SILICIUM. PLANAR EPITAXIAUX *ZN 22 22 A
’

Compl. of 2N 2906, A - 2N 2907, A

K Preferred device
Dispositif recommandé

30V 2N 2221 - 2N 2222

40V 2N 2221 A-2N 2222 A

- Medium current switching Ic 08A
Commutation & moyen courant

- LF or BF small or large signal amplification
Amplification BF ou HF petits ou grands signaux VCEO {

ho1E 40120 2N 2221,A
(150 mA) 1 100-300 2N 2222, A

f { 250 MHz min
T 300 MHz min 2N 2222 A
VCEsat { 1v max 2N 2221 A-2222 A
(500 mA)t 16V max 2N 2221-2N 2222
Dissipation Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté  CB-6 derniéres pages
P!oi
(Wika
15 | Bottom view
" ] I Vue de dessous
! (2)
N c (Je
| N
1 B
1
05
| N
iT oC 1
: o \k', Tamb( Lo Weight : 0,32g Collector is connected to case
0 50 100 150 200 Teaee(°C) (2 Masse Le collectsur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b=+25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
2N 2221 2N 2221 A
2N 2222 2N 2222 A
Coilector-base voltage v
Tension collecteur-base cBo 60 75 \
Collector-emitter voltage Veeo 30 40 v
Tension collecteur-émetteur
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 5 6 v
Collector current ]
Courant collecteur c 0.8 0.8 A
T = 25°C (1) 05 0,5
Power dissipation amb Ptot ! w
Dissipation de puissance T ace = 25°C (2) 1.8 18 w
Junction temperature T.
Température de jonction max ] +175 +175 °C
Storage temperature min T, —65 —65 °C
Température de stockage max 9 1200 +200 oc
75-50 1/6
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2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A

STATIC CHARACTERISTICS T =250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vag =50V 2N 2221
cB 10 nA
g =0 2N 2222
V =60V
| cB _ 2N 2221 A 10 nA
E 2N 2222 A
Collector-base cut-off current Vgg =50V
Courant résiduel collecteur-base IE = |c50 2N 2221 10 uA
Top= 150°C 2N 2222
Veag =60V
.ECB - 2N 2221 A o "
= 2N 2222 A
Tamb 150°C
Collector-emitter cut-off current Vge =3V legx  [PN2221 A 10 A
Courant résiduel collecteur-émetteur VC E =60V Cl ’2N 2222 Al n
Base cut-off current Vgg =3V | 2N 2221 A|
Courant résiduel de la base Vee = 60V BEX ON 2222 A -20 nA
Emitter-base cut-off current Vgg =3V |
Courant résiduel émetteur-base e = EBO 10 nA
2N 2221 60 v
_ 2N 2222
Collector-base breakdown voltage | v
Tension de claquage collecteur-base 'C =10pA (BR)CBO
2N 2221 A| 75 v
2N 2222 A
2N 2221 5 v
- 2N 2222
Collector-emitter breakdown voltage ig =0 v *
Tension de claquage collecteur-émetteur ] c =10 mA (BR)CEO
2N 2221 A
40 v
2N 2222 A
2N 2221
5 \
= 2N 2222
Emitter-base breakdown voltage V(BR)EBO
Tension de claquage émettsur-base IE =10 uA
2N 2221 A 6 v
2N 2222 Al

* pylsed t, =200 us
Impulsions P

5§ <1%

2/6
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2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A

STATIC CHARACTERISTICS T =250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions "
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =10V 2N2221,4 20
IC =0,1mA 2N 2222, Al 35
Veg =10V hyg  [PN2221A 25
Ilc =1mA 2N 2222,A 50
Veg =10V 2N 22214 35
IC =10 mA 2N 2222,A| 75
Vee=1V 2N 2221,A] 20
lc =150mA 2N 2222,A| 50
Static forward current transfer ratio
;;:zr;:a;zz:::tu rapport de transfert VCE =10V oN 2221 A 40 120
'C =150 mA n * 2N 2222, A 100 300
21E
2N 2221 | 20
2N 2222 | 30
VCE =10V
Ilc =S500mA 2N 2221 Al 25
2N 2222 Al 40
\ =10V
B8 omA h 2N 2221 Al 15
c —'omA 1B bN2222 4| 35
T = —55°C
amb
S A g =150mA |7 =l oy 999
ol lg =15mA b 2N 2222 v
10 e o) N
tn =500 mA 2N 2221
C X
lg =50mA * 12N 2222 16 v
Collector-emitter saturation voltage VCEsat
Tension de J He é - N B
I .~ lc =180mA | © - 2N 2221 A P v
T lg” =18mA |- - " DN2222 A @ ’
) \'-5\‘:{“ e =500mA | 7. . ~ JaNn2221A ,
o lg =50mA .. “l2N2222 A v
lc =150 mA 2N 2221 13
) ) lg =15mA 2N 2222 ’
Base-emitter saturation voltage VBE
Tension de saturation base-émetteur sat
lc =500mA 2N 2221 26
lg =50mA 2N 2222 '
* Pylsed t =200us & <1%
Impulsions
3/6
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2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A

STATIC CHARACTERISTICS T —250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions H
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
| =150 mA
IC —15mA 2N 2221 A 06 1.2 v
. . B 2N 2222 A|
Base-emitter saturation voltage Vv, *
Tension de saturation base-émetteur _ BEsat
lc =S500mA 2N 2221 A
lg =B0mA 2N 2222 A 2 M
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veg =10V
= 2N 2221 A 30 150
|C =1mA
§ =1 KkHz 2N 2222 A] 50 300
Forward current transfer ratio h
Rapport de transfert direct du courant 21e
Ve =10V
e =10mA 2N 2221 Al 50 300
f =1 kHz 2N 2222 Al 75 375
JeeZ :Om‘; 2N 2221 A 1 35 o
c ~ 2N 2222 Al 2 8
f =1 kHz
Input impedance h
Impédance d’entrée 11e
Ve =10V
CE _ 2N 2221 A 0,2 1
IC =10 mA %)
f =1kHz 2N 2222 A| 0,25 1,25
Vap =10V
CE
Ic =1mA 2N 2221 A 5 "
f =1kHz 2N 2222 A 8 10
Reverse voltage transfer ratio h
Rapport de transfert inverse de la tension 12b
VCE =10V
lc =10mA 2N 2221 A 25 10
¢ =1KHz 2N 2222 A 4
Vap =10V
Ce _ oN 2221 A 3 15
'C =1mA us
§ =1 kHz 2N 2222 A 5 35
Output admittance h
Admittance de sortie 22b
:’CE =:8x|A 2N 2221 A 10 100
c = s
1 e 2N 2222 Al 25 200

* pyised t =200us 6 < 1%
Impulsions
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2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
2N 2221 A MH
i Veg =20V N 2222 | 2%0 z
Transition frequency | =20 mA £
Fréquence de transition § — 100 MHz T I -
Veg =10V
Output capacitance 'E - C22b 2N 2221,A 8 oF
C: jté di i
apaCite e sortie f =1 MHz 2N 2222,A
Vegg =05V
Input capacitance | EB — Ci1b 2N 2221 A - ;
Capacité d'entrée - N 2222 A p
f =1 MHz
Veg =20V
Feedback time constant |CCE = 20mA bl  PN2221A 150 o
Constante de temps de réaction ¢ = 31,8 MHz w 12N 2222 A
VCE =10V
lc =100pA
Noise figure R. =1k&
Facteur de bruit G F FN 2222 A 4 4B
f =1kHz
Af =1Hz
SWITCHING CHARACTERISTICS T b= 25°C
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION am
Gate controlied delay time
Retard 8 la croissance commandée par la Vv, ~_-05V 4 EN 2221 A 10 ns
géchette Figure 1 | BE ~ 15’mA N 2222 A
B1
Rise time lc ~ 150 mA t 2N 2221 A 25
Temps de croissance Figure 1 ’ 2N 2222 A ns
Carrier storage time t 2N 2221 A
Retard & la décroissance Ei lc =~150mA s 2N 2222 A| 225 ns
igure 2 lg; ~15mA
Fall time lgp =-15 mA 2N 2221 A
Temps de décroissance Figure 2 h; 12N 2222 A 60 ne
5/6
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2N 2221, 2N 2221 A, 2N 2222, 2N 2222 A

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

Figure 1
0,1 uF 619 0 -®
. ©__y-—l Oscilloscope
Generator Oscilloscope
Générateur Z = 100 k2
Z =508 C < 12pF
t < 2ns t, < 5ns
t < 200 ns
+10,4 V P [ 50 Q
+
05V 2 +30V
Y
0
&
Figdre 2
Generator
Générateur
~ 100 us Z =500 1N 916
-
<5ns
+16,2V Oscilloscope
Oscilloscope
3V Z = 100 k2
C < 12pF
t, < 6ns
0 -138V
~ 500 us N

6/6
182



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 2N 2243 A
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

- HF ampiification
Amplification HF
- Switching Veso 120V
Commutation
h21E(150 mA) 40 - 120
VCEsat 0,35 V max 2N 2243
(150 mA/15mA) 0,25 V max 2N 2243 A
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté  CB-7 derniéres pages
P(ot
(W)
0,8
l
1 N,
08 \ c E
I
0,4 ! AN
! \ B
0,2 | N
i
o1 - Weight : 0,9 g. Collector is connected to case
60 100 150 200 Tamb!*E Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b =+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)

Collector-base voltage Vv
Tension collecteur-base cBO 120 Y
Collector-emitter voltage V.

Tension collecteur-émetteur CEO 80 v
Emitter-base voltage v

Tension émetteur-base EBO 7 Vv
Collector current i

Courant collecteur C 1 A
Power dissipation Tamb = 25°C Prot 08 w
Dissipation de puissance Tcase = 25°C 28 w
Junction temperature T

Température de jonction max. i 200 °C
Storage temperature min. T — 65 °C
Température de stockage max. stg +200 oc

76-.20 1/4
¥momso~-w=
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2N 2243, 2N 2243 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =60V
8 _ 10 nA
lg =0
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base cBoO
Veg =60V
| =
E 15 HA
Tamp™= 150°C
Emitter-base cut-off current Veg =5V |
Courant résiduel émetteur-bass | CE = EBO 50 nA
| =100 uA *
Collector-base breakdown voltage C Vv
Tension de claquage collecteur-base IE = (BR)CBO 120 v
Collector-emitter breakdown voltage lc =25mA v *
Tension de claquage collecteur-émetteur I(B: = (BRICEO 80 A
Emitter-base breakdown volitage lg =100uA v
Tension de claquage émetteur-base e = (BRIEBO 7 v
Veg =10V
Ilc =01mA 15
Ve =10V
CE h
ic =10mA 2E 30
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert
direct du courant
Veg =10V
Il =10mA 20
N Tamp= —55°C
Vag =10V *
.CCE —150ma | - M2iE 40 120

* pulsed t,=300uS 8 <2%
Impulsions
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2N 2243, 2N 2243 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =10V 5
Ic = 500 mA
Static forward current transfer ratio h *
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant v =1v
CE —
= 30
lc =150mA
Collector-emitter saturation voltage IC f 150 mA VCEsat 2N 2243 0,35 v
Tension de saturation collecteur-émetteur lg =15mA 2N 2243A 0.25 v
. . | =150 mA
Base-emitter saturation voltage (] Vv
Tension de saturation base-émetteur lg =15mA BEsat 1,3 Y]
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
Vep =10V
Forward current transfer ratio 1 CE =50 mA h
Rapport de transfert direct du courant c - m 21e 2,5
f =20 MHz
Vag =10V
Output capacitance cB _
Capacité de sortie IE = C22b 15 pF
f =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
.'l,tﬁn_ctuon-a[nbne'nt tl;;:r:lﬁl reﬂstgnce‘ Rth(j-a) 220 og/W
Junction-case thermal resistance Ry o
Résis thermique (f ion-boitier) th(j-c) 58 °c/w
*Pulsed
En impulsions
3/4
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2N 2243, 2N 2243 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

(mA) T T ] i) | T et awh J= i
) A6 C—Tra ™
09//0‘;«}% ST [,
/
- o1 L P e
= T 1 R gty
~ oo™ —— 8 mA
— —T ,—-ﬂ——-’
// // (1)5‘“# | / et A
60 IF = v 1 300 6 m. ﬂ_
//’ﬁ,ﬁ wh 4 /\/'—‘
4amA
40 al "‘\//i/i - 200 4 -
// i 0.3‘“"'\ L
=
// i l 0,2 mA IB=2rnA
20 | —r—r— 100 |
o l 15 =0, mAJ d
ol | 1 ‘ J ‘ 0
0 10 20 30 40 Vv 0 2 3 4 v
e 555C
/
150 / 00°c | \
WA
125 /
/ \
100 25°C
75 \
50 j Tomp = —55°C \
4 o~
A1 TN N
25 ] > -
Lt
0
2 5 2 5 2 5 2 5 2
102" 10" 0% 10t 102

a/a
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL %ZN 2368
TRANSISTORS NPN SILICIUM, EPITAXIAUX *2 N 23 69

K Preferred device
Dispositif recommandé

- HF small signal amplification
Amplification HF petits signaux

V 1BV
- Low current fast switching CEO
Commutation rapide faible courant IC 200 mA

20 - 60 2N 2368

hope(10 mA {
216(0MA) V05 120 2N 2369

¢ {400 MHz 2N 2368

T 500 MHz 2N 2369
Maximum power dissipation Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages
P[O‘
w)

"2 17 c (e
N <

|

0,8 I
' [ N @

! \ Bottom view
0.4 t n N Vue de dessous

L T, pl°C) (1)
o 1 T“’“’ o Weight : 0,32¢g Collector is connected to case

[} 50 150 100 case(°C) (2) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D°UTILISATION am (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage V]
Tension collecteur-base cBO 40 v
Collector-emitter voltage Vv
Tension collectsur-émetteur CES 40 v
Collector-emitter voitage
Tension collecteur€émetteur VCEO 15 v
Emitter-base voltage Vv
Tension émetteur-base EBO 4.5 A
1
Collector current c 200 mA
Courant collecteur tp = 10 us | oM 500
T = 25°

Power dissipation amb = 25°C (1) Piot 0,36 W
Dissipation de puissance Tcase = 25°C (2) 1,2
Junction temperature T. o
Température de jonction max ] 200 c
Storage temperature min T —65 °C
Température de stockage max stg +200 °C

76-01 /7
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2N 2369, 2N 2369

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vagp =20V
|ECB _ 04
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base 'VEB f 20V €8O 5 30 HA
Tim_b =150°C
] =
Collector-base breakdown voltage Vv
Tension de claquage collectsur-base IC =10 uA (BRICBO 40 v
. Ve =0
Collector-emitter breakdown voltage BE Vv
Tension de claquage collecteur€metteur Ic =10 uA (BRICES 40
\
Collector-emitter breakdown voltage ! = \ *
Tension de claquage collecteur-émetteur Ic =10 mA (BR)CEO 15
. | =0
Emitter-base breakdown voltage \
Tension de claquage émetteur-base |E =10 uA (BRIEBO 4.5 v
Veg =1V 2N 2368 | 20 60
Ic =T10mA 20N 2369 | 40 120
Static forward current transfer ratio V=2V P 2N 2368 | 10
Valeur statique du rapport de transfert _ 21E .
direct du courant lC =100 mA 2N 2369 | 20
IVCE = }OV A 2N 2368 | 10
=10m
Tacmb = —55°C 2N 2369 | 20
: i ] =10mA
Collector-emitter saturation valtage C \Y/
Tension de saturation collecteur-émetteur iB =1 mA CEsat 0,16 0,25 v
R i | =10 mA
Base-emitter saturation voltage [ Vv
Tension de saturation base-émetteur IB =1mA BEsat 0.7 0,85 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
- Veg =10V 2N 2368 | 400 600 °
Transition frequency \ =10 mA f MHz
Fréquence de transition c T
f =100 MHz 2N 2369 | 500 700
Veg = 5V
Output capacitance | =0 Cyop 25 4 oF
Capacité de sortie fE — 1 MHz 4
SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
Vg ®-15V
Turn-on time " | ~3 mA
el (fig. 1) B tg+t, 8 12 ns
Temps total d’établissement IC ~ 10 mA
| ~ 10 mA
Turn-off time (fig. 1) ,‘;1 ~3mA ey |28 1n 15 .
Te total de . S
ormps total do coupur lgg ~—15mA 2N 2369 14 18
] ~ 10 mA
Carrier storage time (fig. 2) |(B:1 ~10 mA ¢, 2N 2368 5 10 o
la de i .
Retord & la décroissance gy ~—10mA 2N 2369 6 13
* Pulsed 1, =300us 8 <2%
Impulsions
2/7
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2N 2368, 2N 2369

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

Figure 1 2209 01 uF
33KkQ eV _
Generator Vy —{ 1} Oscilloscope
Générateur 33kQ ‘\g 50 Q2 Oscilloscope
Z =500 I|&3nF 2,3nF|| z : ?OQ
t ns
t, < 1ns 5 nF P -
t. = 300 ns
5 < 2% 0.1 uF 0.1 uF
+
?VBB 11.—_ 3v
1
A\
Vgg = 3V
v, =+15v |e—lgtl — [ttt — Vgg = +12V
0 \ = -
TN —10% 1 15V
Vi v,
oL 0% —\
— 90 %
\
90 %] 2 /
Figure 2
V2
Vq Oscilloscope
Generator Oscillossope
Générateur
Z = 50Q
Z =509
<1 t, < 1ns
t, < 1ns
ty = 300 ns
§ <2%
Signal at point €A» y
Signal au point “A? 6V ——-10 %
Input signal
Signal d’entrée 0 0 ——m— V1 —
) -4V
|
tg \
-0V
Output signal V2
gna
Signal de sortie —A—10% y
3/7
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2N 2368, 2N 2369

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

T

amb

2N 2368
=25°C

02 mA

A

0,1 MA —

\

3\

/

~
/wmA /
— 7
—

/
1g =005 mA /

5 10 15 Vee V)
'C | I
{mA) b 2N 2369
017'/ =
Ta mb 25°C

L~
5P /

~N

/
M=
g
—
p—

/
o
/
n S

5
[ =0,056m
Ry
0,02 mA
0
5 10 15

VegW)

(mA) 2N 2368
Tomb = 25°C
200
6mA
‘—____,——,
/ 5&/
150 v —
/ amA |t
/‘
100 // 3mA
L]
2mA
"]
soll— 1 mA
Ig=05mA
0
1 2 3 4 Vg
e
(mA) 2N 2369
Tamb, =25°Cc
200
5mA | —
/ /A
am
150 - B
A
2mA
100 o b
1,5mA
/,/’——— 1mA
50
=0,5mA
0
1 2 3 4 Vv
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2N 2368, 2N 2369

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

21E

T T
2N 2368 I
Ly —sy 150°C
CE /r"\\
80 \\
N\
60
25°C
40 —
e
20 // Tamp = —55°C
/// \‘
—
0
2 5 2 5 2 5 2 5
02wt 1ef 10" cimAl
Y] J— —
2N 2369 | 150°C
180 Vg =5 V. S
/|
/r \
100
25°C
~
1
50
L~ Tamp = —55°C
Pl — -
L+
0
2 5 2 5 2 5 2 5
102 10! 10° 10’ Ic(mA}

BE
(V) | 2N 2368
| Veg =5V
1 —
/
_lgec L1
Tamd 41
08
e
1
06 et
// \fﬁﬁ/
= 1
el 4/
0,4 =
L+
0,2
2 5 2 S 2 5 2 5
102 107" 10° 10! IcimAl
Ve
| 2N 2369 |
- VCE =5V
1 LA
,8500 /
xa‘.‘,b/r//
08 =T
15°//‘
—
I~
06 st .
&S~
04 ]
K _‘///
0,2
2 5 5 5
102 107" 100 10" (mA)

191




2N 2368, 2N 2369

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

vCEsat
(V) |2N 2368
1
=10
B
0,5
0,4
03 /
0,2 — /
\\.\Tamb =25°C
0.1
2 5 2 2 5
10! 100 10’ 102 Ig(mA)
Vf‘::a
tv) | 2N 2369
|
£=10
8
0,5
0.4
03 l
0,2 -
\\\\Tam =25°C
0,1
2 5 2 5 2
107" 10° 10° 102 Ic(mA)
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2N 2368, 2N 2369

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

-t T r——r—— t -t T
sy [—2n 2368 Vg clamping =1,5 v Sst } 2n 2368 |
v . blocage = 1,5 V IB] =_|E2
- 8 | t
:S\'i\ | .
K L. =201
\\‘\ \\C
N \\l\
\\ \\ N —| 20
20 \‘4\ HIES | N
N I = 101
NI, € B N 201
10 SN~ 10 Bl
A} . AY e
RUANEN 1 N 101
5 | NI M 5 \\ ) et
T ANEIIRN 4 1.=51
_ c=°'g
= Slg \\ N M
\\ \ ) e
2 ) - <1,<201
t s S I B
--< d . \ .
| t N -
. o ~ el ]
107 10° 10 I (ma) 107! 100 10 Ig (mA)
- T ——TT t-t
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ns
Vg b =15v N |2N "EG"I
50 50 81~ "'s2
\\
~\ \\
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20 B 2 20 N AN
\\\\\-. - \ C‘%?o
> /
T N 3
™ o N\ 10 N, N 70
10 LTSNS ST / AN
) A / 6‘/] \\// R
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL 2N 2369 A
TRANSISTOR NPN SILICIUM, EPITAXIAL

- HF small signal amplification
Amplification HF petits signaux

V, 15
- Low current fast switching CEO
Commutation rapide faible courant 1 c 200 mA

hg1g (10mA)  40-120

fr 500 MHz  min
Maximum power dissipation Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boritier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages
Prot
W)
e
[ 2) B
0.8 : \\ Bottom view
] Vue de dessous
]
04 N
R T 3eel°C) (1)
° 1 'rcase("c) . Weight : 0,329 Collector is connected to case
o 50 100 150 amb Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b=+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base €80 40 v
Collector-emitter voitage Vv
Tension collecteur-émetteur CES 40 v
Collector-emitter voltage V,
Tension collecteur-émetteur CEO 15 A
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 4,5 v
Collector current |C 200 mA
C =]
ourant collecteur ty 10 us lem 500
= o
Power dissipation Tamp =25°C (1) Prot 0,36 w
Dissipation de puissance Tcase =25°C (2) 1,2
Junction temperature L
Température de jonction max Tl 200 °c
Storage temperature min T —65 oC
Température de stockage max stg +200 °C
75-43  1/6
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2N 2369 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =20V
Collector-base cut-off current | = |
Courant résiduel collecteur-base E = 150°C cso 5 30 HA
Tamb =
. Voe =
Collector-emitter cut-off current BE 1
Courant résiduel collecteur-<émetteur Veg =20 \ CES 0,03 0,4 uA
1 =
Collector-base breakdown voltage E Y
Tension de claquage collecteur-base lc =104A (BRICBO 40 v
Vo =
BE \ 40 \
lc =10pA (BRICES
Collector-emitter breakdown voltage
Tension de claquage collecteurdémetteur |
B = \Y *
o =10mA (BR)CEO 15 Vv
. | =
Emitter-base breakdown voltage v 45
Tension de claquage émetteur-base lg =10uA (BRIEBO v
Veg =038V 40 120
lc =10mA
Vap =1V
CE
lc =10mA 40 120
Static forward current transfer ratio Vg =04V
Valeur statique du rapport de transfert | =30 mA h * 30 50
dirsct du courant c - 21E
Ve =1V
CE
lc =100mA 20 35
Veg =035V
'C =10 mA 20
Tamb™= —55°C
'C =10mA
0,16 0,2
lg =1mA ' .
Collector-emitter saturation voltage v;
Tension de i ! -$mettaur Ilc =10mA CEsat v
lg =1mA 0,18 0,3
Tamp= 125°C
* Pulsed 1, =300us 5 <2%
Impulsions
2/6
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2N 2369 A

STATIC CHARACTERISTICS T -250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
1 =30 mA
S _zma 02 025
Collector-emitter saturation voltage B VCE sat
Tension de i -6metteur v
Ilc =100mA 04 05
lg =10mA ’ 4
Ilc =10mA
g =1mA 0,70 0,85
lc =10mA
lg =1mA 0,59 1,02
Base-emitter saturation voltage I-65°C<T,  <+125°C] v
Tension de saturation base-émetteur amb BEsat v
lc =30mA
lg =3mA 09 115
lc =100mA
lg =10mA 1T 16
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veg =10V
Transition frequency -
Fréquence de transition ! 10mA T 500 700 MHz
f =100 MHz
Veg =5V
Output capacitance - o]
Capacité de sortie 'e 0 22b 23 4 pF
f =1 MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
Vgg =-15V
Turn-on time ; ln =10mA 8 12
Temps total d‘établissement (fig. 1) c m td + t’ ns
lg =3mA
lc = 10 mA
Turn-off time ig. 1 | =3mA t + 14 18
Temps total de coupure tfig. 1) |g; = _15mA st U ns
lc =10mA
Carrier storage time " = t
Retard & /a décroissance {fig. 2) IB1 10mA s 6 13 ns
lgg =—10mA

3/6
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2N 2369 A

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

220 Q 0,1 uF
Figure 1
i Va
Oscilloscope
Generator Oscilloscope
Générateur
2 =508
Z =508 <
t S 1ns
t. < 1ns r
t = 300ns
5 <2%
A\
le—— ty 1 — tg + tp—p Vgg = T12V
0 Vy =-15v
] - 10%
Ves ~ 3V " 10% "
vV, = Tisv 0 X1+
1 — 90%
V.
90%|2 |V2 /
F‘
Figure 2
g0 O1uF 1kQ
Vi
Generator Oscilloscope
Générateur Oscilloscope
Z=50Q 56 2 Z =500
t, < 1ns 11v+ t, < 1ns
t = 300ns -T T_10 v
5§ <2% ——
+6V |
i 10%
Signal at point¢«A»
Signal au point ¢A»
0 0—— V1 —]
I _av
Input signal Vv [
Signal d’antrée 1 ' —
Lt
10V > %- [
o ignal Va2
utput signa %
Signal de sortie =" Y
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2N 2369 A

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

o]
(mA [} T |_25"0
2 amb
(X 0’,1@# -
] Y
15 e
e’
10 oA mA//
/—’/
5 0,08 ™A va
—
|, =002 mA
0 5 10 15 Vegiv)
Pote____ —
VCE=5V 150°C
150 \\
P \
100
25°C
L~
// \\
A
50
T = —55°C|
amb
/ | \\
4// N
0
2 5 2 5 2 5 2 5
102 10" 100 107 1mA)

{ C)
A =
m Tamb‘ 25°C
200 !
/BF&’-
// amh
%;/ 2mA
— |
100 ~ T 1,5 mA—
// 1mA
| e
50 = 14 =05mA—]
0
0 1 2 3 4 VeeV)
Vee
M vee =5 V|
1
L~
08 e I
1 el
|4
0,6
0,4
0,2
22 5 2 5 2 5 2 5
10 w100 10’ iclmA)




2N 2369 A

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

VCEsa
W[ =
15=011¢
0,5
0,4
0,3 /
Tamb=25°c
0,2 74
\\ /
0,1
2 5 2 5 5 2 5
107" 100 10! 102 IglmA)
td-t ‘S"f
(ns) e (ns) T
"2 VBEbIocage 15V 8k—'81 = "'g2
6 6
AP 4
3
:\\ :\. \
~|
2SS LS 2N N N
~N < t‘h 20 lB » \ W\ia/
NN S 70 %
10! I N N 10! AN , A
N \“ N . \ s \{ e
6 \/' < N LA \‘, \_‘\/
101 P
LR DN N7
4 1t N 4 T LPD ~—_]
Ic=51g | M| N 02
N ~ AR,
2 < 2fo'e
-ty ~N L~ te
100 - 10° b e
2 4 6 8 2 4 8 2 4 6 8 2 4 6 8
10° 10! I (mA) 100 10 IgmA)
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 2 N 2483
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX *2 N 2 48 4

% Preferred device
Dispositif recommandé

- LF small signal amplification (low noise)
Amplification BF petits signaux (faible bruit)
Vceo 60V
h21g { 40-120 2N 2483
(10uA) 100 - 500 2N 2484
E { 4 dB max 2N 2483
3dB max 2N 2484
Maximum power dissipation Case TO-18 — Seeoutlinedrawing CB-6 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 dernidres pages

P

w
T c@e

1,2
TN B

AN
0.8 t N Bottom view

| Q Vue de dessous
0.4 ! N

| (1)

! '\"\ TompC) (1) . .
o %060 (2) Weight :  0,32¢ Collector is connected to case

0o 50 100 150 case Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = +250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage V,
Tension collecteur-base cBO 60 v
Coliector-emitter voltage V
Tension collecteur-émetteur CEO 60 v
Emitter-base voltage \
Tension émetteur-base EsO 6 v
Collector current |
Courant collecteur c 50 mA
T =25°C (1 0,36

Power dissipation amb " Piot w
Dissipation de puissance Tcase =25°C (2) 1.2
Junction temperature T.
Température de jonction max 1 200 °c
Storage temperature min T —65 oC
Température de stockage max stg +200 oC

76-02 1/8
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2N 2483, 2N 2484

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb=25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Vep =45V 0,05 10 nA
lg =0
Collector-base cut-off current 'CBO
Courant résiduel collecteur-base VCB =45V
IE =0 0,05 10 MA
Tamb= 150°C
R Vap =5V
Collector-emitter cut-off current CE |
Courant résiduel collecteur-émetteur lg =0 CEO 0.1 nA
Emitter-base cut-off current Veg =5V |
Courant résiduel émetteur-base | c = 0 EBO 0,01 10 nA
| =0
Collector-base breakdown voltage E Vv
Tension de claquage collecteur-base i c = 10 A (BRICBO 60 v
. ) =
Collector-emitter breakdown voltage B \%
Tension de claquage collecteur-émetteur lc =10 mA (BR)CEO* 60 v
Emitter-base breakdown voltage ! = v
Tension de claquage émettsur-base e =10pA (BR)EBO 6 v
Vap =5V
CE
ic =1pA 50
Vegp =5V
CE
| c = 10 uA 40 120
Veg =5V 75
Ilc =100pA h2e
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert Vc ET 5V
direct du courant lc =500uA 2N 2483 | 100
Ve =56V
|CCE =1mA 175 250
Vap =5V
CE heyq ¥
ic =10mA 21E 350 500
Veg =5V
IC =10 uA h21 E 10 25
Tamb= —55°C
* pylsed t, =300us & <2%
Impulsions
2/8
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2N 2483, 2N 2484

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

T =25°C

amb

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vep=58V
CE
Ic =1KA 30 150
Veg =5V
CE
e =10pA 100 500
Veg =5V
CE h21E
lc =100 uA 175
Static forward current transfer ratio Veg =5V
Valeur statique du rapport de transfert 200
direct du courant lc  =500uA 2N 2484
Vep =5V
| CE — 1 250
c = mA
Veg =5V ¥*
CE h21€ 450 800
‘C =10 mA
Ve =5V
Il =104A h21E 20 90
= _RRO
Tamb_ 556°C
: Vep =5V
Base-emitter voitage CE \
Tension base-émetteur lc = 100 uA BE 0,50 070 v
Collector-emitter saturation voltage IC =1mA VCE 008 035
Tension de z e IB =0,1mA sat . 4 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vee =5V 2N 2483 | 80 450
Forward current transfer ratio . =1mA hote
Rapport de transfert direct du courant c
f =1 kHz 2N 2484 | 150 900
2N 2483 | 15 13
Veg =5V h11e KQ
Input impedance | =1mA 2N 2484 | 35 24
Impédance d’entrée c
f =1 kHz h
11b 25 32 Q
. Veg =5V 2N 2483 4 8
Reverse voltage transfer ratio C _ h -4
Rapport de transfert inverse de la tension 'C =1mA 12e 10
f =1kHz 2N 2484 5 8
* pylsed o =300us & <2%
Impulsions
3/8
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2N 2483, 2N 2484

STATIC CHARACTERISTICS T =25¢C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Output admittance Vee =5V h 2N 2483 18 30
Admittance de sortie Ilc =1mA 22b us
f o =1kHz 2N 2484 26 40
Veg =5V 2N 2483 | 12
’C =50 uA
f =5
Transition frequency MHz 2N 2484 | 15
Fréquence de transition fr MHz
Veg =5V
le =500uA 60 175
f =30 MHz
Output capacitance Vap =5V
Capacité de sortie |ECB =0 Ca2p 3 6 pF
input capacitance Vgg = 05V
Capacité d’entrée | CE =0 c'l 1b 35 6 pF
Vee =5V 2N 2483 45 15
'C =10 uA
RG =10k
f =100 Hz
Af =20Hz 2N 2484 35 10
Veg =5V 2N 2483 19 4
IC =10 nA
RG =10 k2
f o =1kHz 2N 2484 18 3
Af =200 Hz
Noise figure
Facteur da bruit F dB
Veg =5V 2N 2483 07 3
Ic =10 A
RG =10 k2
f =10 kHz
Af =2 kHz 2N 2484 06 2
Veg =5V 2N 2483 19 4
lc =10pA
Rg =10kQ
10 Hz<f<10 kHz 2N 2484 18 3
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2N 2483, 2N 2484

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

a1e hate
2N 2483 2N 2484
Veg =5V 900 Veg =5V,
400 800
700
300 /,.. 600
N 500
e =25C 1 T~
200 400
300
100 200
LA
100
0 0
2 5 5 5 2 5 2 5 2 5 2 5
0% 10? 107 10° igma) 103 107" 100 1imAl
21 VCEsa
VCE=5V (Vg IC=10|B
6
4
0.8 ] 2
o
- ] 100 /
Tamb—25°C |t s
0,6 6
¢ A
1
2
04
10!
8
6
0,2 a
2
0 103
2 4 68 2 2 468 1 68 2 4 68
107 10° 10’ IgimA) 10 10 Ig(mA)
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2N 2483, 2N 2484

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

hate 2 .
VCE =5V 2N 2483 2N 2484
f =1 kHz 900
500 . Y 800
4
Ny 4 700 oC
400 7 \25 y”\
600 —
e \
300 500
A e A TN
Y A 400
0 : \ d ol
0 I 300 .
oG — -58°
7 41‘-"" — 200 | Ty
100 > T o L—1
1 1 -l
L 100 —=
0 o}
2 5 2 5 2 5 2 5
103 1072 10" 100 IcimA) 103 102 10! 0% 1c(ma)
a
p \ Ig=0 {pF) lc=0
4 \ 4
\\
3 ~ 3
\
—]
2 2 \\_
1 1
0 0
(] 4 8 12 18 VegV) 0 2 4 6 8 vggv)
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2N 2483, 2N 2484

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

F
(dB) 2N 2483
Veg =5V |
10 Hz <f <10 kHz
8

N T =
o Ic=10uA
0 2 4 6 8 1 2 6 8
10 10 RG(kﬂ)
F
(dB)
2N 2484
Veg =5V
6 10 Hz <f <10 kHz
5 /

/

N
2
2
T\ \
AWV
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2N 2483, 2N 2484

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

F
(dB) ] T T
N isdhrvay,
A b =20
10 \ R(‘:G =1oo‘g;QI /
8 \ RN /
\ \ ELTN,
+ R. = 10000 §2
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; Vil
: NN Vi
\\ ) /| d 2N 2483 |
~
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102 108 10° 10° 108 107 108 f(Hz)
B i T T T
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Rg —100009/\ V /l RN
N f Al _1m
\ \ l Rg = 00 §2
4 _A
J / /
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR ZN 28bb
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

- VHF amplification small signal

Amplification VHF petits signaux
- Mixer and oscillator applications
Applications en mélangeur et oscillateur Veso 25V
Ic 50 mA
h21 E(4 mA) 20 - 200
CZZb“ MHz) 25pF max.
Dissipation Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on fast pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-4 derniéres pages
P(ot
w)
0,2
t M
RIEAN cJe
[ \ B
0.1 N
1
|
0,05 [ ;
: N
oL Weight : 0,7 g. Connection M is connected to case
[¢] 50 100 150 200 Tamb(OC) Masse La connexion M est reliée au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T - +25°C (Unless otherwise stated)
amb {Sauf indications contraires)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 25 Vv

Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 13 Y

Emitter-base voltage
Tension émetteur-base v EBO 3 v

Collector current |
Courant collecteur [ 50 mA
Power dissipation max. Prot 200 W

Dissipation de puissance

Storage temperature min, Y °oC

Température de stockage max. TStQ +200 °C
76-26 1/3
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2N 2865

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base breakdown voltage Ilc =1pA v 25 v
Tension de claquage collecteur-base lg =0 (BR)CBO
Collector-emitter breakdown voltage Ic =4mA *
Tension de claquage collecteur-émetteur |B = V(BR)CEO 13 v
Emitter-base breakdown voltage tg =10uA
Tension de claquage émetteur-base Ic = V(BR) EBO 3 v
Collector-base cut-off current Veg =15V )
Courant résiduel collecteur-base g = CBO 10 nA
Static forward current transfer ratio Veg =10V
Valeur statique du rapport de transfert | =4mA h2-| E 20 200
direct du courant Cc
Collector-emitter saturation voltage lc =10mA
Tension de saturation collecteur-émetteur g =1mA VeEsat 04 \
Base-emitter saturation voltage 'C =10mA v
Tension de saturation base-émetteur lg =1mA BEsat 1 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
ot imoed Veg =10V
nput impedance _
Impédance d'entrée fc =4mA hite 20 200
f =1 kHz
o . VCB =10V
utput capacitance _ c
Capacité de sortie IE 22b 25 pF
f  =1MHz
* Pulsed o= 300pus & < 2%
Impulsions
2/3
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2N 2865

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) (Followin
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Suite)

9} Tymp = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCB =10V
Collector-base time constant | —4mA Thb’ Cb,c 15 ps
C de temps colle base E
f =50 MHz
Vee = v
Transition frequency —
Fréquence de transition lC 4 mA r 600 MHz
f =200 MHz
Ve = [AY
g = 1,5mA
Noise figure -
Facteur de bruit Rg =75Q F 45 dB
f =200 MHz
Af  =1Hz
Veg = 0V
Neutralized small signal power gain _
Gain en puissance (neutrodyné) lC =4mA 16,5 dB
f = 200 MHz
Gp
Ve = Vv
Un neutralized small signal power gain —
Gain en puissance (non neutrodyné) |C 4 mA 10 dB
f = 200 MHz
Vee = 10V
Oscillator power output _
Pui de sortie en osci lg =-12mA Po 40 mwW
f = 500 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance )
istance thermique (jonction-ambiante) Rin(j-a) 875 c/w
* Pylsed o =200us & <1%
Impulsions
3/3
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 2N 2868
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

- High current switching
Commutation fort niveau

Vceo a0V
Ic 1A
h1g(150 mA) 40-110

VeEsat(150/15mA) 0,25V max.

Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 derni¢res pages
Prot
{W)
1,56
& c (e
1
N N B
|
05 } (1) \
I \
' 1T, 0 i
0 1 50 Too 150 amb Weight : 0,9 g. Collector is connected to case
(2 T !0 Masse La collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 60 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO 40 v
Emitter-base volitage
Tension émetteur-base VEBO 5
Collector current |
Courant collecteur c 1 A
Power dissipation (1) Tymp = 25°C Piot 0,8 W
Dissipation de puissance (2) Taee = 100°C 1,6
Junction temperature min, T. — 65 °C
Température de jonction max. ] +200 °C
Storage temperature min, T —65 °C
Température de stockage max. stg +200 o
76-14 1/5
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2N 2868

STATIC CHARACTERISTICS T =250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base breakdown voltage =
Tension de claquage collecteur-base lc 100 uA V(B R)CBO 60 v
Collector-emitter breakdown voltage | =25mA v
Tension de claquage collecteur-émetteur c (BR) CE& 40 v
Emitter-base breakdown voltage ] =100 A Y]
Tension de claquage émetteur-base E # (BRIEBO 5 v
Veg =30V 10 nA
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base cBO
Veop =30V
cB
Tomi= 150°C 15 kA
B Vo =30V
Collector-emitter cut-off current CE ]
Courant résiduel collecteur-émetteur VEB =-3V CEX 100 nA
Emitter-base cut-off current Vep =
Courant résiduel émetteur-base es =3V IEBO 50 nA
Emitter cut-off current {reverse Vg =3V
biased base) EB | 100 nA
Courant inverse émetteur-base (base Ve = 30V EBX
bloquée)
Veg =10V
lc = 10 mA 20
Tamb™ —55°C
Vap =10V
CE
ic =10mA 30
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant _
Vee =10V 40 120
lc =150mA
Veg =10V
lc =500mA 2
* Pylsed t,=300ps 6 <2%
Impulsions P
2/%
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2N 2868

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamp =25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter saturation voltage lc =150mA v
Tension de jon colk dmettsur | 1p =15 mA CEsat 0,25 v
Base-emitter saturation voltage lc =150mA VBEsat 13 v
Tension de saturation base-émetteur | B = 15 mA .
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
Veg =10V
Forward current transfer ratio | = 50 mA h 25
Rapport de transfert direct du courant fC = 20 MHz 21e .
VCB =10V
Output capacitance | = c
j e E 22b 20 pF
Capacité de sortie P — 1 MHz
3/5
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2N 2868

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

(mA} [ T (mA) ; R APTS
Oﬁﬁ aa& Tomp = 25°C _[;a“‘ A \TAm :
1 ~ 2
80 S T 400 ‘; I ey
L~ m
,‘/ 08 b 1 -~ //’j;\
/ /r'v_r—
60 — o5 300L o ’/P 6 mA
// - ‘ : o /""‘—‘
I
- st 4ma
40 200
A all
o3 1
_/
! [ ] |B=‘ mA
0,2mA —r
20 ‘ ! ‘ 100 I 1
g =01 mA Tamb = 25°C
e ] o 1]
) 10 20 30 40 Vv 0 1 2 3 4 V)
v
Vv CEsat
o v BERER
. ,/ Vegsae  lc = 150mA
lg =15mA
s . /| 0,2
L= 4
0 1
10°, o =
6 10
2 0,1
, 12| =
, Vet 'c = B50mA
107} g =5ma _|
6 o A
4 ;0,08 [
2 .
1072 0
2 5 2 5 2 5 2
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2N 2868

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

A\
) "2 Ty
ce = A
/1
150 &
Ao
16 YEEN
Ky \
125 \
/
1.2 :iz 10 / 100 / ‘faoo \\
4
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A
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 2N 2890
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 2 N 28 91

- LF large signal amplification (high voltage)
Amplification BF grands signaux (haute tension)

- Switching up to 1 A Vceo 80 V
Commutation jusqu'a 1 A 30-90 2N 2890

h
21E(1A) {50 -150 2N 2891
VCEsat(2a) 075 V max.

t4 +tr(1A) 0,3 us max.
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
100 %
’5 \\ {SL
B
50 N
Bottom view
Vue de dessous

25 A\
0 Weight : 1,1g. Collector is connected to case

50 100 150  Tgaee(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T - 25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage Vv
Tension collecteur-base CcBO 100 \Y
Collector-emitter voitage v
Tension collecteur-émetteur CEO 80 \
Emitter-base voltage \YJ
Tension émetteur-base EBO 5 v
Collector current | A
Courant collecteur C 3
Zeak collector current lem 5 A

‘ourant de créte de collecteur

Base current I
Courant base B 05 A
Power dissipation Tamp= 25°C P 08 w
Dissipation de puissance Tease= 25°C tot 5 w
Junction temperature T.
Température de jonction max i 200 °C
Storage temperature min T —65 °C
Température de stockage’ max stg +200 °C

75-43 1/8
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2N 2890, 2N 2891

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

T

amb ~ 25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
5 Vap =60V
Collector-emitter cut-off current CE |
Courant résiduel collecteur-émetteur lg =0 Ceo 50 HA
Vap =60V
CE 100 nA
Vge = -2V
Ve =60 Vv
Collector-emitter cut-off current Vgg =2V I
Courant rédsiduel collecteur-émetteur T BE — 150°C CEX 100 LA
case=
Vap =90V
CE
VgE = 2V 100 HA
Emitter-base cut-off current Veg = 5V |
Courant résiduel émetteur-base Ic = 0 EBG 10 uA
Collector-emitter breakdown voltage ! =100 mA \" *
Tension de claquage collscteur-émettour |g =0 (BR)CEO 80 v
] =0,1mA 4|
Collector-base breakdown voltage (4 . v
Tension de claquage collecteur-base IE =0 (BR)CBO 100 v
Veg =2 Y 2N 2890 20
g = 0,1A 2N 2891 35
Static forward current transfer ratio Ve =56 v h * | 2N 2890 30 90
Valeur statique du rapport de transfert 1 =2A
direct du courant C 21E 2N 2891 50 150
Veg =2 \ 2N 2890 | 25
lc =1 A 2N 2891 40
=1A
' 05 v
lg = 01A *
Collector-emitter saturation voltage VeEsat
Tension de I IC —2A
g =02A 0.75 v
| =1A
C
g =01A 12 v
. " *
Base-emitter saturation voltage VgEe sat
Tension de saturation base-émetteur lC =2A
lg =02A 13 v

* pulsed t =300us §<2%

Impulsions P

2/6
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2N 2890, 2N 2891

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap =10V
Forward current transfer ratio | CE 50 mA ho1e 2N 2890 | 30 250
Rapport de transfert dirsct du courant c =°%m
f =1kHz 2N 2891 | 50 350
Vap =10V
Transition frequency CE P
Fréquence de transition Ic =02A T 30 MHz
f =20 MHz
o . Veg =10V
utput capacitance
Capacité de sortie lg =0A Coan 70 pF
f =1MHz
. 1 =1A
Turn-on time C tyt+t
Temps total d'établissement lg =005A d™ r 03 us
Ic =1A
Turn-off time _ t+t
Temps total de coupure gy =005A st 15 us
lgp =-0.05A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Rypys
Résistance thermique (fonction-boitier) l thij-c) I l 35 °c/w
SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION
+20V
209
Osciltoscope
Oscilloscope
10k . z>100kQ
- 150 Q
16V
Pulse source
Générateur d'impulsions
Z = 50Q
tt < 15ns
3/6
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2N 2890, 2N 2891

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
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2N 2890, 2N 2891

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
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2N 2890, 2N 2891

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 2N 2 8 94

TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

- HF small signal amplification
Amplification HF petitssignaux

- High speed switching at low current
Commutation rapide, faible courant

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

Ic —200 mA
VeEsat (100 mA) 05V max.

fr 400 MHz min.

Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages

Prot
w)
1,5
1 > B
1
| \{’
i r_ﬁ; m M Tynpt®O
! (20 Teel®C)
0 Weight : 0,32 g. Collector is connected to case
4] 50 100 150 200 Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T. . - ,25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)

Collector-base voltage _

Tension collecteur-base Veeo 12 v

Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur Vceo -12 v

Emitter-base voltage v _

Tension émetteur-base EBO 4 v

Collector current

Courant collecteur IC 0.2 A

Power dissipation Tamb=25°C (1) P 0,36 w

Dissipation de puissance Tease™ 25°C (2) tot 1,2 w

Junction temperature 3

Température de jonction T| 200 °C

Storage temperature T - 65 °C

Température de stockage stg +200 g
THOMSON-CSF 76-03 1/4
OMSION SEMICONDUCTEURS.
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2N 2894

STATIC CHARACTERISTICS T =250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vg =—6V
cB
_ -80 nA
IE =0
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base VCB =—6V CBO
g =0 -10 uA
Tamb= 125°C
Collector-emitter cut-off current Vge =0
Courant résiduel collecteur-émetteur Veg =6V Ices -80 nA
Veg =-6V
Base cut-off current CE
Courant résiduel de basa VEg =0 'BES 80 nA
; 1 =0
Collector-emitter breakdown voltage E
Tension de claquage collecteur-émetteur 'C =—10 uA V(B RICBO -12 v
Collector-base breakdown voltage VB =
Tension de claquage collecteur-base 'C =10uA V( BR)CES -12 \"
. | =
Collector-emitter breakdown voltage B ]
Tension de clequage collecteur-émettsur Ic = —10 mA V(BR)CEO -12 \
Emitter-base breakdown voltage lc =0 V(gRIEBO —a v
Tension de claquage émetteur-base g =-100uA (BR)
| =-10mA
C 3
Veg =-03V 0
Ve =-0,56mA
CE 4
lc =-30mA 40 150
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert _ ha1e
direct du courant VCE =-1V 25
'C =-100 mA
Veg =—05V
IC = ~30 mA 17
Tamp=—55°C
* Pylsed to =300 us §<2%
Impulsions
2/4
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2N 2894

STATIC CHARACTERISTICS T =25.C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions B
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
'C =—-10 mA
lB = =—1mA -0,15 v
Collector-emitter saturation voltage | /g =—30mA *
Tension de e le é lg =-3mA VeEsat -0,2 \
lc =-100mA
lg =-10mA -05 v
l =—-10mA
C
g =-1mA -078  —0,98 v
Base-emitter saturation voltage lc =-30mA v _085 12 v
Tension de saturation base-émetteur |B =-3mA BEsat ‘ '
Ic =-100 mA 1
lg =-10mA -1 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T ] Veg =-10V
ransition frequency _
Fréquence de transition lc =-30mA fr 400 MHz
f =100 MHz
Output capacitance Veg =-5V
Capacité de sortie e = 0 Caap 6 pF
Transition zone capacitance Vgg =95V Cr 6 F
Capacité de la zone de transition lg =0 e P
SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
Turn-on time Ic = —-30 mA
Temps total d'établissement lg ~—15mA Wty 60 ns
| ~ —30 mA
Turn-off time c m t+t
Temps total de coupure lgy =—1,5mA st it 90 ns
lgy ~+1.5mA
* Pylsed t =300ps 6 <2%
Impulsions P
3/4
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2N 2894

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Generator
Générateur

t'<1ns

t < 200ns

Z =508

V1©

100 Q[

Vi =-7V

Vi

Vg =+3V

CQO% ]

v2

10% |

V2

Oscilloscope
Oscilloscope

t < 1ns
Z = 100 k&2

A

\al

t+tf

Vi =+6V
Vgg =—4V

V2
90 %

4/a
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

Compl. of 2N 2218, A and 2N 2219, A

*2N 2904, A
*2N 2905, A

- LF or HF amplification
Amplification BF ou HF

- Medium current switching
Commutation & moyen courant

Maximum power dissipation

5K Preferred device
Dispositif recommandé
40V 2N 2904-2905

VcEo { .

60 V 2N 2904A - 2905 A
e —06A
hoqE { 40-120 2N 2904, A
(—150 mA) 100 -300 2N 2905, A
fr 200 MHz  min.

Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages

Dissipation de puissance maximale Boftier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
Prot
w)
? N c ;
I B
2 | \\
: (2 Bottom view
1 Vue de dessous
1 g
06 pedl (1
1 '\\ T (°C) (1) : b
x amb Weight : 1,19 Collector is connected to case
0 50 100 150 T case°C) (2) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb {Sauf indications contraires)
2N 2904 2N 2904 A
2N 2905 2N 2905 A
Collector-base voltage V, — —
Tension collecteur-bass €8O 60 60 v
Collector-emitter voltage \ —
Tcn:ion collecteur-émetteur CEO —40 60 v
Emitter-base voltage v _ —
Tension émetteur-base EBo 5 5 v
Collector current Ic -0,6 —06 A
Courant collecteur ! ’
Tamb = 25°C (1) —06 0,6
Power dissipation Piot w
Dissipation de puissance o
Tcase = 256°C (2) 3 3
Junction temperature T.
Température de jonction max ! 200 200 °c
Storage temperature min T —65 —65 °C
Température de stockage max stg +200 +200 °C
76-02 1/6
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2N 2904, 2N 2904 A, 2N 2905, 2N 2905 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb=25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
2N 2904
g =0 2N 2905 -20 .
n
Vep=—50V 2N 2904A 10
Collector-base cut-off current | 2N 2905A
Courant résiduel collecteur-base cBO 2908
e =0 2N 2005 -2
Vep=-50V HA
Tamp=150°C 2N 2904A _10
2N 2905A
. Vpe =05V
Collector-emitter cut-off current BE =" | .
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE ==30V CEX 50 nA
le =0
Collector-base breakdown voltage E v .
Tension de claquage collecteur-base Ic =—10 uA (BRICBO 60 v
nam0s | 40
Collector-emitter breakdown voltage lg =0 Visricea* v
Tension de claquage collectsur-émetteur | =—10 mA
c 2N 2904A —60
2N 2905A
Emitter-base breakdown voitage Ic =0 v _
Tension de claquage émetteur-base |E =-10 uA (BRIEBO 5 v
2N 2904 | 20
Ig =—01mA 2N 2905 | 35
Veg=—10V 2N2004A| 40
2N 2905A| 75
2N2904 | 25
lc =—1mA ho1E 2N 2905 | 50
Veg=—10V 2N2904A( 40
Static forward current transfer ratio 2N2905A| 100
Valeur statique du rapport de transfert 2N 2904 35
direct du coursnt
Ic =—10mA 2N2905 | 75
Veg=—10V 2N 2904A| 40
2N 2905A| 100
Ic =—160mA 2N 2004A| 40 120
Veg=—10V 2N 2905,A| 100 300
hoq* 2N2904 | 20
lc =-500mA 2N2905 | 30
Veg=—10V 2N 2904A| 40
2N 2905A( S0

* Pulsed
Impulsions

t. =300us 6 <2%

2/6
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2N 2904, 2N 2904 A, 2N 2905, 2N 2905 A

STATIC CHARACTERISTICS T b=25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES am (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Ic =—150 mA
i . I; =—15mA —04
Collector-emitter saturation voltage B vCE t*
Tension de 7 Iie -émetteur Ic =—500mA sa A
lg =-50 mA —1.6
lg =-1 50 mA
. ! I, =—15mA -13
Base-emitter saturation voltage B VBEsar* v
Tension de ssturation base-dmetteur lC =—500 mA ]
lg =—50mA -26
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
lg =-50mA
Transition frequqqcy VCE =—20V fT 200 MHz
Fréquence de transition
=100 MHz
Veap=—-10V
Output capacitance CB — C
Capacité de sortie I3 =0 22b 8 pF
f  =100kHz
| Vgg=—2V
nput capacitance =
Capacitd d’entrée 'C 0 C1 1b 30 pF
f =100kHz
SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
: e =—150 mA
Turn-on time 3 [
Temps total d'établissement tfig. 1) g ~—15mA Wt 45 ns
l~ =—150 mA
. C 2N 2904A 175
I:‘r:::totfofut/":oecaupun (fig. 2) lgy ®—15mA Lty ns
gy =+15mA 2N 2905A 200
* Pylsed 1p =300us 6 <2%
Impulsions
3/6
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2N 2904, 2N 2904 A, 2N 2905, 2N 2905 A

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

Figure 1
Oscilloscope
[ <1ns Oscilloscope
A4 Generator t, <5ns
Générateur R = 100 kQ
10% C < 12pF
t <1ins P
Z =509 200 Q
Input pulse _
Impulsion d‘entrée 30V
+
90%
N—
—-16V !
N
Figure 2
Oscilloscope
Oscilloscope
+13,7V Generator 1k2 t. < 5ns
Générateur R > 100 k2
10% t, < 1ns C < 12pF
Z =500 t, <6ns 50 2
Input pulse
Impulsion d'entrée
+
3v
90%
-163V
<ins | h

4/6
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2N 2904, 2N 2904 A, 2N 2905, 2N 2905 A

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

vCEsat
V)

2N 2904, A

Tamb = 25°C

08

N T
0,4

50 mA
0.2 ¥ \

20 mA

[/

Ic=10mA

102 107 10° 1gimA)

VCEsat
(v}

T T 1
2N 2905, A
Tamb = 26°C

08

06

\\ \ ] 200 mA
02 \ < \\Q\ 100 mA

| =10 mAN

102 10 107! 10° 15(mA)

6/6
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2N 2904, 2N 2904 A, 2N 2905, 2N 2905 A

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

ho1e® g Tamn!

hate (10 mA-256°C)

-——VcE =1V

08

“‘VCE =3V

0,6

04

0,2

11

25°C

038

0,6

T, =-55°C

o — =

I
1

04

0,2

10"

10°

10’

11b

46?00 2 4

*%o!

468
VegV)
Vgt

Ig(mA)

6/6
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR *ZN 2906 ’ A
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX sk 2 N 2907 A
14

Compl. of 2N 2221, A and 2N 2222, A

K Preferred device
Dispositif recommandé

- LF or HF amplification
Amplification BF ou HF —40V 2N 2806 - 2907
- - Medium current switching Vceo
Commutation & moyen courant -60V 2N 2906 A - 2907 A
Ic —0,6 A
h21 E 40 - 120 2N 2906, A
(—150 mA) 100 -300 2N 2907, A
fr 200 MHz min.
Mg)gimgm power dissipation Case TO-18 — Seeoutlinedrawing CB-6 on last pages
PDISSIpa tion de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages
tot
(W)
1.8
O
|
L B
| @
T Bottom view
H Vue de dessous
N
| \M TambloC (1) ) .
100 (2) Weight :. 0,32¢g Collector is connected to case
0 25 100 200 case Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
2N 2906 2N 2906 A
2N 2907 2N 2907 A
Collector-base voltage V — —
Tension collecteur-base CBO 60 60 v
Collector-emitter voltage V,
Tension collecteur-émetteur CEO —40 —60 v
Emitter-base voltage v .
Tension émetteur-base EBO 5 -5 v
Collector current | =
Courant collecteur . c 06 ~06 A
T =25°C (1) 04 0,4
Power dissipation __a':b_____ P w
Dissipation de puissance . tot
Tease = 25°C (2) 1.8 1.8
Junction temperature T. °
Température de jonction max. |} 200 200 C
Storage temperature min. T —65 —65 °C
Température de stockage max. stg +200 +200 °c

™O! CSF 75-43 1/6
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2N 2906, 2N 2906 A, 2N 2907, 2N 2907 A

STATIC CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES STATIQUES

T

amb =25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
2N 2906 —20
Ie =0 2N 2907
VCB =-50 V nA
2N 2906 A 10
Collector-base cut-off current i 2N2907A
Courant résiduel collecteur-bese [o::]0]
2N 2906 _20
lg =0 2N 2907
Vg =—50V uA
aﬂ,'b===1.'s0°(3 2N 2906 A —10
2N 2907 A
. Vpe =05V
Collector-emitter cut-off current BE = | —
Courant résiduel collecteur-émetteur Vee =30V CEX 50 nA
1 =0
Coliector-base breakdown voitage E \ —
Tension de clsquage collecteur-base IC ==10 pA {BR)CBO 60 v
2N 2906
-40
| -0 2N 2907
%ﬂollectt;:-emitter breakdown voltage 'B 10 mA V(BRICEO v
sion de claquage collecteurémetteur c =
2N2906A| _go
2N 2907A
Emitter-base breakdown voltage Ic =0 \" -
Tension de claquage émetteur-base lE =—10 A (BR) EBO* 8 v
2N 2906 20
Ic =-01 mA 2N 2907 35
-0V
Vee = 10 2N 2906A 40
2N 2907A| 75
2N 2906 | 25
Static forward current transfer ratio | =—1mA 2N 7
Valour statique du rapport de ransfert Ve =10V ha2te 07 ) %0
dirsct du courant CE 2N 2906A! 40
2N 2907A] 100
2N 2906 35
Ic =-10mA 2N 2907 75
Veg =10V 2N 2906A| 40
| 2N 2907A| 100

* Pyised t,=300us & <2%

Impulsions

2/6
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2N 2906, 2N 2906 A, 2N 2907, 2N 2907 A

STATIC CHARACTERISTICS T ~250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
I =—150 mA 2N 2906,A| 40 120
Veg =-10V 2N2907,A| 100 300
Static forward current transfer ratio 2N 29808 20
Valeur statique du rapport de transfert ho1e*
direct du courant 1C =—500 mA 2N 2907 30
Vgg =—10V
2N 2906A| 40
2N 2907A| 50
e =—150 mA
lg =—15mA —04
Colfector-emitter saturation voltage VeEsat* v
Tension de i IC ~—500 mA
lg =-50mA -6
lc =-150mA
lg =—15mA -13
Base-emitter saturation voitage VBE t* v
Tension de saturation base-émetteur IC ==500 mA $a
lg =-50mA -26
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T P lg =-50mA
ransition frequency .
Fréquence de transition Vee =—20V fr 200 MHz
=100 MHz
o . i Veg =—10V
utput capacitance _
Capacité de sortie lg =0 Ca2p 8 pF
f =100 MHz
Vgg =—2V
Input capacitance Ie =0 Ci1p 30 oF
Capacité d’sntrée § =100 MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
Turn-on time . lc =-150mA
Ternps totsl d'dtablissement (Flg.1) I8 ~—~15 mA ‘d + tr 45 ns
1 ~—150 mA 2N 2006,A 176
. Cc
Turn-off time . -
Temps total de coupure (Fig.2) gy ~—16mA L+ ns
lgg ~+16mA 2N 2907,A 200 J
#* Pylsed o =300us & <2%
Impulisions
36
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2N 2906, 2N 2906 A, 2N 2907, 2N 2907 A

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

Figure 1
Oscilloscope
Oscilloscope
<ins
- —— = —
| 1‘ t, <6ns
| | Generator R > 100 kQ
Input pu?sev TN T T +10% - C < 12pF
Impulsion d'entrée tzs : ;0";2 200 ©
S 30V
T+
-16V
Figure 2 Oscilloscope
Oscilloscope
t. <6ns
R > 100 k2
w0k ©C < 12pf
+13,7V
Generator
Génédrateur 50 Q
ty < 1ns
| Input pulse Z =508
| Impulsion d’entrée
|
-163V . ——“':’ 90%
»l Sins_ —ta
a8
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2N 2906, 2N 2906 A, 2N 2907, 2N 2907 A

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

JCE“! T T
i 2N 2906, A
Tnmb =25°C
0,8

LU \

\ Nz

0,2 — —]
Ic=10 mA\’\ -
0 6 8 6 8 2 s 8
2 4 2 4 )
10" 10° 10! 1gimA
VeEsat
V) 2N 2807, A
T amb = 25°C
08
\ l
04 N 200 mA
NS
50 mA
0,2 N 20 mA P
Ic=10 mN
0 [
- 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8
10" 10° 10 102 1gima)

6/6

239



2N 2906, 2N 2906 A, 2N 2907, 2N 2907 A

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

hose* lictamy!
haqg (10 mA-25°C)
T T 1
i Vee =1V
——— Vg =3V
2 100°C
1 ‘4’ 26°C [~ T~ ™
Cho \\
T . =—88°C RS
amb i e = == \\
— > a)
A}
0,2 -
. 2 4 68 2 4 68 2 4 68 3
10°2 10°! 100 U T A
c
(pF)
8
6
4
2
10'
8 c
: 226 N
4
2
10°
12 4 68 2 468 468 Ves!V!
0 10° 10! Vest!
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 2N 3053
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

General purpose : medium power
amplification, commutation
Usagpe général : amplificateur moyenne Vceo 4V
puissance, commutation. 'C 07 A
Ptot 5W
Rth(i_c) 35°C/W  max.
h21E(0,15A)50 - 250
fr 100 MHz min.
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Bofitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
100
%
AEEAN » 8
50 N 8
Bottom view
L Vue de dessous
25
[} Weight : 1,1 g. Collector is connected to case
50 100 150 T 00 (°C) Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = +25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION case (Sauf indications contraires)

Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 60 \
Collector-emitter voltage \
Tension collecteur-émetteur CEO 40 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetreur Rgg =10 Q Vcer 50 \
Collector-emitter voltage v
Tension collecreur-émetteur VBe = -15Vv CEX 60 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 5 v
Collector current
Courant collecteur ‘C 0,7 A
Power dissipation Tamp = 25°C P 3 w
Dissipation de puissance Tease = 25°C tot 5
Junction temperature
Température de jonction max. Ti 200 °C
Storage temperature min, T —65 oC
7

empérature de stockage max. stg +200 oc

76-06 1/6
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2N 3053

STATIC CHARACTERISTICS T = 25°C (Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES STATIQUES case (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap =30V

Collector-base cut-off current cB 1

Courant résiduel collecteur-base lg =0 cBO 0,25 HA

Emitter-base cut-off current Vgg =4V

Courant résiduel émetteur-base Ilc =90 leBo 0.25 uA

H | = 100 mA

Collector-emitter voltage (o V.

Tension collecteur-émetteur g =0 CEO(sus) 40 v

Collector-emitter voltage Ilc =100mA Vv

Tension collecteur-émetteur Rgg =108 CER({sus) 50 v
I =0,1 mA *

Collector-base breakdown voltage C g \

Tension de claquage collecteur-bese IE =0 (BR)ICBO 60 v

. | =0,1mA *

Emitter-base breakdown voltage E ' Y]

Tension de claquage émetteur-base lC =0 (BRIEBO 5 v

Static forward current transfer ratio | Vog =10V *

Valeur statique du rapport de transfert | —015A h21 E 50 250

direct du courant c ="

- : | =0,15A *

Collector-emitter saturation voltage c g V

Tension de i Ik lB =0,015A CEsat 1.4 v

Base-emitter saturation voltage lc =015A v *

Tension de ssturation base-émettsur |B =0,015A BEsat 17 v

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

T ition VCE =10V

ransition frequency

Fréquence de transition I(: =005A fT 100 MHz
f = 100 MHz

Output capacitance Veg =10V c

Capacité de sortie f c — 1 MHz 22b 15 pF

Input capacitance Veg =05V

Capacité d'entrée £ 5B MMz Citp 80 oF

* puised

impuisions tp = 300us 6<2%
2/6
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2N 3053

THERMAL CHARACTERISTICS (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES THERMIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions ;
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Junction-case themjful registangg ) Rth(i-c) 35 oW
f ique (f tier)

Jun‘ction-ar:\bieint trllgrmql resistgnee. Rth(j-a) 175 °C/W

iq te)

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité

Ic (A T
y |
‘o5
NN | <@
06 %
. DN,
v’\(o’r\
\’).r { N
N\,
\ N

A
0,2 j

01

0,05

0,02} Tegse =25°C

i
Continuous ——
Continu .
Pulsed ————— —— —
En impulsions ‘
001 N
1 2 5 10 20 50 VeV

3/6
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2N 3053

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

(A} ,,5]“"" L
04 et T
Nz zZ7 =5
P, 4/ 4 A ;
V' ~ LT |27
0.3 A 4/ P et 5 mA
' v d 4 )r,ﬁ
p, /4
17 b
0,2 /
N~
- ig =05 mA
0,1
0
0 2 4 6 8 Vee )
Vee h Ve =10V
o T oase = 25°C 21E cE=
Ic = 100 mA §o Vo \
~N
52 240 4
2/
/
48 \\ 180 |
r
_— N o e
—t -8 P
\ < o]
a4 120 -
\ \\
\
40 ™~ 60
36 » L
2 4 68 2 4 68 2 4 6 z 68 2 4 68 2 468
10" 102 10° Rgg @) 10° 10" 102

|c(mA)
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2N 3053

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

L (mA)
(mA)8 Vg =4V mAlg
6 TcE = 25°C 6 /-
a (/ case ™ N A
7
2 // 2 //
2 / 2 / /
10%, yi 109 71—
6 / 6 II
4 4
Ay
. / . /
, / 1 IV
10! : 10 S
6 6 g e
4 4 = & |
“3 u ’
2 2 8 g
[ il
10° 100 |
04 06 08 1 12 vy 0 02 04 08 08 vg,w
€2
(pF)
8
N

10°

2 4 68 2 a
GVCB V)

100 10!
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2N 3053

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

V,
CEsat v,
) 'c 8Esat
=10 wv)
T3’
0,8 0.8
0,6 0,6

04 0,4

2,
Do
N

0,2 7 + 0,2

68
10° o' 1 (mA) 10°
ke ]
P9 . !
17 - :
N )3\ 2 ,}‘; o
X ?\Z)
// Y4
T Sy
.

NN

\

\
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 2N 3137
TRANSISTOR NPN SILICIUM. PLANAR EPITAXIAL

- Class - C VHF
Power amplifier
to 250 MHz
Amplificateur de puissance Vceo 20V
VHF en classe - C
Jusqud 250 MHz .
it 500 MHz min
Pout 400 mW min. (250 MHz)
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Bofitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
'Ivl
(w)

0,75 \
-+ 2 c E
os 2
]
R

0,25
~N
. Tamb(°C) (1) Weight : 1,19 Collector is connected to case
0 50 100 150 200 T geelcC)2 Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collectsur-base Veso 40 v
Collector-emitter voitage v
Tension collecteurémetteur CEO 20 v
Emitter-base voltage V,
Tension émetteur-base EBO 4 v
Collector current
Courant collecteur Ic 150 mA
= 0,6
Power dissipation Tamb 5°C (1) Pt . w
Dissipation de puissance = 0
Tcase 25°C (2) 1
Junction temperature :
Température de jonction max. T| 200 °C
. — 65 o

Storage temperature min. T c
Température de stockage max. stg +200 oc

75-47 1/3
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2N 3137

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure - Min. Typ. Max.
Ves = 20V 50 A
lg =0
Collector-base cut-off current
Courant résiduel collecteur-base ICBO
Veg =20V
lg =0 50 uA
Tamb™ 150°C
Collector-base breakdown voltage [ =
Tension de claquage collecteur-base o =100uA V(BR)CBO 40 v
Collector-emitter breakdown voltage ! = Vv *
Tension de claquage collecteur-émetteur Ic =15mA (BRICEO 20 v
Emitter-base breakdown voltage 1 = v .
Tension de claquage émetteur-base IE =100 A (BR)EBO v
Static forward current transfer ratio Var =5V
Valsur statique du rapport de transfert CE _ hote 20 120
direct du courant IC =50 mA
. . | =50 mA
Collector-emitter saturation voltage c vV
Tension de lg =5mA CEsat 03 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veg =10V
Transition frequency | =50 mA
Fréquence de transition fC = 100 MH2 fr 500 MHz
Output capacitance YCB : :)0 v 02 2% 35
Capacité de sortie (3 A pF
f =1MHz
* Pulsed 1, =200us 8 < 1%
Impulisions
2/3
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2N 3137

STATIC CHARACTERISTICS T =250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Veg =20V
=0

{zero signal)

(sans signal)

Power gain .
Gain en puissance (fig. 1) P 250 MHz Gp 6 dB

Rg =509
R, =350Q
Pin = 100 mW

(zero signal)

Collecto efficiency * (fig. 1) {sans signal)

Efficacité collecteur f = 250 MHz
RG =50

Ry =350 Q
Pin =100 mW

Tc 40 %

% Conduction angle adjusted trough R to obtain maximum efficiency
with a minimum of 400 mW out.

L‘angle de passage doit 8tre ajusté par R afin d’obtenir un maximum de rende-
ment avec une puissance de sortie minimale de 400 mW.

Power gain test at 250 MHz
Mesure du gain en puissance & 250 MHz Figure 1

20V
{1000 pF
Input 100 mW at 2560 MHz from
50 2 source
Entrée 100 mW & 250 MHz 47 uH
z=509 ’

N To 50 2 load

0,075 uH 1000 pF Charge 50
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NPN SILICON TRANSISTORS, Ef ITAXIAL PLANAR 2N 3309
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX

- Power amplification at 250 MHz
Amplification de puissance 4 250 MHz

Vego 30V

fr 300 MHz  min.
Po 2w min. (250 MHz)
Gp 7dB min. (250 MHz)
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 dernidres pages
Prot
(W)
|
’ NG
1
| s}
) .
2 T N B
|
1 \
1 . N
)
" \ (1) k (1) Tamb(oc)
t
[ A (2} T 50t°C Weight : 0,9 g. Collector is connected to case
o 50 100 150 200 Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES}) T, . — 425 °C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb ) (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 50 \
Collector-emitter voltage V,
Tension collecteur-émetteur CEO 30 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 3 Vv
Collector current 1
Courant collecteur c 0,5 A
Base current I
Courant base B 0,1 A
Power dissipation Tamb = 25°C (1) P 1 w
Dissipation de puissance Tease = 25°C (2) tot 35 w
Junction temperature T,
Température de jonction fmax. L 175 °C
Storage temperature min. T — 65 °C
Température de stockage max. stg +178 oC

76-09 1/3
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2N 3309

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Collector-base cut-off current Veg =25V
Courant résiduel collecteur-base |ECB -0 teeo 0,005 0,5 HA
Vo =50V
v:: -0 100 uA
Collector-emitter cut-off current |
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =25V CES
Vgg = 0 500 HA
Tease™ 150°C
. Veg =3V
Emitter-base cut-off current EB |
Courant résiduel émetteur-base IC =0 EBO 100 HA
Vgp =0
BE *
lc =50mA V(BRICES 60 v
Collector-emitter breakdown voltage
Tension de claquage collecteur-émetteur
lg =0 v *
Ic =100mA {BR)CEO 30 v
Vap =2V
CE
lc =30mA 5 100
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert h2.| E
direct du courant
VCE =2V
Ic =250mA 5
Base-emitter saturation voltage lc =250mA v
Tension de saturation base-émetteur lg =65mA CEsat 05 v
Collector-emitter saturation voltage | 'c = 250 mA v 2
Tension de e h IB =65 mA CEsat v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T ¢ Veg=15V
ransition frequency _
Fréquence de transition |C =30mA fT 300 400 MHz
f = 100 MHz
o . Veg = 15V
utput capacitance _
Capacité de sortie. g = 0 szb 6 10 pF
f =100 kHz
#* pylsed = 100us & < 2%
Impulsions
2/3
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2N 3309

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signals) T = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES [pour grands signaux) amb (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vee = 220V
| =160 mA
Power gain c G 7 dB
Gain en puissance Fia 1 f = 250 MHz P
9. Py =2W
VO 2 leoma
Amplifier output power = m.
Puissance de sortie en amplificateur fc = 250 MHz PO 2 w
Fig. 1 Pl = 400 mW
VO oo ma
Collector efficiency c = m
Efficacité collecteur f = 250 MHz i 50 %
Fig. 1| p,  =400mwW
Figure 1
50 Q
L1 1¢ 1,27 mm tinned wire-spiral - ¢ 12,7 mm inside
1 spire fil étamé ¢ 1,27 mm inside
L2 1 ¢ 1,02 mm tinned wire-spjral - Mid plug-in L
1 spire fit 6tamé ¢ 1,02 mm 3
Ly 2 ¢ 1,02 mm enameled wire-spiral
2 spires fil émaillé ¢ 1,02 mm f = 250 MHz
L, &L Touching spiral mutual coupling on
2773 46,35 mm chuck L ) < g Ca
Couplage mutuel & spires jointives sur 1 - s
mandrin de ¢ 6,35 mm - 7-0 7.30 oF
,7-30 p
Ly & L5 Choke coil 0,68 uH
Self de choc 0,68 uH 50 Q L5

0,002 l
uF
+
Trimmer & air b ba _25V
430 pF T 0,002 p.lT

C,&Cy Ceramic-trimmer c
Trimmer céramique 01 2 L 4

4 J 4

Cy &L, Airtrimmer wtde 4-30 PF udn

3 4 -~ (e

3/3
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX

2N 3414 | 2N 3415
2N 3416 , 2N 3417

- LF amplification
Amplification BF 2N 3414
2N 3415
- Low current switching Vceo
Commutation faible courant 2N 3416
2N 3417
75.205 {2N 3416
2N 3417
h21 E(z mA)
180-540 {2N 3414
2N 3415
Maximum power dissipation Plastic case F 139 B — See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages
Ptot
(mwW) ___\
!
300 ; \
i
i \
200 * C E
I \ B
1
100 L \
I
! ) Bottom view
0 1 Weight : 0,3 g. Vue de dessous
0 50 100 150 Tamb("ci Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T - +25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION mb (Sauf indications contraires)
2N 3414 2N 3416
2N 3415 2N 3417
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 25 50 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 25 50 \
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 5 5 v
Collector current
Courant collecteur IC 500 500 mA
Power dissipation 3 360 360 mW
Dissipation de puissance tot
Junction temperature T.
Température de jonction max i 150 150 °C
Storage temperature min T — 55 — 55 °C
Température de stockage max. stg +150 +150 o
76-09 1/2
THOMSON CSF
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2N 3414, 2N 3415, 2N 3416, 2N 3417

STATIC CHARACTERISTICS Tamb=25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES am| (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =25V 2N 3414 01 uA
lg =0 2N 3415
Veg =50V 2N 3416 o1 LA
e = 2N 3417 ‘
Collector-base cut-off current leso
Courant résiduel collecteur-base
Vag =25V
8 _ 2N 3414 5 A
Tamb= 100°C 2N 3415
Veg =50V
g = 2N 3416 5 A
Tamb= 100°C 2N 3417
Emitter-base cut-off current Vgg =5V
Courant résiduel émetteur-base 1 c = lEBO 0.1 MA
2N 3414 75 225
Static forward current transfer ratio | y._ =45V 2N 3418
Valeur statique du rapport de transfert CE ! ho1e
direct du courant Ic = 2mA N 3415
4
2N 3417 180 540
B . | =50 mA
Collector-emitter saturation voltage C
Tension de Ih é Ilg =3mA VeEsat 0.3 v
Base-emitter saturation voltage Ilc =50mA
Tension de saturation base-émetteur g = 3mA VBEsat 06 13 v
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX

2N 3570
2N 3571
2N 3572

- Amplifier, mixer oscillator VHF/UHF
Amplificateur, oscillateur mélangeur VHF /UHF

- Low noise
Faible bruit

- Low feedback time constant
Faible constante de temps de réaction

Maximum power dissipation

fr

F

1,2GHz min. 2N 3571

1

M 13 ps max.
w

7dB max. (1 GHz)} 2N 3570
4 dB max. (0,45 GHz) 2N 3571
6dB max. (0,45 GHz) 2N 3572

{1,5 GHz min. 2N 3570

GHz min. 2N 3572

Case TO-72 — See outline drawing CB-4 on last pages

Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-4 dernidres pages
Prot
(mW) _
i
300 : M
: e
200
™ (2) B
HN
100 P
I
| N
L T 0 (1) Weight : 0,7 g Connection M is connected to case
amb Masse La connexion M est reliée au boltier
[} 50 100 150 Tease °C) 12
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b=+25 °c (Unless 9th¢_an~ise staFed)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
2N 3570 2N 3571 2N 3572
Collector-base voltage V]
Tension collecteur-base cBo 30 25 25 v
Collector-emitter volta V,
Tension collacluw-émermsf lC < 15mA CEO 15 15 13 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 3 3 3 v
Collector current I 50
Courant collecteur C 50 50 mA
tamb = 25°C (1) 200 200 200 mw
Power dissipation P
Dissipation de puissance tot
tease = 25°C (2) 350 350 350 mwW
Storage temperature min T —- 65 —65 —65 °C
Température de stockage max stg +200 +200 +200 °c
aé 75-46 1/2
OMISION. wﬁ
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2N 3570, 2N 3571, 2N 3572

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =6V 0
Collector-base cut-off current g =0 \ nA
Courant résiduel collecteur-base cBoO
Tomp=150°C 7 A
Collector-base breakd oltage g = 2N 3870/ 30
ollector-base breakdown volta E
Tension de claquage collecteur-base I =1uA V(BR)CBO | 2N3571| 25 v
2N 3572 | 25
Collector-emitter breakd | g = v 20 35701 15
ollector-emitter breakdown voltage
Tension de claquage collecteur-émetteur ] c = 2mA (BRICEO ;N 3571 12 \'
N 3572 | 1
Emitter-base breakdown voltage Ic =0 v
Tension de claquage émetteur-base g =10pA (BR)EBO 3 v
Static forward current transfer ratio Ve = 6V 2N 3570 | 20 150
Valsur statique du rapport de transfert 'C =5mA ho1e 2N 3571 | 20 200
direct du courant 2N 3572 20 300
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Forward for rati Ve =6V N 2N 3570 | 20 200
orward current transfer ratio ] =5mA
Rapport de transfert direct du courant c _ m 21e 2N 3571 20 250
f o =1kHz 2N 3572 | 20 350
I , Veg =6V 2N 3570 | 1500 2400
ransition frequenc =
Fréquence de transition lc —5mA fr 2N 3571 | 1200 2400 MHz
f =400 MHz 2N 3572 | 1000 2400
Collector depletion | Veg =6V 2N 3570 0,75
ector depletion layer | - c 2N 3571 085 F
; o p E Tc i p
Capacité de transition du collecteur f =1 MHz 2N 3572 0.85
Vog =6V 2N 3570 | 1 8
Feedback time constant cB _ EmA |hqop| IN3571 | 1 10
Constante de temps de réaction g =5m Y ps
f =50 MHz 2N 3572 | 1 13
R, =509
G
¢ =1 GHz 2N 3570 7
= =2mA —
Noiss figure e " Rg T100Q F 2N 3571 P B
Facteur de bruit VCE =6V f = 450 MHz
Rg =100Q
G
¢C 450 MHz 2N 3572 6
#* Pyised to =200us 6§ <1%
Impulsions
2/2
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 2N 3866
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

- VHF-UHF amplifiers and oscillators
Amplificateurs ou oscilleteurs VHF-UHF

Vceo v

VCEst(100/200mA) 1V max.

f-r 700 MHz typ.
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 dernidres pages
P
tot
W)
-
3
o
2 B
Bottom view
Vue de dessous
1
0 Weight : 0,9g. Collector is connected to case
0 50 100 150 Toae(°C) Masse Le collecteur est relié au boltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage Vv
Tension collecteur-base CBO 55 v
Collector-emitter voltage Vv
Tension collecteur-émetteur CEO 30 v
Collector-emitter voltage V
Tension collecteur-émetteur Rge <100 CER 55 v
Emitter-base voltage \s
Tension émetteur-base EB0 35 v
Collector current | A
Courant collecteur c 0.4
Power dissipation T = 25°C Peot 35 w
Dissipation de puissance case 0 g
Junction temperature T, o
Température de jonction max. i 200 [
Storage temperature min, T — 65 °C
Température de stockage max. stg +200 oC

% THOMSON-CSF 76-28 /4
DDMSION SEMCONDUCTEURS
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2N 3866

STATIC CHARACTERISTICS T =260C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
. Vegp =28V
Coliector-emitter cut-off current CE |
Courant résiduel collecteur-émetteur 'B =0 CEO 2 HA
| =100 uA
Collector-base breakdown voltage [+ Vv
Tension de claquage collecteur-base g =0 (BR)CBO 55 v
Collector-emitter breakdown voltage lc =5mA V(BRICER 55
Tension de claquage collecteurémetteur Rge =10 Q (BR) v
Collector-emitter breakdown voitage Ilc =5mA v
Tension de claquage collecteur-émetteur lg =0 (BRICEO 30 v
. | =100 pA
Emitter-base breakdown voltage E v
Tension de claquage émetteur-base 'C =0 (BR)EBO 35 v
Veg =56V
CE
. | c = 50 mA 10 100
Static forward current transfer ratio h
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant VCE =5V
Ilc =360mA 5
X . | =100 mA
Collector-emitter saturation voltage Cc Y
Tension de i Ih lg =20mA CEsat 1 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Veg =15V
Transition frequency | = 1.
Fréquence de transition fC _ fgomN‘I\Hz T 700 MHz
Ve =28V
QOutput capacitance = C.
Capa':'ité de‘iortie e o 22¢ 3 pF
f =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
.il.‘m.ction-a[nbie.nt tr"erma.l resis}:ance Rth(j-a) 200 oC/W
Junction-case thermal resistance .
stance thermique (jonction-boTtier) Rentj-o) 35 CW

2/4
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2N 3866

HF CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES HF
i
f Vee P Py ¢ @)
(MHz) W) W) W) (mA) min
2N 3866 100 28 18 0,05 107 60
2N 3866 250 28 15 0,1 107 50
2N 3866 400 28 1 0,1 79 45
TEST CIRCUIT
CIRCUIT DE MESURE
C3 L5
YYY
il —o°
c2
c4
H La :.J: R =800
Rg=50Q
1
o T - o
\_&lN c7 R2

Vgg =-28V

C1=C2=C3 = 4 to 29 pF, air trimmer
C4 = 4 to 14 pF, air trimmer
C5 = 1 nF, feed through

C6 =12 pF
C7=12nF
R1=56%
R2=10%Q

L1 = 2 turns copper wire (1 mm) ; int. diam. 6 mm ;
winding pitch 3 mm

L2 = Ferroxcube choke coil ; Z { at f = 250 MHz) =
450 Q

L3 = L4 = 6 turns enamelled copper wire (0,5 mm) ;
int. diam. 3,5 mm (100 nH)

L5 = 2 turns copper wire (1 mm) ; int. diam. 7 mm ;
winding pitch 2,5 mm ; leads 2 x 15 mm.

C1=C2=C3=424 29 pF, trimmer & air
C4 =44 14 pF, trimmer & air

C5 = 1 nF, condensateur de traverse
C6=12pF

C7=12nF

R1I=56%Q

R2=109

L1= 2spires fil de cuivre 1 mm ; § intérieur 6 mm ;
pas 3 mm
L2 = bobine de choc Ferroxcube ; Z =450 Q/f = 250 MHz

L3 = L4 =6 spires de fil de cuivre émaillé de 0,5 mm ;
¢ intérieur 3,5 mm (100 nH)

L5 = 2 spires fil de cuivre (1 mm) ; ¢ intérieur 7 mm ; pas
2,5 mm ; deux connexions de 15 mm.

3/4
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2N 3866

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

P Ca2
(v?) Tl (pF) |
\ VCE =28V o
\ Tomp= 25°C
\ \
; \ \\ "
1,5 '\\
N
PN
N c’ 6
\o\"’ A,
P) “’s‘p \\
1 LN\ S
o i
“0,
' N 4
\ I —t— \
05 2
0 200 400 600 f(MH2) 10
f
r
e [ T T T T
| Veg =15V
£ =100 MHz
LT, =25°c
800
/ N,
y
A
600
400
0 100 200 oima)

VeptV!

4/4

262



PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR

TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX

2N 4957
2N 4958
2N 4959

- High gain, low noise amplifier
Amplificateur & grand gain et faible bruit
- Oscillators and mixers
Oscillateurs et mélangeurs

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

Vceo -30V
haqe(—-2 mA) 20 min,
M in.
f(—2 mA) 1200 MHz min. 2N 4957
T 1000 MHz  min {2N 4958
" 12N 4959

Case TO-72 — See outline drawing CB-4 on last pages
Boitier Voir dessin coté  CB4 derniéres pages

Prot
(W)
M
0,2
CE
0,15 N ;
\\ Bottom view
0,1 \ Vue de dessous
0,06 —}- S
|
oLl Weight : 0,7 g. Connection M is connected to case
0 50 100 150 200 T.mb(°c) Masse La connexion M est reliée au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) b=+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’'UTILISATION m (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage \Y _
Tension collecteur-base ceo 30 v
Collector-emitter voltage V,
Tension collecteur-émetteur » CEO —30 v
Emitter-base voltage v .
Tension émetteur-base EBO 3 v
Collector current | —30 mA
Courant collecteur c
Power dissipation Pt " 200 mw
Dissipation de puissance 0
Junction temperature max. T. 200 °c
Température de jonction ]
Storage temperature min T - 65 °c
Température de stockage max. stg +200 °C
*momsoncss 76-23 o
OMSION SEMICONDUCTEURS
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2N 4957, 2N 4958, 2N 4959

STATIC CHARACTERISTICS T =25.C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap ==10V
cB _
g =0 0,1 A
Collector-base cut-off current leao
Courant résiduel collecteur-base c
Veg =10V
g =0 -100 HA
Tamb= 160°C
| =—-1mA
Cc —
g = 30 v
Collector-emitter breakdown voltage Vv
Tension de claquage collecteur-émetteur (BR)CEO
I =-100pA
(o]
IE = -3 Vv
Coll .base breakd. tag |E =—100 pA
Tension de claquage collectsur-base e = V(BR)CBO 30 v
Static forward current transfer ratio VCE =-10V
Valeur statique du rapport de transfert | ——2mA ha1E 20 40
diract du courant C
DYNAMIC CHARACTERISTICS {for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

" Veg =-10V 2N 4957 | 1200 1600 MHz
Transition frequency g =-2mA fr 2N 4958 | 1000 1500 2500 | MHz
Fréquence de transition f =100 MHz 2N 4959 | 1000 1500 2500 | MMz

Veg =-10V
Output capacitance =
Capacité de sortie :E =1 MHz 022b 04 08 pF
Collector-base ti t Veg =10V
ector-base time constani =
C de temps coll -base 'E =-2mA "bb’ cb'c 8 Ps
f = 63,6 MHz

2/9
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2N 4957, 2N 4958, 2N 4959

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vee=-10V 2N 4957 26 3 dB
Ic =-2mA 2N 4958 29 33 dB
f =450 MHz 2N 4959 32 38 dB
Noise figure F
Facteur de bruit _
Veg =-10V
lc =-2mA 2N 4 5 B
Rg =500 957 d
f = 1000 MHz
VCE =-10V 2N 4957 | 17 25 dB
o =-2mA 2N 4958 | 16 25 dB
f = 450 MHz 2N 4959 | 15 25 dB
Power gain
Gain en puissance Gp
Veg =-10V
lc = —2mA
RG =500 2N 4957 13 dB
f = 1000 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance Ry s oC/W
) ique (joncti iante) thij-a) 875 C
3/9
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2N 4957, 2N 4958, 2N 4959

FIGURE 1 : Noise figure and power gain test circuit
Circuit de mesure du facteur de bruit et du gain en puissance

c4
v, L2 y
=508 (¢]
Rg R =50Q
l 500 pF
N R\
N
’—1' 0,01 uF
1«\ o
l 0,1 uF
0,1 uF
Common
fo) o h Commun
Vee Vee

Cc1, C2 C3, C4, C5 : 1—-10 pF air trimmer, piston type C1, €2, C3, C4, C5 : 1—10 pF ajustables & air
L1 : Siltver plated brass bar stock 26 mm long, 6 mm L7 : Rond de lsiton argenté § =6 mm, longueur 25 mm

diameter
L2 : Silver plated brass bar stock 40 mm long, 6 mm L2: Rond de laiton argenté ¢ =6 mm, longueur 40 mm

diameter, tapped 6 mm from collector prise & 6mm du collecteur
L3 : 12 mm loop of 1,3 mm wire, 9,5 mm from anf L3: boucle de 12 mm en fil de 1,3 mm paralléle & L2 et

parallel to L2 & 9,5 mm de distance.

4/9
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2N 4957, 2N 4958, 2N 4959

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

'c 25°C "ze
(mA)| 'amb = A 8
- s ;l'l;‘g-r—— .
—220 pA
8 //K *-—T a
L~ —~200 pA
|
—180 pA
Vog =10V
CE
| 2 =
6 // —] 160 pA Tamp™ 26°C
—T11 —140 pA 02
1
— i
| —120 4A 8
4 1
—100 uA
80 uA T
m
1 T
) A 60 A1 -
i T 2
—40 uA_|
ol i iid 10!
2 4 68 2 4 68 2 4 68
0 2 4 6 8 Vv 107 Y100 10! Ig(mAl
] gm,
-
22b L
{GHz) (BF) 1 1
6 Tamb = 25°C
/ | a
1,8 7
/ VCE i 10°V
/ Tomt= 25°C 2
1,4 \
g c
11b
1008 Coop
1 / s P =
N
4
T
06 2
0.2 107!
’ 2 468 2 468 2 468
0 2 4 6 8  Ig(ma) 107 100 10! Vgtvi
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2N 4957, 2N 4958, 2N 4959

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

{mS) LA S R B B B (mS) R B e s e
\ = =10V e——— v, =-10V
Ve = =15V e T Vag = =15V e
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2N 4957, 2N 4958, 2N 4959

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
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2N 4957, 2N 4958, 2N 4959

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
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2N 4957, 2N 4958, 2N 4959

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR

TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

2N 5090

- UHF-VHF amplifier, frequency multiplier
or oscillator
Amplificateur, multiplicateur de fréquenceou
oscillateur VHF-UHF

Maximum power dissipation
Puissance de dissipation maximale

\

tot
(w)

4

1
|
1 +-

|

|

|

Veeo 30V

Ic 04A

h21E(50 mA) 10 - 200

fr 500 MHz  min.

Case TO-60 — See outline drawing CB-27 on last pages

Boitier

Voir dessin coté CB-27 derniéres pages

1} Weight : Collector is connected to case
0 50 100 150 200 T, (°C) Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b =+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO 55 v
Collector-emitter voitage
Tension collecteur-émetteur VCEO 30 v
Emittet-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 35 v
Collector current |
Courant collecteur c 0.4 A
Power dissipation _
Dissipation de puissance Tcase =75°C Piot 5 w
Junction temperature : o
Température de jonction max. T] 200 c
Storage temperature min T — 55 °C
Température de stockage max. stg +200 og
76-21  1/4
THOMSON-CSF
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2N 5090

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb=25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Veg =28V |
Courant résiduel collecteur-émetteur g =0 CEO 20 uA
Veg =55V
CE
Vgg =—15V 100 KA
Collector-emitter cut-off current 1
Courant résiduel collecteur-émetteur CEX
Veg =30V
Vgg =15V 5 mA
Tease= 200°C
Collector-emitter breakdown voltage lc =5mA V,
Tension de claquage collecteur-émetteur |B =0 (BR)CEO 30 \
Collector-emitter breakdown voltage lc =5 mA V(BRICER 55 v
Tension de claquage collecteur-émetteur RBE =100 (BR)
Vag =5V
CE
) | 1 =somA 10 200
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant
Vg =5V 5
Ilc =360mA
Collector-emitter saturation voltage Ic =100mA
Tension de j 1 lg =20mA VeEsat 1 \%
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
‘ Vgg =15V
Transition frequency =
Fréquence de transition Ic 50 mA fr 500 MHz
f = 200 MHz
Veg =30V
Output capacitance cB _ c
Capacité de sortie e = 22b 3,5 pF
f =1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance Reh(j-o 25 oc/W
- ; j-cl

F thermique (j boitier)

2/4
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2N 5090

HF CARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES HF
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Power input Po = 1,2wW
ower inpu _ [
Puissance d'entrée R L = 50 Q | 0,2 w
§ = 400 MHz
PO =12W
Collector efficiency =
Rendement de collecteur R L 50 & n 45 %
f = 400 MHz
Z, =50Q
L4 c3 e )
12 =50Q) c1 L1 3
Q L3
1
c4
-
c23 L2 —
+Vcc =28V
Cc1 09-7pF
c2 1,5-20 pF
c3 1,5 - 20 pF
c4 1000 pF
L1 2 turns No. 18 AWG wire, 1/4" 1D, 1/8" long
2 spires fil 1 mm di 6 mm, 3 mm
L2 RF choke, 0,1 uH
Bobine de choc 100 nH
L3 2 turns No. 18 AWG wire, 1/8” 1D, 1/8" long
2 spires fil 1 mm, di intérieur 3 mm, 3 mm
L4 3 turns No. 16 AWG wire, 1/4" 1D, 3/8” long
3 spires fil 1,5 mm, té 6 mm, | 9mm

3/4

275



2N 5090

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
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NPN SILICON TRANSISTOR, PLANAR 2N 5109
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
The 2N 5109 is an high frequency multi-
emitter transistor intended for use in wide- v
band, large dynamic, linear amplifier. CEO 20V
It is suited for such applications as CATV, i
MATYV, telecommunications, oscilloscopes. C 04A
Le 2N 5109 est un transistor multiémetteur haute
fréquence destiné aux amplificateurs linéaires &
large bande et grande dynamique.
" ient pour des applications telles que CATV, fr = 1200MHz a50 mA
MATV, télé ications, oscilloscop
Gp > 10dB a 200 MHz
Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
Bottom view
Vue de dessous
Weight : 1,1 g..
Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb= +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Vcso 40 \Y
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 20 \Y
Collector-emitter voltage =
Tension collecteur-émetteur Rge = 100 Vcen 40 v
Emitter-base voita
Tension lmamur-bosgae VEBO 3 \"
Collector current |
Courant collecteur [ 04 A
Base current
Courant bese s 04 A
T = 25°C
Power dissipation amb p ! w
Dissipation de puissance tot
Tcase = 75°C 25 ™
Junction temperature f
Température de jonction max Tl 200 °C
Storage temperature min T —65 °C
Température de stockage max stg +200 oc
THOMSON-CSF 76-06 1/4
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2N 5109

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter cut-off current Vee =15V I
Courant résiduel collecteur-émetteur lg =0 CEO 20 HA
Vpgeg=—-15V
BE ‘
Vee =36V 5 mA
Collector-emitter cut-off current 1
Courant résiduel collecteur-émetteur v =_15 CEX
Be =18V
Ve =15V 5 mA
'C = 150°C
Emitter-base cut-off current Vgg =3V
Courant résiduel émettour-base g = 'eBO 0.1 mA
Collector-base breakdown voltage Ilc =100uA V.
Tension de claqusage collecteur-base 'E = (BR)CBO 40 v
. Rpp =108
Coliector-emitter breakdown voltage BE
Tension de claquage collecteur-<metteur IC =5mA V(BR)CER 4 v
. 1 =5mA
Collector-emitter breakdown voltage C v
Tension de clequage collecteur-émetteur lE = (BR)CEO 20 v
Emitter-base breakdown voitage lg =100uA
Tension de claquage émetteur-base Ic = V( BR}EBO 3 v
; : | =100 mA
Collector-emitter saturation voltage Cc
Tension de i the 6 Ig =10mA VeEsat 0,55 v
Vegp =16V
I =50 mA 40 120
Static value of the forward current C
transfer ratio hotE
Valeur statique du rapport de transfart 1
direct du t =
i couran V, CE= 5V 5
Ilc =360mA

2/4
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2N 5109

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) T — 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) amb (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Common émitter feedback capacitance| Vo = 15 V c
Capacité de jon en & 'E =0 12e 35 pF
Veg =15V
lC =25mA 1000 MHz
f = 200 MHz
Transition f Ve =15V
ransition frequency _
Fréquence de transition Ilc =50mA fr 1200 MHz
f =200 MHz
Veg =15V
Ic =100mA 1000 MHz
f = 200 MHz
Vol in (wide band) Vee 215V
oltage gain (wide ban . _
Gain an tension (large bande) (fig. 1) 'C =50 mA GV n dB
f =50...216 MHz
c sl f, =210 MHz
ross modulation 3 = D
Transmodulation {fig. 1) |f, 150 MHz cM =70 dB
Vg =54dBmV
1 o ma
. =10m
Power gain (narrow band) . C G
Gain en puissance (bande étroite) (fig. 2) |¢ = 200 MHz p 1 d8
P, =-10dBm
Veg =15V
Noise figure N CE _
Facteur de bruit (fig- 2} Il =10mA F 3 dB
£ = 200 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Jun'ction-cfse t!:erin,'al res'istanc‘e';” Rth(i-c) 50 oW
.'l‘uqctlon-a[nblest tl}.erma_l resistance Rth(i-a) 175 °c/W
3/4
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2N 5109

R4 C1,C2,C5 :
ZG=75$'I | ZL=759 c3
c1 c2 c5 ca
(See detail) C6, C7
{Voir détail)
R1
A1 ]
i 1 .
C7 4
e R3 H
. R4
R3 T
(L ™ o
—Vee *Vee
Detail of transformer
Détail du transformateur
2
1
4
Figure 1 : Voltage gain test circuit

Circuit de mesura du gain en tension

Z, =50Q .
_ }r L= C1,C2,C3 :
ca (. c4
c5
L4
c6, C7
c8
-t |c7 {
C3 L1
c8
L3 L4
~ l L 12,13
- +
—Vee Vee R1

Power gain test circuit and noise figure
Circuit de mesure du gain en puissance et du facteur de bruit

Figure 2 :

0,002 uF disc ceramic
0,002 uF disque céramique
8 — 60 pF

0,03 uF disc ceramic
0,03 iF disque céramique

1500 pF feedthrough
1500 pF by pass”

390Q 172w
680 12W
3300 1w
270Q 12w

4 turns No. 30 wire
bifilar wound on
toroidal core

4 tours fil 25/100 émail,
enroulement bifilaire sur
noyau toroidal

1 —30pF
1—20pF

10 000 pF disc ceramic
10 000 pF disque céramique

1000 pF disc ceramic
1000 pF disque céramique

0,1 uF disc ceramic
0,1 uF disque céramique

4-1/2 turns, No 22 wire,
3/16 in. (4.76 mm) 1.D.
4 1/2 tours fil 65/100
diamétre int. 4,75 mm

3-1/2 turns, No 22 wire,
3/16 in. (4.76 mm) 1.D.
3 1/2 tours fil 65/100
diamétre int. 4,75 mm

0,82 uH RFC
Self d'arrét 0,82 uH

240 Q,2 W,

4/4

280



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 2N 5179
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

- Low noise tuned amplifiers
UHF converters
Oscillators up to 500 MHz
- Amplificateurs accordés faible bruit Vceo 12v
Convertisseurs UHF \ 50
Oscillateurs jusqu‘a 500 MHz C mA
hp1e(3mA)  25.250
h21e(1 kHz) 25 -300
Maximum power dissipation Case TO-72 — See outline drawing CB-4 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté  CB-4 derniéres pages
Ptot
w)
03 Bottom view
: \(2) /A Vue de dessous
0,2 p—tb
] N 4 M
| \
oL 1 \ C @ E
] ~N B
|
[ 1 Weight : 0,7 g. Connection M is connected to case
o 25 50 100 150 (1T, (°C) Masse La connexion M est relide au boitier
27 _, (°C)
case
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =425 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb {Sauf indications contraires)
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base cBO 20 \
Collector-emitter voltage Y]
Tension collecteur-émetteur CEO 12 v
Emitter-base voltage Vv
Tension émetteur-base EBO 2,5 v
Collector current |
Courant collecteur C 50 mA
Power dissipation Tamb = 25°C Prot 0,2 w
Dissipation de puissance Tcase =25°C 0,3 w
Junction temperature
Température de jonction max. Tj 200 °C
Storage temperature min, T —~ 65 oc
Température de stockage max. stg +200 oc
THOMSON-CSF 76-19  1/7
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2N 5179

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =15V 2 A
lg =0
Collector-base cut-off current IcBO
Courant résiduel collecteur-base VCB =15V
g = 1 uA
Tamb_ 150°C
Collector-base breakdown voltage Ic =1uA v 20
Tension de claquage collecteur-base 'E = (BR)CBO v
Collector-emitter breakdown voltage lc =3mA v
Tension de claquage collecteur-émetteur |B = CEO(sus) 12 v
. | =10 uA
Emitter-base breakdown voltage E 7
Tension de claquage émetteur-base lC =0 (BR)EBO 25 A
Static forward current transfer ratio VCE =1V h
Valeur statique du rapport de transfert | =3mA 21E 25 250
direct du courant c
Collector-emitter saturation voltage lc =10mA VeEsat 0.4 v
Tension de i IB =1mA ’
Base-emitter saturation voltage Ilc =10mA v E' v
Tension de ssturation base-émetteur lg =1mA BEsat 1
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vo =6V
CE
‘C =2mA 25 300
f =1kHz
Forward current transfer ratio hyy
Rapport de transfert direct du coursnt 21e
Veg =6V
Ilc =5mA 9 20
f =100 kHz

27
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2N 5179

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
=10V
Output capacitance VCB _ c22b 7 F
Capacité de sortie g = 0 p
0,1 MHz<f<1 MHz
Input capacitance Veg =05V
u aci
Capacité d'entrée Ic =0 C11p 2 pF
0,1 MHz<f<1 MHz
Veg =6V
Collector base time constant =
rda tsamps base |c 2mA Tbb' bec 3 14 ps
f =319 MHz
Small signal i Vee 12V
mall signal power gain -
Gain en puissance pour petits signaux lC 5mA GP 15 dB
f = 200 MHz (fig. 1)
Common emitter osciilator VCB =10V
power output
Puissance de sortia en oscillateur lg =-12mA Po 20 mw
& émetteur commun f > 500 MHz (fig. 2)
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
ion- ient th | ist .
Junction amrr;lra'fi:“ ermal resistance Rth(]-a) 875 °C/W
Junction-case thermal resistance Rerii.
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-c) 583 °C/W
3/7




2N 5179

Figure 1: Power gain and noise figure measure (200 MHz)

Mesure du gain en puissance et du facteur de bruit 8 200 MHz

1-5 pF
L3
1,2nF '
® 3 2-10
c7 iF
910 50 Q
0,02
500 HF

N
3-35 o

pF 7]

NEUTRALISATION PROCEDURE

11—
2—
3
4
65—

Connect a 50 §2 200 MHz generator amplifier input and adjust generator to provide an amplifier output of 5 mV.
Tune C2, C6 and C7 for maximum amplifier output. Readjust generator to maintain a 5 mV amplifier output.
Interchange connections to generator and RF voltmeter

Adjust Cp for a minimum indication at amplifier input

Repeat steps 1, 2, 3 and 4 to determine if retuning is necessary.

NEUTRODYNATION DU CIRCUIT

1 —  Attaquer I'amplifi avec un g 50 Q 200 MHz et régler son niveau pour obtenir 5 mV en sortie.
2—  Régler C2, C6 et C7 pour obtenir le niveau de sortie maximum. Maintenir ce niveau 8 5 mV & I'aide du générateur
3 —  Attaquer /a sortie de !"amplifi avec le géné etb her le étre HF & I'entrée
4~ Régler Cpy pour avoir le niveau minimum & I’entrée de I'amplificateur
5 —  Reprendre les points 1, 2, 3 et 4 pour réajustement éventuel.
4/7
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2N 5179

Figure 2: 500 MHz power output measure
Mesure de Ia puissance de sortie 8 500 MHe

-

75 pF
’____I Output
1 Sortie

See note 1
Voir note 1

RFC

1000 pF Note 2 1000 pF
2200 2 RFC
Vee \ Vee 3
Note 1 : Coaxial-line output network consisting of :

— 2 general radio type 874 TEE or equivalent

— 1 general radio type 874-D20 adjustable stub or equivalent

— 1 general radio type 874-LA adjustable line or equivalent

— 1 general radio type 874-WN3 short-circuit termination or equivalent
Note2: RFC=0,2uH
Note 3:  Lead number 4 (case) floating
L1 1 2turns # 16AWG wire, 3/8 inch OD, 1 1/4 inch long

Note 1 : La ligne de sortie coaxiale comprend :
— 2 tés général radio 874 TEE
— 1 adaptateur genersl radio 874-D20
— 1 ligne ajustable general radio 874-LA
— 1 court-circuit general radio 874 WN3 ou équivelent
Note2: RFC =0,2uH
Note 3 : Connexion de boitier (n°® 4} non connectée
Lt : 2 spires fil de 1,5 mm, diamétre 10 mm, longueur 32 mm.

hate T T

30 +f = 100 MHz

25

10 / ‘\

0 5 10 15 20 25 30 15imA)

5/7
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2N 5179

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

9116 T
B11e| v =8V
(mS)| ¢~ =200 MHz
T = 25°C
15
9110
10 //
b11e
/1
5
0
0 5 10 15 igma)
921e
b. T T
2e | vy =gV
(ms) Lf € _ 200 MHz
75 [Tomp= 25°C
50 /
921
25
0
-25 \\
-50 \\
-75 -
b21s
-100
0 5 10 IC(mA)

9220 T T
52 Veg =6V
mS) [ £~ = 200 MHz
Tomp= 25°C
3
= 022
2
1
I 922 |
L
o I
0 5 10 15 igimal
b11e
(mS)
Vae =6V
0 + € = 200 MHz
Tamb= 25°C
-0,5
—
=1
~J — Dy1e—
-1,5
0 5 10 15 15(ma)
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2N 5179

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

911e b22° T —
b. ,  —av 9 -
11| Vo =4V 220 | v, =4V
- Iche ~ smA (mS) _.CCE = 15mA
amb= 25°C Tomb= 25°C
16 8
12 / 6
pa
8 ,// a
9116 /
4 — 2 b,
al br1e // 22~ 92
0 0
50 100 200 500 50 100 200 500
f(MHz) f(MHz}
»
921 T T 1 LT
b Vee =4V (mS)
) < Ich =15mA -—
amb™ 25°C \ by2e
40 T -1
\\ \
20 9 \
21e -2 \
0 -3
Vv, =4V
:CCE = 1,5mA
oA . Tomp= 25°C
\ b,
N3
—~40 \f‘ -5
0 200 400 600 800 f(MHz) 50 100 200 500
f(MHz)
M7

287



NOTES



PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 2 N 5365
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 2 N 5366

- LF amplification
Amplification BF

- Medium speed switching VeE -40V

Commutation moyenne vitesse

h 40-120 2N 5365
- General use and industrial applications 21E 100-300 2N 5366
Usage général et applications industrielles (—50 mA)
fr 250 MHz  typ.
Maximum power dissipation Plastic case F 139 B— See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier plastique Voir dessin coté CB-76 dernidres pages
Pto(
w)
0,36

N, EB

)

1

1
0,24 :

’ ' \ c
|
i
N

0,12 T Bottom view

| Vue de dessous
0 i Weight : 0,3 g.

] 80 100 150 T Masse

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D‘UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension coliecteur-base VCBO —40 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Veeo —40 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso -4 \
Collector current
Courant collecteur 'c —-300 mA
Peak collector current = =
Courant de créte de collecteur tl:v =10ps,§=2% |CM —500 mA
Power dissipation
Dissipation de puissance Ptot 0,36 w
Junction temperature T.
Température de jonction max. ] 150 °C
Storage temperature min, T — 65 oc
Température de stockage max. stg +150 oC

76-09 /3
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2N 5365, 2N 5366

STATIC CHARACTERISTICS T =250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veog =—40V
,ECB -0 -100 nA
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base Veg =—40V [o::]0)
IE =0 -10 MA
Tamb= 100°C
Collector-emitter cut-off current Vgg =0
Courant résidue! collecteur-émetteur ng =—40V Ices —-100 nA
Emitter-base cut-off current Vgg =—4V
Courant résiduel émetteur-base I =0 lEBO -10 HA
Collector-emitter breakdown voltage |lc =—10mA
Tension de claquage collecteur-émetteur g =0 V( BR)CEO —40 \'
Veg =10V 2N 5365 | 32
e =—2mA 2N 5366 | 80
h21e
Static forward current transfer ratio =— A
Valeur statique du rapport de transfert VCE _ 50 m 2N 5365 40 120
direct du courant lc =-1V 2N 5366 | 100 300
Vee=-5V h., % | 2N5365) 20
e = —300 mA 21E 2N 6366 | 40
: Ve =—10V
Base-emitter voltage CE
Tension base-émetteur lg =-2 mA Ve -0.5 —0.8 v
| =—-50 mA
o =-25mA Veesat 025 v
Collector-emitter saturation voltage
Tension de 7
i = —300 mA
C *
lg =-30mA VeEsat -1 v
| =-50 mA
|§ =_25mA VBEsat -11 v
Base-emitter saturation voltage
Tension de saturation base-émetteur
lc = —300 mA
lg =-30mA VBEsat" -2 v
* Pylsed t =300us & < 2%
Impulsions P
2/3

290



2N 5365, 2N 5366

STATIC CHARACTERISTICS T =250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =—10V
Forward current transfer ratio ' CE _ _2mA h 2N 5365 | 32 180
Rapport de transfert direct du courant fC -1 KMz 21e 2N 5366 | 80 450
T ¢ VCE =-10V
ransition frequency = _
Fréquence de transition I 2mA fr 250 MHz
f =100 MHz
. Veg =-10V
Output capacitance \ _ c £
Capacité de sortie E = 22b 8 [4
f =1 MHz
input capacitance Veg =05V
nput capacitanc _
Capacité d'entrée Ic = Ci1p 35 pF
f =1 MHz

3/3
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR *2 N 5447
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL *2 N 5448

Compl. of 2N 5449 and 2N 5450

K Preferred device

Dispositif recommandé
- Driver stages andpower stages in
AF amplifiers _25V 2N 5447
Etages “Drivers” et de puissance pour V, EO
amplifiacteurs BF c -30V 2N 5448
e —200 mA
haqE 60-300 2N 5447
(—50 mA) 30-150 2N 5448
fr 100 MHz min.
Maximum power dissipation Plastic case F 139 B— See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Bottier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages
Pto!
w)
0,3

N, c(E

N\
|
1
0,21
L1\ B
1
0, l'
|
ol - o Weight : 0,3 g. Collector is connected to case
50 100 150 Tamb( c Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T, = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)

2N 5447 2N 5448

Collector-base voltage

Tension collactaur—baseg VCBO —40 —50 v
Collector-emitter voltage v

Tension collecteur-émetteur CEO -25 -30 v
Emitter-base voltage Vego -5 -5 v

Tension émetteur-base

Collector current |

Courant collecteur Cc —200 —-200 mA
Peak collector current |

Courant de créte de collecteur CM —600 —600 mA
Power dissipation P.

Dissipation de puissance tot 0,3 03 w
Junction temperature T. °
Température de jonction max. i 150 150 C
Storage temperature min. T — b5 — 55 °c
Température de stockage max. stg +150 +150 oc

7%6-20 1/2
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2N 5447, 2N 5448
STATIC CHARACTERISTICS Tamb =25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES am (Sauf indications contraires)

Test conditions :

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current Veg =-20V
Courant résiduel collecteur-base g =0 Icso —100 nA
Emitter-base cut-off current Veg =3V
Courant résiduel émetteur-base ‘C = leBo -100 nA
Collector-base breakdown voltage lc =-01mA V(8R)CBO 2N 5447 | —40 v
Tension de claquage collectsur-base IE = 2N 5448 | —50
Collector-emitter breakdown voltage | !¢ =—10mA Vv & | 2N5e47 | -25
Tension de claquage collecteur-émetteur |B = (BR)CE! IN 5448 | —30 v
Emitter-base breakdown voltage g ==01mA | y _
Tension de claquage émetteur-base o = (BR)EBO 5 v
Static forward current transfer ratio Vo =5V *
Valeur statique du rapport de transfert | CE _50 mA h21 € 2N 5447 60 300
direct du courant c = 2N 5448 | 30 150
Collector-emitter saturation voltage Il =-50mA
Tension de lg =-5mA VcEsat * -0,25 v
Base-emitter voltage Veg =-5V *
Tension base-émetteur lc =-50mA Ve -0,6 -1 Vv
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
T ; Veg =—5V

ransition frequency - f.

Fréquence de transition Ic 50 mA T 100 MHz

f =50 MHz

Veg =-10V
Forward current transfer ratio | c8 — c 12 F
Rspport de transfert direct du courant = 22b p
f =1MHz

* Pulsed
Impuisions

tp=300us 6§ <2%
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

Compl. of 2N 5447 and 2N 5448

2N 5449
2N 5450

- Driver stages and power stages in

AF amplifiers

Etages “Drivers” et de puissance pour

amplificateurs BF

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

3K Preferred device
Dispositif recommandé

Vceo
Ic

30V
08A

h21g
{100 mA)

fr

100-300 2N 5449
50-150 2N 5450

100 MHz min.

Plastic case
Boitier plastique

F 139 B - See outline drawing CB-76 on last pages
Voir dessin coté CB-76 derniéres pages

Pror
w)
'
0,30 —+
i
' 4
0,20—+ G E
| \ B
° { \ Bottom view
o 1 Vue de dessous
|
|
ol 1 Weight : 0,3 g. Collector is connected to case
80 100 180 Tamb!{°C) Masse Le collecteur est relié au boltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T. , - .25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contrsires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 50 v
Emitter-base voltage Vv
Tension émetteur-base EBO 30 Vv
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base vEBO 5 \%
Collector current |
Courant collecteur c 08 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Prot 0.36 w
Junction temperature T
Température de jonction max. ] 150 °c
Storage temperature min, T — 55 °c
Température de stockage max. stg +150 °c
76-20 /2
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2N 5449, 2N 5450

STATIC CHARACTERISTICS Tamb =25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES am (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current Veg =20V
Courant résiduel collecteur-base g =0 Icso 100 nA
Emitter-base cut-off current Veg =3V |
Courant résiduel émetteur-base lc =0 EBO 100 nA
Coll -base breakdown voltag | =0,1mA
Tension de claquage collecteur-base |g = V(BR)CBO 50 v
. | =10 mA .
Collector-emitter breakdown voltage c \
Tension de claquage collecteur-émetteur 'B = (BRICEO 30 v
. { =0,1mA
Emitter-base breakdown voitage E g Vv
Tension de claquage émetteur-base Ic =0 (BR)EBO 5 v
St forvard current varer v | Vg =2 g | 2NSwe | 100 300
‘aleur statique du =
“j,ect d 1 courant lc =100mA 2N 5450 | 50 150
Col|ector—emitte!' saturation voltage 'C =100 mA y 2N 5449 0,6 v
Tension de lg =5mA CEsat | o\ 5450 08
Base-emitter voltage Veg =2V
Tension base-émetteur |C =100 mA VBE 0,5 1 \
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
VCE =2V
Transition frequency | =50 mA fT 100 MHz
Fréquence de transition C
f =50 MHz
Veg =10V
Output capacitance | = Co2p 12
. . pF
Capacité de sortie f =1 MHz
* pulsed t.=300uS 5 < 2%
Impulsions P
2/2
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR * BC 10 7
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX %k B C 108

BC 109

Compl. of BC 177, BC 178, BC 179

K Preferred device

Dispositif recommandé
The NPN "plan epitaxial” transistors BC 107, V.
BC 108 and BC 109 sre intended for use in CEO a5V BC 107
L.F. preamplifier and drivers stages. The BC 109 Vv, 20V {BC 108
is foreseen for low noise stages. CEO BC 109
Les transistors NPN “plan dpitaxial” BC 107, BC 108 et 'C 100 mA
BC 109 sont destinés aux usages BF dans les étages h 125 . BC 107
“préamplificateurs” et “drivers”. Le BC 109 est prévu 21e min. BC 108
pour les étages faible bruit.
h21e 240 min. BC 109
F 4dB max. BC 109
Maximum power dissipation Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages
Pmt
(w)
0.8 |h\ 2 (1) In free-air
I A I'air libre
o |- c(Je
\ B
04 TR -
(2) With infinite heat sink
M-I avec un radiateur infini
0,2 P
° \ Weight : 0,45¢ Collector is connected to case
(] 50 100 150 200 T, ..(°C) Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
BC 107 BC 108 BC 109
Emitter-base voitage Vv
Tension émetteur-base EBO 6 5 5 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO 45 20 20 v
Collector-emitter voltage \/
Tension collecteur-émetteur CER 50 30 30 v
Collector current
Courant collacteur Ic 100 100 100 mA
_ Tamb=25°C 300 300 300 mw
Power dissipation Py, "
Dissipation de puissance o
Tease=25°C 850 850 850 mw
Junction temperature T.
Température de jonction max. i 176 175 175 °C
Storage temperature min. T —55 —55 —55 °C
Températurs de stockege max. 59 +175 +175 +175 °C
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BC 107, BC 108, BC 109

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vegp= 50V
Veg=0 BC 107 16 nA
Vgg= 30V BC 108 15 nA
VBE= 0 BC 109 15 nA
Collector-emitter cut-off current Veg= 50V |
Courant résiduel collectsur-émetteur Vgg=0 CES BC 107 4 HA
Tamb™ 125°C
Vegp= 30V
Ven 0 BC 108 4 HA
= BC 109 4
Tamb= 125°C HA
c o I Ic =2mA BC 107 | 45 \
ollector-emitter breakdown voltage Vv,
Tension de clequage collecteur-émetteur 'B = (BR)CEO gg ‘:g: gg x
e =1uA BC107 | 6 v
Emitter-base breakdown voltage £ V(BR)EBO | BC108 | 5 %
Tension de claquage émetteur-base cC - BC 109 5 v
Ic =104A : ‘;0
Veg=5V . 180
Static forward current transfer ratio *
Valeur statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant Ic 2mA A 110 240
B B 200 480
Vee=8V c 400 850
lc =10mA
lg =05mA o1 02 v
Collector-emitter saturation voltage VCEsat
Tension de i
! Ic =100mA BC 107 02 06 v
lg =5mA BC 108 02 06 v
lc =10mA 07 083 v
g =05mA ’ '
Base-emitter saturation voltage \
Tension de saturation bese-émetteur BEsat
IC = 100 mA BC 107 09 105 v
lg =5mA BC 108 09 106 v

* pulsed t,=200us & <1%

Impulsions

210
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BC 107, BC 108, BC 109

DYNAMIC CHARACTERISTICS ¢ =25¢C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES amb (Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
| imoed Ic =2mA A 16 27 45 kQ
nput impedance h
Impédance d’entrée Veg=5V 11e B 32 48 85 kS
f =1kHz [ 6 87 15 kQ
Ic =2mA A 15 10
Reverse voltage transfer ratio _ h 4
Rapport de transfert inverse de le tension Veg=5V 12e B 2 10° 4
f =1kHz (o] 3 10°
£ d ¢ transfer rati lc =2mA * A 125 200 260
orward current transfer ratio h
Rapport de transfert direct du courant Vee=5V 21e 8 240 330 500
f =1kHz Cc 450 600 900
le =2mA A 18 30 HA/NV
Output admittance c
Adm?ttanca de sortie VCE =5V h22e B 30 60 HA/V
f =1kHz c 60 110 HAIV
Ilc =10mA
Transition frequency Vae=5V fr 150 300 MHz
Fi jti CE
‘réquence de transition § = 100 MHz
o . g =0
utput capacitance _
Capacité de sortie VCB_ 1oV Cazp 4 PF
f =1MHz
Ic = 0,2mA
Veg=5V BC 107 2 10 dB
Rg =2kQ BC 108 2 10 dB
f =1kHz BC 109 2 4 dB
Noise figure Af = 200 Hz F
Facteur de bruit
lc =02mA
Vap=5V
CE BC 109 2 a4 d8
Rg =2k
30 Hz.....15 kHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance
Rési armious (foneth ) Rth(i-a) 500 °C/W
Junction- the | ist
’un. ion-case ‘em? resistance ) Rth(i-c) 175 oC/W

*The transistor BC 107 is grouped in two classes of DC gain : A — 8
Le i8 BC 107 est subdivisé en deux classes de gein statique : A — B

*The transistor BC 108 is grouped in three classes of DCgain :A —B —C
Le i BC 108 est livisé en trois classes de gain statique : A — B — C

*The transisto BC 109 is grouped in two classes of DC gain : 8 — C
Le i BC 109 est subdivisé en deux classes de gain statique : B — C
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BC 107, BC 108, BC 109

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

t [}
c 120 ——— c 12 up T T
(mA) Tamb=25°C } | l tmA) | Tamp =26°C |B/ =24 rAll
100 'B 227N 10 22 A
A 10ms 7 1
> 4/ | A / / 20 p‘A
I~ 8m. 7 " L~
L1 18 uA
80 /’/ 8 j/ // g !
/ 7 - mA /' Lo 16 A
,// o ! ( > 14 p‘A
= 4 MA -
/f L T =T 1.,
60 / 6 P 2u
// — 1mh ] 4// 1(‘!’,.A
ot L1 [
PPy 17 ] 1 rr[A_ sl ] 8 kA
%1/ Lt TI (’// ’/// SIpAJ_.
L~ 00 uA 1 ___,———"" |
20 // p— = Jf 2 — ‘“Al—
y ot 40 uA I 2uA_
punant
ok/ I n l
0 04 08 12 1,6 2 Veg V) 0 4 8 12 16 20 Vee v)
1 ]
c 24 p— ¢ 12— —
(mA) Tamb=25°C {mA) 'g 718 “5 ‘llﬁ ul|\ Tamb=25°C
20 10, A 14 uA
I =40 pA! /
e 7 P
s LA 5. A N4 L 12uA
pann '| Y
T '3°|‘“‘ Lo uAi
-
12 / 25 A SL’( - <8l
!
"] ')In I-l/" //
.l f L1 & A
8 b= 15 yA—— 4} ‘
|t ] 4IuA
_ -
L 10 A 1
. | | 2 —_,..—.—-
BuA ) | | —120A
b uA |t
, ] ,
0 0
0 2 4 6 8 10 v 0 10 20 30 40 50 Vv
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BC 107, BC 108, BC 109

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

1 |
B 12 c 120
T T T
Veg=5V v 5y Il
Ce™ CE™ [)
10 b—1t _ 100 (- =
Toamp =25°C Tomp=28°C 'H
i
8 80 1
| i
| il
6 60 [}
j
4 I 40 il,‘
I
I [}
2 20
1
i
4
0 0
0 02 04 06 08 1 v 0 02 04 06 08 1 vgiv)
Ic 12 hae 3
(mA} / {norm.}
/ ) Vg =45 V.
10 ce=4
/ 24
8 / 2,1 Tamb S150°€
Vep=10V
3
/ T 5 gsec 18 A N\
6 amb - v 25°C
/ ’ /T\
1.2 « |
' A —55°C,
4 d g A
/ 0,9 T
- e
) / 06 =
Lo
0,3
° 8 6 4 0 2 468 2 468 2 468
0 1B 24 32 40 1 WA) 10! o 8 o1 202
Ig (mA)
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BC 107, BC 108, BC 109

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

VeEsat VBEsat 1
{mVv) v)
Iy =1./10 Iy =1./10
200 B ¢ 0,8 B ¢
Tamp =25°C Tymp =25°C P
/’M"
150 06 -
/( //
100 /) 0,4
/
’/
N 1
50 0,2
12 46302 46812 4882 0'12 46802 46812 4682
107 10 10 10 10 10 10 10
Ic {mA) Ic {mA)
'ceo 10° 7
(nA) 5 //
Vi
/
2 y A
102 ya
4 Max
s /
rl (
T /
7 4
o 4 /
1 /l l/
5 Typ.
2 '/vcso=sov C 107—]
0 1 1
10 v Lagl BC108
5 // cBo 3¢ 1097
2
104
0 40 80 120 160 200 T, (°C)
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BC 107, BC 108, BC 109

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

fr 500 Ca2b 2
i UL HER
o (norm.} 1.8 e
Veg =5V g =0
400 f =100 MHz 16 f =107 MHz
Tamb=25°C Tamb = 25°C
1,4
300 Y 1,2
N
/ , N
[ e—
[ ——
200 /| 4 08 —
0,6
/
100/ 4 0.4
0,2
o 4 68 2 4 68 2 4 68 Y
0!’ 10° 10! 102 o 4 8 12 16 20
Ig (mA) Vego V!
Clp 5
(pF)
(norm.) 1,8
1,6 Ic =0
f = 10,7 MHz
1.4 -
Tomp = 25°C
1.2
1
NS
08
\N
06 —
0,4
0,2
0
0 1 3 4 5 Vggo!V)
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BC 107, BC 108, BC 109

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

F F 12
(aB) @B
5 10 \
IC = 0,2 mA VCE =5V
RG =2k T \ :C = 0,2 mA—
4 f =1kHz || 8 \ TRG =2k:‘z -+
Af =200 MHZ__ amb = 25°C
s Tamp = 25°C . \
2 4
\
1 2]
o 0
2 6 B 4 6 8 2 4 6 8 4 8
10" 10° 10" 102 103 T
VCE (v) f (H2)
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BC 107, BC 108, BC 109

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

he 10
e s \
6 N ,/
\\J‘He VCE =5V /
a N \ f  =1kHz—— o
\\ Tamp =25°C /
2 My2e \\\‘ ]
'\ /
h
100 h2.‘° 21e /
8 h
126
6 // \\
a o // h7e
. 22e
/ ™~
2 //
10" 2 4 6 8 2 a
10" 10° 10" 15(ma)
he 10'
[
lc =2mA
. f  =1kHz
226 Tamb = 25°C
2 -
h
. 1I2. \\ hite !_\21.
1 hyo
8 hy 4 4-h e 122
° 1161 "21e Et— s
L
-1
10 " 2 4 6 &8 2 4 6 8 2 . e 8
10 10° 10 10% veetv)
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BC 107 , BC 108 , BC 109

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

'c 104 'c 10?
wA) 1] NG | wA)
5 F =6 dB F =10 dB{-H 5
N
, // | N \\‘ z
|
3 ‘ N N 3
10 T \ 10
5 3dB 5
/A_N‘ \\
2 ! 17548 | N 2
102 : M {7 102
] \\ \\ .
2 2
\ \ \ f | =1kHz
10’ \\ \\ A Vee =8V 10'
(-]
. \\ \\ \ Tamp = 25°C
10dB \
2 NCND 2
100 s s w65 2 460 10°
102 o? 4 105
Rg ta)

[W

<

A m-‘
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NPN SILICON TRANSISTOR BC 140
TRANSISTOR NPN SILICIUM BC 14 1

Compl. of BC 160 and BC 161

- Switching and amplifier
Commutation et amplification

40V BC 140

Vceo
60V BC 141
Ic 1A
h21 E 40 ... 250
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
P
tot
w [T
‘
‘N
NIFEN
N “Jr
|t 12)
2 By 6
HIRN
1
Hirn m (T, e
I x (2)r__ (°c) : ;
oLt case Weight : 1,14¢. Collector is connected to case
26 50 100 150 200 250 Masse Le collecteur est relié au boTtier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b =+25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am| (Sauf indications contraires)

BC 140 BC 141

Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CBO 80 100 v

Collector-emitter voltage Veeo 40 60 v

Tension collecteur-émetteur

Emitter-base voltage v

Tension émetteur-base EBO 7 \4

Collector current i

Courant collecteur Cc 1 A

Base current | A

Courant base B 100 m,
. O

Power dissipation Tamp = 25°C Prot 0,80 w

Dissipation de puissance Tease = 25°C 4,25 w

Junction temperature max. T. °

Température de jonction I 175 c

Storage temperature min, T o

Température de stockage max. stg — 55 +175 C

76-07 1/6
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BC 140, BC 141

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamp =25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
BC 140 | 80 Vv
Collector-emitter breakdown voltage lc = 0,1 mA v
Tension de claquage collscteurémetteur Vo =0 (BR)CES
BE BC 141 | 100 v
BC 140 40 v
Collector-emitter breakdown voitage Ilc =30mA V(BR)CEO
Tension de claquage collecteur<émetteur IB =0 BC 141 60 v
Emitter-base breakdown voltage Ig =01mA V(8R)EBO 7 v
Tension de claquage émetteur-base | c =
Veg =40V BC 140
Vgg =0
10 100 nA
Ve =60V BC 141
VBE =0
Collector-emitter cut-off current Ices
Courant rdsiduel collecteur-émetteur \Y] CE = Vv
VBE =0 BC 140
Tamb= 150°C
10 100 uA
Veg =60V
Vgg = BC 141
Tamb= 160°C
cl.6 40 100
Static forward current transfer ratio Ve =1V
Valeur statique du repport de transfert ) CE =100 mA h21e ch. 10 63 160
direct du courant (o] cl. 16 100 260
Collector-emitter saturation voltage lc =1A Vv, 06 1
Tension ds i (g 100 mA CEsat X v
Base-emitter voltage Veg =1V V, 1
Tension base-émetteur i c = 1A BE 1.8 v
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BC 140, BC 141

DYNAMIC CHARACTERISTICS =254C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions "
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCE =10V '
Transition frequency | =50 mA T 50 MH
ol c z
Fréquence de transition ¢ = 20 MHz
Common base output capacitance Ves _=_ v Cop
Capacité de sortie base commune IE =0 25 pF
f =1MHz
) i Vgg =05V
Common base input capacitance | =0 c
Capacité d'entréa bass commune 11b 80 pF
f =1 MHz
Turn-on time lc =100mA tq+t
Temps total de croissance Igq ~—| BZzS mA 250 ns
Turn-off time lc =100mA
Temps total de décroissance 1g1~—Ilgo~5 mA L 850 ns
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient th | resist: " .
Junction-am |er: hermal resistance Reh(j-a) 187 ocwW
Junction-case thermal resistance Ron(i
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-c) 35 °C/W
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BC 140, BC 141

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT

SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

—1 |
e,  —
1k ™ Oscilloscope
Oscilloscope
t, < 15ns
Z,> 100 kQ
[] so2  []1ke T 200 @ []
—1 - 1+
> Ous :' 5V 20V T_
= T
1 o, * & O

Rise time and fall time of input voltage < 15 ns, generator impedance 50
Temps de croi: ot temps de décroi

de la tension d'entrée < 15 ns, générateur d'impédance 50
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BC 140, BC 141

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Icso ces
(nA) (nA) 7
6 6
4 4
, Vog =60V Ve =s0v )/
, /| \
10 s 10 8
6 6
/
4 / ( 4 /,
2 2
1o°8 7 10%,
7
7 {1l
/ /
2 7 2 /
107 107
0 40 80 120 160 7,0 0 40 80 120 160 T,,,°C)
v
h21e i
V((:E)sat
%
1,2 | |1
160 == X
Vg =1
AN | el ,
7 \ >
< e /|
120 7 (‘\\- \ 0,8
/ N, B VBE;“‘ B
>
\ \& -——PF'/T/
80 / 0,6
V4
\ 0,4
a0 /]
0,2
Ngesat r/
0 0 1L

2 468 2 468

4, 2 a4
lc(mA) 10° 10! 102

IcimA)
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BC 140, BC 141

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

fr
(MHz)
36
'C 60 mA
3 f =100 MHz
A
2 //
1 /
12 /
6
0
2 4 68 2 4 68 4
107 0° 10' Vee)
C11b
(pF) \
0 \\
N
40 \,
N
NN
30
20
0
0 1 2 3 a4 Ves™v)

(MHz)

360

[l
-
°
<

I

100 MHz

300

240

180

20|
£V

0

60/

100

2

4 68

o ?

4 68

102 2

4
Ic(mA}

€2
(pF}

20

i\

10

15

20 Vesv!
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PNP SILICON TRANSISTOR BC 160
TRANSISTOR PNP SILICIUM BC 16‘,

Compl. of BC 140 and BC 141

- Switching and amplifier
Commutation et amplification
v —-40V BC 160
CEO -60V BC 161
Ic -1A
ha1g 40 .... 250
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7  derniéres pages
P(Ot
w [T
i\
| 1
gk AN
1
L L 1, \ (2) c E
K N \ B
1
! N () T 0
' \\X (2) T geloC) Weight : 1,19 Collector i d
: . . 0 or is connected to case
25 50 100 150 200 250 Masse Le collecteur est relié au bofltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)

BC 160 BC 161

Collector-base voltage Vv _
Tension collecteur-base CcBO —40 60 v
Collector-emitter voltage \ _

Tension collecteur-émetteur CEO 40 —60 \"
Emitter-base voltage \" .

Tension émetteur-base EBO 5 \"
Collector current | c _ A
Courant collecteur.

Base current |

Courant base B -0,1 A
Power dissipation Tamb = 25°C Prot 0,80 w
Dissipation de puissance Tease = 25°C 4,25 w
Junction temperature max. Ti 175 o

Température de jonction

Storage temperature
Température de stockage max.

76-07 1/6
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BC 160, BC 161

STATIC CHARACTERISTICS Tamb =25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES am {Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
_ BC160 | —40 v
Collector-emitter breakdown voltage Ic =-01mA V(BR)CES
Tension de claquage collacteur-émetteur VBE =0 {
BC 161 —60 v
BC 160 | —40 v
Collector-emitter breakdown voltage I(: =-50 mA Vv R
Tension de claquage collectsur-émetteur ] = (BR)CEO
B BC161 | _60 v
. 1 =-0,1 mA
Emitter-base breakdown voltage E ’
Tension de claquage émetteur-base 'C = V(BR)EBO -5 v
Veg =40V BC 160
Vge =0
-10 -100 nA
Vap =—60V
veE o BC 161
BE —
Collector-emitter cut-off current = |
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =-40V CES
Vgeg =0 BC 160
Tamb= 150°C
-10 —100 uA
Veg =-60V
Vge= 0 BC 161
Tamb= 150°C
cl. 6 40 100
Static forward current transfer ratio Vog =—1V
Valeur statique du rapport de transfer |C°E ——100mA ha1e .10 | 63 160
direct du courant cl. 16 100 250
. . | =-1V
Collector-emitter saturation voltage (o V, _
Tension de e tg =-100mA CEsat -0,8 1 v
. Vg =—1V
Base-emitter voltage CE Vv -1 -
Tension base-émetteur Ic =-1A BE L ) v
2/6
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BC 161, BC 161

DYNAMIC CHARACTERISTICS Tamb=25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vee =-10V
Iransition freque_qcy lc =-50 mA fr 50 MHz
réquence de transition P = 20 MHz
. Veg =-10V
Common base output capacitance - C
Capacité de sortie base commune ‘E o 22b 30 pF
f =1MHz
Vgg =05V
Common base input capacitance 'E =0 c1 1b 180 pF
Capacité d’entrée base commune
f =1MHz
Turn-on time Ic =-100mA tg+t 500 ns
Temps total de croissance ~lg1=lgy™~5 mA 4
Turn-off time ic =-100mA +
Temps total de décroissance -1 81 ~I 82’&‘5 mA L+t 650 ns
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance R.y ..
Rési hermique (joncti iante) th{j-a) 187 °Cc/W
Junction-case thermal resistance R hii
Résistance thermique (jonction-boftier) thij-c) 35 °C/W

3/6
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BC 160, BC 161

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

o [} v
° 1 k2 ™
® Oscilloscope
Oscilloscope
t, = 15 ns
o0 [] 1k 1209 Z,= 100 kQ2
4|

0 _
10us = 5V 20V
-T i
O _ _ I —0

11V

Rise time and fall time of input voltage < 15 ns, generator impedance 50 2
Temps de croi: et temps de 7 de Ia tension d’entrée < 15 ns, générateur d’impédance 50

4/6
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BC 160, BC 161

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

—l¢eo

(nA} T l ] /
) VCE=—40V /
10? /
. //
2 //
10'
5
2
10° ,/
5
2
107

0 40 80 120 160 T, cC)

21E

120

2 4 68
100 10!

—lces

(nA) T
1§

]
. Veg=—40V

s

0 40 - 80 120 160 T, (°C)

~VgEsat
)
~Veesat [T
(V:'z Ig/1g=10 J
/
1
//
0,8 N gﬁj‘
|
0,6
0.4 /A
/|
0,2 e P
0 /\’mf
o

100 2 468

10! ~IcimA}
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BC 160, BC 161

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

£ £
T T
[ T T TIT ez [T T T
i = S0mA Z [ vee =-t0v
f =100 MHz f =100 MHz
V.
300 300 7
yas
4 /
200
200 V.
4
100 100 /[
Vv
0 Ot ——
4 8 2 4 68 2 4
T L PR T B 10° 10’ 102 —iclma)
Cip Cazp
(BF) I oF)
T
f=1MHz £=1MHz
80 - 40
60 30 \
NG \
40 : ~ 20
i T~
P~ \
20 10 ~
0 o
0 1 2 3 4 ~Vgglv 0 5 10 15 20 Vg
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR

TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX

Compl. of BC 107, BC 108, BC 109

*BC 177
*BC178
BC 179

The PNP planar epitaxial transistors BC 177,
BC 178 and BC 179 are intended for use in L.F.
preamplifier and driver stages. The BC 179 is
foroseen for low noise stages.

Les transistors PNP “planar épitaxial” BC 177, BC 178 et
BC 179 sont destinés aux usages BF dans les étages
“préamplificateur’’ et “driver”. Le BC 179 est prévu
pour les étages faible bruit.

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

Ptot

K Preferred device

Dispositif recommandé
—45V BC 177
VcEo -25V BC 178
-20V BC 179
Ic —100 mA
we e {ED
h21e 240 min.  BC179
F 4 dB max. BC 179

Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages

cJe

w)
N
0,6 |
I (2) (1) In free air
| A Igir libre
0.4 i N
L (2)  With infinite heat sink
™ Avec radiateur infini

0,2 \\\
™~

o 50 100 150 T ., (°C)

Collector is connected to case

Weight : 0,3 g.
Masse Le collecteur est relié au boftier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
BC 177 BC 178 BC 179
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO -5 -5 -5 v
‘Collector-emitter volta
Tension colhcmur-dmemgf Vceo —45 -25 —-20 Vv
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-<émetteur, CES -50 -30 -~25 \
Collector current |
Courant collecteur c —100 -100 —100 mA
Peak collector current
Courant de créte de collecteur lem —200 —200 -200 mA
Base current
Courant base g —50 —50 —50 mA
Power dissipation Tamp=25°C P 300 300 300 mwW
Dissipation de puissance T case™ 25°C tot 750 750 750 mw
Junction temperature T.
Température de jonction i 175 175 175 °C
Storage temperature T —55 —55 -55 °C
Tampératuro do stockege . +175 +175 +175 °C
75-47 1/8
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BC 177, BC 178, BC 179

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated}
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vep=-20V.
CE Ices 100 nA
Vgg=0
Courant résiduel collecteur-émetteur
Collector-emitter cut-off current v} =20V
CE
Vge = Ices 4 uA
Tamb = 125°C
BC 177 |-50 v
Collector-emitter breakdown voltage Icg = —10uA
Tension de claquage collecteur-émetteur Vgg=0 V(BRICES BC 178 ~30 v
BC 179 ~—25 v
BC 177 | -45 A\
Collector-emitter breakdown voltage lgc =—2mA
Tension de claquage collecteur-émetteur |(B: =0 ViBRiCEO | BC178 | -25 \
BC 179 | -20 A\
Tension de claquage émetteur-base lg =—-10uA
Emitter-base, breskdown voltage g =0 V(BR)EBO -5 v
Static forward current transfer ratio In = —2mA h * Vi 65 150
V_aleur statique du rapport de transfert \;: 5V 21E A 110 240
direct du courant CE 8 200 480
lc =-10mA
‘B = —0,5 mA ‘_011 ‘—0,2 A
Collector-emitter saturation volta: \Y
Tension de i ge CEsat
'C = —100 mA BC 177 -0,3 —0,95 v
IB = —-5mA BC 178 -0,3 —0,95 A"
Ic = -10mA
lg =-05mA —0.7 -08 v
Tension de saturation base-émetteur v
Base-emitter saturation voltage BEsat
IC = =100 mA BC 177 -09 -1,2 v
‘B = —-5mA BC 178 -09 1,2 v
Tension base-émetteur Ic =—2mA
Base-emitter voltage lg =-5V Vee -0,55 -0,7 v

*The transistors BC 177 and BC 178 are grouped in three classes od DC gain : VI-A -8B

Les transistors BC 177 et BC 178 sont subdivisds en trois classes de gain statique : VI - A — B
*The transistor BC 179 is selected in two classes of DC gain : A — B

Le transistor BC 179 est livré en deux classes de gain statique : A — B

2/8
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BC 177, BC 178, BC 179

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

[} t
~ic 120———— -'c 12 " —
(mA) Tamp=28°C I l | (mA) Tamb=25°C ||3 ;—2f‘ HA
I, =—12mA 7T 1
100 Bt b mh 10 L £ 220l
AT PESZGET]
¥ F 8 m, 18 uA
80 //l// 8 ol // ¢
VA aPP e frocer e
— 14 uA
o // g 4mA 6 /,/ e 12| )
4 ol =2 mA P 1 1 *1('),..;
V. 1 I // 1 1
40 / et %1 mA_ 4 — 28 uA
\%‘/ - ! ’// - ‘GluA —
~ ~100 A =1 L1 |
// 001“ 2 f' " =4 pA__ |
20{-£> = J ——
"1 ‘40LuA |t 2 wA_
L
N/ 1 ] |
1] 04 08 1,2 1,6 2 _ Ve V) D] 4 8 12 16 20 —V, (V)
CE : CE
-1 —1
C 24T T c 12— —T—T
(mA) Tamb=25°C ma)  's ._18;‘\ :116 ui Tamp=2° TC
| [
20 10 A 14 A BC 177
I, =—40 A v
B II “} AT
=1 _ 712 uA
16 =T ,35,.{& ol L 6[
/ 1" 3 3oluA Floss
—
7] ~—em i H I £ 25 uA si(/// _A8uA
|
—T"| --lnnylx ] _GI .
AT I || Wl T "
8 15 wA— 4 — T
||t | | aba
=10 uA| ——
4 | 2 ] A
gidao! O o N i
f
0 | 0
0 2 4 6 8 10 ~Veg V) o 10 20 30 40 50 Ve
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BC 177, BC 178, BC 179

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

—'c 120

-1
B 12
ma) TT] (ma) L[] i
1 T T T
Ve ==6V Vog =-6V 1‘
CE | Vee 1
10T Tymp=25°C 100— Tamp=25°C l i
i
8 ao ¥ '
| i
! U
6 60 "
]
' ]
4, 40 T
!
/!
]
2 20
/ i)
/ 4,
0 0
0 02 04 06 08 1 —Vge V) 0 02 04 06 08 1 _Vge )
—lc 12 =hye 3
(mA)
2,7
10 ‘{ —1-Veg =-5V
/ 24
8 / 21 Tome=1207C
Vo =-10V
CE .
T__ =26°C 18 A
amb y
] 15 25°C
/ ' -
4 12 e ~55°C
4 0 .
/ . ~
2 : 0,6
0,3
0
(1] 8 1 4 - 2 468 2 4868 2 468
6 2 32 40 —1g(A) 10! %60 30! 02
—lc (mA)
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BC 177, BC 178, BC 179

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

= VeEmt - VBEsat ¢
{mv) [\
Ip= —1./10 lg =—1,/10
B c B C
2001~ Ty =25°C 08 Tamp=25°C 11
/ 1]
150 06 -
/
100 / 0,4
/
_— /J’A
50 0,2
O — s 2 468 2 468, 012 468 2 468 2 468,
10" 10° 10 0 10 10 10 10
—1g (mA) —Ig {mA)
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
Com 2 G 4
(pF) LT l (pF)
1.8 T 1,8
1,6 f = 10,7 MHz 1,6 Ic =0
T . =25°C f =107 MHz
amb 3
1,4 1.4 T,mb= 25°C
1,2 1,2
1 ™~ 1
I~—— \
To——
08 = 08 ™~ —
b ———
0,6 0,6
0.4 04
0,2 0,2
0 0
0 4 8 12 16 20 0 1 2 3 4
—~Vego V)
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BC 177, BC 178, BC 179

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

fr 500
(MH2) ] H 1 |
VCE =5V
400 f =100 MHz
Tamb=25°c
300 -
N
N
///
200 //
v
P
100 —4~
L
0 2 4 68 2 4 68 1 2 4 68 2
10! 10° 10 10
—IC (mA})

(dB)

10

Vee

'c
Rg

amb

=-5V

=—0,2mA
=2kQ _|

=25°C

1T 1

0

104
f (Hz)
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BC 177, BC 178, BC 179

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

6 \
h Veg =5V
\ | 11e ‘CE ) n

4 \\ f =1 kHz

22¢
T . =259 /
amb
m\\

N

2 S A
.y
N >
10 fate 21e | A~
8 h
12e
6 // \‘
ho3
4 Iy > 11€

P N~

2 a 6
10" 10° 101 (ma)
he 10
6
Ic = —-2mA
4 f  =1kHz
~N\h2ze Tamp = 25°C
2 -
h
12e
] \ N1e P21e
0 '
10 M2e
e h11¢'_h21e =T
6 e 122
4
2
10" ym— : v —— 5 —
1 0 ‘ 1 2
10 10 10 102_veetv)
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BC 177, BC 178, BC 179

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

_h:il 1ot ] N ‘ _(ulf),w‘ S ARNGRE
5 F =6 dB F =10 dB+H 5 7 -t ]
] // N \\\ L/ | N \\
10° \\ 10° N \\\
6 3dB \ 5 1'7::5\ \
N N
Haisy A
102 \ 102 \
\ \ LN \ \

\ 1 '= 10 kHz\
Vg =5V

\

2 =1kHz 2 T amb= 26°C

. \ \ \ v . \ ) NI vie
10 ce 10 N

N \ T\ = 5°C \ \\ N

s N , s NC Y

. 10 dﬂ\\ \\\ \ , 10d8 K \ \\\\\
100102 2 4 5?03 2 4 81504 2 a 6105 4 100102 2 4 8?03 2 4 0%04 2 4 6

Rg ()
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

Compl. of BC 212, BC 213, BC 214

*BC 182
BC 183
BC 184

K Preferred device
Dispositif recommandé

- Low noise preamplifier
Preamplificateurs faible bruit
60 V BC 182
DC amplifiers Veso 45V BC 183
Amplificateurs continus 45V BC 184
100-480 BC 182
h21E(2 mA) { 100-850 BC 183
250 BC 184
fr 280 MHz Typ.
Maximum power dissipation Plastic case F 139 B — See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Botitier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages
Prot
w)
04
03
MEAN "
- B
P\
01 i~ Bottom view
: Vue de dessous
ol Weight : 0,3 g.
50 100 150 200 Tamb!°C Masse

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)
BC 182 BC 183 BC 184
Collector-base volta
Tension collacrour-baxge Veso 60 45 45 v
Collector-emitter volta
Tension colloct-ur-émmgf VCEO 50 30 30 v
Emitter-base volta
Tension Omomur-bage VEBO 6 6 6 v
Collector current | A
Courant collecteur c 200 200 200 m
Power dissipation P,
Dissipation de puissance tot 300 300 300 mwW
Storage temperature min. T — 55 - 55 — 5§ °c
Température de stockage max. stg +150 +150 +150 °C
76-24 1/5
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BC 182, BC 183, BC 184

STATIC CHARACTERISTICS Tamb =25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =50V
=g BC 182 15 nA
E
Collector-base cut-off current Veg T30V. |
Courant résiduel collscteur-base g =0 CBO BC 183 15 nA
Veg =30V BC 184 15 nA
Ig =0
Emitter-base cut-off current Vegg =4V leBo 15 nA
Courant résiduel émetteur-base lC =0
. =10uA BC 182 | 60 v
Collector-base breakdown voltage C _ V(BR)CBO BC 183 45 v
Tension de claquage collecteur-base 'E = 8O 184 45 v
¢ breakd it ) =2mA BC 182 50 \
ollector-emitter breakdown voitage c = v
Tension de claquage collecteur-émetteur i, = (8 R)CEQ BC 183 30 v
B “ | Bc18a | 30 v
Emitter-base breakdown voltage lg =10pA v
Tension de claquage émetteur-base Ic = (BR)EBO 6 A
Vo 5 BC182 | 40
ce=5V ho1E BC183 | 40
lc =104 BC 184 | 100
Static forward current transfer ratio Ve =5V BC 182 | 100 480
Valeur statique du repport de transfert CE BC 183 100 850
direct du courant Ic =2mA BC 184 250
h %
21E
BC 182 80
Vo =56V
L CE 0o mA BC183 | 80
c BC 184 | 130
Collector-emitter saturation voltage lc = 10 mA v
Tension de i g = 0,5 mA CEsat 0,26 A

* Pulsed 1, =300ps &< 2%

Impulsions

2/
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BC 182, BC 183, BC 184

STATIC CHARACTERISTICS Tamb =25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-emitter saturation voltage lc = 100 mA %
Tension de i I |B =5mA vCEsat 0,6 Y]
. . | = 100 mA
Base-emitter saturation voltage Cc *
Tension de saturation base-émetteur . lg =5mA VBEsat 1,2 v
V =5V
CE
Ilc =10uA 0.52 v
Base-emitter voltage Veg =5V v
Tension base-émetteur c = 100 pA BE 0,55 \2
Vag =5V
E .
'cc —2mA 0,55 07 v
Base-emitter voltage Vee =8V *
Tension base-émetteur Ic =10mA Vge 0,68 \
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
.Forward current transfer ratio Ve =5V BC 182 | 125 500
Rapport de transtert direct du courant Ic =2mA Pate BC183 | 125 900
f o =1kHz Note 1 BC 184 | 240 900
\" =10
Output capacitance CcB _ v c
Capacité de sortie g = 22b 3 5 pF
f =1MHz
Input capacitance Veg =05V c
Capacité d'entrée 'C = 11b 9,5 pF
f = 1 MHz
BC182A-BC183 A 125-260
NOTE1: Onrequest . BC1828-BC 183 B -BC 1848 { hoye 240500
BC183C-BC184C 450-800
* pulsed tp =300 us § < 2%
Impulsions
3/8
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BC 182, BC 183, BC 184

DYNAMIC CHARACTERISTICS T, =250
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES — amb 25°C

(Unless otherwise stated)
(Saut indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =5V ¢
Transition frequency lc =10mA T 280 MHz
Fréquence de transition fT = 100 MHz
Vee =5V
lc =200pA BC 182 10 dB
Noise figure Rg =2k F BC 183 10 dB
Facteur de bruit f =1 kHz BC 184 4 dB
Af =1Hz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient therma} resist§nee Rth(i-a) 420 oc/W

q

4/5
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BC 182, BC 183, BC 184

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

v \"
CEsat BEsat,
W 4 v T
‘g / e
i =20 T =20
B B
80 ‘ ‘ | /! 80 1
e~ =
Tam =T S /) | \—'LI
60 T 60 1
25°C 74/ / 25°C
— / |
100°C Tomb = —55°C i
40 40
[ /
[/
/ ) /
20 77 0 / l
1/
0 / 0 /
0 005 0110 015 020 I.(mA) 02 04 06 08 1 12 1,mA)
harellg) h i)
0 21(E2 mA) TT h g(2mA} _
21E 100°C : 6| Vee =5V
1,6 \ 2
/’/ o
|
12 L1 220-(:‘ \ : \:‘
’ AT T al b N .
12¢
'/ < \ q 4
// 2 Iy
0,8 7 N //
P T amp = —55°C 10° -
81 "21e
AT ™N s N
L~ . N
04 > N
L1+ 2l N
o h
0 10" | 22
2 4 6 8 2 4 6
10?7 Ti0® Taee 10" % 15ima) 107 10° IctmA)
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NPN SILICON TRANSISTOR
TRANSISTOR NPN SILICIUM

BC 190

- Switching and amplifier
Available on A and B groups

Commutation et amplification
Utilisable pour les groupes A et B

Maximum power dissipation

Vceo

Iem

h21e
(2mA-5V)

64V

200 mA

125-260 A
240-500 B

Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages

Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté  CB-6 derniéres pages
Prot
(W)
0,8 \\
06— N (2) M) T 00 c@[
x amb! B
o
0,4 \\ (2) Tgeel®C)
(1)
0,2 \\‘ \‘
\)\
Weight : 0,32g. Collector is connected to case
Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b=+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION am (Sauf indications contraires)
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vees 70 \"
Collector-emitter volitage v
Tension collecteur-émetteur CEO 64 \
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base v EBO 5 v
Collector current |
Courant collecteur c 100 mA
Peak collector current |
Courant de créte de collecteur cMm 200 mA
Power dissipation P
Dissipation de puissance tot 300 mw
Junction temperature
Température de jonction max. Ti 175 °C
Storage temperature min T - 55 °c
Température de stockage max. stg +175 °C
iiH!L. 6-03 178
THOMSON-CSF
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BC 190

{Unless otherwise stated)

STATIC CHARACTERISTICS T, _250C 55 othe t
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
V, =
cE =80V 02 15 nA
Vgg =0
Collector-emitter cut-off current
Courant résiduel -émetteur i
= CES
Veg =60V )
Vge =0 02 4 uA
Tamb= 125°C
Collector-emitter breakdown voltage _ \/
Tension de claquage collecteur-émetteur lC =2mA (BRICEO 64 \}
Emitter-base breakdown voltage ! =1 \ :
Tension de claguage émetteur-base E HA (BR)EBO 5 v
VCE =5V 90
le =001mA
150
Static forward current transfer ratio Veg =5V h 170
Valeur statique du rapport de transfert ) =2mA 21E
direct du courant c T<ém 290
Vee =5V 120
Ic =100 mA 200
Base-emitter voltage Veg =5V Vae 055 0,62 07 v
Tension base-émetteur IC =2mA ’ ’
! =10mA
[ 0,07 0,2 v
lg =05mA
Collector-emitter saturation voltage vCEsat
Tension de i
] c = 100 mA 02 06 v
lg =5mA
| =10 mA
Cc
lg =05mA 0,73 0,83 \"
Base-emitter saturation voltage VBEsat
Tension de saturation base-émetteur
lc =100mA
g =5mA 0,87 1,06 v
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BC 190

DYNAMIC CHARACTERISTICS T p =25°C (Unless otherwise stated)
CA\RACTE RISTIQUES DYNAMIQUES am (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
A 125 220 26l
Vee =5V 0
Forward current transfer ratio | =2mA h21e
Rapport de transfert direct du courant C
f =1KHz
B 240 330 500
Transition f Ve =10V
ransition frequency _ f 15
Fréquence de transition IC =10mA T 0 250 MHz
f = 100 MHz
Output capacitance \% =10 V C
Capacité de sortie f CBCZ__ 1 MHz 22b 35 6 pF
Input capacitance v =0,5 V C
Capacité d'entrée ‘ 53‘3:_ 1 MHz 11b 8 pF
W o ma
Noise figure ¢ =U<m
Facteur de bruit R, =2k F 2 10 dB
f =1 kHz
3/8
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BC 190

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

e
5
4
4

(mA) ] (mAl[ T, =26°C
Sob 724 8A,
Q
100 e ; 0,48 mA 10 A R
/ 04 mA AT AT A
L1 | _Jo35ma VT A 18uA
80 ///,4/’/ T3 ma— 8 /,//// //, |
= 03m 16 A
gasos < L
60— /AP 01'25 rI“A 6 paFa | 14MIA
T '~
— L~ L~ 12 uA
//J - 0'2imA -~ 1 T 1‘0“A
_— 1
40 1/ o c,1slmA s :, // STA
/) |~ L4 6 uA
0,1 mA L ] b
20 ] 2 —T"] 4uA
] IR oy
15 =0,06 mA Iy
5 =0, lo =2uA
0 L4 0 c I“
0 04 08 12 16 VeV 0 4 8 12 16 VeeV!
e .
— s T C 18 uA T =25°C
(mA) | ¥ =25°C L 40 (mA) y {6 uh amb
— r y /r s
——
L | 35.A 10 7 14 uA
16 =T | /1 |
L1 30 uA L~ 12 A
R [ 8 !/ g }
A L 26 uA T A |- 10,A
12 //___,__—— | v A 1
] 20 uA 6 / A _ 8 uA
.—-—;—"”’ //
ey 15 uA L L t6 uA
8 P ——— L] 1
| — 10,4A 4 — f
I O, oy ] L 4uA
4 —— lg =buA 2 /""""
p— —— _—-———.——p—'—'—"’"—— IC =2|“A
0 o | [
0 2 4 6 8 VgV 0 10 2 30 40 Ve
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BC 190

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

's ! T T
(mA) (mA) Veg =85V H ’
T =
10 Veg =5V 100 omp - 2P |
Tomp = 25°C I
| i
6 ] 60 ;' I
/ i
4 40 ! ]l
2 } 20 I l
/ J]
0 0
o 02 04 06 08 VgeiVr 0 02 04 06 08 VgeV)
hate
(:i“ ___VCE _ v 1 (norr:.)
T, . = 25°C
10— : / 24
/ Tamp = —585°C
§ T
g / 2 ' x\
1,6 // +26°C
8 / r/ // \\
/ 1,2 /r ] / T
+150°C
4 ) 7/ 08 - / A -s\\
! 1 / N
2 / /////
/ 04 —~
o/ 0
0 8 16 24 32 15(kA) 10_, 2 a4 6%00 2 a s%o, 2 4 slgth)
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BC 180

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

VCEsat VBEsat
o [T T TT W
FIB—lcﬁo
T!mb=25°c |
08 Ig=1g/10
200 ' Tamb = 25°C =l
_—_,
/‘
/ L]
150 / 06 1
/ el
//
100 // 0,4
I~ L~
50 0,2
s} 0 L
12 468 ,2 468, 2 468 1,2 468 (2 468, 2 468
10 10 10 Ic(mA) 10 10 10 |c(mA)

'cBO
{nA)
al[ ] [ ] /
Vego =80V | /|
2 /
102 4 Mpx
/
6 7
7 V
y
| /
/
L Typ.
v 4
) /
2 A
109
5 /(
2
4
1074

0 40 80 120

T .mbwc)
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BC 190

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Cepo : : Ceso . :
{norm.) |E =0 {norm.) Ic [}
Tamb = 26°C Tamb = 25°C
f = 10,7 Mc/s t = 10,7 Mc/s
2 2
1,6 1,6
1,2 \\ 1,2 \
\\_
08 0.8 .
\ﬂ_\
04 04
4 8 12 16 VCBO(V) 0 1 2 4 VEBO(V’
f.
T
(Mc/s} l ' l H |
-—VCE =5V
T = 25°C
amb
400/—¢ =100 Mc/s
—
300
/
//
2
V]
10
L
0l
12 468 2 468, 2 468
10 10 10 IgimA)
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BC 190

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

F
(dB) T —
'C = 0,2mA
Rg = 2ka
5|_J = 1 kc/s
& = 200c/s
Tomp = 28°C
4
3
2
1
0 2 4 6 2
10" 10°

VcE(V)

F
(dB) T T T
Vee = BV
IC = 0,2mA
10 Rg = 2ka
Tamb = 25°C
8}
6 \
4
2 \\
0 2 6 8 6
o
102 10% f (Mc/s)
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NPN SILICON TRANSISTORS, PLANAR
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR

*BC 211
BC 211 A

The BC 211 and BC 211 A are intended for a
wide variety of medium power medium speed
switching and AF amplifier application ; they
are particularly useful as horizontal deflexion
driver, AF output amplifier up to three watt,
driver in HI Fl amplifier.... These types can be
supplied together with BC 313 and BC 313 A
PNP as matched pairs.

Les BC 211 et BC 211 A sont destinés aux usages géné
raux dans le d ine de la tation moyenne vites-
se et de I'amplification basse fréquence, notamment dri-
ver de balayage lignes, driver d’ampli Hl Fl, étages de
sortie BF jusqu'da 3 W. lis peuvent étre livrés appariés
avec leurs complémentaires PNP, les BC 313 et BC 313 A.

%K Preferred device

Dispositif recommandé
v 40V BC21
(BRICEO ) 5oy BC2114
Icm 1A
ho1g 40.....250

Dissipation Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
Ptot
w)
4,25 pogy
I
o e
BN ®
\ 2 B
2 .
\ Bottom view
’ ") N It Tamb(OC) Vue de dessous
0,8 [Py
" k 2) T .0
Weight: 1,1g Collector is connected to case
o 25 100 178 250 Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) ¢ =+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES DUTILISATION amb (Sauf indications contraires)
BC 211 BC 211 A
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 80 100 v
Collector-emitter volta
Tension co//ocmur-emcmgf Veeo 40 60 Y
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 5 5 \Y
Collector current
Courant collecteur IC 1 1 A
Junction temperature T. ~65 —65 °C
Température de jonction I +175 +175 °C
Tamb=25° Cc 0,8 0,8 w
Power dissipation —_— P
Dissipation de puissance tot
Tcase=25°C 4,25 4,25 w

% THOMSON-CSF
OMBOH SBACCHOUCTELRS
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BC 211,BC211 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Vep= 40V

VCE= 0 BC 211 100 nA
Collector-emitter cut-off current BE Ices
Courant résidue! collectsur-émetteur VCE =60V

Vgg=0 BC211A 100 nA
Collector-base breakdown voitage Ilc =100pA V(8RICBO BC 211 80 v
Tension de claquage collecteur-base lg =0 BC211A| 100 Y
Collector-emitter breakdown voltage Ic =30mA v BC 211 40 v
Tension de claquage collecteur-émetteur g = (BRICEO |gc211A| 60 v

H ! = 100 uA

Emitter-base breakdown voltage E
Tension de claquage émetteur-base Ic = V(BR) EBO 5 v

Ic =150mA cl.6 | 40 100
Static forward current transfer ratio Veg=2V z: :g ?30 ;gg
Valeur statique du rapport de transfert — h21 E .
direct du courant Ic =500mA 20

VCE= 2V
Matched pair ratio (1) Ig =150mA ho1E 1 08 125
Rapport d‘appariement VCE’ 2V h21E 2 i 2

| =1A .
Collector-em»tter saturanon voltage C vV
Tension de g =01A CEsat 04 1 \Y

(1) This specification apply only to matched pairs 2 - BC 211/A or BC 211/A - BC 313/A avalaible on request.
Cetts clause s’applique uniquement aux paires 2 - BC 211/A ou BC 211/A - BC 313/A livrab

sur
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BC 211, BC 211 A

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
- lo =50mA

Transition frequency (o 1.

Fréquence de transition VCE= A" T 50 300 MHz

Output capacitance g = o

Capacité de sortie Veg= 10V Ca2b 8 25 pf
Ic =100mA

Turn-on time _ t,+t

Temps total d'établissement |B1 =5mA d r 80 250 ns
lgg = -5mA

T i lc =100mA

urn-off time

Temps total de coupure lgy =5mA Lty 400 850 ns
g2 = —-5mA

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

..I‘unAction-ambievnt tl:ierma] resist‘ance‘ Rth(i-a) 187 °C/W

.‘l_un‘ctionﬁ:i”tit;z:n)y registgnc:;') Ryh (<) 35 oC/W
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BC 211,BC211A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Ve
hae fv,
06
200
175 V=10V 05
N
150 / 5 V' \ 04
125 % 1 A
100 al \ 03
Ve /
75 02
y
50
N 0.1 -
25 B s I
L=
° 8 .
02 48812 46822 68 02 46812 48822 4 68
10 10 10 ic (mA) 10 10 10 I (mA)
VBEsat
)
12
. //
08
///
os"'/——_
04
0,2 |
f=1o
0
2 4 68 2 4 68 2 4 68
10° 10 10? I (mA)
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BC211,BC211 A

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

fr fr
(MHz) (MHz2)
450
300
/
400 /
250 /
350 /
L~
300 200 /
250
200 / 150 /
150 /, 100
100 74
50 —
50 Veg =10V lc = 50mA
f =100 MHz f = 100 MHz
0 0 L1 10
125025 125225 12 46802 46811 4 68
10 10 10 10 Ioima) 107 10 10 Veg W)
€2 €l
(pF) (pF)
20
20 80
\ 70
15 60
50
10 40
I~ \\\
F—— 30
5 20
10
f = 1MHz f = 1Mhz
0 L L 0 L
0 5 10 15 Veg V) 0 1 2 3 4 vggw
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NOTES



PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR *BC 212
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL BC 2»’ 3

BC 214

Compl. of BC 182, BC 183, BC 184

K Preferred device
Dispositif recommandé

- Low noise preamplifier
Preamplificateurs faible bruit
BC 212
- DC amplifiers Veso BC 213
Amplificateurs continus BC 214
BC 212
hy1g(=2 mA) BC 213
21 BC 214
fr 350 MHz Typ.
Maximum power dissipation Plastic case F 139 B— See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Bofitier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages
Prot
w)
04
03 | C(e °)E
N -
0.2 \ B
1] .
01 : ™
1
o L Weight : 0,3 g. Collector is connected to case
50 100 150 200 T . (°C) Masse Le collecteur est relié au boTtier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)

BC 212 BC 213 BC 214

Collector-base voltage
Tension cdllecteur-base Veso —60 —45 —45 \

Collector-emitter voltage V]
Tension collecteur-émetteur CEO -50 —-30 -30 v

Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Vepo -5 -5 -5 v

Collector current

Courant collecteur e —200 —-200 —200 mA
Power dissipation P,
Dissipation de puissance tot 300 300 300 mw
Storage temperature min, Ty — 65 — 65 — 55 °Cc
Température de stockage max. ] +150 +150 +150 oc
76-24 1/5
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BC 212, BC 213, BC 214

STATIC CHARACTERISTICS Tamb =25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions "
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vag= —-30 V
,E°B= 0 BC 212 -15 nA
Vap= —-30 V
Collector-base cut-off current cB | _
Courant résiduel collectour-base lg =0 CBO BC 213 15 nA
Vag= -30V
1 CB_ 0 BC 214 _15 nA
e =
Emitter-base cut-off current Vgg= -4V
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 'eBo —-15 nA
= BC212 | —60
Collector-base breakdown voltage lg =-10uA
Tension de claquage collecteur-base i c = 0 V(BR)CBO :g ;:i —45 v
—45
| e =-2mA | BC212 | —50
Collector-emitter breakdown voltage _
Tension de claquage collecteur-émetteur lg =0 (BRICEO zg ;:2 gg v
. I =—10pA
Emitter-base breakdown voltage c v N
Tension de claquage émetteur-base IE =0 (BR)EBO 5 A
Static forward current transfer ratio Veg = -5V BC 212 40
Valeur statique du rapport de transfert | =10 A h21 E BC 213 40
direct du courant [ 8C214 | 100
Veg= -5V BC212 | 60
o =-2mA BC213 | 80
Static forward current transfer ratio BC214 | 140
‘l;aleur ;rariquc du rapport de transfer h21 é"
lirect du courant
Veg =5V BC212 | 120
ic =-100mA BC213 | 140
BC214 | 120
Collector-emitter saturation voltage lc =-10mA
Tension de i lg =-05mA VCEsat -0,07 —0,25 v
* puyised 1, =300ps &< 2%
Impulsions
2/5
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BC 212, BC 213, BC 214

STATIC CHARACTERISTICS

(Followin
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Suite)

9) Tymp = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
. . | = —100 mA
| Tt turation volta [ *
Tt e caruretion ool mor | 15 =-5mA VeEsat 06 v
. : | =—-100 mA
Base-emitter saturation voltage C V, * _
Tension de saturation base-émetteur lg =-5mA BEsat 11 v
Vap =5V
|c:cE = ~10 uA -0,54 v
Base-emitter voltage Veg =5V v
Tension base-émetteur Ic =-100pA BE -0,58 v
VCE =-5V
lc =-2mA -0,6 -0,72 v
. Vap=-5V
Base-emitter voltage CE Vo ¥
Tension base-émetteur 'C = —10 mA BE -0,71 V]
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
Vee=-5V BC212 | 60
Forward current transfer ratio lc =-2mA ha1e BC 213 80
Rapport de transfert direct du courant § =1 kHz BC 214 140
Note 1
o VCB =-10V
utput capacitance _
Capacité de sortie g = <:22b 5 pfF
f =1MHz
BC212A-BC213 A 125-260
NOTE 1: On request
Sur domands | BC212B-BC213B-BC 2148 hpqe 240-500
BC213C-BC214C 450-900
* Pulsed 1, =300ps 6 <2%
Impuisions
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BC 212, BC 213, BC 214

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Tamb =25°C

{Uniess otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
L Vag =5V
Transition frequency CE
Fréquence de transition Ic =—-10mA fr 350 MHz
VCE =-5V
ln = —200uA
C
Rg =2kQ BC212 10
f =1kHz BC213
M  =1Hz
Noise figure )
Facteur de bruit F dB
Veg=—5V
ic = —200 uA
Rg =2k BC 214 2
f =10 kHz
Af =10 Hz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance
Rési: thermigue (j ie iante) R(h(j-a) 420 °C/wW
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BC 212, BC 213, BC 214

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

—1,(mA) —ig(mA) T00°C
[+ 7 /‘ AN AN |
LA . JAVAN
i 771/
2 [/ | 2 /
F 25'1c / '
= 1
1018 1 Tamp— —55°C 100, 7
‘s | I e 17
. o, ol / /
I (N 25°C l
2 2 I
. AV
100 10 7
6 6 f
4 4 I
2 2 / Tamb — —55°C
)T
0 01 02 03 0,4 —V g0 V) 0 02 04 06  08-Vgg,, iV
ho (0
hayy {la) e C
21e''C = =
Wim h -2 MAlVee = -5V
6
1 4
) AN 2
/ \ \h121!
0,8 r/ \ 10" X
8 \\
Vog = -5V : \\ %
0,6 CE - -
f 1 kHz , \‘ //
o L 2te v
0'4 10 — —
8 P h
6 P 11e
4 "
0,2 P22~ N
2
0 107"
2 5 2 652 5 2 5 2 4 68 2 4 6
1075 10™ 1073 107~ ) 10 103 — Igima)
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NOTES



PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR BuL Z10 D
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

The PNP planar epitaxial BC 215 B is intended
for genera! purpose
Le transistor PNP planar BC 215 B est destiné aux
usages généraux
VCB -50V
Ic —500 mA
Mawimum power dissipation Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 dernidres pages
F(Ot
W)
1.2 (1) In free air

N
\ A I'air libre c OE

—
3
1
|
i
|
)
|

08 N - o g . B
o, (2)  With infinite heat sink
4 Avec radiateur infini
0.4 -
i \,{
] ! Weight : 0,32 g. Collector is connected to case
(] 50 100 150 Tamb(°C) Masse Le collecteur est relié au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb : (Sauf indications contraires)
Coilector-base voltage
Tension collocmr-basog Veso -50 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso -5 \")
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO —-30 v
Collector-emitter voltage Vv i
Tension collecteur-émetteur CES 50 v
Coltector current 1 _
Courant collecteur c 500 mA
Power dissipation Tamb =25°C P 400 mw
Dissipation de puissance Tcase = 26°C tot 1,25 w
Junction temperature
Température de jonction max. Tj 200 °C
Storage temperature min, T — 65 °C
Température de stockage max. stg 4200 °C

mNBON~CSF 76-26 1/3
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BC 2158

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vagp =—-20V
Collector-base cut-off current CB
Courant résiduel collecteur-bass g =0 Je:10) —-100 nA
Collector-base breakdown voitage Il =~10pA | _50 v
Tension de claquage collecteur-base lg =0 (BRICBO
. | =—10 uA
Collector-emitter breakdown voltage Cc V, .
Tension de claquage collectour-émetteur ig = (BR)CEO 30 v
. | =-10uA
Emitter-base breakdown voltage E v -
Tension de claquage émetteur-base Ic = (BRIEBO 5 v
i 40 120
Static forward current transfer ratio Veg = -10V h
Valeur statique du rapport de transfert _
direct du courant Ic = —150 mA 2E
100 300
: : [ = -500 mA
Collector-emitter saturation voltage c
Tension de i lg =-50mA VCEsat -0.8 \
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
Vo =10V .
- CE
Transition frequency -
Fréquence de transition lC =-30mA fr 160 200 MHz
f = 100 MHz
Collector-base capacitance
P =-10V
(emitter open) Ves
Capacité collecteur-base g = Ccso 6 8 pF
{émetteur ouvert)
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance .
e chermique (joncti jants) Rth(j-a) > 440 °Cc/W
Junction-case tr:rrr).al re§|stan9‘e:"; Rehlj-c) >140 °C/W
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BC215B

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

(mA) LA

=25°C]

100 /' —1 mA amb

80

\\
n

0,6 mA

60

0

1, =—0,2mA

20 B8

0 4 8 12 16 20 -Vgetv)

(mA)

Vg = -1V
16 T, = 26°C

1.2

08

0,4

0 02 04 06 08 1 —Vgev)

C
(mA) /
100 /
80
/ Vog =1V
-— O
Tsmb_ 25°C

60 //
a0
20 /

4}

0 04 08 1,2 16 2 —lgimA)

h21e
(norm.}
1,6
___VCE = -1V
T b= 25°C
1,2
1
08 A \\
//
0,4 v
0

2 5 5 2 5 2 s
107 100 10! 1027 —igima)
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TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX * BC 237
NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR BC 238

BC 239

BC 237 asy ch 238 transistors ﬂq inter:jdsd.for
use in audio frequency preamplifier and driver
stages. BC 239 is intended for low noise input Vceo a4V BC 237

stage.

Les transistors BC 237 et BC 238 sont destinés aux V)
étages préamplificateur et driver basse fréquence. Le BC CEO BC 239
239 est prévu pour les étages d’entrée a faible bruit.

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

Pto‘l

(w)

0,1 \
A\

3K Preferred device
Dispositif recommandé

20V BC 238

Ic 100 mA

F 4dB max. BC 239

Plastic case F 139 B — See outline.drawing CB-76 on last pages
Boitier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages

Bottom view
Vwe de dessous

ce
B

Weight : 0,3g.
0 25 50 75 100 1267,  (°C) Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T. . _,25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)

BC 237 BC 238 BC 239

Collector-emitter voltage

Tension collectsur-émetteur Veeo 45 20 20 \

Collector-emitter voltage vV

Tension collecteur-émetteur CES 50 30 30 v

Emitter-base voltage v

Tension émetteur-base EBO 6 5 5 A

Collector current

Courant collecteur I'c 100 100 100 mA

Peak collector current

Courant de créte de collecteur lem 200 200 200 mA

Base current

Courant base 's 50 50 50 mA

Power dissipation P

Dissipation de puissance tot 300 300 300 mw

Junction temperature T.

Température de jonction i 150 150 150 °c

Storage temperature min. T -55 -55 —55 °c

Température de stockage max. stg +150 +150 +150 °c
75-43  1/10
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BC 237, BC 238, BC 239

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vagp =50V
vE o BC 237 02 15 nA
BE —
Veg =30V BC 238 02 15 A
Vge =0 B8C 239 02 15 nA
Collector-emitter cut-off current Veg =50V IcEs
Courant résiduel collecteur-émetteur VBE =0 . BC 237 02 4 A
Tom= 125°C
Vcg=30V
Vgg =0 BC 238 02 4 uA
Tamb= 125°C BC 239 02 4 uA
BC237 | 45 \
Collector-emitter breakdown voltage le =2mA v
Tension de claquage collecteur-émetteur | =0 (BR)CEO BC 238 20 v
8 BC239 | 20 v
Emitter-base breakdown voltage lg =1uA v BC237 | 6 v
Tension de claquage émetteur-base | c =0 (BR)EBO BC 238 5 \
BC239 | &6
g =001mA : :g
Vep =6V
CE c 100
Static forward current transfer ratio Ic =2mA * A 110 240
Valeur statique du rapport de transfert Ve =5V hag B 200 480
direct du courant CE c 400 850
Ilc =100mA A 120
Veg =6V B 200
(o} 400
Il =10mA
R . lg =05mA 0,1 02 \
Collector-emitter saturation voltage vV,
Tension de 7 I CEsat
lc =100mA
02 06 \"
lg =5mA 4 4
Ilc =10mA
. i lg =05mA 07 08 v
Base-emitter saturation voltage v
Tension de saturation base-émetteur \ =100 mA BEsat
c Z T 09 1,05 v
lg =5mA A
Base-emitter voltage lc =2mA v 055 0.65 0.7 v
Tension base-émetteur Vv CE =5V BE ! | 3

*The transistor BC 237 is grouped in two classes of DC gain A — B

Le transistor BC 237 est subdivisé en deux classes de gain statique A — B

The transistor BC 238 is grouped in three classes of DC gain A —B —C
Le transistor BC 238 est subdivisé en trois classes de gain statique A — B — C

The transistor BC 239 is grouped in two classes of DC gain B — C

Le transistor BC 239 est subdivisé en deux classes de gain statique 8 — C

2/10
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BC 237, BC 238, BC 239

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smalil signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
T ¢ Ic =10mA
ransition frequency - £
Fréquence de transition Vee= 5V T 150 300 MHz
f == 100MHz
Output capacitance Vv =10V
Capacité de sortie f CBg 1 MHz C22b 4 pF
Input capacitance \" =05V c
Capacité d'entrée f EBg 1 MH2 11b 8 pF
Veg=5V
lc = 0,2mA BC 237 2 10 dB
Noise fi RG =2k BC 238 2 10 ! dB8
oise figure _ .
Facteur de bruit f = 1kHz F BC 239 2 4 dB
Af == 200 Hz
f =120 Hz ' BC 239 10 dB
i
‘ Vee= 5V A 125 200 260 “
Forward current transfer ratio — [
Rapport de transfert direct du courant 'c 2mA 21e 8 240 330 500 i
f =1kHz C 450 600 900
| . a VCE= 5V A 16 2,7 45 j k§
nput impedance h
Impédance d'entrée lC =2mA 11e B 32 48 85 “ k2
f =1kHz Cc 6 87 15 1 k2
q tage tramsfer rati Veg=5V A 150 ! 10‘2
everse voltage transfer ratio { .
Rapport de transfert inverse de la tension |(: =2mA h12e B 200 | 10 6
f =1kHz Cc 300 ‘ 10
|
o " Veg=5V A 18 30 | uS
utput admittance _ h |
Admittance de sortie lC =2mA 22e 8 30 60 | uS
f =1kHz [ 60 110 l us
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
) . i
Junction-ambient thermal resistance ) °
Rési: thermique (j i biants) Rth(]-a) 420 Cc/W
*The transistor BC 237 is grouped in two classes of small signal current gain A - B
Le transistor BC 237 est subdivisé en deux classes de gain dynamique A — B
The transistor BC 238 is grouped in three classes of small signal current gain A — B — C
Le transistor BC 238 est subdivisé en trois classes de gain dynamique A — B — C
The transistor BC 239 is grouped in two classes of small signal current gain B — C
Le transistor BC 239 est subdivisé en deux classes de gain dynamique B — C
3/10
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BC 237, BC 238, BC 239

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

1 1
c 240 T c 12 —
(mA) |B=1'2 mA Tomp —25°C (mA) 15=24 u;: Top =25°C
e / '1T13' mA “ Lo
200+ e 10 M 10 "
9mA |
=" B
L/ A 18 uA
160 4: =rs A 8 // :' /, 18 4a
1/ 1 '_LI L V/ /‘/ 1|4 1A
/ // /_3:"1‘\ // |~ /’ “|
120 - b 6 1 > 12 rA
| Y - " | 1 | 10 wA
al 1mA 1
80 | ot . " ‘ls "llx
= // 1
6 '._,A
|| —{2004a 1T T ‘
40 for? | lT 2 {1 4 HAT—
s 50 A —T"1T ] 12 uA_|
0 | | . i
0 04 08 12 16 2 vV 0 4 8 12 16 20 v W
1~ 24 — tn 12
c T =25°C c =25¢
(mA) amb (mA) Tamp =25°C
20 =40 uA 10
| 1,=18 uA
_— B
/’ —:1; A ’P y
16 I Bl A1
L+ 30 uA 1484
| 4 124A
121 — = il [ 2 f10ua
1 _ﬁ 20 /'8 ul]\
—
8 | 15 A 4 6 uA
I I r__ 7| L1
=10 uA[ | "
sl ——TT] 1 2 T4
S:HA __.——.—'———"‘_2 pA
0 I 0o
0 2 4 6 8 10 v (V) ¢} 10 20 30 40 50 v._(v)
cE CE
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BC 237, BC 238, BC 239

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

! 'c 120
8 12
(mA) 1 I imA) [ [ [ ,l’
T T T T T
Ve =5V Vae=bV l
CE | | Vee 1
1 100 =
10 Tamb =25°c Tarnb =25°C ' l"
T
i
8 80 '. 1
I 1 '
]
i
6 60 T
!
i
4, 40 ,—P
I )
;
2 20
/ i)
/ /
0 0
0 02 04 06 08 1 vg v 0 02 04 06 08 1 vgiv
'c 12 Mg 3
(mA) (norm,)
/ 2,7
10 A Veg=45V
2,4
8 / 21 Tamb =150°C
Vap=10V
CE
T . =26°C 18 y.d
6 amb '5 285G
/ ' -
P 1
12 P =55°C
4
l, 0'9 v /
/ >
2 06
p—
0,3
00 8 16 24132 40 1, 2 468 2 468, 2 468
B ) 10" 10° 10! 102
e (mA)
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BC 237, BC 238, BC 239

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Vcsm vBEsat]
(mV) v)
g =1./10 I, =1./10
8
200 T:ﬂb =g§ °c 08 T b =‘2:5 °c |
am| /
T
150 0.6 -
/, //
//
100 04
/
Y
N LA
50 0,2
1]
4 68 2 4 68 2 468 2 4 68 2 4 68 2 4 68
w0 ? 10° 10! 102 10! 10° 10! 102
'C (mA} 'C (mA}
) 3
cso 10
(nA) / A
7]
; 1%
2
102 y ::.
IX.
5 7 s
2 I’T 4
10' {7 74
5 ’ 4
lyp/
2 Vepo=46V BC 237
| 1 1
o v Logl, BC238
s / ceo BC 239 ]
22—
101 L/
0 40 80 120 160 200 T, (°C)
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BC 237, BC 238, BC 239

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

fr 500 Co 2
{MHz) ‘ ” | (pF) , [ { '
4 } (norm.) 18 ]
VCE =5V IE =0
400 f =100 MHz. 1,6 f  =10,7MHz
Tamb =25°C 14 Tamb =25 °LC
_—
300 ™ 1,2
/ N\ N
/ 1 } !
4 T — t
i :
200 % 08 ‘, B
7 06
pd
100 v 0,4
e
0,2
0 2 468, 2 468 ,2 468 0
107" 10° 10 102 0 4 8 12 16 20
Ig (mA} Veso (V)
C11b 9
(pF)
(norm.} 1.8
16 e =0
f  =10,7MHz
1.4 Tomp = 25°C
1,2
1 AV
08 \\ I—
N~
0,6 —
0,4
0,2
0
0 1 2 3 4 5 Vggo V)
70
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BC 237, BC 238, BC 239

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

F F a2
6
{dB) d8) \
10 \
5 lc =0,2mA VCE =5V
Rg = 2kQ T \ IC =0,2mA—T
4 f =1kHz |} 8 RG =2k -+
af =200 MHz \ Tamp = 25°C
Tamb = 25°C N\
3 6
2 4
\
1 2
o 8 8 0 2 4 68 4 68
w' Pt e ‘0 % 102 10° 10t
Veg V) f {Hz)
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BC 237, BC 238, BC 239

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

he 10"
8
s Vv 5V
h =
s \ i |CE-1km h /
TN \ = 22e "
\ =285°C /
amb
2 "12e \N\‘ A
N /
h
1
e hore 21e | A
8 h
. ( \ M2e
/ T~
h
4 11e
h 7
22
/ \
2 //
10"
4 4 6 0 2 4 6 1
10 10 10° 15mA)
he 10’
8
6
Ic =2mA
4 f =1kHz
\ Nyoe Tamb = 25°C
2 -
h
12e
0 | ’\ hﬂe ':21e
10 h
8 —1P11e] _h21e 4_124;
6 = "22¢
a
2
w0’ 6 8 a6 2 2 6 8
10" 10° 10’ 102 Vv
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BC 237, BC 238, BC 239

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

I'c
{uA)

10% -
s =L dB ==10¢LWLF
LA N
N
10° \\
s 3dB
TN \
‘ 1,75dB
10? ]
5 N
AL h
\ \ \ f | =1kMz
o NN T
5
N
] wds\ \K N
N
T i T o P s
Rg (@)

(,,If, 10t F =5,8d8 \\F =10 dB
Palil
10° Ldi\ N\ \X
s 1,75 dB
N
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A e\
N Tomo: 25°C [\ |
10' \k X T
N [N
5
N T
, 10dB \ \\‘\\
10° \\
1022 45?03 2 438104 2 468105
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR * BC 307
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL BC 308

BC 309

sk Preferred device
Dispositif recommandé

BC 309 and BC 308 transistors are intended
for use in audio frequency preamplifier and
driver stages. BC 309 is intended for low —-45V BC 307
noise input stage. Vceo —25V BC 308
Les transistors BC 307 et BC 308 sont destinds aux -20V BC 309
étages préamplificateur et driver basse fréquence.
Le BC 309 est prévu pour les étages d’entrée & Ic 100 mA
faible bruit.

F 4 d8 max. BC 309
Maximum power dissipation Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Bottier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages
Ptot
W)
W Bottom view
0.2 \ Vue de dessous

N cE
0,1 \ / 8

Weight : 0,3 g.
(] 26 50 75 100 1257, . (°C) Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T. . =4250C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
BC 307 BC 308 BC 309

Collector-emitter voltage V. _ _ _
Tension collecteur-€émetteur CEO 45 25 20 v
Collector-emitter voltage V, = _ _
Tension collecteur-émetteur CES 50 30 25 v
Emitter-base voltage v _ _ _
Tension émetteur-base EBO 5 5 5 v
Collector current | _ _ _
Courant coliecteur c 100 100 100 mA
Peak collector current 1 _ B B
Courant de créte de collecteur Cc™M 200 200 200 mA
Base current | — — —
Courant base B 50 50 50 mA
Power dissipation P
Dissipation de puissance tot 300 300 300 mW
Junction temperature T. °
Température de jonction i 150 150 150 c
Storage temperature min. T —55 —565 -55 °c
Température de stockage max. stg +150 +150 +150 °c
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BC 307, BC 308, BC 309

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Vap = ~20
CE v BC 307 -2 -100 nA
Vge =0
Collector-emitter cut-off current Veg =-20V IcEs BC 308 -2 -100 nA
Courant résiduel collecteur-émetteur Vgg =0 BC 309 -2 -100 nA
VCE = -20 \%
Vge =0 -4 A
Tamp=125°C
Col breakd | lc =—2mA BC307 | —45 \Y%
ollector-emitter breakdown voltage = i
Tension de claquage collecteur-émetteur 'B =0 (BR)CEO :g :gg _gg x
Coll itter breakdown voltage | lc =—10kA BC 307 | -50 v
ollector-emitter breakdown v = v
Tension de claquage collecteur-émetteur Vgg =0 (BR)CES :g gg: —gg x
. 1 ==10 uA
Emitter-base breakdown voltage E v _
Tension de claquage émetteur-base IC = (BR)EBO 5 v
Ic =-001mA X' ig
Vee =8V B 65
Static forward current transfer ratio le =-2mA [— vi 65 150
Valeur statique du rapport de transfert Vg =—5V 21E A 110 240
diract du courant CE™ B 200 480
Ic =—100mA X' :go
Veg=—5V 8 200
lc =—1omA -0,1 =02 v
. . 'B =—0,56 mA ‘ ‘
Collector-emitter saturation voltage VeEs t
Tension de j ic =—100mA a 03 —005 y
lg =-5mA e T
Ic =-10mA 07 08 v
. . |B =-0,5 mA 4 g
Base-emitter saturation voltage v
Tension de saturation bass-émetteur ic =-100mA BEsat
g =-5mA -0,85-1,2 v
; [ =—2mA
Base-emitter voltage C \% .
Tension base-metteur j VCE ==5V BE 0,55 0,62-0,7 v

*The transistor BC 307 is grouped in two classes of DC gain VI - A
Le transistor BC 307 est subdivisé en deux classes de gain statique V/ - A

The transistor BC 308 is grouped in three classes of DC gain VI-A - B
Le transistor BC 308 est subdivisé en trois classes de gain statique VI - A - 8

The transistor BC 309 is grouped in two classes of DC gain A-B
Le transistor BC 309 est subdivisé en deux classes de gain statique A - 8
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BC 307, BC 308, BC 309

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

(Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) Tamb = 25°C (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
T Veg= -5V
ransition frequency 1 = —-10 mA f. 150 300 MHz
Fi de transiti c = T
réquence transition ¢ = 100 MHz
Output capacitance Vego=-10V [o] 4
Capacité de sortie § = —1MHz 22b 6 pF
Veg=-5V
lg =-02mA BC 307 2 10 dB
Rg =2 kS BC 308 2 10 dB
Noise figure ) f =1kHz F BC 309 2 4 dB
Facteur de bruit Af =200 Hz
f =120Hz BC 309 10 dB
E o ¢ Veg=—-5V Vi 75 150
orward current transfer ratio
Rapport de transfert dirsct du courant lg =-2mA hy1e* A 125 260
f =1kHz B 240 500
Veg=-5V Vi 0,4 2,2 kQ
Input impedance I~ =—2mA h11 A 12 45 k2
Impédance d'entrée c e ¢ '
mpédance e £ =1kHz ) 3 8 kQ
A | . Veg=-5V vi 250 10‘2
everse voltage transfer ratio " h g
Rapport de transfert inverse de la tension IC =-2mA 12e A 300 10—6
f =1kHz B 350 10
o drmi Veg=-5V Vi 20 40 uS
utput admittance _ h.
Admittance de sortie Ic =-2mA 22¢ A 25 50 us
f =1kHz B 3 70 us
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistgnoe| Rth(j-a) 420 ° oW
*The transistor BC 307 is grouped in two classes of small signal current gain VI - A
Le transistor 8C 307 est subdivisé en deux classes de gain dynamique VI - A
The transistor BC 308 is grouped in three classes of small signal current gain VI - A - B
Le transistor BC 308 est subdivisé an trois classes de gain dynamique V! - A - 8
The transistor BC 309 is grouped in two classes of small signal current gain A - B
Le transistor BC 309 est subdivisé en deux classes de gain dynamique A - B
3/6
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BC 307, BC 308, BC 309

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

—IB _IC
(nA) (mA) 7
8 —Vae=5V 8 =Vae=5V
E CE 7
: Tamb =25°C l f T‘mb=25°c I
2 I 2
102 10' /
8 8
[ 6 ]
. s |
2 I 2 I
1 / |
10 8 T 1003 |
6 ] 6 J
. | .
2 2
100 107!
0 02 04 06 08 VgV 0 02 04 06 08 VeeV)
hae —VCEsat
B i [} I/I I1(‘)
~ c''s
250 \\ 03
\
200
N 0,2
150
A
vi ,
100 ~
0,1
50
..VCE= Vv Pomeccny Lt
Tamb =25°C
0 L1 0
2 5 2 5 2 5 2 5 2 468 2 4 68 2 468
102 10" 10° 10! g mA) 107! 10° 10 g (mA)
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BC 307, BC 308, BC 309

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

~VBEsat
V) 11 =10
c's
/
0,8 r/
| A
|
L4
. 0.6 p=t—]
04
0,2
0
_12 46802 46512 468
10 10 10 —lg (mA)
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
Cceo Ci1p
(pF) {pF)
16 16
12 12
8 8 N
\\
e~
4
4 ~ ]
] 0
0 4 8 12 16 —Veeo v) 0 1 2 3 4 —VEBO(V)
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Do V7, Dw VO, Dw vuv

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
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(dB) T T T T 11
- _VCE=5 v ~Vee=8V
22 f =100 Hz 22 f =1 kHz
20 20
18 &/ / 18
~
16 S/ ;9' — 16 /
i S \
14 S A y " §
& 3 g
12 12 p &
10 5 / 10 ‘/’4 "2’; 74
NN i s A2 Ay
69 2 RN / A
P ‘ 4 "4 T OO NS
4 N /, 4 > &
2 N = N
— 2
0 5 2 5 0
2 2 5 2 2 5 5
103 102" 10t 100 ~lgimA) 103" 102" Pqp1® Cyp0? ~1imA)
F
{d8)
Voe=5V
Veg=
2 f =10 kHz
20
18
16
14
12 JARp
10 s QL
c ”
8 Doy A gf;z—
N .
6 —}— 2
KON Y
N N V
2
0 ]
2 S 2 5 2 5 2 5
10%° T102° T 00T T-igima

6/6
372



PNP SILICON TRANSISTORS, PLANAR
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR

*BC 313
BC 313 A

The BC 313 and BC 313 A are intended for a
wide variety of medium power medium speed
switching and AF amplifier application ; they
are particularly useful as horizontal deflexion
driver, AF output amplifier up to three watt,
driver in HI Fl amplifier.... These types can be
supplied together with BC 211 and BC 211 A
NPN as matched pairs.

Les BC 313 et BC 313 A sont destinés aux usages géné-
raux dans le domaine de la commutation moyenne vites-
se et de I'amplification basse fréquence, notamment dri-
ver de balayage lignes, driver d’ampli Hl Fl, étages de
sortie BF jusqu'a 3 W. Ils peuvent étre livrés appariés
avec leurs complémentaires NPN, les BC 211 et BC 211 A

K Preferred device

Dispositif recommandé

v —40V BC 313
(BRICEO) g5y Bc313A

I 1A

ha1E 40.....250

Dissipation Ca_se TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages
Variation de dissipation Boitier Voir dessin coté CB-7 derniéres pages
P!Ol
W)
4,25 p=n
A
. LN
l \»
|
2 4 Q"- N
: l Bottom view
! T Vue de dessous
-3 N
0.8 ?\%b\‘; Tamb (°C)
1 T (°c; Weight : 1,1g Collector is connected to case
[ 25 100 175 250 case Masse Le collecteur est relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T, . - .25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D‘UTILISATION am| (Sauf indications contraires)
BC 313 BC 313 A
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO —60 -80 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO -40 —60 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso -5 -5 v
Collector current
Courant coliecteur 'C =1 -1 A
Junction temperature T. —-65 ~65 °C
Température de jonction ] +175 +175 °C
Tamp=28°C 0,8 08 w
Power dissipation —_— P
Dissipation de puissance tot
Tease =25°C 4,25 4,25 w

THOMSON-CSF
ovSON
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap=—40V
vEo o BC 313 —100 nA
Collector-emitter cut-off current BE !
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =60 V CES
Vgg=0 BC313A —100 nA
Collector-base breakdown voltage lc =—100pA | sriceo |BC313 80 v
Tension de claquage collecteur-base IE = (BRICBO BC 313 A[—80 \
Collector-emitter breakdown voltage lc =-30mA v BC 313 |—40 v
Tension de claquage collecteur-émetteur ‘B = (BRICEO BC 313 A|—60 A"
. lg =-100 pA
Emitter-base breakdown voltage E V] _
Tension de claquage émetteur-base IC =0 (BRIEBO 5 v
lc =-150mA cl. 6 40 100
Static forward current transfer ratio Veg=-2V C:' :g ?go ;gg
Valeur statique du rapport de transfert h21 E £
direct du courant Ic =-500mA 20
VCE =-2V
Matched pair ratio (1) lc =-150mA De 1 08 1,25
Rapport d‘appariement VCE ==2V h21 E 2 ! !
Collector-emitter saturation voltage Ic =-1 A -
Tension de saturation collecteur-émetteur IB =-0,1A vCEsat —06 —1 v

(1) This specification apply only to matched pairs 2 - BC 211/A or BC 211/A - BC 313/A avalaible on request.
Cette clause s'applique uniquement aux paires 2 - BC 211/A ou BC 211/A - BC 313/A li

sur
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BC 313, BC 313 A

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
L | =-50 mA

Transition frequency C
Fréquence de transition VCE= -0V fT 50 300 MHz
Output capacitance g = 0
Capacité de sortie Veg=-10V Ca2p 10 30 pF

lc =—100mA
Turn-on time o t,+t
Temps total d’établissement IB] ==5mA d T 120 500 ns

i = 5mA

B2
T i lc =-100 mA

urn-off time

Temps total de coupure gy =5 mA o+t 260 650 ns

| = 5mA

82

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance R, : 187 °C/W
Résistance thermique (jonction-ambiante) th(j-a)
{un_cuon-case t!:emjl?l registingsb,, Rth(if) 35 oC/W
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

h - VCEsat
21E v) 'C
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150 | 06 8
et g: 43 S70 P
et ~ l/n
125 SN 05
AN /
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100 \ ‘ 04
75 \ \ 03 l
50 02 //
25 N 01
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0 0
2 4 68 2 4 68 2 68 2 4 68 2
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1 /
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-
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BC 313,BC 313 A

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
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NOTES



PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR *BC 327
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX BC 328

Compl. of BC 337 and BC 338

sk Preferred device
Dispositif recommandé

The BC 327 and BC 328 transistors are intended for a

wide variety of medium power AF amplifier and swit-

ching application ; they are particulary useful as v —45V BC 327

deflexion stage driver, AF output amplifier up to 2 W, CEO —25V BC 328

driver in Hi Fi amplifier.

They are available as matched pair togheter with their 'CM —12A

NPN complementary types BC 337 and BC 338. 4

Les transistors BC 327 et BC 328 sont destinés aux usages

généraux & niveau moyen dans le domaine de I'amplification _

basse f et de la ion, : driver h21 E( 100 mA) 100 .... 630

d’étage de balayage, driver d’ampli Hi Fi, étage de sortie BF f

Jusqus 2 W, T 200 MHz

Leurs complémentaires NPN sont les BC 337 et BC 338 avec

lesquels ils peuvent 8tre appariés.

Maximum power dissipation Plastic case F 139 B— See outline drawing CB-76 on last pages

Dissipation de puissance maximale Boitier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages
Prot
w) Bottom view

Vue de dessous

06 }"\ c E
. (1)Without heat sink
B

| \(2) Sans radiateur
04 1 (2)See note page 3
| ) Voir note page 3
0,2 s N
|
| Weight : 0,3 g.
o 50 100 150 T . (°C) Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T - +25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
BC 327 BC 328

Collector-emitter voltage v
Tension collectsur-émetteur CEO —45 -25 A
Collector-emitter voltage Vv . .
Tension collecteur-émetteur CES -50 30 v
Emitter-base volta
Tension émattsur-bngee VEBO -5 -5 v
Collector current | .
Courant collecteur Cc 800 —-800 mA
Peak collector current
Courant de créte de collecteur 'CM -1.2 -1.2 A
Base current
Courant base 's —100 -100 mA
Power dissipation See note page 3 P 500 500
Dissipation de puissance Voir note page 3 tot 625% 625% mw
Junction temperature
Tempdrature de jonction max T] 150 150 °C
Storage temperature min T -65 -65 °C
Température de stockage max stg +150 +150 oC
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STATIC CHARACTERISTICS Tamb =25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vep= —-45V
|E°E= 0 BC 327 -2 —100 nA
Collector-emitter cut-off current |
Courant résiduel collecteur-émetteur CES
Veg=-25V
g = BC 328 -2 -100 nA
BC 327 | -50 v
ln = —100 A
c L v
lg =0 (BR}CES
BC 328 | -30 v
Collector-emitter breakdown voltage
Tension de claquage collecteur-émetteur
BC327 | —45 v
le =-10mA
.: 0 V(BRICEO
BC 328 | —25 \%
Collector-emitter saturation voltage Ic =-500mA
Tension de saturation collecteur-émetteur I(B: =~ —50 mA VeEsat 0.7 v
Base-emitter voltage VCE= -1v Vv
Tension base-émetteur IC = —300 mA BE -2 v
cl. 16 100 250
Vegp= -1V
1 OE  100mA c.25 | 160 400
Static forward current transfer ratio c =7 m ho1E
Valeur statique du repport de transfert
direct du courant
cl. 40 250 630
Vep= -1V
CE
Ic =—300mA 40
Ny E Fatio for a matched pair Veg=1V ha1E1
Répport de b, c pour une paire Ic = 100 mA ho1E2 07 1,25 14
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BC 327, BC 328

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) Tamb =25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) am (Sauf indications contraires)
Test conditions | .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vee= -5V
Transition frequency | = —10 mA fr 200 MHz
Fréquence de transition c =
f =100 MHz
o t Veg=—10V
utput capacitance
Capacité de sortie lE =0 c22b 10 pF
f =1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance
i thermique (j jon-boftier) Rth (j-a) 250 °C/W
S . *
.'l‘uln_ctlon athn;%:‘tl:tlermql resls}ganctaI Rth(j-a) 200 oC/W

* When the transistor is mounted on a printed board with 3 mm connection and collector wire connected to a 1 cm?

copper area.
Lorsque le transistor est monté sur un circuit imprimé avec une longueur de connexion de 3 mm et une surface cuivrée de 1 cm2
réunie & la connexion collecteur.
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES
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BC 327, BC 328

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
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NOTES



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR *BC 337
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX BC 33 8

Compl. of BC 327, BC 328

3k Preferred device
Dispositif recommandé

The BC 337 and BC 338 transistors are intended
for a wide variety of medium power AF amplifier-
and switching application ; they are particulary 45V BC 337
usefu! as deflexion stage driver, AF output am- VC EO

plifier up to 2 W, driver in Hi Fi amplifier. 25V BC 338
They are available as matched pair togheter with

their PNP complementary types BC 327 and lcm 12A
BC 328. ’

Les transistors BC 337 et BC 338 sont destinés aux usa-

ges généraux & niveau moyen dans le domaine de |'am- h21 E (100 mA) 100... 630
plification basse fi et de la ion, f
notammaent : driver d’étage de balayage, driver d’ampli T
Hi Fi, étage de sortie BF jusqu’d 2 W.

Leurs complémentaires PNP sont les BC 327 et BC 328
avec lesquels ils peuvent étre appariés.

200 MHz

Maximum power dissipation Plastic case F 139 B~ See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boltier plastique Voir dessin coté (CB-76 derniéres pages
PlO(
(W)

Vue de dessous
Bottom view

0.6 F=N
- '\ (1)Without heat sink ¢ £
\2) Sans radiateur 8
B

04

(2)See note page 3
: (%)) Voir note page 3
0,2 T
!
| Weight : 0,3 g.
[+] 50 100 150 Tbmb(°<:) Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb =+25 °C (Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES - D'UTILISATION

(Sauf indications contraires)

BC 337 BC 338

Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur Veeo 45 25 v

Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émettaur Vces 50 30 \]

Emitter-base voltage

Tension émetteur-base Ve BO 5 5 v

Collector current

Coursnt collecteur I 800 800 mA

Peak collector current

Courant de créte de collecteur Iem 1,2 1,2 A

Base current

Courant bese lB 100 100 mA
~ Power dissipation See note page 3 p 500 500 mw

Dissipation de puissance Voir note page 3 tot 625% 625% mwW

Junction temperature :

Température de jonction max. T] 150 150 °C

Storage temperature min. T —65 —65 °C

Température de stockage max. stg +150 +150 °C
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STATIC CHARACTERISTICS Tamb=25°C (Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES STATIQUES (Ssuf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCE= 45V
g =0 BC 337 100 nA
Collector-emitter cut-off current 1
Courant résidusi collecteur-émetteur - CES
Veg=25V
g = BC 338 100 nA
BC 337 50 v
lc =100pA v
lg =0 (BR)CES
BC 338 30 \'
Collector-emitter breakdown voltage
Tension de claquage collecteur<émetteur
BC 337 45 \'
le =10mA
.: -0 V(BRICEO
BC 338 25 \"
Collector-emitter saturation voltage Ic =500mA v
Tension de it <metteur | 1g = 50 mA CEsat 0,7 v
Base-emitter voltage VCE= v V.
Tension base-émetteur Ic = 300 mA BE 1,2 v
cl. 16 100 250
Vap= 1V
|CCE= 100 mA cl. 25 160 400
Static forward current transfer ratio ha1E
Valeur statique du rapport de transfert
direct du courant
cl. 40 250 630
Vo= 1V
C 40
lg =300mA
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BC 337, BC 338

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) (Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg= 5V

Transition frequency Ic =10mA fr 200 MHz

Fréquence de transition P — 100 MHz

o . Veg= 10V

utput capacitance R C

Capacité de sortie lg =0 22b 5 pF
f =1MHz

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

:’I.ur{ction-a[nbie:\t tt\grmql resistgnoe’l Rth(j»a) 250 oC/W

PSR . *
Jur{ctnon a[nbue{\t ﬂ)‘erma} resls}?noe’ Rth(i-a) 200 oCc/W

*When the transistor is mounted on a printed board with 3 mm connection and collector wire connected to a
1 cm2 copper area.
Lorsque le transistor est monté sur circuit imprimé avec une longueur de connexion de 3 mm et une surface cuivrée de 1 cm2
réunie 8 la connexion callecteur.
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES
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BC 337, BC 338

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

c c
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NOTES



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR *BC 413
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL BC 4‘]4

K Preferred device
Dispositif recommandé

BC 413 and BC 414 are very low noise transis-

tors intended for input stages in audio frequen- v {30 v BC 413
cy amplifiers. CEO 45V BC 414
Le BC 413 et le BC 414 sont des transistors a trés

faible bruit destinés aux étages d’entrée dans les ampli- Ic 100 mA

ficateurs BF.

h21 E(Z mA) 200 .... 850
F(30...15 kHz) 3dB max.
Vn(10...50 Hz) 0,135 4V max.

Maximum power dissipation Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier plastique Voir dessin coté CB-76  derniéres pages
PtO!
W)
\ Bottom view
0.2 Vue de dessous
, \\
N
0,1 N\ ¢ ;
\k B
0 PSP
50 100 Tamb (°C) A")’;‘i‘" 039
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T +25 °C (Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb = (Sauf indications contraires)
BC 413 BC 414

A Veso 45 50 v
o ammeeet oty Vceo 30 45 v
Sl VEBo 5 5 v
SSJ':ﬁE‘ZLﬁ:J;‘Z",‘ Ic 100 100 mA
o 's 50 50 mA
ZZZ?EL?J:‘;‘.’Z‘J%’;M Tamb = 26°C Prot 300 300 mwW
M s max Tj 150 150 °c
Storage temperature min T — 55 _ B °C
Température de stockage max stg +150 +150 oC
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STATIC CHARACTERISTICS T b= 25-C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES am| (Sauf indications contraires)
Test conditions Min. Typ. Max.
Conditions de mesure
Emitter-base cut-off current :ICBi 30 v lceo 15 nA
Courant résiduel émetteur-base E ~
Vep=4V
Collector-base cut-off current EB 1
Courant résiduel collecteur-base ’C =0 EBO 15 nA
. . e =10mA
Collector-emitter saturation voltage Cc v 1
Tension de saturatic e é 'B =05mA CEsat 00 200 mVv
lc =10mA
lg =05mA 700 830 mV
Base-emitter saturation voltage v
Tension de saturation base-émetteur BEsat
o = 100mA
C CesmaA 900 mv
g =5m
Vap=5V
CE
20
I = 104A 5 my
. Vep=56V
Base-emitter voltage CE V,
Tension base-émetteur lc = 100uA BE S50 mv
Veg=5V
LB A 550 620 700 mv
c =2m
BC413 8| 100 150
Voacz BV 8C414 8] 100 150
CE™
lc =10uA
BC413C{ 100 270
BC414C| 100 270
Static forward current transfer ratio ho1E
Valeur statique du rapport de transfert
BC413B| 200 480
BC414B| 200 480
Veg=5V
Ilc =2mA
BC413C| 400 850
BC414C| 400 850
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BC 413,BC 414

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) Tamb = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition frequency VCE= 5V
Fréquence de transition 'C = 10 mA fT 300 MHz
VCB= v
Collector depletion layer capacitance IE =0 CTC 25 4 pF
Capacité de transition du collecteur § = 1 MHz
Veg=5V
ica fi la = 200 uA
Noise figure C
Facteur de bruit RG = 2k F 14 3 d8
f =30...15000 Hz
Veg=5V
Equivalent noise voltage Ic =200uA Vv
Tension équivalente de bruit sur ls base R~ =2k n 0135 rv
f =10...60 Hz
BC413B| 3,2 48 85 k2
Vap= 5V
Input impedance CE_ h BC414B| 3,2 48 85 kQ
Impédance d'sntrée lc =2mA e
oo dent ¢ = 1KHz BC413C| 6 87 15 kQ
BC414C| 6 87 15 k2
sy BC 4138 2 104
Veap= 4
Reverse voltage transfer ratio \ CE= 2 mA h12e BC4148B 2 10
Rapport de transfert inverse de la tension fC 1kH BC 413C 3 10'4
= z
BC414C 3 104
B8C413B| 240 330 500
Vpap= 5V
Forward current transfer ratio | CE 2 mA h BC4148| 240 330 500
Rapport de transfert direct du courant fC = \ :’H 21e BC413C| 450 600 900
= z
BC414C| 450 600 900
v 5v BC 413 B 30 60 uS
Output admittance CE® 2 h BC414B 30 60 us
Admittance de sortie |C =2mA 22e
f = 1kHz BC413C 60 110 uS
BC414C 60 110 us
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
."J‘ur{ction-ar:\bieilt tl’}ermgi resistance R (j-a) 420 °c/w
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NOTES



PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR *BC 415
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX BC 416

sk Preferred device
Dispositif recommandé

The BC 415 and BC 416 are very low noise
transistors intended for input stages in audio -30V BC 415
frequency amplifiers. Veeo —-45V BC 416
Le BC 415 et le BC 416 sont des transistors 8 trés
faible bruit destinés aux dtages d’entrée dans les am- Ic —100 mA
plificateurs BF,
110...850 BC 415
h21 E(—Z mA)
110...480 BC 416
F(30...156 kHz) 2dB max.
Vn(10...50 Hz) 0,11V max.
Maximum power dissipation Plastic case F 139 B — See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boftier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages
P
u:wt
N Bottom view
X Vue de dessous
0,2 N
\ {oL
B
0,1 \\
- Weight: 0,3 4.
[ 25 50 75 100 T, .(°C) Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb = +25°C (Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION

{Sauf indications contraires)

BC 415 BC 416

e ropacs Veeo 45 -50 v
Fonsin corieemur-ématteas Vceo ~30 -5 v
$$$i::i§.ﬁﬁf Veso -5 -5 v
g:.:':nmr%f:cﬁ? I —100 -100 mA
53&2‘:2’.‘13‘ s -50 —50 mA
Zﬁg:g:s;ga;.ﬁlm Tamb = 25°C Piot 300 300 mw
Tompeérarure d onction T 150 150 °c
Storage temperature min. T — 65 — 65 °C
Température de stockage max. stg +150 +150 °C
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STATIC CHARACTERISTICS Tymp =25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES am

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current Vep= 30V |
Courant risiduel collecteur-bese e =0 CBO —0,2 —-15 nA
Emitter-base cut-off current Vgg= -4V
Courant résidus! émetteur-base g =0 'es0 -0,2-15 nA
Ic =-10mA
lg =-05mA —100 -300 mV
Collector-emitter saturation voltage
Tension de i A vCES&t
Ic = 100mA ,
Ig =5mA —250 —600 mV
lc =-10mA
lg =—05mA —700 —800 mv
Base-emitter saturation voltage v
Tension de saturation base-émetteur BEsat
Ic = —100 mA
lg = -5mA —900 mv
Vegp= 5V
CE
e = ~10uA 520 mv
. Vap= =5V
Base-emitter voltage CE V -
Tension base-émetteur g = —100 A BE 560 mv
Vap= BV
EE o mA —600 —620 —750 mV
c ="¢m
BC415A| 40 90
BC416 A} 40 90
Veg= -5V BC415B| 100 190
I =-10pA BC4168| 100 190
BC415C| 100 270
Static forward current transfer ratio
Vialow statique du rapport de transfert h21 E
direct du courant BC415A] 100 180 220
BC416 A| 100 180 220
Veg= -5V BC4158| 200 290 480
lg = -2 mA BC4168| 200 290 480
BC415C| 420 520 800
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BC 415, BC 416

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) T - 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) amb (Sauf indications contraires)

Test conditions { .
Conditions de mesure Min. Typ. Max,
V, 5V ]
Transition frequency CE™= —
Fréquence de transition g =-10mA fr 300 MHz
Veg= ~10V
Collector depletion layer capacitance -
Capacité de transition du collecteur g =0 Cre 4 pF
f =1 MHz
Veg= 5V
Noise figure Ilc =-200pA
Facteur de bruit Rg = 2kQ F 1,2 2 dB
f =30...15000 Hz
Veg=5V
Equivalent noise voltage lc =200pA Y 0,11 \}
Tension équivalente de bruit sur la base RG =2k n : s
f =10...50 Hz }
I
BCAI5A| 12 27 45 |  kQ
Voos BV {BC416A| 12 27 45 kS
Input impedance CE~ 2 mA h [BC415B| 3 45 85
Impédance d'entrée g =-2m e BC416B| 3 45 85
f =1kHz
BC415C| 6 87 15
BC 415 A 3
Vece —BV BC 416 A 3
; CE= ™ -4
Reverse voltage transfer ratio I = —2mA hy BC4158 3,5 10
Rapport de transfert inverse de la tension c =—<m 2e BC 4168 35 10'4
f =1kHz
BC415C 4 104
BC415A| 125 220 260
Ve BV BC416A| 125 220 260
. CE=
Forward current transfer ratio In = —2mA h BC415B| 240 330 500
Rapport de transfert dirsct du courant fC 1kH 21e BC416B| 240 330 500
= z
| BC415C| 450 600 900 ‘L
‘» BC 415 A 25 50 us
Veg= -5V BC 416 A 25 50 us
Qutput admittance | = -2 mA hoo, BC4158B 3% 70 uS
Admittance de sortie c € . |BC416B 3% 70 us
f = 1kHz
| BC415C 50 100 us
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
!
Jun.ctnon-a:nble.nt thermal resls}gnoe‘ | Rth(i-al 420 oC/W
3/3
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NOTES



NPN SILICON TRANSISTOR
TRANSISTOR NPN SILICIUM

Compl. of BC 556 at 560

BC 546 *BC 547
*BC 548
*BC549  BC 550

- General purpose BC 546/BC 547/BC 548
Usage général BC 546/BC 547/BC 548

- Low noise BC 549/BC 550
Faible bruit BC 549/BC 550

- The BC 546 is available in A and B groups
Le BC 546 est livrable dans les groupes A et B

- The BC 547, BC 548 in A-B-C groups and
BC 549, BC 550 in B and C groups
Les BC 547 et BC 548 dans les groupes A-8B-C et
Les BC 549 et BC 550 dans les groupes B et C

3K Preferred device
Dispositif recommandé

65V BC 546
Vecgo |45V BC 547/BC 550
30V BC 548/BC 549

Maximum power dissipation Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Bofitier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages
Piot
W) |
400 —
|
|
200 B
]
|
100
|
ol | Weight : 0,3 g.
0 50 100 150 200 T, .(°C) Masse

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Tamb =+25 °C

BC 546 BC 547 BC 548 BC 549 BC 550
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CBO 80 50 30 30 50 \
Collector-emitter voltage VCEO 65 45 30 30 45 v
Tension collecteur-émetteur
Emitter-base voltage Y]
Tension émetteur-base EBO 6 6 5 5 5 v
Collector current |c 200 200 200 200 200 mA
Courant collecteur
Power dissipation P, w
Dissipation de puissance tot 500 500 500 500 500 m
Junction temperature T. . °
Température de jonction max. i +150 +150 +150 +150 ++150 C
Storage temperature max. T, - 65 — 65 — 65 — 65 —~ 65 oC
Température de stockage min 9 +150  +150 +150 +150  +150 °C
76-11  1/10
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NOTES

STATIC CHARACTERISTICS T -250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires}
Test conditions H
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vep =30V 15 nA
i E = 0
Collector-base cut-off current 'CB o
Courant résiduel collecteur-base
Ve = 30V
lE = 5 HA
Tamb= 150°C
BC 546 65
o .
Collector-emitter breakdown voltage lc =2mA V{sRiCED 550 v
Tension de claquage collecteur-émetteur 'B =
BC 548
3
BC 549 0
B8C 546 6
BC 547
Emitter-base breakdown voltage lg =1pA V(8R)EBO v
Tension de claquage émetteur-base t c = 0
BC 548
BC 549 5
BC 550
lc =10mA 9% 250
lB =0,5mA
Collector-emitter saturation voltage VCEsat mv
Tension de i e
lc =100mA 200 600
lg =5mA
‘C =10 mA 700
lg =05mA
Base-emitter saturation voitage VBEsat mV
Tension de saturation base-émetteur
lc =100mA 900
lg =5mA
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BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications eontraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =5V 580 660 700
IC =2mA
Base-emitter voltage v E mv
Tension base-émetteur B
Vg =5V 770
'C =10mA
920
Vee =5V 150
Ilc =10KA
. . 270
Static forward current transfer ratio h.
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant 110 180 220
Ve =5V 200 290 450
lc = 2mA
420 520 800
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
16 27 45
Input impedance h
Impédance d’entrée e 3.2 45 85 ka
6 87 15
15
Reverse voltage transfer ratio hy2e 2 104
Rapport de transfert inverse de la tension
Veg =5V 3
IC =2 mA
f =1 kHz 1256 220 260
Forward current transfer ratio ha1e 240 330 500
Rapport de transfert direct du courant . ~
450 600 900
18 30
Qutput admittance
Admittance de sortie h22e 30 60 us
60 110
3/10
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DYNAMIC CHARACTERISTICS T =25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ~ amb (Sauf indications contraires)
Test conditions B
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
i Veg =5V
Transition frequency 1 =10mA fr 300 MHz
Fréquence de transition [ m.
f =35 MHz
. Veg =10V
Collegtor base capacitance 1 - CCBO 25 4,5 pF
Capacité collecteur-base E
f =1MHz
. Veg = 05V
Emitter base capacitance ) = Cego 9 pF
Capacité émetteur-base C
f =1 MHz
BC 546
VCE =5V BC 547 2 10
. Ic =200pA BC 548
Noise figure =
Facteur de bruit F‘g 2kQ F d8
f =1kHz
B =200Hz BC 549 1,2 4
BC 550 1 4
Veg =5V
Equivalent noise voltage lc =200pA Va 0,135
Tension équivalente de bruit Rg =2k
f =10+50 Hz
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BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

1
S\) Lo ] T P
(m \7‘_\ «\;L =
200 Cr "O:‘\;
LT A P
// AN
A o,
160 s
f //// _amA
V // —SJ"‘AI
120 T
1 A
2% o
=1 =1mA
80 ,// —t" ; i
W
200 A" |
n—‘——-
40 1 |;=50uA'“
4
N

0 04 08 1,2 16 2 Vv

T T
mAl Tamb = 25°C a0 8P,
i
L 35 pA
16 /’" f— I ~+—
T 30 pA
—
V —T T l25 A
12(FA —
1 l
Pl 20 pA
I,
8 /’—-—""—— 15 pA
R e,
T 10 pA—|
T
| et
4 ] 1g= 5 pA—|
0
0 2 4 6 10 Veelvs

T
(mA)[T =
|—amb

20

16

\\
AN NN

\
AVAVAN

>

ANANN
\

A

\ \A\\

(=]
N
N
o

8 10 Veetv)

Tomp = 25°C

(mA) } I I

\\

oY

NN
\

\
W
\

\

\

0 10 20 30 40 v

5/10
403



BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550

STATIC CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES STATIQUES

T
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B c .
(mA) vl slv mar| | | | ‘,' T
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BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

v, \'J
CEsat BEsat
v [T T N R
lB = Ic/10 - IB = |c/10
Tamb== 25°C Tamb= 25°C
200 08 A
LT
150 y 0.8 -
/ =
100 // 0.4
\‘5 Y
50 0,2
] ]
42 468 2 468 , 2 68 1 2 468 2 468, 2 468
10 10° 10 ic(mA) 10 100 10 IgimA)
'rnn >
{nA) _VCE0=3OV .,
4
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2 4
102 '4
5 . /!
7 V
2
4
10"} v
L~
5 //
2 4
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0 20 40 60 80 100 120 140 T, (°C)

710
405




DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

2] N 10313
3d8 N N
NANA
F=1,75d8 \
\ AN
\ A
\
\_
\ \ Vee =S5V\| N
\_ =10 kHY\ ]
\\ \ Tamb=25°0
\\\
10d8 N\
L N
2 -3 B 4 68 2 468
102 108 10% Ryla)

(uA) edl N 10d8
. ‘V—"F'_K\ \
IN
102
& 3dB \\‘ N
) AF =175 8 N
102 / ™
s \\ | N
Vv, =5V N
2 |-\ \ \ A 1 kHz]
10! N N\ Tamb = 25°C
N[\ IN
5
N N
2 10dB \\ \
100 )
2 4 68 4 8 2 4 6
102 103 10 Ry(a)
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BC 546, BC 547, BC 548, BC 549, BC 550

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

fr 2
(MHz) [ TTT norm.)l =0
Vap =5V L& = B
£ % = 100 MHz _ ;g;::MHz
T = 26°C amb
amb 2 — JR S —
400 1
300 P 16
/ N
/ N
/ N
200 1,2 \\
LNG B
/ ——
/1 i e
100 7 08 PR S
0 468 2 68 , 2 468 04
2 4
1 %00 20! \mA) o 4 8 12 18 VegoV
Cip
{norm.) f f f
=0
£ =10,7MHz
) Tamb= 25°C 4—«
1,6
1,2
N
NS
08 =y
0,4
0 1 2 3 4 VggoV)
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DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

F F
(dB) (dB)
IRC =0,2mA v
=2kn =6V
509 =1k 10 ::FCE—O,ZmA
A =200 Hz 9 fzkﬂ
Tnml: = 26°C 8 Tsmb— 26°C
4
3 6
2 4
1 2
0 0 2 4 8 8 4 6 8
2 4 6 8 2 4 6 8
10™ 10° VeglV) 102 10° f (Hz)
8
-]
R \ hi1e ha2e L
N
2 I11'29 |
N hate
1P P21e
8 / 1\ [ M2
4 N
. ha2e /A LITAAN
/ Veg = BV
/ to = 1kHz | )
2 / Tamp = 25°C
10" ] } l
2 4 68 2 4 6 |
10" 10° clmA)
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PNP SILICON TRANSISTOR * BC 556 ,*BC 557

TRANSISTOR PNP SILICIUM 3 BC 5 5 8
Compl. of BC 546 at BC 550 C ! BC 560
3K Preferred device
Dispositif recommandé

- General purpose BC 556/BC 557/BC 558

Usage général BC 556/8C 557/BC 558
- Low noise BC 559/BC 560 —-65V BC 556

Faible bruit BC 559/BC 560 v _45V BC 557/BC 560
- The BC 556/BC 557/BC 560 are available CEO {_30v BCS558

in A and B groups ; the BC 5658/BC 559 in

A, B and C groups. -25V  BC 559

Les BC 556/BC 557/BC 560 sont livrables dans les

groupes A et B les BC 558/BC 559 dans les grou- Iem —200 mA

pesA, BetC.

Maximum power dissipation Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier plastique Voir dessin coté CB-76 dernidres pages
Pmt
(W)

378

250

N\ o

\ Bottom view

Vue de dessous

[} Weight : 0,3 g. Collector is connected to case

[} 50 100 150 Tamb(OC) Masse Le collecteur est relié au boltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb {Sauf indications contraires)

BC 556 BC 557 BC 558 BC 559 BC 560

S ety Veeo —66  —45  -30 -25 45 v
e rorasoge Veeo | 80 -50 -30 30 50 | v
T oo Veso -5 -5 -5 -5 -5 v
Z:::(."C'Oi. 3::1 (;Ul’;:;’l;c“w ICM —200 -200 —-200 —200 -200 mA
gzmuffn“;fﬁﬂm Ptot 500 500 500 500 500 mw
:lr\:’r,\;t‘i:r'\"t:rw);r’z::;: max. T +150 +150 +150  +150 + 150 °Cc
Storage temperature min. T — 65 - 65 - 65 — 65 —~ 65 °C
Tempdraturs de stockage max. stg +150  +150 +150 +150 +180 | °C

76-08 1/9
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vag =20V
cB
g =0 -1 -18 nA
Collector-base cut-off current 1
Courant résiduel collecteur-base vV, cB = -20V CBO
g =0 s A
Tamb= 150°C
BC 556 | —65
BC 557 45
Collector-emitter breakdown voltage | l¢ = —2mA v BC560 |
Tension-de claquage collecteur-émetteur g = (BR)CEO \
BC6558 | —30
BC559 | —25
Emitter-base breakdown voltage lg =-10uA v
Tension de claquage émetteur-base lc = (BR)EBO -5 \'
Ilc =-10mA
lg =-05mA —75 -300
Collector-emitter saturation voltage
Tension de saturation collecteur-émetteur VCEsat mv
IC = —100 mA
'B =-5mA —250 -850
Ic =—-10mA
lg =-05mA —700
Base-emitter saturation voltage v
Tension de saturation base-émetteur BEsat mV
'C = -100 mA
lg =-5mA —850
Veg =5V
I:E =-2mA —600—650 —750
Base-emitter voitage v
Tension basedmetteur BE mV
VCE =-B5V 820
IC = —-10 mA
2/9
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BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

STATIC CHARACTERISTICS (Following) T, , - 25¢
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Suite) 0 amp =25°C

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
BC 556 75 475
BC 557 75 475
BC 558 75 850
BC 559 125 850
Static forward current transfer ratio h
Valeur statique du rapport de transfer 21E BC 560 126 475
direct du courant
cl. A 125 450
cl.B 220 475
cl.C 450 850
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
BC 556 75 500
BC 557 75 500
BC 558 75 900
BC 559 125 900
VCE =-5V
Forward current transfer ratio =_2mA h
Rapport de transfert direct du courant lc =1 lez 21e BC 560 125 500
cl. A 125 260
c. B 240 500
c.C 450 900
cl. A 1.6 27 45
Input impedance h
Impédance d'entrée 1le cl.8 3.2 45 85 1392
cl. C 6 87 15
cl. A 1.5
A | . . Vee = - 5V n
everse voltage transfer ratio . cl.B -4
Rapport de transfert inverse de la tension 'C =—2mA 12e 2 10
f =1kHz
cl.C 3
cl. A 18 30
Output admittance h
Admittance de sortie 22e cl.B 30 60 us
c.C 6 110
3/9
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (Following) T,

- (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Suite) amb =25°C (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap =5V
Transition frequency CE f.
Fréquence de transition IC =-10mA T 150 MHz
f =35 MHz
Output itance Ve =10V
utput capacitanci _ c
Capacité de sortie 'E = 22b 45 pF
£ =1 MHz
~_ 5y BC 556
A BC 557 2 10
_— c — - BC 558
Noise figure -
Facteur de bruit R 2k F dB
f =1kHz BC 559
B =200Hz BC 560 1 4
Ve =—-5V
Equivalent noise voitage Ilc =—200puA v, BC 559 611 v
Tension équivalente de bruit Rg =2k 8C 560 . H
f =10+ 50 Hz
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BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES
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STATIC CHARACTERISTICS (Following)
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Suite)

-l
B
wa) 1 (ma) ——— f
6 — 6 I — ]
4| Veg = -5V , 4|Veg =6V
— 950 = 25°C
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BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560

STATIC CHARACTERISTICS (Following)
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Suite)

-V ~VBe
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DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
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BC 556, BC 557, BC 558, BC 559, BC 560

DYNAMIC CHARACTERISTICS (Following)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Suite)

F
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR BC 6 35
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL BC 6 3 7

BC 639

Compl. of BC 636, BC 638, BC 640

- Driver stages of audio amplifiers
Etages “'Drivers” d’amplificateurs BF

v 45V BC 635
60 V BC 637
Cceo 80V BC 639

40250 BC 635
hy1g(150 mA)  40-160  BC 637
40160 BC 639

Plastic case

Boitier plastique F139B _ see outtine drawing CB-76 on last pages

Voir dessin coté (g.76 dernidres pages

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

Prot
(W)
0,8

AN
0,6 :

C?@ E

:
0.4 v N f

]
0,2 1 \ Bottom view

’ Vue de dessous
[} Weight :0,3 g.
0 50 100 150. 200 Tamb(o‘:) Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
BC 635 BC 637 BC 639

Collector-base voltage v
Tension collecteur-base « CBO 45 60 100 \
Coliector-emitter voltage
Tension collscteur-émetteur Vceo 45 60 80 v
Collector-emitter voltage - V,
Tension co/lacuuf-lmntﬂ?r RBE =1k& CER 45 60 100 \
Collector-emitter voltage -
Tension collecteur-émetteur Rgg =0 Vces 45 60 100 Y]
Emitter-base voltage \Y
Tension émetteur-base EBO 5 5 5 v
Collector current I
Courant collecteur c 1 1 1 A
Peak collector current
Courant de créte de collecteur lem 1,5 15 1,5 A
Power dissipation P,
Dissipation de puissance tot 0.8 08 08 w
Junction temperature .
Température de jonction max. Tj 150 150 150 °C
Storage temperature min. T - 65, — 65 — 65 °C
Température de stockage max. stg +150 +150 +150 °C

76-26 1/3
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb = 25°C

(Unless otherwise stated)
({Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =30V
cB
e =0 100 nA
Collector-base cut-off current t
Courant résiduel collecteur-base VCB =30V c8o
lg =0 10 A
Tj = 150°C
B Veg =5 mA
Emitter-base cut-off current EB |
Courant résiduel émetteur-base 'C =0 EBO 10 uA
Veg=2V
ic =5mA %5
Static forward current transfer ratio Veg =2V BC635 | 40 250
Valeur statique du rapport de transfert | = 150 mA h21 E BC 637 40 160
direct du courant c BC 639 40 160
Vop =2V
CE
Ic =500mA 25
: : I = 500 mA
Collector-emitter saturation voitage C V,
Tension de j e lg =50mA CEsat 0,5 v
. | =500 mA
Base-emitter voltage [ \
Tension base-émestteur Veg =2V BE 1 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
T . VCE =5V
ransition frequency =
Fréquence de transition Ic 10 mA fr 130 MHz
f =35 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERIST/IQUES THERMIQUES
: {uqction-ag\bie_nt 1';‘9"“?' resastgnce. Rth(i-a) 156 oC/W
Junction-case thermal resistance R,y :
Reési thermique (jonction-boitier) thij-c) 60 °C/W
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BC 635, BC 637, BC 639

CEsat VBEsat
v 17 v) ! f
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=
2 i 05
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Typ. 1 Max
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A: 1 i
I
|
200 1 f
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! \
|
i
0 0
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR BC 636
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL BC 638

BC 640

Compl. of BC 635, BC 637, BC 639

- Driver stages of audio amplifiers
Etages “'Drivers” d’amplificateurs BF
—45V BC 636
VcEO —60V BC 638
-80Vv BC 640
40-250 BC 636
h21E(150 mA) {40-160 BC 638
40-160 BC 640
Maximum power dissipation Plastic case F 139 B — See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Botitier plastique Voir dessin coté CB-76 dernidres pages
P
W :
0,6 1 N
N\ '@
0,4 B
N
\ Bottom view
0,2 Vue de dessous
o Weight : 03 g.
[} 50 100 150 200 Tamb(oc) Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)

BC 636 BC 638 BC 640

Collector-base voltage V,
Tension collecteur-base CBO —45 —60 —-100 \")
Collector-emitter voltage V,
Tension collecteur-émetteur CEO —45 —60 —80 v
Collector-emitter voltage = V —
Tension co/locuur-émcmsr RBE 1kQ CER —45 €0 —100 v
Collector-emitter voltage =
Tension collecteur-émetteur RBE =0 VCES —45 —60 -100 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO -5 -5 -5 Vv
Collector current ]
Courant collecteur c -1 -1 -1 A
Peak collector current I
Courant de créte de collecteur cM -15 -1.5 -15 A
Power dissipation P
Dissipation de puissance tot 0.8 0.8 08 w
Junction temperature X
Température de jonction max. T; 150 150 150 °C
Storage temperature min. T — 65 — 65 — 65 °C
Température de stockage max. st +150 +150 +150 °C
76-26 1/3
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vag =30V
cB
IE -0 —-100 nA
Collector-base cut-off current |
Courant résiduel collecteur-base VCB =-30V cBoO
lg =0 -10 HA
Ti = 160°C
Emitter-base cut-off current VEB =-5V |
Courant résiduel émetteur-base 'C =0 EBO -10 bA
Vee=-2V 25
Ilc =-6mA
Static forward current transfer ratio Veg=—2V BC636 | 40 250
Valeur statique du rapport de transfert | = =150 mA ha1E BC 638 40 160
direct du courant c BC 640 50 160
Veg =2V
Ve — —500 mA %
CE=
R . | = —-500 mA
Collector-emitter saturation voltage C V,
Tension de i e lg =-50mA CEsat -0,5 v
. | = —500 mA
Base-emitter voltage C v
Tension base-émetteur Vee=-2V BE -1 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vee=-5V
Transition frequency 1 — —10 mA f
" c = T 50 MHz
Fréquence de transition f _ 35 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
.’J,un_ctiowa[nbie.nt tt;ermgl resistgnce‘ Rth(j-a) 156 °oC/W
Junction-case thermal resistance Rth(j-c) 60 °C/W

boitier)

thermique (j;
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BC 636, BC 638, BC 640

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Vv
CEsat, BEsat
~ T T ] v [ T 1]
|—T = 250C —T.=25°C
J i
:—C=5—\
g B
//
4 20 —— 1 —~ 20¥— 10| |
/ ,z/é/
/ Z
2 // 05
10
A
AT | e,
s — [ 1
B
0 | 0
0 05 1 15 IimA) 0 05 1 15 1A
h
Ic —— 21E
{mA) Veg =2V
—'rj = 25°C
400
100
L1
Typ. Max
200 50 \
/ 0
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR BCW 90 A B,C
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL
‘ BCW9I1A B
r

- LF Amplification
Amplification BF 40V BCW 90

Veeo |
CEO 60V  BCWO1

ic 08P

100 - 200 (A}
ha1E . {150-300(3)
(150 mA-2 V) { 290 - 400 (C)
Maximum power dissipation Plastic case F 139 B-— See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Bottier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages
Prot
w)
1,55 pummy
)
AN &
! B
o \ T (°C)  Without heatsink )
o8 N amb Sans refroidisseur Es:tdo‘";.:;ew
I ou
: {2) Tcasa(OC) s
! Weight : 0,3g.
o 50 100 150 200 Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
BCW 90 BCW 91
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 50 70 \
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VC EO 40 60 v
Emitter-base volta
Tension émalmul-bngae VEBO 5 5 v
Collector current
Courant collecteur lc 08 08 A
Peak collector current
Courant de créte de collecteur fem 1.2 12 A
Power dissipation Tamb=25°C P 0,61 0,61
Dissipation de puissance Tcas o = 25°C tot 1,55 1,55 .
Junction temperature
Température de jonction max Tj +150 +150 °C
Storage temperature min T —55 —55 oc
Température de stockage max stg +150 +150 o
THOMSON-CSF 76-09 1/6
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb=25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
Vo = 40V
B BCW 90 30
Collector-base cut-off current E 'cBO nA
Courant résiduel collecteur-base V, CB = 60V c
g =0 BCW 91 30
Vo =40V
veE 00 BCW 90 30
BE — nA
Ve =
JCE - 60v BCW 91 30
BE ~
Collector-emitter cut-off current VCE =40V |
Courant résiduel collecteur-émetteur Vge =0 CES BCW 90 4
Tamb= 125°C
VCE =60V HA
Vgg = BCW 91 4
Tamb_ 125°C
. Vegp = 3V
Emitter-base cut-off current EB |
Courant résiduel émetteur-base lC 0 EBO 30 nA
Collector-base breakdown voltage Ic =10pA v cBO BCW90 | 50 v
Tansion de clequage collecteur-base g =0 {BR) BCWO1 | 70
Collector-emitter breakdown voltage | 'c = 10mA Vgriceo™| BV | 40 v
Tension de claquage collecteur-émetteur |B =0 (BR)CEO BCW 91 60
Emitter-base breakdown voltage lg = 10uA \'
Tension de claquage émetteur-base le = 0 (BRIEBO 5 v
BCW 90A
60
BCW91A
Vo =2V
,CCE = 2mA h2te  |Bcwoos|
BCW91B
BCW90C| 120
BCW 90A 100
BCW 91A 200
Static forward current transfer ratio VA =2V
Valeur statique du rapport de transfert CE _ BCW 90B
direct du courant IC =150 mA BCW 91B 150 300
h * | BCW90C| 200 400
21E
BCW 90A 35
BCW91A|
VCE =2V
Ic = 500mA BCW 90B 50
BCW 918
BCW90C| 80
* Pylsed to =300us & <2%
Impulsions
2/5
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BCW90 A,B,C

BCWI91A,B
STATIC CHARACTERISTICS T =250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vee =2V
CE
) Ic = 150mA * 0.85
Base-emitter voltage VBE v
Tension base-émetteur . Veg = 2V
Ic = 500 mA 1.1
Ilc = 150mA 02
= ,25
Collector-emitter saturation voltage lg = 15mA v *
Tension de i é Ic = 500mA CEsat v
lg =50mA 0.7
ic = 150mA .
Base-emitter saturation voltage lg =15mA v * ' v
Tension de saturation base-6mettour ic = 500mA BEsat
lg =50mA 1,2
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux)
Tramsition § Veg = 2V
ransition frequency _
Fréquence de transition lc =50mA fr 120 MHz
f = 100 MHz
Vag = 10V
Output capacitance cB _
Capacité de sortie g =0 Ca2 7 15 pF
f = 1 MHz
o t Vegg = 05V
nput capacitance —
Capacité dentrée Ic =0 Ci1b 45 oF
f = 1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance R thij-a) 200 oc/W
Junction-case thermal resistance Ruvss
Résistance thermique (jonction-boitier) thij-c) 80 °C/W
* puylsed tp=300us & < 2%
Impulsions
3/5
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

h21e T 7 Vc(:\s/:af T
Veg =2V Ie/lg =10
c
A T k
300
//
/ B
V1 N
200 ai ~ \
1 A /
/4 . 0,5
r vl ™
//
100
4/ /
//
0 0
2 5 2 2
1027 %07 100° %101% S102 Itma 10" o2 2 S igima)
v
BE = Vae
W) Veg =2V W’,“" Ichhg =10

0,5 05

10! : 102 ) lc(mA) 10’ 102 2 5. 'C('"A'
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BCW 90 A, B, C,

BCW91A B,
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
(n;Ii ) ng f = 1
z _ pl = 1MH
Vee =2V gE=o0 :
50
300
20
200 10
\\
5 N
100 NS
2
0 1
2 2 5
10 20 50  lgimA) 10! 100 10" VgV
Cip .
{pF) f = 1MHz
e=0
50 =
\
20
10
5
2
'S 5 o 5
10 10 VegtV)
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR BCW 9
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL BCW 9

WN
> >
0w

’

- LF Amplification
Amplification BF V. { 40V BCW 92
CEO —60V  BCW 93
Ic -08A
ho1e 100200 (A)
(—150 mA - =2 V) 150-300 (B)

Maximum power dissipation Plastic case F 139 B — See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Bortier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages
Prot
w)

1,5 N

EAN y L
7 B
\\ 1) Tamb‘DC) Without heatsink

0,5 T Sans refroidisseur Bottom view
ll )] (2 T oet°C Vue de dessous
1 Weight : 0,3 g.
0 50 100 150 200 Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’'UTILISATION (Sauf indications contraires)
BCW 92 BCWwW 93
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso —50 -70 Y
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VC EO —40 —60 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO -5 -5 v
Collector current
Courant collecteur l("; -0,8 -0,8 A
Peak collector current = - —
Courant de créte de collecteur tp 300 s ICM "2- 1.2
Power dissipation Tamb™= 25°C P 0,610 0,610
Dissipation de puissance Tease= 25°C tot 1,55 1,55 w
Junction temperature a
Température de jonction max. Tl +150 +150 °c
Storage temperature min. T —55 —55 °C
Température de stockage max. stg +150 +150 oC
76-10 1/5
THOMSONGSE s
SESESENN




STATIC CHARACTERISTICS Tamb =25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Ve = \"
cs =40 BCW 92 -30
g =0
Collector-base cut-off current ‘CBO nA
Courant résiduel collecteur-base v =_60V
cB _ BCW 93 -30
IE =0
=—-40V
Vee _ BCW 92 -30
Vge = 0
'CES nA
Vee Z 60V BCW 93 -30
Vee =0
Collector-emitter cut-off current
Courant rdsiduel collecteur-émetteur Veg =40V
Vge =0 BCW 92 -4
T, = 126°C
amb
'ces HA
Veg =-60V
Vge =0 BCW 93 —4
Tym= 125°C
Emitter-base cut-off current Vgg =3V lego —30 nA
Coursnt résiduel émetteur-base | c 0
Collector-base breakdown voltage Ic =-10pA Visricgo |BCWo2 | 50 v
Tension de claquage collecteur-base g = BCW 93 =70
Collector-emitter breakdown voltage |Ic = —10mA V(BR)CEC’; BCwW92 | -40 v
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0 BCW 93 —60
. | =-10uA
Emitter-base breakdown voltage E v -5
Tension de claquage émetteur-base lc =0 {BRIEBO v
Veg =-2mA A 60
CE h
'C = _-2mA 21E B 80
Static forward current transfer ratio |Vog =—2V A 100 200
Valeur statique du rapport de transfert | =_150 mA B 150 300
direct du courant C h *
21E
Veg =-2V A 35
g =-500mA B 50
* pulsed 1, =300us & < 2%
Impulsions
2/6
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BCW92A, B

BCW93 A, B
STATIC CHARACTERISTICS T -250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg =-2V _0,85
lc =-150mA
Base-emitter voltage *
Tension base-émetteur VBE v
Veg =2V 11
IC = —500 mA .
lg =—15mA
lc =-150mA —0.2
Collector-emitter saturation voltage
Tension de e e -émetteur VCEsa? v
lg =-50mA
lc =-500mA —0.7
| =-15mA
B _
ic =-150mA 0,95
Base-emitter saturation voltage VBEsa*; Vv
Tension de saturation base-émetteur
lg =-50mA 12
lc =-500mA '
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
Veg =—2V
Transition frequency ! = -50 mA f 135
P C T MHz
Fréquence de transition P ~ 100 MHz
Veg = -10V
Input capacitance g =0 Coop 10 pF
Capacité d'entrée f =1 MHz
Vgg =—056V
Output capacitance EB _ c F
Capacité de sortie Ic =0 11b 40 P
f =1 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Juqction»ambie_nt thermal resistance Rth(i-a) 200 /W
Junction-case thermal resistance .
,“u ftanc rhermiquro (jonction-boitier) Rth(l'C) 80 °C/W

* pulsed tp =3004s 5 < 2%

Impulsions

3/
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

hot N— “VeEsat
VCE = —2V {V) 'C/I!=10
400 1
300
B
—/’ ™~
200 A \\ 05
100 /
/
0 2 5 2 5 0
o 2 2
1077 10 700" T10'T T102 S imay 10’ 10? ® igima)
—-V -V
BE — BEsat
v) Veg =72V ) Ic/lg =10
1 / / 1 / /
//
-—'—-
0,5 0,5
0 2 5 2 0
5 2 5 2 5
10! 102 —1gimA) 10! 102 —1g{mA)
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BCW92 A, B, KA, KB
BCW 93 A, B, KA, KB

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

(MHz) Veg = -2V

300

200/

100

10 20 50

C
(;2”%.)2 f = 1MHz
6 =0
a
N
N
2 AN
\\
10! N
8
L
N
4
2
10°
2 468 2 468 2
107! 10° 10 VgV

11b
(pF)

1 MHz

6
—VegglV)
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BCW94 A, B,C
BCW95A B

NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

- LF Amplification
Amplification BF
v {40 \") BCW 94
CEO 1eov BCW 95
Ic 04 A
ha1e 100-200 (A)
150-300 (B)

Maximum power dissipation Plastic case F 139 B-— See outline drawing CB-76 on last pages

Dissipation de puissance maximale

Boftier plastique

Voir dessin coté CB-76 dernidres pages

P,

tot

W)
e o Joo%
T \ B
|
0,54 H 2 (M) T, plCl  Without heatsink
’ > am Sans refroidisseur Bottom view
:' " (2 T, ot°C) Vue de dessous
L Weight : 0,3g.
[} 50 100 150 200 Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
BCW 94 BCW 95
Collector-base voitage
Tension collecteur-base Veso 50 70 v
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 40 60 A
Emitter-base voitage
Tension ématteur-base Veso 5 5 v
Collector current
Courant collecteur I'c 04 0,4 A
Peak collector current |
Courant de créte de collscteur CcMm 1 1 A
Power dissipation (1) Tymp = 25°C P 0,54 0,54 W
Dissipation de puissance (2} Tease = 25°C tot 1,15 1,15
Junction temperature T.
Température de jonction max 1 +150 +150 °C
Storage temperature min T —55 —55 °C
Température de stockage max stg +180 +150 oc
76-09 1/5
THOMSON-CSF
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BCW94 A,B,C
BCWY5 A, B

STATIC CHARACTERISTICS T =250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vep =40V
,ECB - BCW 94 30
Collector-base cut-off current |
Courant résicduel collecteur-bass VCB =60V cso nA
e = BCW 95 30
Vop =40V
vE L BCW 94 30
BE nA
Vo =60V
Ve BCW 95 30
BE
Collector-emitter cut-off current Veg =40V Ices
Courant résiduel collecteur-£émetteur VBE = BCW94 4
T amb— 125°C
A
Vg =60V H
Vgg = BCW 95 4
Tamb=125°C
Emitter-base cut-off current Veg =3V |
Courant résiduel émetteur-base IC = EBO 30 nA
Collector-base breakdown voltage lc =10uA Vv BCW 94 50
Tension de claquage collecteur-base | E = (BRICBO BCW 95 70 v
Collector-emitter breakdown voltage | !c = 10MA v * BCWO94 | 40 v
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0 (BR)CEO BCW 95 60
Emitter-base breakdown voltage lg =10pA Vv
Tension de claquage émetteur-base i c = 0 (BRIEBO 5 v
BCW94 A
7
BCW 95 A 0
\ =2V
|ccE =2mA h21e BCW94B|
BCW958B
BCW94 C| 150
BCW 94 A
BCW g5 A 100 200
Static forward current transfer ratio VCE =2V
Valeur statique du rapport de transfert
direct du courant lc =50mA :g‘x g; g 150 300
h * |[BCW94C| 200 400
21E BCW 94 A
BCW 95 A 30
Vo =2V
oCCE = 150 mA BCwo4 B .
BCWO5 B
BCW94C| 70
* pyised 1o =300ps & < 2%
Impulsions
2/5
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BCW94 A B,C

BCW95 A, B

STATIC CHARACTERISTICS T =250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)

Test conditions .

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Base-emitter voltage Vee =2V v * 09 v
Tension base-émetteur 'C =50 mA BE !

lg =5mA

. . e =50mA 025

Collector-emitter saturation voltage c V. v
Tension de i lg =20mA CEsat

Ic =200mA 0.2

lg =5mA

. N IC =50 mA * 09

Base-emitter saturation voltage Vv Vv
Tension de saturation base-émetteur g =20mA BEsat

lc =200mA 0,95

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux)

VCE =2V
Transition frequency | =50 mA f
Fréquence de transition fC = 100 MHz T 80 MHz
o Veg =10V
utput capacitance = C
Capacité de sortie ;E ? MH 22b 5 8 pF
= z
Input i Vgg =05V
nput capacitance _
Capacité d'entrée lc =0 C1 1b 20 oF
f =1MHz
* Puised 1, =300ps 5 < 2%
Impulsions
3/5
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BUVY IO A, B, RA, KD

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

hote —
Vgg =2V
400
C
300 /

100

™N
/,/‘ \\\\
N\

\

N\

0

102 10t 100 107 102 ig(maA)
Vee T
) Veg =2V
1

//

.——‘/
05
0

10 100 200 500 IgtmA)

o ~
Ic/|B=10
1
05
//
0
10 100 200 500 !cimAl
BEsat T
v Ic/Ng =10
1 //
L—1
05
0
10 100 200 500 IclmA}

4/5
442



BCW94 A, B, C, KA, KB, KC
BCW 95 A, B, KA, KB

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

r Can —
(MHz) VCE=2V {pF) f = 1MHz
|E =0
300
200 10
\\ \\~
100—— \ \\‘\
\ ™~ S
0 1
10 20 50  Ig(mA) 107! 100 10’ VegV)
€116 —
(pF) f = 1MHz
IC =0 |
\4\
i
\
10 S~
1
107! 100 - VegV)
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PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR BCW 96 A, B
TRANSISTOR PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL BCW 97 A B
’

- LF amplification
Amplification BF v { —40V BCW9%
CEo —60V  BCW 97
'C -04 A
ha1E 100 - 200 (A)
(—50 mA,—2V)( 150 - 300 (B)
Maximum power dissipation Plastic case F 139 B- See outline drawing CB-76 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier plastique Voir dessin coté CB-76 dernidres pages
Prot
w)
=N D
' (2) - (T, pleC)  Without heatsink 8
0,54 H ) o) Sans refroidisseur Bottom view
' @71,
1 case Vue de dessous
A
N Weight : 0,3 g,
[} 50 100 150 200 Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
BCW 96 BCW 97
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso -50 =70 v
Collector-emitter voltage _ _
Tension collecteur-émetteur Vc EO 40 60 v
Emitter-base voltage \ — —
Tension émetteur-base EBO 5 5 v
Collector current 1 _
Courant collecteur c 0.4 —0.4 A
Peak collector current _
Courant de créte de collecteur ICM 1 -1 A
Power dissipation Tamp = 25°C (1) P 0,54 0,54 W
Dissipation de puissance Tease = 25°C (2) tot 1,15 1,15
Junction temperature :
Température de jonction max Tl +150 +150 °c
Storage temperature min T —55 —55 °C
Température de stockage max stg +150 +150 °C

76-09 1/8
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DLYW J7 "™, D

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vag =—40V
B o BCW 96 -30
Collector-base cut-off current E |
Courant résiduel collecteur-base cBo nA
VCB =-60V
2o BCW 97 -30
E =
Vap =-40V
veE o BCW 96 -30
BE —
nA
Vap =—60V
vE o BCW 97 -30
BE —
Collector-emitter cut-off current Ices
Courant résidue! collecteur-émetteur VCE =—-40V
Vgg =0 BCW 96 -4
Tamp=125°C
HA
Veg =—60V
Vge =0 BCW 97 -4
- ]
Tamb= 125°C
Emitter-base cut-off current Vegg=-3V
Courant résiduel émetteur-base Ic = leBO =30 nA
Collector-base breakdown voltage :C =-104A ViBRICEO BCW96 | -50 v
Tension de clsquage collecteur-base E = (BR) BCW 97 | —70
Collector-emitter breakdown voltage | 'c = ~10KA v *| BCW96 ) —40
Tension de claquage collecteur-émetteur lg = (BR)CEO sewor | —60 \
Emitter-base breakdown voltage g =-10uA
Tension.de claquage émetteur-base |(E: =0 V‘ BR)EBO -5 v
Veg =-2V A 70
lc =-2mA B 100
Static forward current transfer ratio | Vo = -2V
Valeur statique du rapport de transfert | CE _ h21 E * A 100 200
dirsct du courant c =-50mA B 150 300
Veg =-2V A 30
Ic =-150mA B 40
#* pulsed t,=300us & <2%
Impulsions
2/5
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BCW96 A, B
BCW97 A, 8

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb = 25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesurs Min. Typ. Max.
Base-emitter voltage Veg =-2V
Tension base-émetteur | CCE =_50 mA VBE‘l -0,9 v
| =-5mA
B
lc =-50mA -0.25
Collector-emitter saturation voltage
Tension de i VCE”t* v
Ilg =—156mA
Ilc =—150mA -02
lg =-5mA
o =-50mA —08
Base-emitter saturation voltage V *
Tension de saturation base-émetteur - BEsat v
| =—-16mA
lc =-150mA —0.95
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux
Vap =2V
Transition frequency | CE — 50 mA f 135 MH
Fréquence de transition (] T z
f = 100 MHz
Output capacitance :/CB i 510 v c F
Capacité de sortie E 22b 10 p
f =1 MHz
Input capacitance Ves i —05V c 25 F
Capacité d'sntrée lc =0 11b p
f =1MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
.Luqctlon-a[nbtest tt)_erma] resistance Reh(j-a) 230 /W
Junction-case thermal resistance R
s thermique (j jon-bofitier thij-c) 110 °C/W
* Pulsed 1, =300us & < 2%
Impulsions
3/5
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BLW 37 A, B,

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

21E T ~VCEsat 1=
Veg =2V c/lg =10
1
300
B
b1 N
1] N
200
A
,/—-1 H\\ 0,5
100 \\ /
0 5 2 5 0 2 5 2 5
102 “107 100° ®101° *102 — IgimA) 10 102 ~igtmA)
-V . ~
5 Vee = —2V Veesat I/1g =10
1 // 1 //
// %
_.—-——/ L
0,5 0,5
o 5 2 5 o 1 2 5
10° 102 ~te(mA) 10 10 ~IgimA)
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BCW96 A, B,

BCW 97 A, B,
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
f. C.
T 22b T = TMH
{MHz) — (pF) z
VcE =-2V . lE =0
4
300
—
/ \ 2
N
1 \\
200 10
8 N
\\
~
4
100 N
2
0 100 4 6 2 4 68 2
2 4
10 20 50 —igima) 10! 10 10! VetV
C
(;;‘,’ f = 1MHz
Ic =0

100 4 68 8

10" 10° f v
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NPN SILICON TRANSISTOR
TRANSISTOR NPN SILICIUM

Compl. of BCY 78 and BCY 79

*BCY 58
BCY 59

- For switching and amplifier
- Pour commutation et amplification

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

5K Preferred device

Dispositif recommandé
v 32v BCY 58
CEO 45V BCY 59

Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages

Prot
w) .
Bottom view
0,75 \ Vue de dessous
(2)
0,50 c@ E
\ m \ B
0,25 . \
") (1) Tamb!°C Weight : 0,32 g. Collector is connected to case
50 100 150 (2) Tcasetcc’ Masse Le collecteur est relié au boftier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES}) T b =+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION am (Sauf indications contraires)
BCY 58 | BCY 58
Collector-base voltage A"
Tension collecteur-base CES 32 45 v
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 32 45 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 7 v
Collector current
Courant collecteur 'c 200 mA
Base current ]
Courant base B 50 mA
Power dissipation P,
Dissipation de puissance tot 390 mw
Junction temperature
Température de jonction max Ti 200 °c
Storage temperature min T — 65 °C
Température de stockage max stg +200 °C
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(Unless otherwise stated)

STATIC CHARACTERISTICS T =25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions "
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vap =32V
Ve BCY 58 02 10 nA
BE
Vce =45V
Voe =0 BCY 59 02 10 nA
BE —
I Vag =32V |
Vce
Vge = BCY 58 10 uA
T.mb= 150°C
Collector-emitter cut-off current Ve =45V |
Courant résiduel collecteur-émetteur CE CES
Vge =0 BCY 59 10 uA
Tamb_ 150°C
Veg =32V
Vgg =02V BCY 58 20 HA
Tamb™ 100°C
VCE =45V
Vgg =02V BCY 59 20 KA
Tamb =100°C
. | =
Emitter-base cut-off current C 1
Courant résiduel émetteur-base Vgg =5V EBO 10 nA
Collector-emitter breakdown voltage lc = 2mA V(B R)CEO BCY 58 | 32 v
Tension de claquage collecteur-émetteur lg = BCY59 | 45
Emitter-base breakdown voltage 'c = v
Tension de claquage émetteur-base ] E = 1uA (BR)EBO 7 v
2 145
Ic =10uA . Vil 0
21E I1X 40 220
Veg =5V
X 100 300
vil 120 170 220
Ic =2mA h vl 180 250 310
Veg =5V 21E
CE IX 250 350 460
Static forward current transfer ratio X 380 500 630
Valeur statique du rapport de transfert
direct du courant vil 80 190
lc =10mA h vin 120 260 400
Veg =1V 21E
CE X 160 380 630
X 240 550 1000
VIi 40
lc =100mA N Vil | 45
Veg=1V 21E X 60
X 60
. [ =2mA
Base-emitter voitage C \
Tension base-émetteur Veg =5V BE 0,55 0,62 0,7 v
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BCY 58, BCY 59

STATIC CHARACTERISTICS  (Following) T = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES  (Suite) amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditiohs de mesure Min. Typ. Max.
lc =10mA
= BCY 58 | 0,05 0,12 0,35 Y]
. . | =0,25 mA
Collector-emitter saturation voltage B VCEsat
Tension de saturation collecteur-émetteur IC =100 mA
g =25mA BCYS59| 0,156 03 0,7 \Y
'C =10 mA
| =025 mA BCY 58 06 07 085 \Y
Base-emitter saturation voltage B ’ VBEsat
Tension de saturation base-émetteur IC =100 mA
lg =25mA BCY69 | 0,75 09 1.2 Vv
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
VvH 125 200 250
| =2mA
Forward current transfer ratio \f —5v ho1 VIH 175 260 350
Rapport de transfert direct du courant L CE ; 1 kHz e 1X 250 330 500
| X 350 520 700
H
T
| Vil 1 a4
lc —2mA Vil 2'§ ;:5 6’5
Input impedance = h , ,
Impédance d‘entrée :, E _ ? l\(/HZ e 1X 32 45 85 k@
X 45 75 12
Output ad lc —2mA \\:: :| = o
utput admittance v =5V h 0
. - CE 22e S
Admittance de sortie ¢ -1 KHz 1X 30 60 !
X 50 100
| =10 mA
Transition frequency \f =5V f 125 250 MH
Fréquence de transition CE T z
f =100 MHz
Collector-base capacitance Vegg 10V c
Capacité collecteur-base f =1 MHz CBO 35 6 pF
Emitter-base capacitance Vegg=0.5V c
Capacité émetteur-base f =1MHz EBO 8 15 pF
Ic =0,2mA
o Vee = 5V
Noise figure . Rg =2k F 2 6 48
Facteur de bruit f — 1 KkHz
Af =200 Hz
* pylsed t, =200us 5 < 1%
Impulsions
3/7
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SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

Turn-on time :C ~=I‘o‘l"“1émA ton 85 150 ns
Temps total d’établissement B17~'B2™ totf 4
CRK n 1 80 800 ns
Turn-off time :C T 100 mA K 5 150 ne
3 ~—|p,~10 mA on
Temps total de coupure CBR1 K n° 822 toff 450 800 ns
CRKn°1 : R1=5k%, R2=5kQ,RL=990 Q,—VBB=3,GV
CRKn°2 : R1=500k{, R2=700kQ,RL=989,——VBB=5V
> 1us
ol *
Oscilloscope
Oscilloscope
0 z > 100kQ
t. < 16ns
HJ i
T 1oV
+—O
Rise time of input voltage 5 ns, pulse duty factor < 1%, generator impedance 50 Q
Temps de croissance de la tension d‘entrée, facteur de forme de I'i Ision < 1%, géné édl: 50 Q.
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BCY 58, BCY 59

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

(mA) —— Ic =
] ,Jnl\# e (mA) i - amp = 25°C
L] 10 A/q,\y/
T N
T v L~
= //Agp{,
8 ( 1 % e —
g
A
6 C/ 1//%/
1 ~F— qaph
A ] A
— 201
4 ol T 1euh
. LT
= 2R
T |1
2 Y. |t 8 uA
T g =4uA
0 0 l I
0
0 04 08 1,2 16 Ve 4 8 12 VeV
'c T c ( li) [
= 25° m, ’
amb
mA) /,&\3 g 80 uh il ]
/
10 / NS> 6 /\/ oph | | |
< e ]
8 i p | 60 bR L
d I [ f "]
a5 ke 12 =T b
E —t
T | e —T"| 0 A
6 A I | a0pA L _
ol 6 ph "] ’ﬂ
LA /L//l’ 8 — 30 pA
I — ——T"
4 // "1 'AHA L(J I 20 uA
1 ] £ L—
— T S P, s
2 —1 B=2MA 4 lg =10 uA—
| T | L T T
0 20 30 VeV 0
o 10 40 eV o 2 " 6 s

Vee!V!
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

(mA)
Ve
Tamb

g5V
= 26°C

e . ,
(mA) Vee f 5V H
Tomb= 25°C '|
100 #
80
60
/ 40
20
/ b
V.l
27
0
08 VgV 0,4 0,6 VgelV)
VCE”,' TTT
{mV
= 1,/10
/ AN T = S
4 amb—
</
/ 200
——— \
- \\ \
] 150
/ [ oG
B0 T
T N 100 P
)
1 I //’/
50
1}
68 4 68 2 468 = 2 4 8
10 10 IgimA} 10




BCY 58, BCY 59

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

VRF fT
N P wha[ T T 17T
B " lc Vog = 5V
[Tamo™ 7 f = 100 MHz
08 4001 Tamp™ 25°C
LT
—" 11
>
M s B
06 1 300 * P
== N
04 200 WF ”’H‘F
e
/1
P
02 100/ - H
0 oL
2 468 2 468 2 468 ,2 468 2 468 2 468
107 100 10! ImA) 107 00 lo! )
Ccso,___ _ '
(norm.}| lg =0
Lt =10,7MHz
Tomp= 25°C
2 B
1,6 ™ -
1,2 \ —
N
0,8
0,4
0 4 8 12 16 VegolV)
17
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR BCY 69
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

- LF small signal amplification (low noise)
Amplification BF petits signaux (faible bruit)

Vceo 20V

Ic 100 mA

h1e (2 mA) 600 - 900

F (0,2 mA) 5dB max
Maximum power dissipation Case TO-18 — See outlinedrawing CB-6 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages

1ot
w)

6 -
’ 1\ (2)
|
s || ek
I
N (1)\ 8

TN

Tomp(°C " .
\ amb{C) 1) Weight : 0,32 g. Collector is connected to case

o
200 T case 2) Masse Le collecteur est relié au boitier

o] 50 100 150

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = 4+250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage vV
Tension collecteur-base CBO 20 \
Collector-emitter voltage Vv,
Tension collecteur-émetteur CEO 20 v
Emitter-base voltage v
Tension émetteur-base EBO 5 v
Collector current ]
Courant collecteur c 0.1 A

Tamp = 25°C (1) 03 w
Power dissipation Ptot
Dissipation de puissance o

Tcase = 25°C (2) 0,6 w
Junction temperature T.
Température de jonction max i 175 oC

min —55 °C
Storage temperature T
Température de stockage stg
""3] +175 °C
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

T =25°C

amb

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure
lg =0
E 15 A
Vgg=20V "
Collector-base cut-off current )
Courant résidusl collecteur-base cBO
g =
Veg=20V 15 uA
Tamb= 190°C
Collector-emitter breakdown voltage lg = V
Tension de claquage collecteur-émetteur |(B: =2mA (BR)CEO 20 v
Emitter-base breakdown voltage Ic = Vv
Tension de claquage émetteur-base g =1uA (BR)EBO 5 Vv
lc =10uA 100 300
Veg=5V
Static forward current transfer ratio . =2mA
Valeur statique du rapport de transfert c =4m h
21E 450 650
direct du courant VCE= 5V
lc =10mA 500
Veg=5V
Base-emitter voltage lc =2mA
Tension base-émetteur \?CE= 5V VBE 05 0,7 \
lo =10mA
c 01 o
lg =05mA ’ 25
Collector-emitter saturation voltage Vv Vv
Tension de i 7 CEsat
o =100 mA
c 0,6
lg =5 mA 02 ’
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BCY 69

DYNAMIC CHARACTERISTICS 1 =250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions ;
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
f =1kHz
Forward current transfer ratio = h
Rapport de transfert direct du courant I 2mA 21e 600 900
Veg=5V
| g f =1kHz
nput impedance _ h
Impédance d'entrée .C =2mA e 8 15 kQ
VCE= 5V
R | transfer rati fo=TkHz
everse voltage transfer ratio _ h g
Rapport de transfert inverse de la tension Ic =2mA 12 25 104
Veg=5V
f = 1kHz
Output admittance - h
Admittance de sortie Ilc =2mA 22b 150 uS
Veg=5V
. ) ic =10mA
Transition frequency c f.
Fréquence de transition Vee=5V T 150 MHz
f =100MHz
Veg=5V
Output capacitance =
Capacité de sortie e Ca2p 8 pF
f =1 MHz
Ilc =02mA
Vep=5V
s CE
Noise figure
Facteur de bruit RG =2k F 5 dB
f = 1kHz
Af =200 Hz
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

(mA) o>
N
/ /0/ Tamt =26°C
80 // &
008
60 / /
4 / 0,0""
40 l‘% 004
//
| ba
20 1g=002m
0
5 10 15 20 Ve
|
VCE =6V
h21 E
1000 TN
A
800
600 hsC
-
400 ’\;"j i
/A l,sE"C (/ NN
200 ﬁ =
0
102 0! 10° 10! IgimA)

e
(mA) 0.8
T /Qiﬁ—&
gp LM =25°¢ T 014
/
g
60 | oo
/ 0,08|
06
40 %
0,04
20 15 =0.02mA
0
0,5 1 1,6 Vee™)
Vee [T
) | VcE =5V
/
08 ot
-668°C_L—1""1
>
0,6 i
X %
Tamb ;'11//
04
st
A
//r
0,2
1]
7 5 12 2 5
102 107 10° 10" lgima
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BCY 69

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Y
CEsat BE:
W) T 8 P
Ic=201g Ic=201g LA
/ ' ] - A
0,20 { I 08 ——-55G
/1 7] /
// e BT //
0,15 y/ 0,6 |- amb 7
/ T | A
"‘ 1V /
A
0,10/ =200 ol -/ // 04 Lﬂ‘f’/4
aAmb = 250¢ » /’1
— [ - L~
-550¢
0,05}——— 0,2
2 4 68 2 4 68 I 3
100 200 0! 2 4 68icmA) 10_, 2 4 6%00 2 a 6%0‘ 2 4 ?c?mA)

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

h21E T h11g
T T T s
vCE =5V W\ 6
— 4
1000f— = 1 kHz A oG ~ e — 8V
/Ty 2 NS = 1khz
800 // oG 102 N "’\;
/ Tt s NNV
&
% > . Nl SR\
600 /| // a Ny \\\,"Oec
Y. 2 N
400 4 _s5°C L e e s e
// 6 N
// a
200 ——1 b
2 NG
o 100 N
2 4 68 2 4 68 2
102 107 10! I{mA) 1072 107! 100 IgimA)
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (Following)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Suite)

.4 —
(1074
hi2e —T hooe T —
g Veg = 5V (k) 1 ce = 5V |
4 NN f = 1kHz 33 ’ XT\', = 1kHz
NN J TR
2 \ ,, 3 2% \
N BN 2P ANAN
101 ")4\\_‘ o5 NN
8 N \AO N 2 N
6 \\5‘0(‘ \\ \\ \\
) N NN 10'
5 AN \\ N 8
0 w N 6
100, . \
4
2
2|
107! 68 168 10°
2 48 2 4 2 468 .2 468 .2 a4
102 107! 10° te(mA) 10-2 07 300 Ie(mA)
Caz
{pF)
® \ -
6 ~J E
e = ,,
5
\‘:L
4
2
0
2 4 6 8 VestV?
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PNP SILICON TRANSISTOR BCY 78
TRANSISTOR PNP SILICIUM BCY 79

Compl. of BCY 58 and BCY 59

- Switching and amplifier
Commutation et amplification

v -32V  BCY78
CEO  _45v BCcY79

le —200 mA
Maximum power dissipation Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages
Pto(
(W)

,75
° N (2)

C(::’E
0,5 B
\ M \ Bottom view

026 \‘\ Vue de dessous
o (DT, 00 Weight : 0,32g. Collector is connected to case
o 50 100 150 (Z)Tcase(om Masse Le collecteur est relié au boltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)

BCY 78 BCY 79

St comecamsetmotiess Vees -32 45 v
i e e emotiagy Vceo -32 —a5 . v
Fmaion i oy Veso 5 v
et ot e —200 mA
e ot 's -50 mA
B nce Prot 390 mv
i‘,’,i'.ii',‘l’,‘uf:’é‘,",i'i:,‘,‘éﬁ max. T +200 °C
Storage temperature min. T — 65 oC
Température de stockage max. stg +200 oC
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Vap = -26V
VCE= 0 -20
BE
BCY 78
Vap =-32V
VCE =0 —-100
BE
nA
Vep =35V
vee ~ - 2
BE
BCY 79
Vg = 45 V
CE |
— CES —-100
Vgg =0
VCE =-25V
Collector-emitter cut-off current Vgg =0 BCY 78 _10
Courant résiduel collecteur-émetteur T = 150°C
amb
Veg =35V
Vee =0 BCY 79 -10
Tamp= 150°C
HA
Vg = -32V
Vge = 02V BCY 78 —20
Tamb= 100°C
Icex
Veg =45V
Vgg =-0,2V
TBE =100°C BCY 79 —-20
amb™
. . Vep =4V
Emitter-base cut-off current EB
Courant résiduel émetteur-base lc = 'eBO —-20 nA
Collector-emitter breakdown voltage lc = -2mA v BCY 78 | -32
Tension de claquage collecteur-émetteur lg =0 (BR)CEO BeY 79 | 45 Vv
Collector-emitter breakdown voltage Vgg = v BCY 78 | —32
Tension de claquage collecteurémetteur g =-10uA (BRICES | gcy 79 _45 v
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BCY 78, BCY 79

STATIC CHARACTERISTICS T ~250C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
. 1 =0
Emitter-base breakdown voltage C \
Tension de claquage émetteur-base lg =1pA (BR)EBO -5 v
cl. Vil 30 200
| =10 uA
c vﬂ X | 40 270
Veg =-
ch. X 100 340
cl. Vii 120 170 220
Ilc =—2mA cl.VIll | 180 250 310
Vap =5V
CE cl.IX | 250 350 460
Static forward current transfer ratio h cl. X 380 500 630
Valeur statique du rapport de transfert 21E
direct du courant cl. vl 80 180
lc =-10mA cl.Vi | 120 260 400
Veg=-1V cl.IX | 160 360 630
cl. X 240 500 1000
cl. VIt 40
g =-100mA cl. Vil | 45
Veg =—1V a.ix | 60
cl. X 60
Base-emitter voltage Colg =-2mA Vge 0,6 —0,65-0.75 v
Tension base-émetteur VCE =-5V
lc =-l0mA BCY 78 | 0,06 -0,12-0,25
'B = -0,25 mA 4 ‘ 4
Collector-emitte: saturation voltage V,
Tension de i i CEsat v
i lC = —-100 mA BCY 79 | 02 —04 —08
Ll =-25mA 2 04 =0
lc =-10mA BCY 78 |-0,6 —0,7 —0,85
IB =-0,25 mA ' ! !
Base-emitter saturation voltage
Tension de saturation b teur VBEsat \"
'c ~-100mA BCY 79 |—0,7 ~0,85-1,2
IB =—-2,56mA ' . ’
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(Unless otherwise stated)

DYNAMIC CHARACTERISTICS T ~-25C ss othe t
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ~ amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
cl. Vil 125 200 250
) lc =-2mA c.VIl | 175 260 350
Forward current transfer ratio Ve = =5V hote
Rapport de transfert direct du courant ‘ CE -1 KMz el 1X 250 330 500
cl. X 350 520 700
cl. VI 16 2,7 45
| : Il =-2mA cl. Vil 25 36 6
nput impedance v 5V hite (391
Impédance d’entrée CE=—
§ =1 kHz cl. IX 32 45 85
cl. X 45 75 12
cl. viI 18 30
Veg =-S5V 1Lvin 24 5
Output admittance |CCE =_2mA h22e ¢ 0 us
Admittance de sortie f — 1 KMz ol 1X 20 60
cl. X 50 100
Coliecto-base capacitance VCBO=—10 v c
Capacité collecteur-base § =1 MHz CBO 45 7 pF
Emitter-base capacitance Vego=-05V c.
Capacité émetteur-base £ =1MHz EBO mo1s pF
lc =-02mA
Noise fi Veg=-5V
oise figure R, =
Facteur de bruit 9 2k$2 F 2 6 dB
f =1kHz
Af =200 Hz
Turn-on time | =—-10mA
Temps total d‘établissement |§1 ~| B2~ 1mA 'on 85 150 ns
Turn-off time t ns
Temps total de coupure CRK n°1 off 480 800
Turn-on time =
Temps total d’établissement :C r -1 0(1)(;"AA ton 55 150 ns
Turn-off time g1~lgy~—10m t ns
Temps total de coupurs CRK n°2 off 450 800
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BCY 78,BCY 79

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

CRKn®1 = R1=5KQ,R2=5kQ,RL=9909,VBB=3,6V
CRKn°2 = R2=500k§2, R2:700kﬂ,RL=989,VBB=5V

-10V

JESE

Oscilloscope
Oscilloscope

Z > 100 k2
t, <5ns

Rise time of input voltage <5 ns, pulse duty factor <1 %, generator impedance 50 2.
Temps de croissance de la tension d’entrée < 5 ns, facteur de forme de I’ ion <1%,g il 50 Q.
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

(mA) Toama ' Tamp = 25°C S T-T
/‘—222';mAA am (mAl Tamb = 25°C
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"// P 08 mA T L1 e
B L~ /1// 4 He=—1 L +—T" | —euh
= o2mA — 1 L] 4 pA
40 T B —— I ———
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0 0 [ [ 1
0 04 08 1,2 16 —Veelv) [o] 4 8 12 16 —VeeV)
|
c
-
[ (mAy T, =25°C
(mA) ! ! ! _amb ’
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N —16 4A L
8 7 —14 4A .
e e
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- s . ' ~10uA
AT LTeh 4 o BuA
e ,/' 10k e ‘6 A
/""(A s —ou
N s = e e | EdidP =i
—T | "] 2002 L~ P L —4ua
8 —T ] ’]M- % -
LT 1, =-2
; e —1OIuAJ__,_ 2 // LT B uA
Lt —T
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BCY 78, BCY 79

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

- —lc

. I
(mA) [ ] {mA) |y e =5V
LV, =5V c
cE T = 25°C
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]
I e S

6 60

2 20—
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0 0
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“VeEsat T "
(mV) N
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NOTES



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR BF 115
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

The NPN plan epitaxial transistor BF 115 is
intended for use in front-end and oscillator-
mixer stages of FM tuners and generally for all

HF uses. VeEO 30V
Le transistor NPN “plan épitaxial” BF 115 est desti- fr 250 MHz
né a étre utilisé comme amplificateur, oscillateur-mé-
langeur dans les récepteurs FM et d’une fagon générale F (100 MHz) 3,5dB
a tous usages haute fréquence.
—C12e 0,7 pF max.

Maximum power dissipation Case TO-72 — See outline drawing CB-4 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté  CB-4 derniéres pages
P(Ot
(mW)

250 —\{

\ (2 M
200 N
\ (1) In free air C@E
150 \\ A I'air libre
\\ B
100 (2)  With infinite heat sink
(1 Avec radiateur infini
50 NN
~N
° Weight : 0,7 g. Connection M is connected to case
25 55 85 115 145 175 Tamb(OC) Masse La connexion M est relide au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VC EO 50 v
Collector-base voltage v
Tension collecteur-base CBO 5 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base v EBO 30 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Veex 30 v
Collector current |
Courant collecteur (o} 30 mA
Power dissipation Tamb = 25°C Ptot 165 mw
Dissipation de puissance Tcase =25°C 300 W
Junction temperature :
Température de jonction Max Tl 175 °C
Storage temperature Min. T — 55 °c
Température de stockage Max stg
: +175 °C
76-16 1/8
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current Veg =10V
Courant résiduel collecteur-base le =0 'CBO 100 nA
| =10 uA
Collector-base breakdown voltage Cc Vv
Tension de claquage collecteur-base IE = (BR)CBO 50 v
. | =2mA
Collector-emitter breakdown voltage (o Vv
Tension de claquage collecteur-émetteur 'B = (BR)CEO 30 \
;i | =10 A
Emitter-base breakdown voltage E Y] 5
Tension de claquage émetteur-base IC = (BR}IEBO v
Static forward current transfer ratio Veg =10V h
Valeur statique du rapport de transfert | _ 21E 40 165
direct du courant c =1mA
Base-emitter voltage Veg =10V
Tension base-émetteur Ic =1mA VBE 0,66 0,74 \
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
Veg =10V
Transition frequency ) CE =1mA f 150 250 MH
Fréquence de transition c =Im T z
f = 100 MHz
: Hlati Veg =10V
Maximum oscillation frequency CE f
Fréquence limite d’oscillation | c =1mA max 910 MHz
Ve =10V
Collector-base time constant | CE _ 10, Croe 12 15
c de temps base c =1mA bb*™b'c ps
f =25 mHz
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BF 115

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

DYNAMIC CHARACTERISTICS -250C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES amb =

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Feedback capacitance (common VCE =10V
emitter) | —1mA c
Capacité de réaction (émetteur c —Im —“12e 06 07 pF
commun) f =0,56 MHz
Veg =10V
| =1mA
C
f =02MHz 1.2
Rg =300
Veg =10V
IC =1mA
f =1 MHz 35
Notee £ Rg = 50
oise figure
Facteur de bruit F dB
Veg =10V
lc =1mA
f =1 MHz 1,2
Rg =300%
Veg =10V
lc =1mA
f =100 MHz 3.5
Rg =1008
Vg =10V
Input conductance cs
Conductance d’entrée IE =-1mA 911b 33 mA/vV
f = 100 MHz
\Y =10V
Input susceptance | cB b
Susceptance d’entrée g =—1mA 11b 5,65 mA/V
f = 100 MHz
Vag =10V
: cB
Input capacitance -
Capacité d’entrée lg = —1mA —C11p 9 pF
f = 100 MHz
Feedback admittance (absolute Ve =10V
value) -y imodr lg =-1mA Y120 380 LAV
Admittance de transfert inverse (module) f — 100 MHz
Phase angle of transfer admittance Veg =10V
Angle de phase de |’admittance de lg =-1mA Y12b -90 °
transfert f — 100 MHz
3/8
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DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Tamb=25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Transfer admittance (absolute Veg =10V

value) ort (value) g =-1mA Y21 33 mA/vV

Admittance de transfert (value f = 100 MHz
Ves = v

Phase angle of feedback admittance -

Angle de phase de 'admittance inverse ‘E 1mA ‘pz 1b —145 °
f =100 MHz

o d VCB =10V

utput conductance _

Conductance de sortie IE =-1mA 9226 44 HA/V
f =100 MHz
Ve =10V

Output susceptance ) cB - —1mA b22b 940

Susceptance de sortie g =-Im HA/V
f = 100 MHz
Veg =10V

Output capacitance cB

Capacité de sortie lg =-1TmA C22b 1,6 pF
f =100 MHz

THERMAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Jur{ctlon-arknble.?t t"}ermql resistance Ren o) 200 oc/W

Junction-case thermal res'isiahn(_:e Rth(i-a) 500 oc/W

ror)
tier)

thermique (jf
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BF 116

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

| |
C
(mA) Tamb=25°c (mA) Tamb=25°c '
10 mA /"IMA
m
10— 10 —
100 A
ghs=
8 8 B
L_-—-—'—"“"SO“A
6 mA |
6 6 60 WA
____r_____ H
4 mA
4 4 40 pA.
I =2mA
E lg =20 uA
2 2 8 ot
0 0
-0,12 -08 -04 O 4 8 VetV 0 4 8 12 16 20 VetV

NE—T T 7T
{norm.) Veg =10V , Iy 4
1.6
85°C
1.2 11 ‘2506 <~
-
/Aﬂ ! A0°C — ™
= -t
0,8 — Tam?
T
04 %-—L—r—#*— 11T
0

107! 2 a 58100 2 4 ss‘l()l 2
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DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

G g
s opt. 11e
(mA/V) (mA/V) 91e 1
F c c l
(dB) 118 =" =" "11e Vee=1V [ |2y
(pF) -
10 Pd
2
8 [~ Jv =10V 10!
cE = 8
IC = 1mA 6
Tomp= 25°C e
6 K Veg =1V
) 2 //
2V
V4 4
s F 10° PrrT=
-, 8 10V
G, opt. ’/’ 6 = Lr !
L-- v 4 F5 v,
P e p———
F _F_—/ 2
Y 107
2 4 6 8 6 8
100 10! f (MHz) 100 2 * S8 2 4
—IE(mA)
mA/V) Y
_¢21e(°) 21e
f = 10,7 MHz cB _l 10V
21T = 25°C
amb 5V
102 1V
8
6
4 P
/ —
2 Ve = TV
10" 27
8 = o 3
6 — 1
4 l_sv.ijiov
2
100
2 4 6 2 4
10 10 —1g(mA)
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BF 115

DYNAMIC CHARACTERISTICS (Following)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Suite)

Y12 - Y2te .
(“ANL 12e \(pmA/(\!)) 21e
—¥12¢!°C) ————i0 21’ fmamayy,
afs = 0,5MAz 4l¢ = 0,5MHz
2| Tamp = 25°C | 2| Tamg = 25°C
Vo = 1VF10V
102 B e = — —F=%H 10°
6
° Veg = 1VE10V
4 4 ] ] = o = — -
TS
g = 1V
: : 5V
1 5 0V
10 10
: : 7
V]
Vg = 1V
4 Cc8 A 4
2V 1 v
N 5V —t R A
0V
10° 10!
2 6 8 2 4 2 4 6 8 2 4 6
—1 -1 )
iC 100 _IE(MA) 10 10 —IE(mA)
922¢ T —
(uA/V) 952 Veg = 1V
Cage [==== 32,
L e T 7 2V ]
T = 256°C / 5V
2|'amb 7/,11 |
10V
10' // 57
8 VA &l
6 ,/' V /7
. .7/
///’
2 /Z
100
8
6
N Ves = 1va _ 147
2v 3d==942 2312k 13
2 svaldesd==f"
Lal10v
107!
I 4 68 o 2 4
10 10 ~tgimA)
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (Following)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Suite)

[
Y . 11e
l 128| T T (mA/V) | L 1 1
_(:,‘A/\{l) ————lv129‘— cﬂa —_— 941 N 1
e L (pF) |====Cyyq Ves = 'V, 2y]
f = 10,7MHz f = 107MHz a'; L2233
2 = 2T, = 25°C =
Tomb 250;‘: . amb geEET Tov
3
102 v i= 1V+10V 10’ L 5V
. YR e m == .
V., = 1V, et 6 T
6 c8 i Vg = 1v ]
Tttt — - c8
4 = - 4 —
2 L—Izv st Lucv 2 2v
T 5V =
10! 10° L 10V
8 s 7,
6 6
a a
2 2
10° 10"
2 4 6 8 2 4 6 a0 2 4 6 8 2 4 6
107! 100 ~Igima) 10 100 ~1g(mA)
922¢
(WA/V)
c 922¢
22¢ c
(pF) [&===="22¢
4 = 10,7MAz
2| Tamp = 25°C
Vag = 1V
102 cB o1
8 2V
: AN
5
q /
P78
: L7
. 10! s
s 77
b A | vy =1V
14
4 7 g =
o |ed == e AT -t
2V—ip== ==%Tr—1-
2 2 =£F= 10V
I |5V
100 I |
2 4 6 8 2 4
107! 100 —1g(mA)
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NPN SILICON TRANSISTORS, PLANAR BF 167
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR

The NPN planar transistor BF 167 is intended for
use in IF video amplifiers (AGC controlied stage)
of television receivers.

Le transistor NPN planar BF 167 est destiné aux amplifica- VCB 40V
teurs F| vidéo (8 gain contrblé) des récepteurs de télévision,
C1 2e 0,1 5 pF
A Gp 60 dB
Maximum power dissipation Case TO-72 — See outline drawing CB-4 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-4 dernidres pages

P!Ot

{mW) --\

226 :~ M
e J®L

150 —f E

N (1) In free air
|\ & \ A I'air libre
|
75 T N (2)  With infinite heat sink
| \ Avec radiateur infini
1 Weight : 0,7 g. Connection M is connected to case
0 50 100 150 T € Masse La connexion M est reliée au boftier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Vea 40 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Ve 4 v
Collector-emitter volitage
Tension collecteur-émetteur Vceo 30 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émettour Vees 40 v
Collector current
Courant collecteur 'c 25 mA

o Tamp = 25°C 150 mW
Power dissipation p
Dissipation de puissance T tot

Tease = 25°C 270 mwW

Junction temperature T
Température de jonction max. i 178 °C
Storage temperature min. T —65 °C
Température de stockage max. stg +175 °C

75-45 147
THOMSON-CSF
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BF 167

STATIC CHARACTERISTICS T -25C (Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vep™ 20V

Collector-base cut-off current CB ]

Courant résiduel collecteur-base | E = CBO 1 100 nA

Collector-base breakdown voltage Ilc =10uA v

Tension de claquage collecteur-base g = (BR)CBO 40 v

Collector-emitter breakdown voltage Ilc 7mA

Tension de claquage collecteur-émetteur |B 0 V(BR)CEO 30 v

Emitter-base breakdown voltage lg =10uA

Tension de claquage émetteur-base Ic = V( BR)EBO 4 A\
Vep= 10V

CE

lc =4mA 2% 80

Static forward current transfer ratio

Valeur statique du rapport de transfert ha1g

direct du courant VCE= 25V .
'C = 10 mA

DYNAMIC CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

T ion VCE= oV

ransition frequency _ f

Fréquence de transition |C =4mA T 250 400 MHz
f = 100MHz

Maximum frequency of oscillation Veg= 10V

Fréq imale d’oscillati Ic =4mA f max 1.5 GHz
Veg= 10V

Collector-base time constant _ ,Cu,

Constante de temps collecteur-base IC = 4mA "bb cb c 7 12 ps
f = 50MHz

F oedback . VCE= oV

eedback capacitance _ —

Capacité de résction lg =0 C12e 015 0,25 pF
f =10,7MHz

Maxi " lized . Veg= 10V

Gaai:umur‘n ur:;aﬂte(a ize powe‘;’ga‘m Ic =4mA Gp max 42 dB
f = 36,6 MHz

Gain regulation range Ilc =4+ 8mA AG 60 dB

Plage de régulation de gain f = 36,6MHz p
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BF 167

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Tamp =25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Input conductance
Conductance d'entrée

Input susceptance
Susceptance d’entrée

Short-circuit input capacitance
Capacité d’entrée, sortie en court-circuit

Reverse transfert admittance
(absolute value)
Admittance de transfert inverse {module)

Phase angle of reverse transfer
admittance

Angle de phase de I'admittance de
transfert inverse

Feedback capacitance
Capacité de réaction

Transfer admittance (absolute value)
Admittance de transfert direct (module}

Phase angle of forward transfer admit-
tance with input short-circuit

Angle de phase de I'admittance de transfert
direct, entrée en court-circuit

Output conductance
Conductance de sortie

Output susceptance
Susceptance de sortie

Open circuit output capacitance
Capacité de sortie, entrée en
court-circuit

Vgg= 10V
—4 mA
36,6 MHz

I

-
]

911e

33

mA/V

b1te

4,6

mA/V

Cite

20

pF

Y92l

34

HA/V

$12e

—C12e

0,15

pF

(Y21l

95

mA/V

$21e

922¢

uA/vV

b22e

320

HA/V

C22e

14

pF

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-ambient thermal resistance
i, harmious (ioncti )

Rth(j~a)
.

1000

°Cc/W

Junction-case thermal resistance
Résistance thermique (jonction-boftier)

Rihij-c)

550

°c/W
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

(mA)

25

20

15

10

Tymo= 25°C
P
W
s‘é%g:\*h
)
W
//’I 1’759:00 e
A
//// /P[
g
/4B
/// 'Z‘|>° "‘k’
,/ 100 pA ——7
e |
v 1o = 50 A ——
4 8 12 18 20 v
Vo =10V
CE
Tamb=25°c
,
02 04 06 08 1 Vgiv)

(mA)}

VCE =10V

= 0,
T mb. 25°C

25

20

10

P~

5 Ig (mA)

V(BRICER
V)

l.=2mA

45

-
[

40
35

it
o

Y/
A

— 959,
T ame = 26°C

30
25

S
m

20
15 |
10

e

-l

O

!

VisriceEr

2
1027z ke
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BF 167

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

o — e
(ma) || =100 MHz ] | (mA) f=35,GhtHz
6| amb= 25°C — — Tamb=25 ¢
IREPZ=== 12
( | 10
2 N + =400 MHz, 4 //
A AT -~
N 8 4 —
. ~ o N =
1 T
8 ‘\ [300 MHz 6 y //Véé/
6 N S50 WS / //
a \ 4 Y., | =90 kA
/,
™~ 100 MHz oA HA
2 2 roAd
\_mso..: -
10" 0
0o 4 8 1216 v v 0 2 4 6 8 10 12 Ve
V32! %11e
sl T T T ! 'y A/NV) 8 T T T T
a8 Wi T vgg=1v ,/ (maN 21 S11e
———— V4 | e=== ¢ y.
4 ¢‘l2e V4 }(l 4 11e - V/ /
o Y Lo smewe | Vot 7
= L 120 T = 25°%
0 f = 36.5 MHz P 9\'1 ) . amb /2V ////
a 'Tamb_ 25°C ~ %6 ﬂ( 10 8 II I‘ll /
6 2119 Vie 6 sV
o =T o JAVAY
- "4 7
///ov
2 2 / /’
8 Ly 8 “
6 6
4 4
=1V
, ; ; o eyt
- +
10° 10! 107! 5:’\‘ T
2 4 8 8 o 2 4 6 8 1 2 4 6 8 0 2 4 6 8
10! 10 ~ig (mA) 10 10 —Ig tmA)




DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Iv219I 911 -
(mA/V} 8 Y. (mA/V) 8|Veop =10V
6 0218 Cire 6l =107 MHz /r'
4TTTT T2e oF) *|Tamp =25°C -7
f = 36,6 MHz _é L~
2 ° 21e 2 CAre"
T b =25°C l°) E \
102 | YooYl 103 10! ~£]
8 Y 8 8 g =
6 \ 6 6| —>
5V N4
4 \ a
» 2V \ \
2 1; \ 2 2
0
10’ \ \ \.“ 102 100
8 7 AT 8 O
6 £ 6 6 N
Veg=1V V5V o
4 CE A 4 4 /!
IR e g R Ll //
100 101 10.1 2 4 6 8 4 68
4 6 8 2 4 6 8
10! 10° ~Ig (mA) 10! 100 I (mA)
-
922¢
(uA/V) 8 922¢
6
o "7 C22
It =36,6 MHz M
2[T,m =25°% Veg=1 v;,t
3 /
107 71/ 114
6 / 2V 1)
4 [ /[
vaxe
2
/ / / / C22¢
2 10V F
10 1 vi . {pF)
of JAViREH
. / /,/ / -
N A A=A
2 e 2
g 5 V4
FE-JZZ2Ry
10! SEE=A~ 7 L] 100
R 2 4 6 8 2 4 6 8
10" 10° —ig (mA)
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BF

167

DYNAMIC CHARACTERISTICS (Following)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Suite)

Y3 2 ¥21,]
(uA/V) 8 'VCB =10V {mA/V) g ’VCB =10V
61 6 - f =10,7 MHz 6 717 ¢ = 10,7 MHz
=25C 4
(o) Tomp — 22 © Tamb = 25°C
]
2 2 . 21e
2 2 e
10° Ee=ts==3=% YL 10
8 12e 8 1
6
4 w3 S
M= 2Ne[=——LAm =t~ =
2 A 24— \4 (
»\Q:
7 N |
10! E1Y 5] = 10" =
8 8 —+—s
6 6 - — =116
4 af—— - e T = )
2 2 %”‘*‘L ‘L——z
10° 100
2 4 6 8 2 4 6 8 1 2 4 6 8 0 2 4 6 8
107! 100 I (mA) 10 10 I (mA}
922¢
wAV) sF [ —Veg =10V
6 — f = 10,7 MH.
Co2e B e
(pF) T Tamp =25°C
S I N e e
102
6 — 4
b SRUURSEE S S - — — -
A 74 i
4
10" L3222
8
6 1
4
2
100 k== — b || ==1C22eT ™
4 6 8 2 4 6 8
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR BF 173
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX

The NPN r|anar epitaxial transistor BF 173
intended for use in LF video amplifiers (un-
controlled stages) of television receivers.
VCB 40V
Le transistor NPN “planar épitaxial” BF 173 est
destiné aux étages F| vidéo (2 gain fixe) des ré-
cepteurs de télévision.
~C12¢ 0,23 pF
Maximum power dissipation Case TO-72  See outline drawing CB-4 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dassin coté CB-4 derniéres pages
P
tot
(mw)
TN M
300
N _ H®L
(2) (1) Infree air
CTNL A l'air libre E
200 N
\ (2)  With infinite heat sink
(1) Avec radiateur infini
100 +— \\
i N .
0 1 ) Weight : 0,45g. Connection M is connected to case
o 50 100 150 Tamb {°CJ Masse La connexion M est relide au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage ’
Tension collacteur-base VCB 40 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEB 4 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO 25 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur ] VC ES 40 v
Collector current
Courant collecteur |C 25 mA
Power dissipation Tamp=25°C Piot 230 mwW
Dissipation de pui = o
issipation puissance Tcase 25 ) C - 330 mw
Junction temperature :
Température de jonction Tl 175 °C
Storage temperature —65 °C
Température de stockage stg +175 °C
75-43 1/7
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current Veg= 20V
Courant résiduel collecteur-base \ ECB -0 Iceo 1 100 nA
| = 10 pA
Collector-base breakdown voltage [o] v
Tension de claquage collecteur-base IE =0 (BR)CBO 40 v
Collector-emitter breakdown voltage 'C =7mA \Y
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0 (BRICEO 25 v
Emitter-base breakdown voltage lg =104A Vv
Tension de claquage émetteur-base ] c = 0 (BR)EBO 4 Vv
VCE =10V 0 100
Ilc =7mA
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfer h2‘| E
direct du courant
Veg=25V 15
lc =20 mA
Base-emitter voltage Vee= v v
Tension base-émetteur Ic =7 mA BE 0,75 0,90 v

2/7
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BF 173

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) T = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) amb (Sauf indications contraires)
Test conditions ;
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
B Veg= 10V
Transition frequgqcy | =7mA fr 350 600 MHz
Fréquence de transition C
f = 100 MHz
Maximum oscillation frequency Veg= 10V f
Fréquence limite d’oscillation | c = 7 mA max 2 GHz
Vgg= 10V
Collector-base time constant lc =7mA "o’ Chrc 6 10 ps
de temps -base
f = 50 MHz
Veg= 10V
Feedback capacitance _ -C
Capacité de réaction lg =0 12e 0,23 0,3 pF
f =107 MHz
Maxi ilateralized Veg=10V
aximum unilateralized power gain
Gain imal en puj po .L'g 4 Ilc =7mA Gpmax 43 dB
f =366 MHz
| " VCE= v
nput conductance _
Conductance d’entrée Ic =7mA 91te 4 mA/V
f =236,6 MHz
| Veg= 10V
nput susceptance - b
Susceptance d'entrée ic =7mA 1te 5.75 mAV
f = 36,6 MHz
f t capacit: vCE: lov
nput ¢ itance
Capacité d'entrée Ic =7mA Cite 25 pF
f = 36,6 MHz
S
3/7
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) Tamb = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) am (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg= 10V
Feedback admittance (absolute value) = 1Y 394l
Admittance de transfert inverse (module) IC 7mA 120 56 HANV
f = 36,6MHz
Ph. f feedback ad Veg=10Y
ase angie of feedback admittance _ o
Angle de phase de I'admittance inverse e =7mA 120 92 °
f =36,6MHz
Vep= 10V
Feedback capacitance CE —
Capacité de réaction lg =7mA C12e 0,23 pF
f = 366MHz
Transfer admitta (absolute value) Veg= 10V
ransfer a nce (absolute value
Admittance de transfert (module) IC =7mA IY219' 145 mA/V
f =366 MHz
Veg= 10V
Phase angte of transfer admittance _ °
Angle de phase de I'admittance de transfert lc =7mA 210 22
f =366MHz
o " Veg= 10V
utput conductance
Conductance de sortie |C =7mA 9229 65 HAINV
f =36,6MHz
Output t Vee=10Y
utput susceptance
Susceptance de sortie g =7 mA ba2e 390 uA/V
f =366MHz
O t it Veg= 10V
utput capacitance
Capacitance de sortie IC =7mA 0228 1,7 pF
. f =36,6MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-ambient thermal resistance
Rési hermig iante) Rih(j-a) 650 °C/W
Junction-case thermal resistance
R thermique (j ion-boltier) Rth(i—c) 450 °C/W
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BF 173

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

c
(mA) T. . =25°C (mA)
amb Veg=10V /
T CE 250
25 {400 yA amp =25°C /
//ssouA 20 v
" 300 pA
20 ~ 74 //zso A
| M
Ve s
// | 200 A
150 uA
" 10
10 — 100 A
/ I =50 pA
8
5 - 5
0 0
0 4 8 12 16 20 Vee V) o] 100 200 300 400 IE1uA)
1
c v T
ma) e ho z2ma
eeTa, h
amb *
20 40 N
AN
15 30 N
20
10 L e
O
ol y
s / z V(BRICER
| | %8
0 0 2 s 2 6 2 s Z 5
0 02 04 06 08 Vg LU L L N
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signals)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux)

(mA) 8 f =100 MHz {mA) ( T =368 Mz
6 Tamb =250C amb =25°C
a [¥24,l =160 mA/V|
8
2 —
=
10’
s 140
s Jiff\ 550 MHz— 6
a N L
NS 500 MHz
1
2 | 450 MHz ]
4
100
10° |_350 MHz _|
s |
6 250 MHz ] 807
A £ =150 MHz__| 2 604
s 40
-1 20
10 0
0 4 8 12 16 v 0 2 4 8 8 Vegv)
9y1¢ (MA/V) 922¢ WAV}
e — | -
Cpyg loF) 87— Nte ] C22 1PF) 8
===C11e Vep=1 VL] 6 922¢
a4t =36,6 MHz E=132 V] 4 ———Cypp
= ==4= 715 v4 Vap=1
Tamb =250°C PR et B0 f =36,6 MHz CcB
2 S msar =310 V- 2 _
h!i.' - | Tamp =25°C /,f\
10! Vep='! ¥4 102 AL
8 A7 s Y
6
YA ° A0
4 / 7z 4 V
2 /A 2 VAZ /
P22
e
100 10 A
8 8
6 6
4 L}
2 2
10! 10° %
1 2 4 6 8 2 4 6 1 4 6 8 2 4 6 8
- - 0
10 10° Ic(mA) 10 10 -1c(mA)
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BF 173

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signals)  (Following)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux) {Suite)

¥, 5! 1¥q4!
wANVY 8 — 050, mA/V) g
6 6 ¥arel
——=9¥21¢ €
4I=f 2366 MHz VLR 4 —921¢
CB / f =36,6 MHz
Tomp =25°C
2|~ amb 7 2 T . =259C
/Z/IV/ amb Veg=10V
102 ye 102
Y I S— 5 V1 8 7 .
6 6 -
i oV a4 ,/
V]
2 2 g
10! Veg=1+10 v=_ —®12 10" -~ b
8 == = 8 () 8 8 )
6 6 6 6
4 4 4
2v_|
2 2
2 5 v—
10° 10 10°
4 2 4 68 o 2 a 68 , 2 a
10 10 —IgimA) 10
[ ] Ivl ,
%8
c(pFI8 I et} 2 R
! ®
. 11e a 21e
| T
2 2 — ¢'12e
Jﬂ
ot
1 2
0, 992 WANVIT] - 0%
6 } 6
a — 4
Ca2e | v
2 T V3 2 J
> { //lv12 [(uA/V)
100 10" A e
8 8 =
61— . 6 Veg =10V
4 | TTTgyq, tmAMILL v =10V ] . % lc =3mA
o =3mA , / Tomp =25°C
’ d ]
10" [ 1] 10° d
‘2 4 68 2 4681 2 4 68 _12 46302 45812 4 68
10° 100 10 f (MHz) 10 10 10 f (MHz)
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NPN SILICON TRANSISTORS, PLANAR BF 179 C
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR

- Wide-band, high voltage amplification
Amplification haute tension a large bande
VCER 250 V
fr 120 MHz Typ.
C12e 18pF Typ.
Maximum power dissipation Case TO-39 — See outline drawing CB-7 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-7 dernidres pages
Pto(
(w)
1.6 3\
AR ')
08 : NG B
T~ : N\
. T °C)
0,4 ' " (” @ Tamb(oc'
H H case
<] L H Weight : 0,9 g. Collector is connected to case
50 80 110 140 170 200 Masse Le collecteur est relié au boltier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb = +25 °C {Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION

(Sauf indications contraires)

Collector-base voltage V
Tension collecteur-base CBO 250 v
Collector-emitter voitage -
Tension collectsur-émetteur Rgg =1k Veer 250 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEO 15 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 5 v
Coliector current
Courant collecteur IC 50 mA
Power dissipation Tamp = 55°C (1) P 0,6 w
Dissipation de pui: = tot -

issipation de puissance Tcase =125°C (2) 1.7 W
Junction temperature T.
Température de jonction max. | 200 °C
Storage temperature min, T — 55 °C
Température de stockage max. stg +200 °C

THOMSON-CSF 76-17 15
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamp =25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vee = 350 v
R~ =
Cc
Rg =1kQ ! mA
Rg =1008Q
Collector-emitter cut-off current !
Courant résidue! collecteur-émetteur Voc =250V CER
Rc =10 k2
Rg =1k§ 4 mA
Rg =100 Q
Tamb= 200°C
Emitter-base breakdown voltage 'C =0 v 5 v
Tension de claquage émetteur-base lg  =100uA (BR)EBO
Static forward current transfer ratio Veg =20V "
Valeur statique du rapport de transfert _ h. 0
direct du courant lC =30mA 21E
. Veg =15V
Base-emitter voltage CE v
Tension base-émetteur 'C =20 mA BE 1.2 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
High f knee volt 'c Z20mA
igh frequency knee voltage -
Tension de coude en haute fréquence Tamb 150°C VCE K(H F} 15 v
(No!e 1) f =0,5 MHz
Transition f Veg =10V
ransition frequency _
Fréquence de transition IC =10mA fT 120 MHz
f = 50 MHz
Feedback capaci Ve =20V
eedback capacitance _ -
Capacité de réaction IC =10mA C1 2e 18 35 pF
f =1MHz
Veg =15V
Feedback-time constant cs = A |h12b|
Constante de temps de réaction lg =-10m w 100 ps
f =25 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
g‘ura_mon-a[nblest tl:}ermgl reslstgnoe' Rth(i-a) 240 oC/W
Junction-case thermal resistance
Rési: thermique (j ion-boitier) Rth(jAC) 45 °c/W
Note1: V is the value of V¢ for : h
CEsat E =
VeEsar 85t 12 valeur de Vcscpaul : |h2le| 2 VCE =50V 80%
N —
2/5
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BF 179C

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

(mA) {(mA
= 700 uA
|~ 600 uA Ty = 25°C
A A | ]
40 / 7 =500 uA
/ / ] ’ 3 60 uA
/ 400 uA /
30 H#A— 50 uA
/ ] i L 404A
300 uA 2
A// L“ / 30 uA
20 / \ ul
20 yA
200 uA
/ Iu 1 / V AN
Wi
10 Tg = 100 uA /ﬂ
Ig =10 uA
1
0 2 4 6 8 10 VetV 0 40 80 120 160 VeV
ha1e
— r165°C
Vee =15V AT
1,6
1,2
/ 250C
L
0,8 /// 74 a LL
/ﬁ
04T LA T 1 Temp =15 :—J—
o il
— .
]
) 2 4 68 0 2 4 68 2 4 68
10" 10 10! 1ctmA)
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DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Ci1e
(pF)

amb — 25°C

102
1w Pt e P tgimA)
%11e
(mS)
Clre T T
(pF) 5 9110 -
. m——=Ciyy
Tamb=25°c
108 Veg =30V
5 20 MA o e ol o
(= -
‘:m: ‘-d“‘-?:“s
b EmAm -Is
ln=2mA= T =l L T
102 ke I
s
2
10' -
s[—20mA — o
100 Q=2‘mA
2 4 6 8 2 6 8
107! 10° 1 (MHz)

~Ci2e
o IR
e =0
5 f =10 MHz——
Tomb = 25°C
4
3
N
2
1
0
] 4 68 . 2 4 68
10 10 VgV
?:Sz,' °22)e
{pF
s 4"[ T —[ 1 s
— 922
2f— ====Ca A2
10?2 |— Tamp = 25°C 102
5 Vee =30V /, s
/ / 1
2 - 2
1 et /V//,/ )
10 20 mA - 10
| LT A
8 |10 mA==f—] - s
.
2 —529”} "/
¢=2m 2
10° f— 16°
b1 A o e ety et o
s —BMA-C-— pu = - 5
|c-—2ImA e oo o o e el et o
2 2
10.‘ ]7 4 6 8 10-1
2 2 4 6 8
10+ 100 € (MHz)
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BF179C

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

[Y21el fr
(mS) (MHz)
5
f =20MHz
| = 200
‘2 Veg =10V 0 —Typ = 25°C
104 b—7,,,= 25°C e Ty =100°C
5 160
2
10° 120
L
s 10 mA /’ \
[emt — A< TSNRA
102 b—'¢=2mA ——— /" \\\G\
ol W\
- o <\
5 -~ 40 O\
m Uy
2 Y \
10' 0 3<
2 4 6 8 2 6 8 2 4 6 8 2 4 8
107 100 1 (MH2) 100 10!

6/6
501



NVILY



NPN SILICON TRANSISTOR, PLANAR *BF 180
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR

%k Preferred device

Dispositif recommandé
The NPN planar transistor BF 180 is intended
for use in UHF amplifier stages of TV receivers
(AGC controlled stages).
Le transistor planar NPN BF 180 est destiné & étre uti- § 650
lisé comme amplificateur UHF a gain réglable dans T MHz
lisé comme amplificateur UHF 3 gain réglable dans
les récepteurs de télévision, Gpmax 12 dB a 800 MHz
F 5 dB a 800 MHz
Maximum power dissipation Case TO-72 — See outline drawing CB-4 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-4  derniéres pages
Prot
(mwW) ‘-—|\
300 N
(2) ) 2 M
{1) In free-air C@E
200 A lair libre &
| 1) (2) With infinite heat sink <
] Avec radiateur infini
100 t
] N
I A
1 Weight: 0,7 g. Connection M is connected to case
(] 50 100 150 T .(°C) Masse La connexion M est reliée au hoitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tamb =+25°C (Unless otherwise stated)

{Sauf indications contraires)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Collector-base voltage v i
Tension collecteur-base CcB 30 Vv
Emitter-base voltage

Tension émetteur-base VEs 3 \"
Collector-emitter voltage

Tension collecteur-émetteur VCEO 20 A\
Collector current

Courant collecteur I 20 mA
Power dissipation T =25°C 200

Dissipation de puissance T:;ns: =25°C Ptot 375 mw
Junction temperature :

Température de jonction T‘ 175 °C
Storage temperature min. T —55 °oC
Température de stockage max. stg +175 oG

75 -
¥ ™ -CSF 6 1/9
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Conditions de mesure .
Test conditions Min. Typ. Max.
Veap= 20V
Collector-base cut-off current cB |
Courant résiduel collecteur-base g =0 c8o 10 nA
Collector-emitter breakdown voltage Ic =2mA v
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0 (BRICEO 20 v
Emitter-base breakdown voltage Ig =10pA
Tension de claquage émetteur-base ] c = 0 V( BR)EBO 3 \2
Vep= 10V
CE h
lc =2mA 21€ 15 45
Static forward current transfer ratio
Valeur statique du rapport de transfert
direct du courant ; 7v
CE™ h
I =12mA 21E 6
. Vgg= 10V .
Base-emitter voltage BE Vv
Tension base-émetteur lc =2mA BE 0,75 \"
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vee= 10V
Transition frequency -
Fréquence de transition IC 2mA fT 650 MHz
f =100MHz
i Vep= 10V
Feedback capacitance CE -
Capacité de réaction Ic =2mA Crze 025 PF
Veg= 10V
. | =2mA
Noise figure C
Facteur de bruit Rg =500 F 5 a8
f =800MHz
Veg= 10V
Power gain 1 2mA G 12 dB
Gaii i c = pmax
ol en puissance f = 800 MHz
Gain regulation range Ilc =10mA AG 40 4B
Plage de régulation de gain f = 500 MHz p
2/9
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BF 180

Y PARAMETRES Tamb = 25°C (Unless otherwise stated)
PARAMETRES Y (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg= 10 v
lg =-2mA 911b 32 mA/V
f =470MHz
Input conductance
Conductance d'entrée
Veg= 10V
g =-2mA 911p 17 mA/V
f = 800MHz
Veg= 10V
lg =-2mA P11 -30 mA/V
f =470MHz
Input susceptance
Susceptance d'entrée
Veg= 10V
e =—2mA b11b -24 mA/V
f = 800MHz
Veg= v
lg =-2mA 1Y 12! 420 Y
f = 470MHz
Feedback admittance
Admittance de transfert inverse
Veg= 10V
g =-2mA 1¥12p! 750 HAIV
f = 800MHz
Veg= 10V
lg =-2mA ?Y 12p 260 °
f =470MHz
Phase angle of transfer admittance
Angle de phase de I'admittance inverse
Vep= 10V
CE=
g =-2mA *Y12p 260 o
f =800 MHz
Veg= 10V
lg =-2mA |Y21b' 40 mA/V
f =470MHz
Transfer admittance
Admittsnce de transfert
Vegg= 10V
Ig =-2mA IYa1p! 28 mA/N
f =800MHz
— S -

3/9
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Y PARAMETRES
PARAMETRES Y

Tamb =25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Vee= oV
Ig =—-2mA #Y21p 85 °
f =470MHz

Phase angle of forward transfer

admittance with output short-circuit

Angle de phase de I’'admittance de trans-

fert direct, entrée en court-circuit
Veg= 10V
Ig =—2mA #Y21p 50 °
f = 800MHz
Veg= 10V
Ig =-2mA 922b 500 uA/NV
f =470MHz

Output conductance

Conductance de sortie
Veg= 10V
lg =-2mA 922p 800 HA/NV
f = 800MHz
Veg= 10V
lg =-2mA ba2b 2,95 mA/vV
f =470MHz

Output susceptance

Susceptance de sortie
Veg= 10V
g =—2mA bogy, 5 mA/V
f =800MHz

S PARAMETRES

PARAMETRES S
Veg = 10V
lc =2mA S11b 0,65 o
ZG=ZL= 50 130

) . f = 500 MHz

Input reflection coefficient

Coefficient de réflexion & l'entrée
Veg = 10 v
| = 2mA 0,65
C 5
2g=2, = 50 S11b 110 °
f = 800 MHz
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BF 180

S PARAMETRES T =260C {Unless otherwise stated)
PARAMETRES S amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
NP
¢ =2m s 1.5
—7 = 21b °
Z5=2, =50 Q —70
f = 500 MHz
Forward transmission coefficient
Coefficient de transfert direct
Ve = ;0 \:\
| =2m 1.4
C S 4
-7 = 21b o
25=2,=50Q -110
f = 800 MHz
VB2
c T em S 0,012
12b °
25=2,=50Q 95
f = 500 MHz
Reverse transmission coefficient
Coefficient de transfert inverse
Veg = 10V
Ilc =2mA s 0,025
Zg=2,=50Q 12b 100 °
f = 800 MHz
VB 2 ok 008
| =2m,
C S 4
-7 = 22b °
Z5=2, =50 Q -12
f = 500 MHz
Output reflection coefficient
Coefficient de reflexion 8 la sortie
Ve = ;0 v
| = 2mA 0,97
C S d
Zg=2,=50Q 22b —20 °
f = 800 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
.'J,ur{ction-a:nbie'nt tr).ermall resislt.ance‘ Rth(i-a) 750 oC/W
.'J,un_ction-case t!:ermgl res_istelni::aml Ripy lic) 400 oc/W
5/9



TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

h. T
21E
Veg =10V (MHz) 4 Veg =10V
Tamb=26°C 6 Tamb=25°C
1 ~ R N f =150 MHz
1 ) )
0,8 V4 \ 2
0,6 102
8
s \
04 \
4
0,2 2
0 6 8 2 4 8 8 10‘
w' 2t % I (mA) 0 2 4 6 8 g (mA)
Ci2e
F)
e .C =2mA
Tamb= 25°C
08
0,6
04 N
\
0,2
0
0 4 8 12 16 Ve )
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BF 180

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

E G 911b
(d8) (MAV) ~byyy g
Veg =10V (mANV) ¢ TN
12 lc =2mA — 17,5 “C11p 8 1b\\
Tomb = 28°C / \\ (pF) 4 AN
/
10 15 —
ﬁs ) P N
~C
‘ / s w1V TN N
10! ,/ ,/ N
8 10 8 \
" [
e byl | [ vee =10v |\
/| 75 a4 CE el
4 v B / e = 2mA
/ T °
" amb= 25°C
2 5 2
0 2 4 68 2 4 68 25 10°
4 6 8 2
10! 102 t (MH2) 10! 102 © % M)
I¥ 325!
WANV)8 Vee =10V
I =2mA y,
®Y, 0 6 c
(01) 2 Tomb = 26°C
4 —r
Y12 /
2 /
//
102
1
8 1Y 20
8
4
/
4
2
10
, 2 4 68 , 2 68
10 10 f (MHz)
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Y216 I 9226 Ca2
(mA/V) g (uA/V)5 VCE _10V _ (pF
’7’(‘0()21::6 ¥yl T o =2mA
a \ 2 Tamb= 26°C {2
N
10° 102
5 d 5
WY oar
2 Al 4
F— ’\K . /| L
10! 102 / 10’
8 AN A
5 5
. N
Vap =10V
CE = 2 2
4 Ic =2mA T )4 a2 0
T 25°C 0 10
amb™
2 s 5
2 / 2
100 2 4 6 8 2 8 100 l |0.1
2 4 6 8 2 4
10" 102 t (MH2) 10' 102 © % M)
a6,
(dB) Valim, =12V
supply
-10 Re  =3%0Q
\ Tomp =25°C
-20 \ \
—40
—50
50
—60 |
0 4 8 12 16 20 1 (mA)
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BF 180

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

90°
1200 600
800 MHz
700 MHz Veg = 10V
IC = 2mA
o
150 00 MHz—"] 30°
f =500 MHz
180° os“b(ﬂl
0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 ¢
—90°
—120° 700 MHz _60°
600 MHz
f =500 MHz
800 MHz Veg = 10V
IC = 2mA
—1560° —30°
—180° 0 521b(°)
1,6 1,4 1,2 1 1,2 . 1,4 16 ¢
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NPN SILICON TRANSISTOR, PLANAR
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR

*BF 181

The NPN plan transi tor BF 181 is intended
for use in UHF converter and oscillator stages
television receivers.

Le transistor plan NPN BF 181 est destiné a étre utili-
sé comme convertisseur et oscillateur dans les étages
UHF dans les récepteurs de télévision.

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

sk Preferred device

Dispositif recommandé
fr 600 MHz
C-l 2e 0,3 pF

Case TO-72 — See outline drawing CB-4 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-4  derniéres pages

Ptot
(mW) =
300 -!'\‘(2)
—+ "
! (1) In free-air ek
200 ! A Fair libre
_j\ (2 With infinite heat sink B
(1) Avec radiateur infini
100 ! \\
J N
: § Weight : 0,7 q. Connection M is cannected to case
[} 50 100 150 Tamb(OC) Masse La connexion M est relide au hoitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)  T_ . - +25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION ami (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteéur-base VCBO 30 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 3 A
Collector-emitter voltage v
Tension collectaur-émetteur CEO 20 Y
Collector current \
Courant collecteur Cc 20 mA
Power dissipation Tamp= 25°C P 150 mw
Dissipation de puissance T cn= 25°C tot 375
case
Junction temperature T. o,
Température de jonction max ] 178 C
Storage temperature min T -55 °C
Température de stockage max st9 +175 °C
756 1/7
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STATIC CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current Veg=20V |
Courant résiduel collecteur-base lg =0 CcBO 10 nA
Collector-emitter breakdown voltage Ic =2mA v 20
Tension de claquage collecteur-émetteur |B = (BR)CEO v
Emitter-base breakdown voltage 'E =104A
Tension de claquage émetteur-base Ic =0 V(BR)EBO 3 \"/
Static forward current transfer ratio V= 10V
Valeur statique du rapport de transfert \ CE_ 2mA h21E 20 30
direct du courant cC =
Base-emitter voltage Vgg=10V
Tension base-émetteur lc =2mA VBE 0,75 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Transition frequency Veg= 10V t
Fréquence de transition lg =2mA T 600 MHz
dback . Veg= 10V
Feedback capacitance _
Capacité de réaction IC =2mA c129 03 pF
f =1MHz
Y PARAMETRES
PARAMETRES Y
Veg= 10V
Ig =-2mA 911b 34 mA/V
f = 470 MHz
input conductance
Conductance d'entrée
Veg=10V
lg =-2mA 911 15 mA/V
f = 800 MHz
Veg= 10V
lg =-2mA bi1p 31 mA/V
f =470MHz
Input susceptance
Susceptance d‘entrée
Veg= 10V
lg =-2mA D11 2 mA/V
f =800MHz
2/7
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BF 181

Y PARAMETRES
PARAMETRES Y

Tamb=25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg= 10V
g =-2mA Y 12p! 420 LA
f =470MHz
Feedback admittance
Admittance de transfert inversé
Veg= 10V
lg =—-2mA PN 780 uAV
f = 800MHz
Veg= 10V
lg =-2mA Y 12p 270 o
Phase angle of feedback admittance f  =470MH:
Angle de phase de I'admil i
ngle phase de /'admittance inverse VcE= 10 V
g =-2mA Y126 260 °
f = 800MHz
Veg= 10V
lg =-2mA I¥Yo1p! 40 mA/V
. f =470MHz
Transfer admittance
Admittance de transfert VCE= 10V
lg =—-2mA Ya1pl 30 mA/V
f = 800MHz
Vgg= 10V
lg =-2mA $Y21p 80 °
Phase angle of transfer admittance f  =470MHz
Angle de phase de I’'admittance de transfert
Veg= 10V
IE =—-2mA ¢Y21b 40 °
f = 800MHz
Veg= 10V
lg =-2mA 922b 500 HA/NV
Output conductance f =470MHz
Conductance de sortie
VCE =10V
lg =-2mA 922b 1000 HA/V
f =800MHz
Veg= 10V
lg =-2mA boop 2,95 mA/V
Output susceptance f  =470MHz
Susceptance de sortie
Veg= 10V
lg =—-2mA baop 5 mA/V
f = 800MHz
3/7
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S PARAMETRES
PARAMETRES §

Tamb =25°C

{Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Los — 0 \;,A 0,60
| =2m | o
Z.=2,-500 S11b 150
G~ “L
Input reflection coefficient f = 500 MHz
Coefficient de réflexion & I'entrée _
oefficien VCB =10 \;\
| =2m 0,70
C S . 4 °
Zg=2,=50Q 11b 130
f = 800 MHz
Veg = 10V
| = 2mA 1,4
C S , 3
2G=2,=50Q 21b _85
Forward transmission coefficient f = 500 MHz
" Coefficient de transfert direct v =10V
I ce 2mA 1,3
c F¢em S . o
Zg=2,=50Q 21b -126
f = 800 MHz
Veg = 10V
le =2mA C 0,012 .
25=Z;=50Q 95
. . f = 500 MHz
Reverse transmission coefficient
Coefficient de transfert inverse VCB =10V
le =2mA S126 0,025 o
2G=Z, =50Q 100
f = 800 MHz
Veg = 10V
Ilc =2mA Soon 0,98 °
ZG=Z =500 -12
Output reflection coefficient f = 500 MH:
Coefficient de réflection & la sortie v =10V
cB
Il =2mA S22 0,97 °
Zg=Z =50 Q -20
f = 800 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Juqction-a[nbiept ﬂ)frma} "’Si‘f?"“, Rth(j-a) 1000 oC/W
Junction-case thermal resistance .
Rési thermique {j ion-boitie Rth“'c) 400 °C/W

4/7
516



BF 181
TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
[
h T
21E
= (MHz)
1YCE:1£-,\°/C “s Vee=10V
amb™ 6 Tamp=25°C
1,2 /-\\ f =150 MHz
4
N
1 —q
. N 2
0,8 A
102
8
0,6
‘ \\
04 4
0,2 2

0 10!

10! 0w 2 8|C (mA) 0 2 4 6 8 g (mA)
cb’c F S
(pF) (mA/V)
P e =2mA (dB) Gg m

T =25°C
°mb 10 N 125
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

oY
P11p Y Ciip 1Y 20! 2 (01’2b
911 :’csf;" VA (Y A/V) Veg =10V
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\ /
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR BF 182
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

The NPN planar epitaxial transistor BF 182 is
intended for use in VHF converter stages of
television receivers and generally for all UHF-
VHF uses. v 20V
Le transistor NPN planar épitaxial BF 182 est destiné & CEO
8tre utilisé comme mélangeur VHF dans les récepteurs
de télévision et & tous les usages VHF-UHF. —C12¢ 0.3 pF Typ
Gpmax 12dB 2 800 MHz  Typ

Maximum power dissipation Case TO-72 - See outline drawing CB-4 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté (Cg.q derniéres pages
P

tot

(mW) \ ‘ Bottom view

320 (1)in free air Vue de dessous

\ A I'air libre M
240 —(T) \\ ¢ @ £
(2)With infinite heat sink
160 \‘\ \\ Avec radiateur infini 8
8o — (1) P
T~
\ ™S
] L Weight : 0,7 g. Connection M is connected to case
25 55 85 116 145 T__. (°C) Masse La connexion M est relide au boitier
amb

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T =+25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voitage Vv

Tension collecteur-base CBO 30 \
Emitter-base voltage v

Tension émetteur-base EBO 3 v
Coltector-emitter voltage V

Tension collecteur-émetteur CEO 20 v
Collector current |

Courant collecteur c 20 mA
Power dissipation Tamb = 25°C Prot 150 w
Dissipati ] = o m

issipation de puissance Tcase = 25°C 175

Junction temperature

Température de jonction max Ti 175 °C
Storage temperature min T —65 °C
Température de stockage max stg +178 oC

76-01 1/
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STATIC CHARACTERISTICS Tamb =25°C
CARACTERISTIQUES STATIQUES am
Test conditions H
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current Veg =20V | 1 nA
Courant résiduel collecteur-base IE =0 cBO
Collector-base voltage | =10 uA
Tension collecteur-base |E = VCBO 30 \]
f | =2mA
Collector-emitter voltage (o v
Tension collecteur-émetteur IB = CEO 20 A
. | =10 uA
Emitter-base voltage E \Y
Tension émetteur-base lc = ERO 3 v
Static forward current transfer ratio Vee = v
Valeur statique du rapport de transfert | =2 mA h21 E 10 70
direct du courant Cc
Base-emitter voltage Veg =10V v 08 v
Tension base-émetteur lg =-2mA BE ,
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
Vap =10V
Transition frequency CE
Fréquence de transition le = 2mA fr 600 MHz
f = 100 MHz
Vap =10V
Feedback capacitance cB -
Capacité de réaction lec =1mA C12e 03 05 pF
f =1 MHz
Vag =10V
Maximum power gain cs _ G
Gain maximal en puissance lc =2mA pmax 12 dB
f = 800 MHz
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BF 182

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Test conditions i
Conditions de mesure Min.  Typ. Max
- _
Junction-ambient thermal resistance Rth(j-a) 1000 oC/W
Résistance thermique {jonction-ambiante)
Junction-case thermal resistance .
Rési thermique (j ion-boitier) R‘h(l'c) 400 °C/W
"~ Typical values -
Valeurs typiques
¥ parameters f 50 200 500 900 MHz
Paramétres Y
Input conductance Vag =10V
Conductance d'entrée IECB — Z2mA 911b 65 50 25 9 mA
Input susceptance Veg =10V b _
Susceptance d’entrée IEC ~ _2mA 11b -6 -20 -25 20 mA
Feedback admittance VCB =10V Y
Admittance de réaction |E =—_2mA 12b 60 200 500 900 uA
Phase angle of feedback admittance Veg =10 v
Angle de phase de I’admittance de réaction g = —2mA “120 —90 — 90 —90 —90 o)
- — e ———— o B
Transfer admittance Veg = v v
Admittance de transfert IEC — _2mA 21b 65 55 28 15 mA
Phase angle of transfer admittance Veg =10V _
Angle de phase de I'admittance de transfert IE =_2mA “21b 160 — 140 — 76 — 40 (o]
QOutput capacitance \ =10V
Capacité de sortie |ECB o 2mA 92 § 60 250 1000 A
Vog =10V
QOutput conductance CcB c
Conductance de sortie lg =-2mA 22b 1 1 1 1 pF
3/6
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CHARACTERISTICS

e Caractéristiques de sortle
T
{mA) o T
Yz
v // el o
/ 7 100 pA —+—
/ Pl !
80 A
: T
5 / 80 uA
40 pA
IB = 20uA
o 10 VeV
BASE EMITTER VOLTAGE
Vg Tension base-émetteur
) T J
Tamp = 25°C
1
08
b—t1"1
I
0,6
04
0,2
2 4 8 4 6
107 10° Io(mA)

DC CURRENT GAIN
Gain statique en courant

2 v T
Veg = 10V
Tamb = 26°C
100
80
/‘/’ N
&0 —
40
20
2 4 68 4 6
10" 10° Ig(mAl
¢ TRANSISTOR FREQUENCY
T Fréquence de istion
(MHz2) T T T
L f =100 MHz
8| Veg=10V
7 /_-—-.._
¢ <
5
. N
3
2
102
2 3 4 5 4789

lc(rnA
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BF 182

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-BASE CAPACITANCE

YHe PARAMETERS VS. FREQUENCY
Paramétras Y, 169" fonction de la fréquence [+

Cyrc  Capacité collectour-base 941e 1e
(pF) b T J (pF)
11e 8t Ve = 10V 8
8 mavighlc = 2mA 6
6 4 4
2 V4
a ™~ SN Cite
\ b
N T 3 P1te ,
N~ 10 10
N s » /1911 s
N 6 Z // 6
. ) /,/ ]

2 / 2
10° 10° 10°
0 2 4 6 8 1 2 6 8 1 2 4 6 8 2 2 4 6 8
10 10 VeeV) 10 10 f(MHz)
Yi1b PARAMETERS VS, FREQUENCY Y22b PARAMETERS VS. FREQUENCY

941 P, ] Y, e f ion de la fréq c Paramétres szb en fonction de la fréquence
b ° T Voo = t0v] P S22 T 1 Ca20
11b T CE (pF) wA/V) Veg = 10V {pF)
(mA/V) 9116 == lc = 2mAj sb1°° = 2mA "
RN ‘ /
4 4 a 4
N /
2 Ci1p ,__>< 2 2 / 2
// €22 /
10! 10' 102 y4 102
. 7 aNmak . / A
7 8
6 11 3 6 6
a 7 a / 4
2 2 2 9220 2
10° 10° 10 \ J 10!
w2 468, 2 4 6 f(MHz) o 2 4 6 &2 2 4 6 fMH2)
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

Y21bPARAMETERS VS. FREQUENCY Y12 PARAMETERS VS. FREQUENCY
| Paramétres Y2,bvn fonction de la fréquence Y12a an fe jon de Ia fréq
Y21b| T T +¥21p I T T
12 =
mavIf Vg = 10V ©) (MA/\’/I)'VCE = 1ov +912
sllc =2mA sllc = 2mA
a 4 2 fna /,/ .
2 [*0211) 2 2 Y12 %
L]
102 ! N 102 102 Wi 102
8 Y210 8 8 8
6 '——1\‘\ 6 r3
a N 4 4 4
~
N
2 2 2 2
10’ 10! 10! 100
10! 2 4 6 8102 2 4 8 LMH) 10 2 4 6 3102 2 4 6 {MHz)
MEY PARAMETERS VS, FREBUENCY NOISE FIGURE
Y, 2 en f de la Factnur de bruit
[¥120) —e120 F v
(A/V) 4 ) (@B} "ce = 10V
6 // 6 e = 2mA
10
a 4
|V12V
2 / 2 8
-9
102 4 2 102 6 y
s
4
s 4 /
4 /
4 /
2b—Veg = 10V 2 2
e =2mA
10' | | | 10!
2 4 68 2 4 6 2 4 68 4 6
10! 102 #{MH2) 10! 102 fiMHz}
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NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR BF 183
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL

The NPN planar epitaxial BF 183 is intended for
use in VHF oscillator stages of television recei-
vers and generally for all VHF-UHF uses.
Le transistor NPN planar épitaxial BF 183 est destiné & Vv 20V
étre utilisé comme oscillateur VHF dans les récepteurs CEO
de télévision et pour tous les usages VHF-UHF. —C1 2% 0,3 pF Typ
Gpmax 14 dB 3 900 MHzTyp
Mawimum power dissipation Case TO-72 — See outline drawing CB-4 on last pages
Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté  (Cg.q derniéres pages
Prot
(mw)
320 \
(2) . Bottom view
240 (1) In free air Vue de dessous
N A air libre M
160 N (2)With infinite heat sink o(Je
I~ (! Avec radiateur infini
\ B
80 P~
N
0 Weight : 0,7 g. Connection M is connected to case
25 55 85 115 145 Tamb (°C) Masse La connexion M est reliée au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage \%
Tension collecteur-base CBO 30 v
Emitter-base voltage v
Tension ématteur-base EBO 3 v
Collector-emitter voltage v
Tension collecteur-émetteur CEO 20 v
Collector current |
Courant collecteur C 20 mA
Power dissipation Tamp = 25°C P 150
Dissipation de puissance - tot mwW
Tease 2%°C 375
Junction temperature
Température de jonction max Tj 175 °C
Storage temperature min T —65 oc
Température de stockage max stg +175 °C
THOMSON-CSF 75-43 1/6
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STATIC CHARACTERISTICS

(Uniess otherwise stated)

= o
CARACTERISTIQUES STATIQUES Tamb 25°C {Sauf indications contraires)
Test conditions f 4
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current VCB =20V |
Courant résiduel collecteur-base g =0 CBO 1 nA
Collector-base voltage lc =10pA v
Tension collecteur-base g = cBO 30 \
Collector-emitter voltage lc =2mA v
Tension collecteur-ématteur |B = CEO 20 v
f 1 =10 uA
Emitter-base voltage E v
Tension émetteur-base Ic = EBO 3 v
Static forward current transfer ratio VCE =10V
Valeur statique du rapport de transfert . h21 E 10 70
| =3 mA
direct du courant [
Base-emitter voltage Veg =10V v
Tension base-émetteur IEC =-3mA BE 0.8 Y
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Jun'ction-ambie_nt th_ermal resis@nce Rth(j-a) 1000 °C/W
Junction-case thermal resistance Ry s
Rési thermique (je lan-boltier) th(j-c) 400 °C/W

* pulsed
Impulsions

tp =200pus 6 < 1%
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BF 183

DYNAMIC CHARACTERISTICS ¢ ~25.C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES amb (Sauf indications contraires)

Test conditions . -‘
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
T ition Veg = 10V
ransition frequency - f
Fréquence de transition ‘C 3mA T 800 MHz
f = 100 MHz
Veg = 0oV
Feedback capacitance - Cc
Capacité de réaction lc 1mA 12e 03 oF
f =1MHz
Maxi i VCB =10V
aximum power gain _ G
Gain maximum en puissance lc = 3mA pmax 14 dB
f =900 MHe
Typical values
Valeurs typiques
Y parameters
Paramétres Y f 50 200 500 | 900 MHz
Input conductance
Conductance d’entrée G1 1b 80 55 20 5 mA/V
input susceptance b
Susceptance d’entrée 11b -15 —35 -35 =15 mA/V
Feedback admittance
Admittance de réaction Y1 2b 60 230 450 800 HAIV
Phase angle of feedback admittance 0
Angle de phase de I'admittance de réaction 12b 90 90 90 90
Veg =10V
. ! =3 mA
Transfer admittance c
Admittance de transfert Y216 85 65 38 15 mA/V
Phase angle of transfer admittance
Angle de phase de I’admittance de transfert 21b 150 130 80 50
Output conductanpe 992 10 5 350
Conductance de sortie 5 1000 HA/V
Qutput capacitance
Capacité de sortie Coop 1 1 1 1 pF
* Puised t =200ps 6 <1%
Impulsions P
3/6
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STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

OUTPUT CHARACTERISTICS DC CURRENT GAIN
e Caractéristiques de sortie hate Gain static en courant
(mA] K Veg = 10V
[ ST, %
KP4 100 ¥ tymp = 26°C
y // | 100
/ 80 uA
/ 80,
/ 9= 5
r/ Pl
60 uA
5 60 / a
/
40 uA 40
- 15=204A 20
1 2 4 68 0 2 4 6 8
0 10 VegtV) 10° 10 lo(mA)
BASE-EMITTER VOLTAGE
\Z BE Tension base-émetteur
v) = 5
tamp = 25°C
i
0'8 PL I
]
—-——'/’
0.6
0.4
0.2
2 4 6 8 4 8 8
107 100 cImAl
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BF 183

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

TRANSISTOR FREQUENCY COLLECTOR-BASE CAPACITANCE
Fréquence de transition Cb’c Capacité collecteur-base
f T LI U I | (pF)
T VCE = 1oV
(MHz) f = 100 MHz 8
/ - A °
\ 4 I~
\ —
